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Предисловие 


Отечественная промышленность выпускает разнообраз- 
ную радиоэлектронную аппаратуру (РЭА) для использо- 
вания в быту: черно-белые и цветные телевизоры, 
видеомагнитофоны, радиоприемники, магнитофоны, магни- 
толы, радиолы, электрофоны, электропроигрыватели, музы- 
кальные центры и др. 

В этой аппаратуре используется широкая гамма из- 
делий электронной техники — элементов, составляющих 
электрическую схему конкретного вида РЭА: диоды, тран- 
зисторы, микросхемы, оптопары, кинескопы, резисторы, 
конденсаторы, катушки индуктивности, коммутирующие 
элементы и электрические соедннители. 

Сведения об этих элементах в связи с большим объ- 
емом информации предполагается изложить в несколь- 
ких изданиях, объединеиных обшим названием «Элемен- 
ты схем бытовой радиоаппаратуры». В настоящем 
справочннке ввиду ограниченного объема систематизи- 
рованы сведения только о диодах н транзисторах. 
В последующих изданиях дополнительные названия спра- 
вочника будут отражать содержащуюся в них информа- 


цию: «Микросхемы», «Оптоэлектронные приборы», «Рези- 
сторы и конденсаторы». 


В настоящем справочнике сведения о диодах, герма- 
ниевых и кремниевых биполярных и полевых транзи- 
сторах даются в табличной форме, где указываются 
значения их предельио допустимых, классификационных 
и справочных параметров. В отличие от подобных из- 
даний здесь впервые приводится основное назначение раз- 
личных видов и конкретных типов приборов. 

Для удобства пользования справочником в таблицах 
электрических параметров приборов даются их габаритные 
чертежи и цоколевка. 

Справочиик не заменяет официальных документов (пас- 
портов, технических условий, каталогов), но позволяет рас- 
смотреть большую совокупность приборов, выпускаемых 
серийно отечественной промышленностью, и осуществить 
правильный выбор отдельных типономиналов приборов, 
необходимых при создании или ремонте бытовой радио- 
аппаратуры. 


Раздел 1. 
Система условных обозначений и классификация 
полупроводниковых приборов 


Система условных обозначений (маркировка) отечествен- 
иых полупроводниковых приборов широкого применения 
основывается на буквениоцифровом коде. 

Элемеиты буквенино-цифрового кода отражают следую- 
щую информацию: тип исходного материзла, из которого 
изготовлен прибор, подкласс прибора, функциональное на- 
зиачение и конструктивно-технологические особенности. 

Назначение и содержание элемеитов маркировки сле- 
дующие. 

Первый элемент — буква или цифра, обозначает исход- 
ный полупроводниковый материал, на основе которого изго- 
товлен полупроводииковый прибор. 

Второй элемент — буква. определяет подкласс полупро- 
водникового прибора. 

Третий элемеит — цифра, определяет основные функцио- 
нальные возможности (допустимое значение рассеиваемой 
мощности, граничную или максимальную рабочую частоту). 

Четвертый, пятый и шестой элементы — цифры и буквы. 
обозиачают порядковый номер разработки технологическо- 
го типа, а для стабилитронов и стабисторов — напряжение 
стабилизации и последовательность разработки. 

Седьмой элемент — буква, определяет классификацию 
приборов по параметрам. 

Для наборов приборов, ие соедииениых электрически или 
соединенных по одноименному выводу, после второго эле- 
мента обозначения добавляется буква «С>. 

Для сверхвысокочастотных приборов, бнполярных и по- 
левых транзисторов с парным подбором после последнего 
элемента обозначения вводится буква «Р». 

Аля импульсных Тиристоров после второго элемента обо- 
значения вводится буква «И». 
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Для бескорпусных приборов после условного обозначения 
вводится (через дефис) дополнительная цифра, показываю- 
щая коиструктивное исполнение (модификацию): 

|1 — с гибкими выводами без кристаллодержателя (под- 

‚ ложки), 

2 — с гибкими выводами на кристаллодержателе (под- 

ложке), 

3 —с жесткими (объемиыми) выводами без кристалло- 

держателя, 

4 —с жесткими (объемными) выводами на кристалло- 

держателе, 

5 — с коитактными площадками без кристаллодержателя 

(кристалл без выводов), 
6 — с контактными площадками на кристаллодержателе 
(кристалл без выводов на подложке). 

Если малые габариты приборов ие позволяют исполь- 
зовать буквеиное или цифровое обозначение, то на кор- 
пус наносится цветиая маркировка (точка или цветные 
полоски). Цветовой код указывается в ТУ. 

Примеры условиого обозначения приборов: 

ГТЗ1ЗА — германневый траизистор биполярный, мало- 
мощный, высокочастотный, номер разработки 13, группа А; 
КП904Б — кремниевый полевой транзистор, большой мощ- 
ности, высокочастотный, номер разработки 4, группа Б; 
КС175Е — кремниевый стабилитрон с мощностью рассея- 
ния менее 0,3 Вт, иапряжением стабилизации 7,5 В, груп- 
па Е; КВ!02Д — кремниевый варикап подстроечный, но- 
мер разработки 2, группа Д. Ниже приведены буквенно- 
цифровые условные обозиачения маркировки полупровод- 
никовых приборов, установленные ОСТ 11.336.919—81. и их 
соответствующие определения. ‘ 


Первый элемент обозначення 


Условное 


с й мат 
обозначенне Исходны ернал 


Германий или его соединения 
Кремний или его соединения 


К или 2 


А или 3 Соединения галлия (например, арсенид 
галлия) 
И или 4 Соединения индия (например, фосфид 


индия) 


Второй элемент обозначения 


Условиое 


обозначение Подкласс 


(нли группа) приборов 


Транзисторы (за исключением полевых) 
Транзисторы полевые 

Диоды выпрямительные и импульсные, маг- 
нитодиоды, термодиоды 

Стабилизаторы тока 

Выпрямительные столбы и блоки 
Стабилитроны, стабисторы и ограничители 
Варикапы 

Излучающие оптоэлектронные приборы 
Оптопары 

Тиристорные диоды 

Тиристорные триоды 

Туннельные диоды 

Генераторы шума 

Приборы © объемным эффектом (приборы 
Ганна) 

Сверхвысокочастотные диоды 


> м-етоноор» аа 


Третнй элемент обозначення 


Условное 
обозна- 
чение 


Назначение прибора 


Транзнсторы бнполярные 


Транзисторы малой мощности с мощностью рас- 
сеяния Рк<0,3 Вт : 

низкой частоты (| „<3 МГц) 

средней частоты (р =3...30 МГц) 

высокой частоты (}.›>30 МГц) 
Транзисторы средней мощности (Р‚=0,3... 
1.5 Вт): 

низкой частоты 

средней частоты 

высокой и сверхвысокой частот 
Транзисторы большой мощности (Р„>1,5 Вт): 

низкой частоты 

средней частоты 

высокой и сверхвысокой частот 


фь -— 


хо => 


Транзнсторы полевые 


Транзисторы малой мощности (Рс< 0,3 Вт): 
| низкой частоты 
средней частоты 
3 высокой и сверхвысокой частот 
Транзисторы средней мощности (Ре=О,3... 
1,5 Вт): 
4 низкой частоты 
К: средней частоты 
6 высокой и сверхвысокой частот 
Транзисторы большой мощности (Рс>1,5 Вт): 
низкой частоты 
средней частоты 
высокой и сверхвысокой частот 


Условное 
обозна- 
ченне 


ьф ь- 5-ь- 


хоче ь 


очольююь- 


> «г 


>- 


<“ чзольо 


Продолжение 


Назначение прибора 


Дноды 


Диоды выпрямительные с прямым током. А: 
не более 0,3 
0,3...10 
Диоды прочие (магнитодиоды, термодиоды) 
Выпрямительные столбы с прямым током, А: 
не более 0,3 
0,3...10 
Выпрямительные блоки с прямым током, А: 
не более 0,3 
0,3...10 
Диоды импульсные с временем восстановления, 
нс: 
более 500 
150...500 
30...150 
5...30 
1...5 
с эффективным временем жизни неосновных 
носителей заряда менее | нс 
Диоды СВЧ: 
смесительные 
детекторные 
усилительные 
параметрические 
переключательные и ограничительные 
умножительные и настроечные 
генераторные 
прочие (импульсные и др.) 
Диоды туннельные: 
усилительные 
генераторные 
переключательные 
обращенные 
Стабилитроны, стабисторы и ограничители с 
напряжением стабилизации, В: 
мощностью! менее 0,3 Вт: 
менее 10 
10...100 
более 100 
мощностью 0,3...5 Вт: 
менее 10 
10...100 
более 100 
мощностью 5...10 Вт: 
менее 10 
10...100 
более 100 
Варикапы: 
подстроечные 
умножительные (варакторы) 
Оптоэлектронные приборы излучающие, источ- 
ники инфракрасного излучения: 
излучающие диоды 
излучающие модули 
Приборы визуального представления информа- 
ции: 
светонзлучающие диоды 
знаковые индикаторы 
знаковые табло 
шкалы 
экраны 
Оптопары: 
резисторные 
диодные 
тиристорные 
транзисторные 


Условное 
обозначе- 
нне 


ь Окончание 
Назначение прибора 


Тиристоры трнодные с максимально допустимым 
средним током (или импульсным) в открытом 
состоянни, А: 

незапираемые: 

не более 0,3 (до 15) 

0,3...10 (15...100) 

более 10 (более 100) 

запираемые: 

ие более 0,3 (до 15) 

0,3...10 (15...100) 

более 10 (более 100) 

симметричные: 

не более 0,3 (до 15) 

0,3...10 (15...100) 

более 10 (до 100) 
Генераторы шума: 

низкочастотные 

высокочастотные 


Четвертый, пятый и шестой элементы обозначення 


Условное 


обознацение Назначение прибора 


От 01 до 999 Определяют порядковый номер разработ- 
ки технологического типа 
От А до Я Для стабилизаторов н стабисторов, чет- 


вертый и пятый элементы определяют на- 
пряжение стабилизации, а шестой эле- 
мент — последовательность разработки 


Седьмой элемент обозначения 


Условное 


ОбознНненИЕ Назиачение прнбора 


ОтАдоЯ (кро- 
ме букв 3, О, Ч) 


Определяет классификацию (разбраков- 
ку) по параметрам приборов, изготов- 
леииых по единой технологин 


зтоЕ 


Раздел 2. 
Диоды 


Полупроводниковые диоды (обычно с одним р-п пере- 
ходом) имеют два вывода (анод и катод) и предназначе- 
ны для выпрямления, детектирования, стабилизации, мо- 
дуляции, ограничения и преобразования электрических 
сигналов. Диоды по функциональному назначению под- 
разделяются на выпрямительные и импульсные диоды, 
стабилитроны, варикапы и др. 

Выпрямительные диоды используются для преобра- 
зования переменного тока промышленной частоты 50 Гц... 
50 кГц в постоянный (например, КД102, КД106, КД204, 
КД?212). 

Работу выпрямительных диодов характеризуют сле- 
дующие параметры: 

максимально допустимое обратное напряжение (И%обр. пах 
любой формы и периодичности, которое может быть прило- 
жено к диоду; 


о максимально допустимый постоянный прямой ток 
Гр. тах; 

постоянное прямое напряжение при заданном прямом то- 
ке о 


обратный ток утечки 1о6р при заданном обратном на- 
пряжения; 

рабочая частота ],, при которой обеспечиваются задан- 
ные токи, напряжение и мощность. 

Если частота переменного напряжения, прнложенного к 
диоду, превышает }\, то потери в диоде резко возрастают и 
он нагревается. В состав параметров всех диодов входят 
также диапазон темпёратур окружающей среды Т и макси- 
мальная температура корпуса Г,.. 

В качестве выпрямительных используются диоды не 
только на основе р-п переходов (полупроводник — полу- 
проводник), но и на основе переходов металл — полу- 
проводник, так называемые диоды с барьером Шотки, 
отличающиеся более высокими быстродействием и рабочи- 
ми токами и меньшими значениями напряжений в пря- 
мом направлении (например, КД238, КД2991, КД?2998). 

Диоды с барьером Шотки для импульсных устройств 
являются практически безынерционными, так как перенос 
заряда в них обусловлен только основными носителями. 

Для работы на более высоких частотах используются 
универсальные диоды, например КД40!, КД407 (для де- 
тектирования сигналов до 300 кГц), КД409 (для селекто- 
ров телевизоров на частоты до 1! МГц), КД410 (для 
строчной развертки телевизоров), КД416 (для формирова- 
ния импульсов с частотой 500 кГц), КД248 (для источ- 
ников вторичного электропитания). 

В качестве выпрямительных диодов используются 
КД241 (демпфер в оконечных каскадах строчной раз- 
‚вертки телевизоров). КД226 (обеспечивает требования 
«мягкого» восстановления, поэтому у него нормируется 
скорость спада обратного тока восстановления | А/мкс). 

Выпрямительные дноды выпускаются в стеклянных 

`(Д2, ДЭ, ГДИЗ), металлостеклянных (Д7, Д!01, 
КД202—КД210, КД226), металлопластмассовых (КД212, 
КД?213) и пластмассовых (КД106, КД109, КД208, КД209) 
корпусах. 


Импульсные диоды имеют малую длительность пере- 
ходных процессов при переключении (малую инерцион- 
ность). При переключениях диода из прямого направле- 
ния на обратное (запирающее) накопленные носители за- 
рядов обуславливают протекание через диод обратного то- 
ка, который может в течение некоторого времени значи- 
тельно превышать статический обратный ток. Этот процесс 
называется переходным процессом запирания или про- 
цессом восстановления обратного сопротивления диода. При 
переключениях диода из запирающего направления в пря- 
мое имеет место переходный процесс установления прямо- 
го сопротивления диода. Такие диоды используются в ка- 
честве ключевых элементов схем с сигналами малой дли- 
тельности. Наименьшее время переключения имеют диоды 
с выпрямляющим переходом металл — полупроводник. 

Основные параметры импульсных диодов: 

время обратного восстановления диода (5, обр — иН- 
тервал времени от момента подачи импульса обратного 
напряжения, когда ток через диод равен нулю, до момен- 
та, когда обратный ток лиода уменьшается до заданного 
значения; 

заряд восстановления диода @,„„‹ — полный заряд дио- 
да, вытекающий во внешнюю цепь при переключении дио- 
да с заданного прямого тока на заданное обратное напря- 
жение; 

время прямого восстановления диода („р — время, 
в течение которого напряжение на диоде устанавливается 
от нуля до установившегося значения; 

постоянное прямое напряжение (Л; емкость диода 
С; максимально допустимые значения обратного напря- 


д; 
жения Иобр тах И Прямого тока [р тах- 


Примерами импульсных диодов являются КД411 (для 
цветных телевизоров), КД412 (для цепей регулирования 
вторичных источников электропитания, инверторов и преры- 
вателей), КД503, КД509, КД512, КД513 (для быстродейст- 
вующих устройств наносекундного диапазона), КД504 
(для ограничения и модуляции импульсов), ГД507, ГД508 
{для быстродействующих формирователей импульсов), 
КД922 и КДУ923 (для преобразования переменного на- 
пряжения высокой частоты). 


Во многих случаях применения возникает проблема 
идентичности параметров диодов, подобранных в одну груп- 
пу или пару (особенно при разработке быстродейст- 
вующих схем). Основным параметром, которым должна 
быть обеспечена аналогичность диодов, является прямое 
падение напряжения (иногда и значение емкости). Об- 
ратный ток при этом не играет. существенной роли, так 
как в быстродействующих схемах для кремниевых диодов 
значение обратного сопротивления много больше сопротив- 
ления нагрузки. Для обеспечения идентичности диодов 
при работе в широком диапазоне токов и температур 
требуется их подбор в нескольких точках вольт-амперных 
характеристик. Например. выпускаются сдвоенные диоды 
КД205, два диода с общим катодом КД704, два после- 
довательно соединенных диода КД629. 


Принцип действия варикапа основан на свойстве емко- 
стей р-п перехода изменять свое значение при изменении 
внешнего смещения. Изменяя напряжения на варикапе, 
подключенном к колебательному контуру, можно обеспе- 
чить дистанционное и безынерцнонное управление резо- 
нансной частотой контура в перестраиваемых генерато- 
рах и синтезаторах частот. Таким образом, варикап пред- 
ставляет собой малогабаритный электронный конденсатор 
переменной емкости, управляемый напряжением. 


По функциональному назначению и технологин изготов- 
ления прнборы этого класса подразделяются на: варика- 
пы общего назначеиия с резкой завнсимостью емкости 
от напряжения, высоковольтные матрицы, умножительные, 
а также высокодобротные варианты с резкой завнсимостью 
емкости от напряжения; варикапы для телевизоров н ап- 
паратуры всеволнового днапазона с очень резкой зависи- 
мостью емкости от напряжений. 

Основными параметрамн варнкапов являются: 

номинальная С„ом, минимальная Ст и максимальная 
Стах емкости между выводами при номинальном, макси- 
мальном и минимальном напряжениях смещения; 

номинальная добротность @„„„ — отношение реактивно- 
го сопротивления варикапа к полному сопротивлению по- 
терь при номннальном напряжении; 

коэффициент перекрытия по емкости Кс — отношение 
значений максимальной и минимальной емкостей; 


температурный коэффициент емкости ас (ТКЕ) — отно- 


сительное изменение емкости варикапа при заданном смеще- 
нии в интервале температур; максимально допустимые на- 
пряжение Оль — максимальное мгновенное значение пе- 
ременного напряжения, при котором сохраняется задан- 


ная надежность, и рассеиваемая мощность Раах. 


В варикапах имеется взаимосвязь между некоторыми 
параметрамн: увеличение Кс однозначно приводит к умень- 
шению @, н пробивного напряжения Игре. 


Из миожества выпускаемых варнкапов необходимо от- 
метить КВ127 (со сверхрезкой зависимостью для АМ- 
устройств), КВ!ЗО (для селекторов каналов на полевых 
транзнсторах с большим коэффициентом перекрытия), 
КВ!42 (с большим коэффициентом перекрытия по емко- 
сти для диапазонов ДВ, СВ и КВ приемников), КВ138 
(для блоков УКВ радиоприемников), КВ!36 (для схем уп- 
равления кварцевых генераторов), КВ129А9, КВ130А9, 
КВ!З4АЭ (для поверхностного монтажа), КВ!З9 (для 
днапазонов СВ, ДВ и растянутых днапазонов КВ с управ- 
ляющим напряженнем до 5 В, для малогабаритных радио- 
приемников с электронной настройкой), КВ!А4 (для селек- 
торов каналов кабельного телевидения), КВИО! (для ра- 
диокапсул меднцинской аппаратуры), КВ!03, КВ!Об (для 
схем умножения частоты и частотной модуляции), КВС! 
(сдвоенные с общим катодом, для перестройки блоков 
УКВ радиоприемников), КВ112В-1, КВ!14, КВ!!б, КВ!26 
(для гибрндных микросхем), КВ102, КВ!04, КВ!О5, КВ!О7, 
КВ109, КВНО, КВИЗ, КВ!И5 (подстроечные, для подстрой- 
ки контуров резонансиых усилителей), КВ!!7 (подстроеч- 
ные с большнм коэффициентом перекрытия по емкости 
и резкой зависимостью емкости от напряжения), КВ11!9 
(подстроечные для схем настройки широкополосных усили- 
телей), КВС!20 (КВС!20А — сборки из трех варикапов, 
КВС!20Б — сборки из двух варикапов с общим катодом 
для электронной настройки приемников), КВ121. КВ!23 
(подстроечные для селекторов телевизионных каналов с 
электроиным управлением), КВ1!22 (подстроечные для се- 
лекторов телевизионных каналов дециметрового диапазона 
с электронным управлением), КВ127 (подстроечные для 
электронной настройки приемников), КВ128 (подстроечные 
для блоков УКВ автомобильных прнемников и магнитол), 
КВ!29 (подстроечные для схем частотных модуляторов), 
КВ!32 (подстроечные для ЧМ-трактов приемно-усилитель- 
ной аппаратуры), КВ134, КВ!З5 (подстроечные, для изби- 
рательных цепей радиоприемников). Следует отметить и 
варикапы, выпускаемые в пластмассовых корпусах: 
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КВ!21, КВ!22, КВ!23, КВ!27, КВ130, КВ1!32. КВ!34, 
КВ!З5 и др. 

Стабилитроны имеют на вольт-амперной характеристике 
участок со слабой зависимостью напряжения от проте- 
кающего тока, поэтому уровень напряжения на них остает- 
ся постоянным прн изменении тока в широких пределах. 
Рабочий участок вольт-амперной характернстики стаби- 
литронов находится в области электрического пробоя 
р-п перехода. Стабилитроны подразделяются на: стаби- 
литроны общего назначения, термокомпенсируемые и ат- 
тестуемые прецизионные. Стабилитроны общего назначе- 
ния используются прежде всего в стабилнзаторах и огра- 
ничителях постоянного тока или импульсного напряже- 
ння, термокомпенсированные и прецизнонные — в качест- 
ве истоЧников эталонного или опорного напряжения в 
устройствах, где необходима высокая точность стабилиза- 
ции уровня напряжения. 

Основными параметрами стабилитронов, предназначен- 
ных для стабнлизации напряжения, являются: 

номинальное напряжение стабилизации Из; 

динамическое г„„„ и статическое г... сопротивления; 
температурный коэффициент напряжения стабилизацни 
4; ст (При постоянном гоке стабилизации); 

мощность рассеяния Рус; 

номинальный сток стабилнзацни /‹; ном — ТОК, при ко- 
тором определяются значения классификационных пара- 
метров; минимальный ток стабилизации /; ти (при токах 
меньше /.. п Увеличивается дифференциальное сопротив- 
ление, пробой становится неустойчивым и резко возрастают 
микроплазменные шумы); 

максимально допустимый ток стабилизации Г. тах 
определяется макснмально допустимой рассенваемой мощ- 
ностью. 

Для снижения @;.‹- (в термокомпенсированных стаби- 
литронах) в корпусе размещаются последовательно соеди- 
ненные р-п переходы, работающие в прямом направле- 
нни, с равными по значению, но противоположными по 
знаку температурными коэффициентами стабилизации 
(КС2И, КС515, КС596). 

В качестве источников опорного напряжения могут 
нспользоваться не только дискретные, но и интегральные 
стабилитроны. Прецизионные ннтегральные стабилитроны 
превосходят классические дискретные прецизионные ста- 
билитроны по основным параметрам и имеют ряд эксплуата- 
ционных преимуществ (не требуется прецизионное поддер- 
жание рабочих режимов по температуре окружающей 
среды и току стабилизации). Основные недостатки дискрет- 
ных прецизионных стабилитронов (высокое г...т, зависи- 
мость ат ©Т [..) устраняются в интегральных стаби- 
литронах с помощью схемотехнических решений. 

Интегральные стабилитроны в зависимости от исполь- 
зуемого опорного элемента создаются как на основе элект- 
рического пробоя обратносмещенного р-п перехода с ис- 
пользованием эффекта термокомпенсации. так и на основе 
прямосмещенных р-п переходов. Низковольтные ннтеграль- 
ные прецизионные стабилитроны, имеющие И. =1,2...2,5 В, 
изготовляются по совмещенной технологии с лазерной под- 
гонкой тонкопленочных резисторов на кристалле ИМС, 
обеспечивающей режим оптимальной компенсации и гаран- 
тируюшей высокое значение “4. 


Для изготовлення стабилитронов с И.==8 В использует- 
ся стандартная технология ИМС, не требующая лазерной 
подгонки. Совместная реализация принципов термокомпен- 
сации н термостабнлизации крнсталла ИМС позволила 
создать стабилитроны с аи =“... 10-8 % /°С. Ба- 
зовые серни ннтегральных стабилнтронов позволяют соз- 
дать на их основе источникн опорного напряжения с шн- 
роким спектром номинальных значений (И: 1,2; 2,4; 5; 
то: № В. 

Стабисторы являются разновндностью стабилитронов; 
для стабилизации напряжения до | В здесь используется 
прямая ветвь вольт-амперной характеристики р-п перехо- 
да (КС!15 — стабистор для видеомагнитофонов). _ 


2.1. Буквенные обозначения параметров диодов 


Буквенное 
обозначение по 
ГОСТ 25529—82 
Параметр 


Отечест- | Междуна- 
венное родное 


Общие параметры диодов 


Гр [Е Постоянный прямой ток 

Гр, и ТЕм Импульсный прямой ток 

Гр. ср Те (АУ) | Средний прямой ток 

Тобр Постоянный обратный ток 

[обр, н Импульсный обратный ток 

Гобр. вос Обратный ток восстановле- 
ния 

И тр Постоянное прямое напря- 
жение 

И тр, н Импульсное прямое напря- 
жение 

Опр, ср Среднее прямое напряжение 

Цовр Постоянное обратное на- 
пряжение 

О обр. и Импульсное обратное на- 
пряжение 

И проб Пробивное напряжение 

Опр. вос Напряжение прямого вос- 
становления 

И тр. в. вос Импульсное напряжение 
прямого восстановления 

Рир Прямая рассеиваемая 
мощность 

В: Импульсная рассеиваемая 
мощность 

Рер Средняя рассеиваемая 
мощность 

Ровр Обратная рассеиваемая 
мощность 

Гдиф Дифференциальное сопро- 
тивление 

ГА Последовательное  сопро- 
тивление потерь 

Во Тепловое сопротивление 


Юон Импульсное тепловое 
сопротивление 

Ввпер—окр Тепловое сопротивление 
переход — среда 

Кепер- -кор Тепловое сопротивление 


переход — корпус 

Сл Общая емкость 

Стер : Емкость перехода 

Скор Емкость корпуса 

вос Заряд восстановления 

Ок Накопленный заряд 

1вос, обр Время обратного восста- 
новления 

вос, пр Время прямого восстано- 


вления 


Параметры выпрямительных диодов 


Гор. и. п ТЕвМ Повторяющийся  импуль- 
сный прямой ток 

Тьп,ер То Средний выпрямленный 
ток 

Гор. д Ге (вмз) | Действующий прямой ток 

11. уд ТЕМ Ударный прямой ток 


Торг Гоу) Ток перегрузки 


Буквенное 
обозначение по 
ГОСТ 25529—82 


Отечест- Между- 
венное народное 


Тобр, и, п Тавм 


Гобр. р | ГВ (АМ) 
Обр, и, р Ивум 


Обр. н, п Оввм 
Обр, н, нп Овзм 


а. Отд 
Рир.‹р | РЕ (АУ) 


Робр.‹р | Ри (АУ) 


Робр. н, п Ррвм 


Параметр 


Повторяющийся импульс- 
ный обратный ток 
Средний обратный ток 


Рабочее импульсное 
обратное напряжение 
Повторяющееся импуль- 
сное обратное напряжение 
Неповторяющееся импуль- 
сное обратное иапряжение 
Пороговое напряжение 


Средняя прямая рассеи- 
ваемая мощность 
Средняя обратиая рассеи- 
ваемая мощность 
Повторяющаяся импуль- 
сная обратная рассеивае- 
мая мощность 


Параметры стабилитроиов 


Ток стабилизации стаби- 
литрона 

Импульсный ток стабили- 
трона 


Минимально допустимый 
ток стабилизации стабили- 
трона 

Максимально допустимый 
ток стабилизации стабили- 
трона 

Напряжение стабилизации 
стабилитрона 
Дифференцированное ‹со- 
противление стабилитрона 
Температурный коэффици- 
еит напряжения стабили- 
зацни стабилнтрона 
Временная нестабильность 
напряжения стабилизации 
стабилитрона 


Осиовиые параметры варикапов, шумовых 
диодов и стабисторов 


0, М 


От: 


Добротность варикапа 
Коэффициент перекрытия 
по емкости варикапа \ 
Постоянное напряжение 
шумового диода 

Ток стабилизации стаби- 
стора 

Предельный ток стабистора 
Напряжение стабилизации 
стабистора р 
Предельное напряжение 
стабистора 


Температурный коэффици- 
ент тока стабилизации ста- 
бистора 


2.2. Параметры выпрямительных диодов, 
столбов, блоков и импульсных диодов 


В приведеиных ниже таблицах вместе с основными па- 
раметрами диодов даются габаритные чертежи для от- 
дельных групп приборов, имеющих одииаковое коиструк- 
тивное оформление. Если корпус прибора стандартизован, 
его тип указывается иад габаритиым чертежом. 


Следует отметить, что в таблице ‘у ряда диодов 
приведены одинаковые зиачения параметров и их отличия 
заключаются в следующем: 


два диода имеют общую точку (средний вывод): 
КДСИ1А — общий катод» КДСШИБ — общий анод, 
КДС!!1В — соедииены последовательно; 

диодиые сборки с раздельными выводами: КДС52ЗА, 
КДС523Б, КДС52ЗАМ, КДС523ЗБМ — из двух диодов, 
КДС523В, КДС523Г, КДС523ВМ, КДС52ЗГМ — из четы- 
рех диодов; 


диодные сборки с общим аиодом: КДС526А — из 
четырех диодов, КДС526Б — из трех диодов, КДС526В — 
из двух диодов; 

КДС6б27А — диодные матрицы из восьми изолированных 
диодов; 

КДС628 — диодниые матрицы из восьми пар (двоек) 
последовательно соедииенных диодов с общим анодом и 
общим катодом; 


КД9ОЗА, КД90ЗБ — диодные матрины из восьми диодов 
с общим катодом, причем КД9ОЗБ выпускаются без выво- 
дов 12 и 13; 

КД9ОбА, КД906Б. КД906В — выпрямительные мосты из 
четырех диодов; 

КД9о6Г, КД906Д, КД9О6Е — две сборки из двух парал- 
лельио соединенных диодов; 


КД908А, КД9О9ЭА — диодные матрицы из восьми диодов 
с общим катодом; 

диодные матрицы с общим катодом: КД914А — из четы- 
рех диодов, КД914Б — из двух диодов. КД914В — из трех 
диодов; 

КД917А — диодная матрица из восьми диодов с общим 
анодом; 

КД919А — диодная матрица из 16 диодов с общим като- 
дом; 


КД205(А—Л) — диодные сборки из двух диодов с раз- 
дельными выводами; 

КВСИИ1А, КВС!!1Б — сборки из двух варикапов с об- 
щим катодом; . 


сборки варикапов с общим катодом: КВС!20А — 
из трех варикапов, КВС120Б — из двух варикапов; 

КВС!20А1 — сборка из трех электрически ие связанных 
варикапов. 


Диоды ГД403 (А—В), предиазначенные для детектиро- 
ваиия амплитудно-модулированных сигиалов, отличаются 
входиыми сопротивлеииями и коэффициентами передачи 
АМ-сигналов. 


Стабилитроиы КС162А, КС!68В, КС170А, КСИ75А, 
КС182А, КС191А, КС210Б и КС213Б являются двухаиодиы- 
ми и предиазначены для стабилизации и двустороинего 
ограничения напряжеиия. 


Стабисторы Д219С, Д220С, Д223С, КС107А, КСИ1ЗА, 
КС115А, КС9А предиазиачены для стабилизации по- 
стоянного и импульсиого напряжеиий, ограничения импуль- 
сов напряжения и в качестве термокомпеисирующих 
элемеитов. - 
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Габаритный чертеж корпуса 


ЕЕ 
сч чм м 


1 пр тах МА 
1 р, ср тах МА 


В 


О обр тах’ В 
обр, н тах’ 


Выпрямительные и импульсные диоды 


1 обр, мкА, не более 


Опр» В, не более 


Тип прибора 


В ПН 
сы 
Г 


ОУ. | 


©>ееео>е 
лаб 


9+ 


©е>э>е> 
эчачач 


1 


Е! 


МД217 
МД218 
МД218А 


61 


и 


. 
обр, н тах, 


Опр» В, не более 
(при пр» МА) 


обр’ мкА, не более 
(при обр, В) 


Тип прибора обр тах» 


Д223 
Д223ЗА 
Д223Б 


МД226 
МД226А 
МД226Е 
Д226 
Д226А 
Д226Е 


Д229А 


| Ьг 


О 


ГЕ 
ИЕ 


Е е-ГТИИ | МР 


Е 


> [-ь- ыы 
— 
— 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


51 


КД102А 
КД102Б 
КД10ЗА 
КД10ЗБ 
КД104А 


КД105Б 
КД!05В 
КД1О5Г 
КД!ОбА 


ГД107А 
ГД107Б 


КД!09А 
КД109Б 
КД109в 


АДИОА 


АДИ2А 


Ирляриеетв (+) 
КД-бА 


У! 


Продолжение 


Опр, не более 


обр» мкА, не более 
(при Гр. мА) 


(пря Иобр, В) 


С, пФ 


Тип прибора 
рибор (при И 


Габаритный чертеж корпуса 


обр В) 


ГДИ1ЗА 


КД202А 0,9 (5-10) = — — 1,2 
КД202В 0,9 (5.103) — — — 1,2 
КД202Д 0,9 (5.107) — — — 1,2 
КД202Ж 0,9 (5.103) — — — 1,2 
КД202К 0,9 (5.103) — — — 1,2 
КД202М 0,9 (5.103) — — — 1,2 
КД202Р 0,9 (5-10°) — — — 1,2 


КД203А 
КД203Б 
КД203В 
КД203Г 
КД203Д 


КД204А 
КД204Б 
КД204В 


КД205А 
КД205Б 
КД205В 
КД205Г 
КД205Д 
КД205Е 
КД205Ж 
КД205И 
КД205К 
КД205Л 


зоо ь 


ны ааа ыы 


КД206А 
КД206Б 
КД206В 


Г, цоя 


К 5089 


КД208А 
АД-5А 


(1.103) 100 (100) — — — 
(500) 100 (600) < = Е 600 500 


> 
Е 
м . 
Е 
№ 


КД209В 


КД210А 
КД210Б 
КД210В 
КД210Г 


КД212А 
КД212Б 
КД212В 
КД212Г 


КД21ЗА 
КД213Б 
КД213В 
КД213Г 


КД22?1А 
КД221Б 
КД221В 
КД2271Г 
КД226А 
КД226Б 
КД226В 
КД226Г 
КД226Д 


КД244А 
КД244Б 
КД244В 
КД944Г 

. КД2994А 
КД2994Б 
КД2994В 
КД2994Г 


КД2997А 
КД2997Б 
КД2997В 
КД2999А 
КД2999Б 
КД2999В 


КД-бА 


ры 5рь 5рь 5 „Рь 


===) 
ао ом 
|=) 
2 


$2 2 62 2 о | 


[а 


ЭТ 


Тип прибора 


КД4ОТА 
КД401Б 


ГД402А 
ГД402Б 


ГД4ОЗА 
ГД403Б 
ГД40ЗВ 


КД407А 


КД409А 


КД410А 
КД410Б 


1 обр мкА, не более 
(при Иобр, В) 


(100) 
(100) 


1 мА 
МА 


пр. ср тах» 
м. 


пртах’ 


и 


з 
обр, и тах» 


В 
В 


обр тах' 


пр. н тах* 


(50...1000) х 
х 103 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


$4 


$4 


АД-727 


12 


ГА! 


КДАИА 
КДаИБ 
КДаивВ 
кдангГ 
КДАНАМ 
КДАИБМ 
КДаиВМ 


КДаАиГМ 


КД412А 
КД412В 
КД421В 
КД412Г 


КД41ЗА 
КД413Б 


КД416А 
КД416Б 


КД417А 


КД50ЗА 
КД50ЗБ 


(15.103)| 400-103 
(15.103)! 200.103 


10 
10 


(200) 


(30) 
(30) 


(400) ° 


0,01 
0,01 


= юры 


85555855 


81 


Продолжение 
Тя нряворь Опр, В, не более [обр, мкА, не более ‚ обр С;, пФ о у рю тах нА. ЕЕ т. 
К з пр, ср тах ыя черте 
(при /пр, мА) (при (обр В) (при Иобр, В) | и = Г з 


КД504А 12 (100) 2 (40) 12 
ыы 
| == 
ГД507А ) АД-121 
ГД508А 7; 
ГД508Б : в м 
ых 
Ив == 

КД509А — — 70* 100 АД-6 
КД510А 4,0 (0) 50 200 

=“ 

8. 

58 

ГД5А 15 
ГД511Б 15 
ГД5ИВ 15 
= | | | ы | | Ее 


КД51ЗА ы (100) 5 (50)-| 0,004 4,0 (0) 50 100 — 
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КД514А 


АД-12! 
| = 
ы 
Е 
АД516А 
АД516Г 
5 
ЗЕ =- 


КД518А 


КД519А 
КД519Б 


КД520А 


КД521А 


КД521Б 
КЛ521В ь_ 
КЛ521Г 
КД52!Д З 
КД5ЭЭА % 
Е 


КД522Б 


05 


И бр Ах’ В 


оби тах! 


С,. пФ 


мкА, не более 
(при т бе В) 


ри Исбе. В) 


Опр, В. не более 
(при 1 р мА) 


Тип прибора вос, обр" 


мкс Габаритный чертеж корпуса 


тр 
| 


КД529А 35  (20-103)| 1,5-10° (2.103) 
КД529Б 35 (20-10%) | 15.10’ (2.10?) 
КД529В 3,5 | (20.103)| 1,5-103 (1.6.10?) 
КД529Г 35  (20-10')| 15-103 (1.6-103) 


КД922А 


КД929Б АД-!^ 
КД922В Я 

ы г» 

21| === 


КД92ЗА 


КЦ!05В РУ) в 
КЦ!О5Г 


КЦ!05Д 


19 


КЦ106А 
КЦ106Б 
КЦ1о6В 
кцо6г 
КЦ!06Д 


КЦ!О9А 10 


КП 


КЦИ1А 


КЦ201А 
КЦ201Б 


КЦ201В 
КЦ201Г 
КИ201Д 


КЦ201Е 


КЦ401А 


КЦ4о1Г 


КЦ407А 


КЦ409А з (3.103) (600) 
К 409Б , (3-103) 3, (500) 
КЦао9в (3.103) : (400) 
КЦ409г } (3.103) . (300) 
КЦ409д. (3.103) . (200) 
КЦ409Е. Е (3.103) 3, (100) 
КЦ409Ж ) (6.103) (200) 
> Ки409и 6.103 й 100 


56 


Окончание 


1 обр» мкА, не более 
Тип прибо С. пФ р пах’ МА 
ра (пря И в д П О обр тах, В 1 мА 
бр рый ь в) иные пр. ер шах' Е Габаритный чертеж корпуса 


з 
пр, нтах* 


КЦ410А (3.103) 
КЦ410Б : (3-103) 
КЦ410В р (3.103) 


КЦ412А 
КЦ412Б 
КЦ412В 


КДСИ1А 
КДСИБ 
КДСШВ 


КДС523А 
КДО523Б 
КДС523В 
КДС523Г 


КДО523АМ 
КДС523БМ 
КДС523ВМ 
КДС523ГМ 


КДС526А 
КДС526Б 
КДС526В 


КДСО627А 


55 


КДО628А 1,3 (300) 5,0 (50) 50 32 (0) 


КД9ОЗА 
КД90ЗБ 


КД906бА 
КД906Б 
КЛ906В 
кД9о6Г 
КД906Д 
КД9О6Е 


КД908А 


КД909А 


КДУАА 
КД914Б 
КД914В 


КД91Е7А 


КД919А 1,35 (100) 1,0 (40) 


6000. _ _ 0660 
22 


Тип прибора 


КВ101 


КВ!02А 
КВ!02Б 
КВ102В 
КВ102Г 
КвВ!02Д 


КВИОЗА 
КВ!03Б 


КВ! 04А 
КВ! 04Б 
КВ!04В 
кв104Д 
КВ!04Е 


КВ!05А 
КВ105Б 


КВ!ОбА 
КВ!06Б 


КВ!07А 
КВ!07Б 
КВ107В 
КВ107Г 


КВ!О9А 
КВ109Б 


КВ109В 
кв109Г 


КВ! 10А 
КВИ1ОБ 
кКви1ов 
квиог 
кКв110Д 
КВ!10Е 


24 


2.3. Параметры варикапов 


изм, МГц 


лол 
=) 


бл 
> 


55555 


обр. мкА 
(при Иобр- 


0,5 (25) 
0,5 (25) 
0,5 (25) 
0,5 (25) 


Рар. Вт аб». 1/°С 
сори и, ©) р (при Иобр. В) 


(—40:-- 
(—40` 


0,15 (50) 
0,15 (50) 


(500-300) Х 
х 10-6 


Продолжение 


Габаритный чертеж 
корпуса 


25 


Тип прибора 


КВСНА 29,7 
КВСИ1Б 29,7 
КВ!12А-1 

КВИИ2Б-1 

КВИЗА ‚544 
КВИЗБ 54,4 
КВ!14А 54,4 
КВ!14Б 54/4 
КВ!15А 100 
КВ!15Б 100 
КВИ5В 100 
Е я 
КВ!17А 26,4 
КВ!17Б 26,4 

КВ! 19А 168 
КВС!20А 230 
КВС!20Б 230 


Г 


26 


700 
700 
700 


252 


32 


© 


10 
10 


10 
10 


5 Продолжение 


Тобр. мкА Рау, Вт Е Габ й 
И: пр’ ЭТ, о ась: абаритиый чертеж 
(при обр, В) и. (при а с} мы (при Собр, В) корпуса 


1 (30) 30 40...4100 1500-1068 (4) 12 2,6 
1 (30) 30 500-10—6 (4) | 
И 
Иа ь 
1 (25) 25 0,1 (50) 5-10—* (4.95) ты 
1 (25) 25 0.1 (50) 5.10—* (4...25) 8 < 
® 
10 (150) 150 0,1 (_60...+50) 500-106 (4) 
10 (115) 115 0,1 (--60...450) 500-10-6 (4) 
10 (150) 150 5-10—4 (4) 
10 (115) 115 5.10 (4) 
0,1 (50) 100 
0,05 (50) 100 
0,01 (50) 100 
рт 1% 
1 (25) 25 
1 (25) 25 
1 (10) 12 
0,5 (30) 32 
0,5 (30) 32 
Ш 
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Тип прибора 


КВ!21А 
КВ121Б 
КВ122А 
КВ!22Б 
КВ!22В 


КВ123А 


КВ126А-5 
КВ126АГ-5 


КВ127А 
КВ127Б 
КВ127В 
КВ127Г 


КВ128А 
КВ128А К 
КВ129А 


КВ130А 
КВ132А 
КВ134А 


КВ135А 


28 


Продолжение 


Тобр. мкА 
(при Ообр» В) 


‚ 6 
в ге в) 


Габарнтный чертеж 
корпуса 


(500--300) Ж 
х 10-6 (25) 


800.10—6 (4) 
800-10—6 (4) 


0 426 


0,05 (10) 
0,05 (10) 
0,005 (8) 


62 


0,05 (28) 
0,005 (5) 
0,05 (10) 


АД-7 


29 


2,4 


АД-9Я 


0,05 (10) 


29 


Тнл прябора 


КВ136А 
КВ136Б 
КВ136 В 
КВ136Г 


КВ138А 
КВ138Б 


КВИЗ9А 


КВ!42А 
КВ142Б 


Д9ОТА 
Л901Б 
Д901В 


ДД 
Д9ОТЕ 


Д902 


30 


‚ МКА Г в Е Вт т. °С аС», 1/°С 
р’ В) 9бр (при Тнзы, °С) (при Иобр, В) 


Окончание 


Габаритный чертеж 


Чобр м 
(прн (об корпуса 


0,02 (25) 
0,02 (25) 
0,02 (25) 
0,02 (25) 


0,05 (5) 
0,05 (5) 


0,5 (12) 


0,05 (32) 
0,05 (32) 


10 (25) 


31 


58 


2.4. Параметры стабилитронов и стабисторов 


С 50 Гст, Ом 
2 м. И. и (при /[ст, мА) 


Тил прибора 


0,57 
0,59 
0,59 


дллямлмммлилма 


ЕО Е. 
ююз ю-- > 


хлам | лима 
хлолалам | лолслслсл о 0 © © © © © 


че 


Д818А 3 0,3 

3 0,3 
Д818Б 3 0,3 
Д818В 3 0,3 
Д818Г 3 0.3 
Д818Д 3 0,3 
Д818Е 3 03 
КС107А 1 

| 


КСИЗА 


КС!15А 


яонэзяу "И Мс 


$8 


КС!19А 
КС13ЗА 


КС133Г 


КС!39А 


КС!39Г 


КС!47А 


КС147Г 


КС156А 


Кс156Г 


КС162А 


2,95 


ты 

© 
р ый 
ю [— 


Ел. 
> 


> 
[>> 
[2 
| = 


95| — 10 —0,3 
3| — 10 —0,11 


В -^ 


А 
2 
[| =_ 


0,05 


=1,5 


ы -|* г 


8 
- 
Е 


[®.*) 


37,5 


— 
(=) 


56 (10) 
150 (5) 


|-- |=". 


35 (10) 


ь*) 
> 
ее 


ОЙ 
[а 


22,4 


м 
ю 


125 мВт 


> 
© 


125 мВт 


0,3 


125 мВт 


0,3 


125 мВт 


—60... 
— 60... 


+125 
+125 


те 


Тип прибора 


КС168А 


КС168В 
КС170А 
КС175А 


КС175Е 
КС175Ж 


й- | 


КС182Е 
КС182Ж 


КС190Б 
КС190В 
КС190Г 
КС190Д 


КС!91А 


КС!91Е 
КС191Ж 


1 


Продолжение 


мы м Габаритный чертеж корпуса 


0,125 
125 мВт 


0,125 
125 мВт 


15 (10) 
15 (10) 
15 (10) 
15 (10) 


3 0,125 
0,5 125 мВт 


лм 
к 
хлласа 


% кс91м 8,65 


9,1 | 9,55 | 10 10,005 |-0,05 = 18 (10) 5 15 0,15 — 60... 100 
КС 9Н 8,65 | 9,1 |9,55 | 10 |-0,002 |-+0,05 — 18 (10) 5 15 0,15 — 60...+100 
КС191П 8,65 | 9,1 | 9,55 | 10 |-0,001 |-0,05 — 18 (10) 5 15 0,15 — 60...-+100 
КС191Р 8.65 19.1 19,55 | 10 |-0,0005 | —0.05 -_ — 18 (10) 5 15 0,15 — 60...100 
КС191С 8,65 | 9,1 | 9,55 | 10 |-0,005 |2 мВ 70 (3) 3 20 0,2 —60...+100 
КС!91Т 8.65 | 9.1 | 9.55 | 10 | 0,0025 | +2 мВ —- 70 (3) 3 20 0,2 — 60... 100 
КС!191У 8,65 19,1 | 9,55 | 10 |-0,0001 |2 мВ — — 70 (3) 3 20 0,2 —60...+100 
КС!191Ф 8,65 | 9,1 | 9,55 | 10 |-0,0005 |2 мВ — — 70 (3) 3 20 0,2 —60...+100 


КС210Б з | 14| 0.5 

КС210Е 3 [13 | 0,1925 

КС210Ж 0,5 | 13 | 125 мВт 

КС2ИБ 10 5 |3 

КСВ 1 10 5 | 33 

КСИГ 21 | 10 И". 

КС?ИД 110 5 | 33 

КСЕ 5 Е. 12 | 0125 | —60..4195 [ 
КСИЖ 4 0,5 | 12 |125 мВт | —60.. +195 
КС219Е 5 3 И | 0,195 | —60..4125 
К С212Ж 4 05 1 И |125 мВт | —- 60.4195 
КС213Б к. № | 05 | вю 
КС21ЗЕ 5 [+01 — 3 10 | 0,125 —60...+125 
КС213Ж 4 | 0095 | +15 м 05 | 10 |125мВт| — 60. +195 
КС215Ж 2 | 01 1.5 = 0'5 | 83 |125 мВт| —60.. 4195 
КС216Ж 2 |0 +15 аь 0,5 |73 |125мВт| —60.. 4125 
КС218Ж 2 |101 15 и 05 | 69 1125мВт| —60.. 4125 
КС220Ж 2 |101 1.5 = 0,5 | 62 |125мВт| —60.. 4125 
КС2252Ж 2 | 01 1.8 ее 0,5 | 57 |125мВт| —60..4125 
КС224Ж 2 |0 +1,5 ых 05 | 52 |125мВт| —60._ 4125 


9$ 


9 


Окончание 


| в | 1 МА 
Тип прибора дс" %/°С|8Иет. % ми т а ик = мА) Рлр, Вт т. °6 Габарнтный чертеж корпуса 
ыы [ве 


.КС43ЗА +1,5 25 (30) Е 
КС4З9А +1,5 25 (30) 3 
КС447А +1,5 18 (30) 3 
КС456А +1,5 0 (30) 3 
КС468А 1.5 5 (30) 3 
КС489А - +1,5 200 (1) | 
КС510А +1,5 200 (1) 1 
КС512А +15 200 (1) 1 
КС515А +1,5 200 (1) 1 | 
КС518А +15 200 (1) | 
КС520В 

КС522А 

КС527А 


КС531В 29,45 | 3! |32,55 |-- 350 (3) 


КС533ЗА 29,7 | 33 НВ [| | (50 100 (3) 640 мВт 
КС547В 44,65 | 47 ый — =. а 490 (3) 


48 


КС551А 
200 (1,5) 


КС568В 


КС591А 


КС620А 

КС630А и 

КС650А Е. 

К СВО 270 (25) 
330 (25) 


мм 
ла [92 [2 


Раздел 3. 


Транзисторы 


3.1. Биполярные транзисторы 


Биполярные транзисторы представляют собой полупро- 
водниковые приборы с двумя р-п переходами, имеют три 
электрода (эмиттер, база, коллектор) и применяются для 
усиления и переключения электрических сигналов. 

Среди транзисторов имеются приборы как общего назна- 
чения (в том числе усилительные, переключательные и 
генераторные), так и специализированные, отличающиеся 
специфическим сочетанием параметров: для применения 
в схемах с автоматической регулировкой усиления, для 
работы в микроамперном диапазоне токов, двухэмиттерные, 
однопереходные, сдвоенные ‘и счетверепные, с малой ем- 
костью обратной связи, универсальные {по сочетанию па- 
раметров), комплемеитарные пары транзисторов, составные 
и лавинные транзисторы. 

В связи с тем, что датчики контролируемых параметров 
(например, термопары, мостовые схемы с термосопротив- 
лением) имеют выходные напряжения, изменяющиеся от де- 
сятков микровольт до десятков милливольт, то транзистор- 
ные модуляторы, преобразующие эти малые напряжения 
постоянного тока в переменные для последующего усиле- 
иия, должны иметь хорошие метрологические характери- 
стики. При работе транзихтора в качестве модулятора 
ключевым элементом служит промежуток коллектор-эмит- 
тер, сопротивление которого изменяется в зависимости от 
полярности управляющего напряжения, приложенного к од- 
ному из р-п переходов транзистора. Различают работу 
такого ключа в нормальном включении (управляющее на- 
пряжение И, приложено между базой и эмиттером) и 
инверсном включении ((/), приложеио между базой и кол- 
лектором). Если И, приложено, например, в р-п-р тран- 
зисторе минусом к базе. то оба перехода транзистора будут 
смещены в прямом направлении (режим насыщения — 
ключ открыт). При изменении полярности и, оба перехода 
смещаются в обратном направлении (режим отсечки — 
ключ закрыт). В реальном режиме точки пересечения пря- 
мых режима насыщения и режима отсечки не совпадают с 
началом координат. Поэтому промежуток коллектор-эмит- 
тер характеризуется остаточным сопротивлением гост и на- 
пряжением т в открытом состоянии, а также сопротив- 
лением г.„кр И остаточным током /[,„кр В закрытом состоя- 
нии (у идеального ключа гост=0, Исст=0, 7закр== 99, [закр== 
—0). Остаточиые параметры ограничивают значение (уро- 
вень) полезной мощности в нагрузке. Следует отметить, 
что транзисторный ключ в инверсном включении имеет 
примерио на порядок меньшие значения Исст и /.акр, Чем 
в прямом включении (особеино для сплавных транзисто- 
ров, у которых площадь коллектора много больше площади 
эмиттера). 

Для иекоторых транзисторов (например, КТ209) норми- 
руютея остаточные параметры. Кроме того, разработаны 
двухэмиттерные транзисторы, которые имеют еще мень- 
шие значения остаточных параметров (например, КТ118). 

Транзистор типа КТ339, предназначенный специально для 
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работы в усилителях промежуточной частоты (УПЧ), имеет 
малую емкость обратиой связи, что позволяет обеспечить 
стабильное усиление без использования внешиих допол- 
нительных цепей нейтрализации. Транзисторы типов ГТ328 
и КТЗ!28 предназначены для применения в радиоприем- 
никах с автоматической регулировкой усиления, телевизо- 
рах (каскады ПТК и УПЧ). блоках УКВ приемииков: 
за счет смещения их рабочей точки можно регулировать 
усиление в широком диапазоие. Комплементарные транзи- 
сторы (со структурами р-п-р и п-р-п) ГТ402? и ГТАОЗ, 
ГТ703 и ГТ7О5. КТ502 и КТ503, КТ680 и КТб81, КТ814 и 
КТ815, КТ816 и КТ87, КТ818 и КТ819 могут использо- 
ваться в паре в схемах с дополнительной симметрией. 

Имеется также группа транзисторов в миниатюрном кор- 
пусе для поверхностного моитажа в составе гибридиых 
микросхем (например, малошумящие КТЗ129 и КТЗ!30: 
переключательные КТ3145 и КТЗ146, для работы в ключевых 
схемах, модуляторах, преобразователях, линейных стабили- 
заторах напряжения КТб64 и КТбб5; для СВЧ усилителей 
КТ3168, КТЗ169). 

Транзисторы универсального назначения (например, 
КТ630) имеют оптимальное сочетание параметров и харак- 
теристик, удовлетворяющих различным требованиям, что 
позволяет использовать их в аппаратуре вместо некоторых 
усилительных и переключательных транзисторов. 

Лавинные транзисторы ГТЗ38 и КТЗ122 предназначены 
для работы в режиме электрического пробоя коллектор- 
ного перехода. Они применяются в релаксациоиных гене- 
раторах в ждущем или автоколебательном режиме и по- 
зволяют получить необходимые быстродействие и ампли- 
туду нмпульсов с более высокими надежностью и ста- 
бильностью, чем обычные транзисторы, используемые в ре- 
жиме электрического пробоя. 

Составные транзисторов представляют собой соединение 
двух биполярных траизисторов по определенной схеме (на- 
пример, в схеме Дарлингтона соединены коллекторы, вхо- 
дом служит база первого транзистора, а эмиттером — 
эмиттер второго более мощиого транзистора). Такие транзи- 
сторы функциональио соответствуют одному транзистору 
с высоким коэффициентом передачи тока, примерно равным 
произведению коэффициентов передачи составляющих его 
одиночных транзисторов. Составные транзисторы (напри- 
мер, КТ712, КТ825, КТ827, КТ829, КТ834, КТ852, КТ853, 
КТ973) применяются в стабилизаторах напряжения не- 
прерывного и импульсного действия, бесконтактных элект- 
ронных системах зажигания в двигателях виутреннего сго- 
раиия (например, КТ848), устройствах управления дви- 
гателями, в различиых усилительных и переключательных 
устройствах. 

Для экономичной радиоэлектронной аппаратуры созданы 
маломощные кремниевые транзисторы с различной струк- 
турой, которые могут нормальио функционировать в микро- 
амперном диапазоне токов (например, КТЗ102, КТЗ107, 


КТ3129, КТЗ130). - 

Кроме того, разработаны транзисторы: 

высоковольтные для оконечных каскадов строчной раз- 
вертки черно-белых и цветных телевизоров (например, 
КТ872); 

импульсные для работы на 
(КТ997): 

для высококачественных усилителей низкой частоты 
(КТ9Э115), линейных высокочастотных каскадов класса А 
и шнрокополосных усилителей (КТ9З9); 

для схем с повышенной устойчивостью к интермодуля- 
ционным искажениям (КТЗ109); 

для сбалансированных фазоинверсных каскадов высоко- 
качественных УНЧ и видеоусилителей телевизоров (КТ940, 
КТ9115); 

для высокочастотных широкополосных усилителей с 
малой постоянной времени т, (КТЗ68); 

для строчной и кадровой разверток телевизоров (КТ805); 

для УНЧ и кадровой развертки телевнзоров (КТ807); 

для линейных н импульсных устройств (КТЗ15 — пер- 
вый отечественный прибор в пластмассовом корпусе); 

универсальные транзисторы для вычислительных уст- 


индуктивную нагрузку 
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ройств (КТЗ49, КТЗ50, КТЗ51, КТЗ52); 

для предварительных каскадов видеоусилителей телеви- 
зоров (КТЗ42); 

для применення в ключевых схемах, прерывателях, мо- 
дуляторах н демодуляторах, во входных каскадах уснли- 
телей (КТ201 н КТ203); 

высоковольтные для строчной развертки телевизоров 
(КТ808) — при непосредственном включенин отклоняющих 
катушек в цепь коллектора они выдерживают импульсы 
800...1000 В; 

для мощных модуляторов (КТ917 и КТ926). 


3.2. Буквенные обозначения параметров 
биполярных транзисторов 


Ниже приводятся буквениые обозначения параметров 


транзисторов, соответствующие публикации МЭК 148 и 
стандартизованные ГОСТ 20003—74. 


Параметр 


Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном 
Обратный ток эмиттера — ток через эмиттерный переход при заданном обратном 
Обратный ток коллектор — эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор — 
Обратный ток коллектор — эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор — 
Обратный ток коллектор — эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор — 
Обратный ток коллектор — эмиттер прн запирающем напряжении (смещении) в цепи 


Обратный ток коллектор — эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор — 


постоянный ток коллектора 


импульсный ток коллектора 
нмпульсный ток эмиттера ` 


Пробивное напряжение коллектор — база при заданном обратном токе коллектора и 
Пробивное напряжение эмиттер — база при заданном обратном токе эмиттера и разомк- 
Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при заданном токе коллектора и разомкну- 
Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при заданном токе коллектора и заданном 
Пробнвное напряжение коллектор — эмиттер при заданном токе коллектора и коротко- 


Пробивное напряжение коллектор — эмиттер прн запирающем напряжении в цепи 


отечественное международное 
КБо сво 
напряжении коллектор — база и разомкнутом выводе эмиттера 
1э5о ево 
напряжении эмиттер — база и разомкнутом выводе коллектора 
Гкэо 1СЕО 
эмиттер и разомкнутом выводе базы 
ГКЭВ СЕВ 
эмиттер и сопротивленни в цепн база — эмиттер 
Кэк 1СЕЗ 
эмиттер и короткозамкнутых выводах базы и эмиттера 
ГКэу ТСЕУ 
база — эмиттер 
эх 1СЕХ 
эмиттер н обратиом напряжении база — эмиттер 
ТК тах ИС пах Максимально допустимый 
15 тах БАПЕХ Максимально допустимый постоянный ток эмиттера 
Б тах В тах Максимально допустимый постоянный ток базы 
К итах ОМ ах Максимально допустимый 
ИИ тах ИЕмнях Максимально допустимый 
кр — Критнческий ток бнполярного транзистора 
ОКБО проб О (вв) сво 1 
разомкнутой цепи эмиттера 
ИБО проб О (вв) ЕВО 5 
нутой цепи коллектора 
О Кэо проб О ‘вв) СЕО у 
| той цепн базы 
О кэв проб О (вв) СЕВ 
{конечном) сопротивлении в цепи база — эмиттер 
Окэк проб Овв) СЕ$ 
замкнутых выводах базы и эмиттера 
И кэм проб О ‘вв) СЕУ 
в база — эмнттер 
И кэх-ироб И (вв) СЕХ 


Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при заданных обратных напряжениях 
база — эмиттер и установленном значении тока /к 
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И кэогр Оп.) сво 
Исмк Ир 
Икэ нас ОсЕ 5а{ 

БЭ нас ОВЕ $а1 
О ЭБ пл ОЕвя 
И кБ тах Осв тах 

КЭ тах ОсЕ тах 

ЭБ тах ОЕв тах 

КЭ, н тах О СЕМ тах 
Окв, н тах Освм тах 
Ив, и тах Оевм тах 
Р Ра 
Рер Рау 
Ри Рам 
Рк РЕ 
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ых Рот 
Ри тах Рм тах 
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1е 2 Эс 


Продолжение 


Параметр 


Граничное напряжение транзистора — напряжение между коллектором и эмиттером при 
разомкнутой цепи базы и заданном токе эмиттера 

Напряжение смыкания транзистора 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при заданных токах базы и коллектора 
Напряжение насыщения база — эмиттер при заданных токах базы и коллектора 
Плавающее напряжение эмиттер — база — иапряжение между эмиттером и базой при 
заданном обратиом напряжении коллектор — база и разомкнутой цепи эмиттера 
Максимально допустимое постоянное иапряжение коллектор — база 

Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор — эмиттер 

Максимально допустимое постоянное иапряжение эмиттер — база 

Максимальное допустимое импульсное напряжение коллектор — эмиттер 
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор — база 

Максимально допустимое импульсное напряжение эмиттер — база 

Постоянная рассеиваемая мощность транзистора 

Средняя рассеиваемая мощность транзистора ‚ 
Импульсная рассеиваемая мощность транзистора 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом 

Выходная мощность транзистора 

Максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность 

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора 
Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность коллектора 
Сопротивление базы 

Сопротивление насыщения 

Входная емкость транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно 
Выходная емкость транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой соответ- 
ственно 


Емкость коллекторного перехода 

Емкость эмиттерного перехода 

Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим 
эмиттером 

Максимальная частота генерации 


Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим 
эмиттером и общей базой 

Время включения 

Время выключения 

Время задержки 

Время нарастания 

Время рассасывания 

Время спада 

Входное сопротивление в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и с 
общей базой 

Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для 
схем с общим эмиттером и базой соответственно 

Коэффициент обратной связи по напряжению транзистора в режиме малого сигнала 
для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно 

Выходная полная проводимость транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим 
эмиттером и общей базой соответственно 

Модуль коэффициента передачи тока транзистора на высокой частоте 

Входное сопротивление транзистора в режиме большого сигнала для схемы с общим 
эмиттером 

Статический коэффициеят передачи тока для схемы с общим эмиттером в режиме 
большого сигнала - 

Статическая крутизна прямой передачи в схеме с общим эмиттером 

Входная полная проводимость транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим 
эмиттером и общей базой соответственно 

Полная проводимость обратной передачи транзистора в режиме малого сигнала для 
схем с общим эмиттером и общей базой соответственно 

Полная проводимость прямой передачи транзистора в режиме малого сигнала для 
схем с общим эмиттером и общей базой соответственно 

Выходная полная проводимость транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим 
эмиттером и общей базой соответственно о 
Коэффициент отражения входной цепи транзистора для схем с общим эмиттером, общей 
базой н общим коллектором соответственно 
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международное 


З12е, 5125» $12с› 
ге» гы» гс 
22е, 5226» $22; 


отечественное 
$12, 5126, З12к 


$22», $225, $22к 


ое’ 305» ос 


ле 5 


$215, $216, З21к 21ь» 521} 


Окончание 


Параметр 


Коэффициент обратной передачи напряжения для схемы с общим эмиттером, общей 
базой и общим коллектором соответственно 

Коэффициеит отражения выходной цепи транзистора для схемы с общим эмиттером, 
общей базой, общим коллектором соответственно 

Коэффициент прямой передачи для схем с общим эмиттером, общей базой и общим 


Частота, при которой коэффициент прямой передачи равен 1 (|[$о1е|=1, | $эъ|=1, 


{ Эп» Эк; |Кколлектором соответственио 
- зе [5ь, зс 
|521 |=) 
у.Р Коэффициент усиления по мощности 
— Номинальный коэффициент усиления по мощности 
КЮ Коэффициент шума транзистора 
ин РОбк Постояниая времени цепи обратиой связи на высокой частоте 
7 Температура окружающей среды 
т Температура корпуса 
Та Температура перехода 
ие Тепловое сопротивление от перехода к окружающей среде 
Вт пк Тепловое сопротивление от перехода к корпусу 
к Тепловое сопротивление от корпуса к окружающей среде 
11. пк Тепловая постоянная времени переход — корпус 
© Тепловая постоянная времени переход — окружающая среда 
в Тепловая постоянная времени корпус — окружающая среда 


3.3. Параметры германиевых транзисторов 


В таблицах параметров гермаиниевых и кремниевых тран- 
зисторов приняты следующие обозначения технологий их 
изготовления: С — сплавные, Д — диффузионные, ТД — 
тройной диффузии; СД — сплавно-диффузионные; К — 
коиверсиоиные; М — меза; П — планарные; ПЭ — планар- 
ио-эпитаксиальные. 

Режимы измерения параметров #1, (Ок, /к), /кво (Ик), 
Ск (Ию, Ки (зы), Рьых (зм) указывают в скобках. 


Режим измерения параметра Икэк проб Указывается в 
скобках для конкретного сопротивления в цепи базы в ки- 
лоомах (к). 

Значения параметров приводятся для температуры окру- 
жающей среды Т==25 °С. 

Для параметров Гкьо, Гр выкл» Кш И других приводят- 
ся знаки > (больше) или < (меньше). Если они отсутст- 
вуют, то указывается типовое значение параметра. 

В некоторых графах таблиц приводятся иесколько пара- 
метров, отмеченных*, **, ***, которым соответствуют зна- 
чения с теми же знаками. 
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Структура, 


ИэБо проб» 
технология В 


Тип прибора 


МПА № 20 (150) * <30* (30 В) 
мпо С 20 (150*) <30* (30 В) 
МП10А С 50 (150) * <30* (30 В) 
МОБ в 20 (150) * <50* (30 В) 
МПИ С 20 (150) * <30* (30 В) 
МПИА те 20 (150) * <30* (30 В) 
мп!3 Не 20 (150) * <30 (15 В) 
МПЗБ %- 20 (150)* <30 (15 В) 
мМП4 С 50 (150)* <30 (15 В) 
МП14А — 20 (150) * <30 (30 В) 
МПЫБ С 20 (150)* <50 (30 В) 
мП14И ЗЕ 20 (150)* <50 (30 В) 
МП5 Е 50 (150) * <30 (15 В) 
МПИ5А с 20 (150)* <30 (15 В) 
МП!5И С 20 (150) * — 
мП6 Ис 50 (300) * < 55 (25 В) 
МП!6А С 50 (300) * <55 (15 В) 
МГИ6Б С 50 (300) * <55 (15 В) 
мМП16Я1 С 15* (100) <50* (15 В) 
мп6я С 15* (100) <50* (15 В) 
МП20А С 30 <50 (30 В) 
МП20Б Е 30 <50 (30 В) 
МП21В с 40 <50 (40 В) 
МПГ С 60 <50 (60 В) 
МП21Д с 60 <50 (50 В) 
МП21Е те 70 <50 (50 В) 
МП25 т 40 < 7 (40 В) 
МП25А С 40 < 75 (40 В) 
МП25Б т 40 <7Ь (40 В) 
МП26 т 70 <75 (70 В) 
МП26А м 70 <75 (70 В) 
МП26Б ‚С 70 <75 (70 В) 


5* (0,5 к) = 
П27А 5* (0,5 к) 2 
128 5* (0,5 к) = 
129 10* = 
П29А 10* = 
П30 12* < 


С 15 — 20 (150)* <30 (5 В) 
С 15 — 20 (150) * <30 (5 В) 
С 30 — 20 (150) * <30 (5 В) 
С 30 = 20 (150)* <30 (5 В) 
‚ © 15 — 20 (150) * <30 (5 В) 
С 15 — 20 (150) * <30 (5 В) 
[9 15* (10 к) 5 20 (150) * <15 (5 В) 
®С 15* (10 к) 5 20 (150)* <15 (5 В) 
С 15* (10 к) 5 20 (150) * <15 (5 В) 
© 30* (10 к) 5 20 (150)* <15 (5 В) 
С 15* (10 к) 5 20 (150) * <15 (5 В) 
С 15* (10 к) 5 20 (150) * <15 (5 В) 
С 15* (Зк) — 150* 2% 
С 15* (Зк) = 150* — 
(© — 150* — 
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рас Габаритный чертеж корпуса 


<60 (5 В) —<10 (1 кГц) 
<60 (5 В) <10 (1 кГц) 
<60 (5 В) —<10 (1 кГц) 
<60 (5 В) <10 (1 кГц) 
<60 (5 В) <10 (1 кГц) 
<60 (5 В) <10 (1 кГц) 
<50 (5 В) <150* 
<50 (5 В) <12 (1 кГц) 
<50 (5 В) <150* 
<50 (5 В) <150* 
<50 (5 В) <150* 
<50 (5 В) <150* 
<50 (5 В) <150* $1,7 
<150* 


<50 (5 В) 


<2000* 


20...35 (1 В; 10 мА) 
30...50 (1 В; 10мА) <1500* 
45.100 (1 В; мА) <1000* 


20...70 (10 В; 100мА) 
10...70 (10 В; 100 мА) 
50...150 (5 В; 25 мА) 
80...200 (5 В; 25 мА) 
20...100 (5 В; 25 мА) 
20...80 (5 В; 25 мА) 
60...200 (5 В; 25 мА) 
30...150 (5 В; 25 мА) 


В ®) 


<1500*** 


13...25 (20 В: 2,5 мА) <20 (20 В) 

20...50 (20 В: 2,5 мА) <20 (20 В) <1500*** 

30...80 (20 В; 2,5 мА) <20 (20 В) <1500*** 

13...95 (35 В; 1,5 мА) <15 (35 В) <1500*** 
‚..50 (35 В: 1,5 мА) <15 (35 В) <1500*** 


...80 (35 В; 1,5 мА) <15 (35 В) <1500*** 


...100 (5 В; 0,5 мА) 
90...170(5 В; 0,5 мА) 
20...200 (5 В; 0,5 мА) 
20...50 (0,5 В; 20мА) 
40...100 (0,5 В; 20 мА) 
...180 (0,5 В; 20 мА) 


<20 (6 В) 
<20 (6 В) 
<20 (6 В) 


13...125 (5 В; 1мА) — == <220* — 

15...45 (5 В; 1 мА) — — < 10 (1 кГц) — 

15...30 (5 В; 1 мА) — — <220* ре 

25...50 (5 В; 1мА) — <220* — 

95...55 (5 В; 1мА) — = <220* _ р к 
45...100 (5 В; Е мА) —: 

>12 (5 В; 1мА) <50 (5 В) — — == 

20...60 (5 В; 1мА) <50 (5 В) == <12 (1 кГц) = $1,7 

20...40 (5 В; 1 мА) <50 (5 В) = = — 

50...40 (5 В; 1 мА) <50 (5 В) — == = 

30...60 (5 В; 1 мА) <50 (5 В) а ие = < 

50...100 (5 В; 1мА) <50 (5 В) — — —- к 9 
20...35* (1 В; ЮмА) — <20 = <2000*** 

30...50* (1 В; 10мА) | — <20 = <1500*** 3. 

45...100* (1 В; 10 мА) — <20 = <1000*** 00 у 


43 


Структура, 
технология 


Тип прибора 


ГТ108А <10 (5 В) 
ГТ108Б <10 (5В) 
ГТ108В <10 (5В) 
ГТ108Г <10 (58) 


МГТ108А 10 (18 имп.) <10 (5 В) 
МГТ!08Б 10 (18 имп.) <10 (5 В) 
МГТЮ8В 10 (18 имп.) <10 (5 В) 
МГтЮ8Г 10 (18 имп.) <10 (5 В) 
МГТЮ8Д 10 (18 имп.) <10 (5 В) 


ГТ1ЮЭА 10 (18 имп.} <5 (5 В 
ГТ109Б 10 (18 имп.) <5 (5В 
ГТ109В 10 (18 имп.) <5 (5 В 
гтю9г 10 (18 имп.) <5 (5 В 
ГТ109Д 10 (18 имп. } <2 (1,2 
ГТЮ9Е 10 (18 имп.) <2 (1.2 
гТю9Ж 10 (18 имп.) <1 (1,5 
ГТ109М 10 (18 имп.) <5 (5 В 


ГТИ5А 
ГТН5Б 
ГТН5В <40 (20 В) 
ГТИ5Г <40 (30 В) 
ГТИ5Д <40 (20 В) 


ГТ122А 20 (150) * <20 (5 В) 
ГТ122Б 20 (150)* <20 (5 В) 
ГТ122В 20 (150)* <20 (5 В) 
ГТ122Г 20 (150)* <20 (5 В) 


ГТ124А <15 (15 В} 
ГТ124Б <15 (15 В) 
ГТ124В <15 (15В) 
ГТ124Г <15 (15 В) 


ГТ125А <15 (15 В) 
ГТ125Б <15 (15 В) 
ГТ125В <15 (15 В) 
ГТ125Г <15 (15 В) 
ГТ125Д. <15 (15 В) 
ГТ125Е <15 (158) 
ГТ125Ж <15 (15В} 
ГТ125И <15 (15 В) 
ГТ125К <15 (15 В) 
ГТ!25Л <15 (15 В} 
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Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса | 


20...50 (5 В; 1мА) <5000 

35...80 (5 В; 1мА) <5000 $5,5 

60...130 (5 В; 1мА) <5000 К 

110...250 (5 В; 1мА) <5000 С Е р 
“> 
“№ 

25...50 (6 В; 1мА) $1,7 

35...80 (5 В; 1мА) 

60...130 (5 В; ЕмА) 

110...250 (5 В; ЕмА) < к 9 


30...120 (5 В; 1 мА) 


20...50 (5 В; 1мА) 


<30 (5 В) <10 000 


35...80 (5 В; 1мА) <30 (5 В) <10 000 
60...130 (5 В; 1мА) <30 (5 В) <10 000 
110...250` (5 В; мА) <30 (5В) 

20...70 (5 В; 1мА) —<40 (1,2 В) 

50.100 (5 В; 1мА) =40 (12 В) 


>100* (1,5 В) 
50...80 (5 В; 1мА) 


20...80 (1В; 25 мА) 
50...80 (1 В: 25мА) 
60...150 (1 В; 25 мА) 
60...150 (1В; 25 мА) 
125...250 (1 В; 25 мА) 


<30 (5 В) <12 (1 кГи) 


...45 (5В; 1мА) 
15...45 (5 В; 1мА) 
30...60 (5В; 1мА) 
...60 (5 В; 1мА) 


З 


5 : 


45 


28...56 (0,5 В; 25 мА) 
45...90 (5 В; 25мА) 
71...140 (5 В; 25 мА) 
120...200 (5 В; 25мА) 
28* (0,5 В; 100мА) 
45...90 (5В; 25 мА) 
71...140 (5В; 25 мА) 
28...56* (0,5 В; 100 мА) 
45...90* (0,5 В; 100 мА) 
71...140* (0,5 В: 100 мА» 


Структура, , 
техиология 


Тин прибора 


100* Вт <16 мА 
П207А 100* Вт <16 мА 
1208 100* Вт <25 мА 
П208 А 100* Вт <25 мА 
П209 60* Вт <8 мА 
П209А 60* Вт <8мА 
П210 60* Вт <12 мА 
П210А 60* Вт <8мА (45 В) 
П210Б 45* Вт <15 мА 
П210В 45* Вт <15 мА 
п210Ш 60* Вт <8мА (65 В) 
П213 11,5* Вт —<0,15 мА 
П213^А 10+ Вт <1мА 
Г1213Б 10* Вт <! мА 
1214 10* Вт <0,3 мА 
Г1214А 10* Вт < 0,3 мА 
П214Б 11,5* Вт <0,15 мА 
П214В 10* Вт <1,5 мА 
П214Г 10* Вт <1,5 мА 


ГТ305А 40 (100)* 
ГТЗ05Б 40 (100)* 
ГТЗ05В 40 (100)* 


ГТЗОВА 150 (360) ** 
ГТ308Б 150 (360,** 
ГТ308В 150 (360'** 
ГТ308Г 150 (360) ** 
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Я Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


>20* (108; 0,2А) 
>40* (108: 02А) 
>20* (10 В: 02А) 


5.15 
5.12 
>15 
>15 
>15 
>15 
>15* (2В; БА) 
>15* (2 В; 5А) 
>10* (2В; 5А) 
>10* (2 В; 5А) 
>15 (28; БА) 


20...50* (5 В; ТА) 
>20* (5 В: 0,2А) 
>40* (5В; 02 А) 
20...60* (5В; 0,2 А) 
50...150* (5 В; 0,2 А) 
20...150* (5 В; 0,2 А) 
>20* (5В; 02А) 


ОА 


| 


20...150* (5 В; 0,2 А) 
>16 (0,75 В; 4А) 
20...80 (0,75 В; 4А) 
>10 (ЗВ; 2А) 
>30 (ЗВ: 2А) 

>5 (ЗВ; 2А) 
15...30 (ЗВ; 2А) 
>16 (0,75 В; 4А) 
20...60 (5В; 1А) 
>20 (5 В; 1А) 
>15* (1 В; 4А) 
15...40 (ЗВ; 2А) 


ыы 


...80* (1В; 10 мА) 
60...180* (1 В; 10мА) 


40...120* (5 В; 5 мА) печке . 


...75* (1 В; мА) <8 (5В) 


...120* (1 В; 10 мА) 
80...200* (1 В; 10мА) 
80...150 (1В; 10мА) 


<8 (5В) 
<8 (58) 
<8 (5В) 


Структура, 


Тия:ирибора технологня 


ГТ309А 


ГТ309Б 
ГТ309В 
ГтЗ09Г 
ГТ309Д 
ГТ309Е 


ГТ310А 20 (35 °С) 10 <5 
ГТ310Б 20 (35 °С) 10 <5 
ГТ310В 20 (35 °С) 10 <5 
ГТГ 20 (35 °С) 10 <5 
ГТ310Д 20 (35 °С) 10 <5 
ГТ310Е 20 (35 °С) 10 <5 


ГТЗИА 12 
ГТ3!1Б р 12 


ГТ313В 


2 50 <5 

2 50 <5 

ГТЗИВ 12 2 50 <5 
ГТЗИГ 12 2 50 <5 
ГИД 12 2 50 <5 
ГТЗИЕ 12 (20 имп.) 2 50 <5 
ГгТЗИЖ 12 (20 имп.) 2 50 <5 
ГТЗИИ 10 50 =5 
ГТ313ЗА 30 <5 
ГТ313Б 30 <5 
30 <5 


Г1320А 200 150 (300)* 

ГТ320Б 200 150 (300)* | <10 (208) 

ГТ320В 200 150 (300)* | <10 (20В) 

ГТ821А 160 200 (2*А) =500 (60 В) 
(20 Вт)** * 

ГТ321Б 160 А" <500 (60 В) 


(20 Вт)** к 
Гт321В 200 (2* А) <500 (60 В) 


200 (2* А) 


ГТЗ21Г <500 (45 В) 


200 (2* А) 


гт321Д <500 (45 В) 


ГТ321Е 


200 (2* А) <500 (45 В) 


ГТ322А <4 (95 В) 
ГТ322Б <4 (95 В) 
ГТ322В <4 (95 В) 
ГТ322Г <4 (15 В) 
ГТ329Д <4 (158) 
ГТ322Е <4 (15В) 


ГТ32ЗА 
ГТ323Б 
ГТ323В 
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ь Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


по», 1 1э 


...70 (5 В; (мА) <7,5 (5 В) #74 
60...180 (5 В; 1мА) <7,5 (5В) ^—=| Черная 
20...70 (5В; 1мА) <7,5 (5В) ыы 7/24 
60...180 (5В; 1мА) <7,5 (5 В) 9 
20...70 (5 В; 1мА) <7,5 (5 В) = Е 
60...180 (5 В; 1мА) <7,5 (5В) <1000 < | р. |; 
942 

...70 (5 В; 1мА) <4 (5 В) <3 (1,6 МГц) 

...180 (5 В; 1мА) <4 (5 В) <3 (1,6 МГц) м р. 
20...70 (5В; 1мА) <5 (58) <4 (1,6 МГц) 
60.180 (5 В; 1мА) =5 (58) <4 (16 МГц) _ & 
20...70 (5 В; 1мА) <5 (5В) <4 (1.6 МГц) ы 
60...180 (5 В; 1мА) <5 (5В) <4 (1,6 кГц) р 9 
15...80* (ЗВ; 15мА). <2,5 (5В) <50* 
30...180* (ЗВ; 15 мА) <2,5 (5 В) <50* ви 
15...50* (ЗВ; 15мА) <2,5 (5В) <50* 
30...80* (ЗВ; 15 мА) <2.5 (5 В) <50* 
60...180* (ЗВ; 15мА) <2,5 (5В) <50* ыы Е) 7: 
20...80* (ЗВ; 15 мА) <2,5 (5В) <75; <50* 
50...200* (ЗВ; 15 мА) <2,5 (5В) <100; <50*| & 
100...300* (3 В; 15 мА) <2,5 (5В) <100; <50*| <“ 00 т 
20...250 (5 В; 5мА) <2,5 (5 В) <75 Ч". 
20...250 (5 В; 5мА) <2,5 (5В) <40 

...170 (5 В; 5мА) <2.5 (БВ) <75 


...80* (ТВ; 10 мА) 
...160* (1 В; 10 мА) 
80...250* (1 В; 10мА) 
20...60* (ЗВ; 0,5 А) 


61,7 


...120* (ЗВ; 0.5 А) <80 (10В) 


...200* (3 В; 0,5А) <80 (10 В) 


...60* (ЗВ; 0,5А) <80 (10 В) 


...120* (3 В; 0,5А) <80 (10 В) 


...200* (ЗВ; 0,5 А) <80 (10 В) 


...100 (5 В; 1мА) 
...120 (58; 1мА) 
...120 (5В; 1мА) 
50...120 (5 В; 1мА) 
20...70 (5 В; 1мА} 

...120 (5 В; 1мА) 


ГАЛУА 


...60 (5В; 055 А) 
...120 (5 В; 0,5А) 
80.200 (5 В; 5А) 


Тип прибора 


ГТ328 А 
ГТ328Б 
ГТ328 В 


ГТЗ29А 
ГТ329Б 
ГТ329В 
ГТЗ29Г 
ГТЗЗоД 
ГТЗЗоЖ 
ГТ330И 


ГТЗЗ5А 
ГТ335Б 
ГТЗ35В 
ГТ3ЗЗ5Г 
ГТЗ35Д 


ГТ3З3З8А 
ГТ338Б 
ГТ338В 


ГТ341А 
ГТЗАТБ 
ГТ341В 


ГТЗ46А 
ГТ346Б 
ГТ346В 


ГТ362А 
ГТ362Б 
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Структура, 
технология 


п 
п 
п 
п 
П 
п 
П 


Рк тах, 

К, ттах* 
* 

К, нтах 


50 (55 °С) 
50 (55 °С) 
50 (55 °С) 


50 (40 °С) 
50 (40 °С) 
50 (40 С) 
25 (60 °С) 
50 (45 °С) 
50 (45 °С) 
50 (45 °С) 


200 (45 °С) 
200 (45 С) 
200 (45 °С) 
200 (45 °С) 
200 (45 С) 


100 
100 
100 


35 (60 °С) 
35 (60 °С) 
35 (60 °С) 


50 (55 °С) 
50 (55 °С) 
50 (55 °С) 


40 
40 


Г 
рб. 

* 
1821 
Ты * 

тах» 


МГц 


2400 
>300 
>300 


>80 
>80 
>80 
>300 
2300 


22400 
22400 


О КБО проб. ь 
Оуэв проб" ОБО проб: Ик тах И н тах 
бо проб» В мА 

В 


15* (5к) 
15* (5к) 
15* (5 к) 


10 
10 
10 
10 
10 (20 имп.) 
10 (20 имп.) 
10 (20 имп.) 


150 (250) * 
150 (250) * 
150 (250)* 
150 (250) * 
150 (250)* 


20 (8**) 1000 

20 (13**) 1000 

20 (5**) 1000 
0,3 10 
0,3 10 
0,5 10 


5 (55 °С) 
5 (55 °С) 


<5 (10В) 
<5 (ЮВ) 
<5 (ЮВ) 
<5 (10В) 
<5 (10В) 
<5 (10В) 
<5 (10В) 


<10 
<10 
<10 
—<—10 
—10 


<30 (20 В) 
<30 (20 В) 
<30 (20 В) 


<19 (20 В) 
<10 (20 В) 
<10 (20 В) 


КАРИНЕ) 


...200* (5 В; 4мА) 
40...200* (5 В; ЗмА) 
...70* (58; ЗмА) 


...300* (5 В; 5мА) 
15...300* (5 В; 5мА) 
15...300* (5 В; 5 мА) 
15...300 (5 В; 5мА) 

30...400* (5 В; 5 мА) 
30...400* (5 В; 5 мА) 
10...400* (5 В; 5 мА) 


...70* (ЗВ; 50 мА) 
...100* (3 В; 50 мА) 
..10* (ЗВ; 50 мА) 
...100* (3 В; 50 мА) 
...100* (3В; 50 мА) 


38535 


...300* (5 В; 
...300* (5 В; 5мА) 
...300* (5 В; 


...150 (10 В; 
10...150 (10 В; 2мА) 
...150 (108; 


Продолжение 


И Габаритный чертеж корпуса 


<7 (180 МГц) 
<7 (180 МГц) 
<7 (180 МГц) 


<4 (400 МГц) <15 


<6 (400 МГи) <30 
<6 (400 МГц) | <20 
<5 (400 МГц) <15 
<8 (400 МГц) | <30; 50* 
- <50; 50* 
<8 (400 МГи) | <30:50* 


ГАУ КУ АУ 
06 66 00 60 © 
лем 


<6 (800 МГц) 
<8 (800 МГц) 
<7 (200 МГи) 


4,5 (2,25 ГГи) 
<555 (2,25 ГГи) 


Тип прибора 


ГТ3З76А 


ГТ383А-2 
ГТ3З83Б-2 
ГТ383В-2 


1401 
1402 


ГТ402А 
ГТ402Б 
ГТ402В 
ГТ402Г 
ГТ402Д 
ГТ402Е 
ГТ402Ж 
ГТ402И 


1403 
1403 А 


ГТ40ЗА 
ГТ403Б 
ГТ40ЗВ 
ГТ403Г 
ГТ403Д 
ГТ40ЗЕ 
ГТ403Ж 
ГТ40ЗИ 
ГТ403Ю 


ГТ404А 
ГТ404Б 
ГТ404В 
ГТ404Г 
ГТ404Д 
ГТ404Е. 
ГТ404Ж 
ГТ404И 
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РК, тах 
Структура, РК. ттах» 
р** 
К, нтах» 
мВт 


технология 


Иво проб- 


В 

р-п-р, ПЭ 35 (85 °С) | >1020 1 

25 (55 “С) 5* (1к) 0,5 
0,5 
0,5 


<5 (7В) 


25 (55 °С) 5* (1к) 
95 (55 °С) 5* (1к) 


р-п-р. СД 
р-п-р, СД 


300; 600 25* (0,2 к) < 
300: 600 25* (0,2 к) < 

300; 600 40* (0.2 к) = 

300; 600 40* (0,2 к) < 

0,3; 0,6 25* (0.2к) |. 

0,3; 0,6 25* (0,2 к) <2 

0,3; 0,6 40 (0,2 к) <25 (10В) 
0,3; 0,6 40 (02к) <955 (10 В) 


р-п-р. СД <5 (5 В) 
р-п-р, СД <5 (5 В) 


<50 (45 В) 
<50 (45 В) 
<50 (60 В) 
<50 (60 В) 
<50 (60 В) 
<50 (60 В) 
<50 (80 В) 
<50 (80 В) 
<50 (45 В) 


Бе 


25* (0,2 к) 


<25 (10 В) 
25* (0,2 к) <25 (10 В) 
40* (0.2 к) <95 (10 В) 
40* (0,2 к) <25 (10 В) 
25* (0,2 к) <95 (10 В) 
25* (0,2 к) <95 (10 В) 
40* (0,2 к) <95 (10 В) 


40* (0,2 к) <25 (10 В) 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


С». Сь., 
пФ 


<15 (5 В) 
<10 (5 В) 


10...150* (5 В; 2мА) 


16...300 (5 ВЕ 5 мА) 
16...250 (5 В: 5мА) 


30...80 (1 В; ЗмА) 

...150 (1 В; ЗмА) 
30...80 (ТВ; ЗмА) 
60...150 (ЕВ; ЗмА) 
30...80 (1 В; ЗмА) 
60...150 (1 В; ЗмА) 
30...80 (1 В; ЗмА) 
30...80 (1 В; ЗмА) 


...100 (5 В; 5мА) 
...200 (5 В; 5мА) 


<10 (5 В) 
<10 (5 В) 


...60 (5 В; ОА) 
50...150 (5 В; 0,1 А) 
20...60 (5 В; 0.1 А) 

50...150 (5 В; 0,1 А) 
50...150 (5 В; 0.1 А) 
30* (0,45 А) 

20...60 (5 В; 01 А) 

30* (0,45 А) 

...60 (5 В; ОЛА) 
...80 (1 В; ЗмА) 
60...150 (1 В; ЗмА) 
30...80 (1 В; ЗмА) 

60...150 (ЕВ; ЗмА) 
30...80 (1 В; ЗмА) 

60...150 (1 В; ЗмА) 
30...80 (ТВ; ЗмА) 

60.150 (1 В; ЗмА) 


@/,7 


42 


В я 


08: й 


Тип прибора 


ГТ405А 
ГТ405Б 
ГТ405В 
ГТ405Г 
ГТ406А 


1416 
П416А 
П416Б 


1417 
П417А 
П417Б 


П422 
1423 


П605 
П605А 
П606 
П606А 
П607 
П607А 
1608 
608 А 
1609 
П609А 


ГТС609А 
ГТС609Б 
ГТС609вВ 
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Структура, 
технология 


к тах’ и н тах 


25* (0,2 к) 
25* (0,2 к) 500 
40* (0,2 к) 500 
40* (0,2 к) 500 

25 1250 


100 (360) * 
100 (360) * 
100 (360)* 


95 (120) * 
95 (120)* 
25 (120) * 


р-п-р, СД 
р-п-р, СД 


1 1500 
0,5 1500 
1 1500 
0,5 1500 
1,5 300 (600) * 
1,5 300 (600)* 
1,5 300 (600)* 
1,5 300 (600) * 
1,5 300 (600)* 
1.5 300 (600) * 
500 (43 °С) 2,5 700* 
р-п-р, СД 500 (43 °С) 2,5 700* 
р-п-р. СД 500 (43 °С) 25 700* 


кво» 1% 
КБО: “КЭВ: 
1 Ко: мкА 


<25 (10 В) 
<25 (10 В) 
<975 (ЮВ) 
<95 (10 В) 
<50 (25 В) 


<2000 (45 В) 
<2000 (45 В) 
<2000 (35 В) 
<2000 (35 Вт) 
<300 (30 В) 
<300 (30 В) 
<300 (30 В) 
<300 (30 В) 
<300 (30 В) 
<300 "(30 В) 


<40 (30 В) 
<40 (30 В) 
<40 (30В) 


24.. 
65.. 
75.. 


24... 
24... 


30... 
50... 


Пот», #31э 


...80 (1 В; ЗмА) 
...150 (1 В; ЗмА) 
...80 (ТВ; ЗмА) 
...150 (ТВ; ЗмА) 
...150* (5 В; 0,1 А) 


...80 (5 В; 5мА) 


...120 (5 В; 5мА) 
...250 (5 В; 5мА) 


.100 (5 В; 5мА) 
.200 (5 В; 5мА) 
.250 (5 В; 5мА) 


100 (5 В; 1мА) 
100 (5 В; 1мА) 


...60* (ЗВ; 05 А) 
...120* (3 В; 5А) 
...60* (ЗВ; 0,5 А) 
‚..120* (3 В; 0,5 А) 
...80* (ЗВ; 0,25 А) 
...200* (3 В: 0.25 А) 
-.120 (ЗВ; 0,25А) 
...240 (ЗВ: 0,25 А) 
...120 (ЗВ; 0,25 А) 
-.240 (ЗВ; 0.25 А) 


<50 (10В) 
<50 (10В) 
<50 (10В) 


<8 (5 В) 


<8 (5 В) 
<8 (5В) 


<130 (20 В) 
<130 (20 В) 
<130 (20 В) 
<130 (20 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10В) 
<50 (10В) 
<50 (10В) 
<50 (10В) 


ГКЭ нас» 
= нас Ом 


<500 
<1000* 
<500 
<500 
<1000* 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


75 
ь 
< 5 
ыы 
т эк 
942 
< 
му А 
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5 * 
Тип прибора Структура, РК В 2 Окво проб’ ОХ эв проб» Оэво проб» И тах” ТК, и тах' ЩБо Ккэк, 
$ 4% 
технология а ы : Оо прбб, В В мА 1 %о- МКа 


и . | & м 7 
. : в я о Я 


ГТ70ЗБ 15* Вт 20 (0,05 к) 3,5 А <500 
ГТ703Б 15* Вт 20 (0,05 к) 3,5 А <500 
ГТ70ЗВ 15* Вт 30 (0,05 к) 3.5 А <500 
ГТ703Г 15* Вт 30 (0,05 к) 3,5 А <500 
ГТ70ЗД 15* Вт 40 (0,05 к) 3,5 А <500 
ГТ705А 15* Вт 20* 35 А <500 
ГТ705Б 15* Вт 3,5 А <3,5 мА 
ГТ705В 15* Вт 3,5 А <3,5 мА 
ГТ705Г 15* Вт 3,5 А <500 
ГТ705Д 15* Вт 3,5 А <500 
ГТ804А 15* Вт 10А —- 
Г1804Б 15* Вт 10А — 
ГТ804 В 15* Вт 10А к 
Г1806А 30* Вт ЕЕ 
ГТ806Б 30* Вт зн 
ГТ806В 30* Вт и 
ГТ806Г 30* Вт — 
гт806Д 30* Вт = 
ГТ810А 15* Вт <20 мА 
ГТ905А 6 Вт <20 мА 
ГТ905Б 6 Вт <20 мА 
ГТ90бА 15* Вт; <8 мА (75 В) 
300** Вт 


ГТ90бАМ р-п-р, СД 15* Вт; >30 75 6А <8 мА (75 В) 
300** Вт 
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- Окончание 


Во» 18.5 ы У тра Габаритный чертеж корпуса 


ф Е Ы й | 
— Е = 


>! 
30...70* (1 В; 50 мА) 
50...100* (1 В; 50 мА) 
‚..70* 41 В; 50 мА) 
...100* (1 В; 50 мА) 
..45* (ЕВ; 50 мА) 
...70* (1 В; 50мА) 
...100* (1 В; 50 мА) 
...70* (1 В; '50мА) 
...100* (1 В; 60 мА) 
...250* (1 В; 50 мА) 


> 


ооо 
вююю 


оооее 
о<=Фою 


ЛАЛЛААЛАЛАЛ 


—<1000* 
<1000* 


...100* (10 А) 
...100* (10 А) 
...100* (10А) 
...100* (10А) 
...100* (10 А) 


(10 В; БА) — 
...100* (70 В; 3 <200 (30 В) 
...100* (70 В; 3 <200 (30 В) 


вы ыы 
...150* (10 В; БА) <5000* 


3.4. ПАРАМЕТРЫ КРЕМНИ 


ОКБО тах 
# 

КЭК тах› 
ИКоэ пах» В 


р Нал 


ТК пах. Ткбо. /Кэв: 


1. итак МА 


Структура, = 
технология Верь» Гоаю 


МГц 


Тип прибора 


КТ!04А 150 (60 °С) 
КТ! 04Б 150 (60 °С) 
Кт!04В 150 (60 °С) 


кто4Г 150 (60 °С) 


КТ!17А 50 (1*А) 
КТ!175 50 (1* А) 
кт 50 (1* А) 
КТ! 17Г 50 (1*А) 


КТ! 18А 100 (100 °С) 
КТ!18Б 100 (100°С) 
КТ! 18В 100 (100 °С) 


КТ! 19А 
КТ!19Б 


10 (50*) 
10 (50*) ый 


КТ!120А > 

КТ!20Б < " г 
В 10 (20*) 

КТ! 10 (20*) 


КТ!20А-1 
КТ!20В-1 


КТ!20А-5 
КТ!120В-5 


КТ!27А-1 15 (60 °С) 
КТ!27Б-1 15 (60 °С) 
КТ!27В-1 15 (60 °С) 
КТ!27Г-1 15 (60 °С) 


150 (90 °С) 


20 (100*) 


КТ201Б 150 

КОВ е 50 (100-) 

КТ2О1Г 150 0 ы 

не 20 (100*) 
150 20 (100*) 
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ЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 


Ки. 15 
гв. Ом 
р, ВТ 


вых" 


Ск, С]. 
пФ 


9...36 (5 В; 1мА) 
20...80 (5 В; 1 мА) 
40...160 (5 В: 1мА) 
15...60 (5 В; 1мА} 


=50 (5В) 
<50 (5 В) 
<50 (5 В) 
<50 (5В) 


0,5...0,7 (Ивлв2= ЮВ) 
0,65...0,9 (ИвтБ=10 В) 
0,5...0.7 (Иъль=10 В) 
0.65...0,9 (Овль=10 В) 


0,5...0,65 (Ивль=10 В) 
0,6...0,75 (ОвлБ2=10 В) 


| 


20...200 (5 В; 1мА) 
20...480 (5 В; 1мА) 
10...200 (5 В; 1мА) 


Л, А 
5 [=> 


...200 (5 В: 1мА) <5 (БВ) 
...200 (5 В; 1мА) <56 В) 


...200 (5 В; 1мА) 
...200 (5 В; 1мА) 


...60 (5 В; 1мА) 
40...200 (5 В; 1 мА) 
15...60 (5 В; 1мА) 
40...200 (5 В; 1 мА) 


...60 (1 В; 5мА) 
30...90 (1 В; 5мА} 
30...90 (1 В; 5мА) 
70...210 (1 В; 5мА) 
...90 (1 В; 5 мА) 


<20 (5В) 
<20 (5В) 
<20 (5 В) 
<20 (5 В) 


<15 (1 кГц) 


Габарнтный чертеж корпуса 


274 
НН © 
< 
ых Е, 

05 
= | 
" 

-Г Т-©. 
ы у 

955% 

Ю |5 к 


т 
5|^| \ 
12 й 
1 
—. 
54я`у \ 
0,4 0.75 


я 5 
> 
© 
т 
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ОКБО тах 


Тип прибора Структура, Рк тах РК, т тах Кр й 216 ОКэв ах 
ТеБНОТУЗИ РК тах. МВт Ил», Нлак МГц Оо тах В мА 
КТ2О1АМ 20 (100*) 
КТ201БМ 20 (100*) 
КТ201ВМ 20 (100*) 
КТ2О1ГМ 20 (100*) 
КТ201ДМ 20 (100*) 
КТ202А-1 р-п-р, ПЭ 15 (55 °С) 10 (25*) 
КТ202Б-1 р-п-р, ПЭ 15 (55 °С) 10 (25*) 
КТ202В-1 р-п-р, ПЭ 15 (55 °С) 10 (25*) 
КТ202Г-1 р-п-р. ПЭ 15 (55 °С) 10 (25*) 
КТ202Д-1 р-п-р, ПЭ 15 (55 °С) 10 (25*) 
КТ203А 150 (75 °С) 10 (50*) 
КТ20ЗБ 150 (75 °С) 10 (50*) 


КТ20ЗВ 150 (75 °С) 10 (50*) 


КТ20ЗАМ 150 (75 °С) 10 (50*) 
КТ203БМ 150 (75 °С) 10 (50*) 
КТ20ЗВМ 150 (75 °С) 10 (50*) 


КТ206А 20* (3к) 
КТ206Б 12* (Зк) 


КТ207А | 10 (50*) <0,05 (60 В) 


КТ207Б р 10 (50*) <0,05 (30 В) 
КТ207В 10 (50*) <0,05 (15 В) 
КТ208А -п-р. 200 (60 °С) 20* (10к) 300 (500*) < 

КТ208Б ь 200 (60 °С) 20 300 (500*) < 

КТ208В - 200 (60 °С) 20 300 (500*) < 

КТ208Г 200 (60 °С) 30 300 (500*) < 
КТ208Д 200 (60 °С) 30* (10 к) 300 (500*) < 

КТ208Е 200 (60 °С) 30 300 (500*) < 
КТ208Ж 200 (60 °С) 45 300 (500*) = 
КТ208И ? 200 (60 °С) 45 300 (500*) = 
КТ208К 200 (60 °С) 45 300 (500*) < 
КТ208Л 200 (60 °С) 60 300 (500*) — 
КТ208М 200 (60 °С) 60 300 (500*) < 

КТ209А р 200 (35 °С) 300 (500*) <!* (15В) 
КТ209Б Е 200 (35 °С) 300 (500*) <!* (15В) 
КТ209В } 200 (35 °С) 300 (500*) <!* (15 В) 
КТ209Г : 200 (35 °С) 300 (500*) <!* (30 В) 
КТ209Д -п-р, 200 (35 | 300 (500*) <!* (30 В) 
КТ209Е 200 (35 °С 300 (500*) <1* (30 В) 
КТ209Ж 200 (35 °С) 300 (500*) <1* (45 В) 
КТ209И - 200 (35 °С) 300 (500*) <!* (45 В) 
КТ209к . 200 (35 °С) 300 (500*) <!* (45 В) 
КТ209Л 200 (35 °С) 300 (500*) <!* (60 В) 
КТ209М Е 200 (35 °С) 300 (500*) <!" (60 В) 


60 


15... 
40... 
15... 
40... 
100. 


>9 
30... 
30... 


ЗО... 
ТО... 


>9 


...60 (ТВ; 5мА) 
...90 (1 В; 5мА) 
90 (1 В: 5мА) 
...210 (1 В; 5мА) 
...90 (1 В; 5мА) 


70 (5 В; 1мА) 
160 (5 В; 1мА) 
70 (5 В: 1мА) 
160 (5 В; 1мА) 
..300 (5 В; 1мА) 


(5 В; 1мА) 
150 (5 В; 1мА) 
200 (5 В; 1мА) 


90* (1 В; 5мА) 
120* (1 В;5мА) 


(5 В; 1мА) 


...150 (5 В; 1мА) 


30...200 (5 В: 1 мА) 


20.. 
40... 
80... 
20.. 
40... 
80.. 
20.. 
40... 
80... 
20.. 


40...1 


...60* (1 В; 30 мА) 
...120* (1 В; 30 мА) 
...240* (1 В; 30 мА} 
...60* (1 В; 30мА) 
...120* (1 В; 30 мА) 
..240* (1 В; 30мА) 
...60* (ГВ; 30мА) 
...120* (1 В; 30 мА) 
...240* (1 В; 30мА) 
...60* (ТВ; 30мА) 
> 120 В: 


30 мА) 


.60* (ТВ; 30мА) 


120* (1 В; 30 мА) 
240* (1 В; 30мА) 


.60* (ГВ; 30мА)} 


120* (1 В; 30 мА) 


240* (1 В; 30 мА} 
.60* (ГВ; 30мА) 


120* (1 В; 30 мА) 
160* (1 В; 30 мА) 


.60* (1 В: 30 мА} 


20* (1 В; 30мА)} 


<20 (5В) 
<20 (5 В) 


<20 (5В) 
<20 (5 В) 


<95 (5 В) 
<95 (5 В) 
=55 (5В) 
<25 (5В) 
<95 (5 В) 


<10 (5 В) 
<10 (5В) 
<10 (5 В) 


<10 (5 В) 
<10 (5В) 
<10 (5 В) 


<20 (5 В) 
<20 (5 В) 


<50 (10 В) 
<50 (10 В) 


<50 (10 В) 


ААЛАЛАЛЛАЛЛ 
Фы`ыыЫЫыЫышЫыШЬьЬ 


А ААЛАЛАЛЛАЛ 


<300* 
<300* 
<300* 


<300* 
<300* 
<300* 


<4 (1 кГц) 


<4 (1 кГц) 


<4 (1 кГц) 


<5 (1 кГи) 


<5 (1 кГи) 


<5 (1 кГц) 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


155 52 
41 
в 
= 
Их 
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к тах т и тах 
МА 


Структура, 
технология 


Гор. 1 216- 
1» Глых. МГ 


Рк тах. РК. т тах» 


Тип прибора 
в г. ри* ‚ мВт 
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К, н тах 
КТ210А <10 (15 В) 
КТ21ОБ р-п-р, ПЭ 25 >10 <10 (30 В) 
КТ210В р-п-р, ПЭ 25 >10 <10 (60 В) 
КТ2А-1 20 (50*) 
КТ2!1Б-1 20 (50*) 
КТ211В-1 20 (50*) 
КТ214А-1 50 (100*) < (30 В) 
КТ214Б-1 50 (100*) <! (308) 
„КТ214В-1 50 (100*) <| (30 В) 
КТ214Г-1 50 (100*) <! (30 В) 
КТ214Д-1 50 (100*) <| (308) 
КТ214Е-1 50 (100* <| (30 В) 
КТЭТБА-1 50 (100*) <100* (30 В) 
КТ215Б-1 50 (100*) <100* (30 В) 
КТ215В-1 50 (100*) <100* (30 В) 
КТ215Г-1 50 (100*) <100* (30 В) 
КТ215Д-1 50 (100*) <100* (30 В) 
КТ215Е-1 50 (100*) <100* (30 В) 
КТ216А 
КТ216Б 
КТ216В 
КТ218А-9 
КТ218Б-9 7 
КТ218В-9 7 
КТ218Г-9 7 
КТ218Д-9 7 
КТ218Е-9 20 
КТЗО! 150 (60 °С) 3. <10 
КТЗО1А 150 (60 °С) 3 <10 
КТ301Б 150 (60 °С) з <10 
КТЗо1В 150 (60 °С) з <10 
ктЗоиГ 150 (60 °С) 3 < 10 (20 В) 
КТ301Д 150 (60 °С) 3 <10 (208) 
КТЗО1Е 150 (60 °С) 3 <10 (30 В) 
ктЗож 150 (60 °С) 3 <10 (208) 
КТ302А 100 (50 °С) 4 <1 (15 В) 
КТ302Б 100 (50 °С) 4 <1 (15 В) 
КТЗо2В 100 (50 °С) 4 <| (15 В) 
КТЗо2Г 100 (50 °С) 4 <! (15 В) 
КТЗО6А 150 (90 °С) 4 30 (50*) <0,5 (15 В) 
КТ306Б 150 (90 °С) 4 30 (50*) <0,5 (15 В) 
КтТЗо6В 150 (90 °С) 4 30 (50*) <0,5 (15 В) 
ктзо6г 150 (90 °С) 4 30 (50*) <0,5 (15 В)* 
ктзо6д 150 (90 °С) 4 30 (50*) < 0,5 (15 В) 
КТЗОбАМ 150 (90 °С) 4 30 (50*) < 0,5 (15 В) 
кТ3З066М 150 (90 °С) 4 30 (50*) <0,5 (15 В) 
КТЗо6бВМ 150 (90 °С) 4 30 (50*) <0,5 (15 В) 
ктзобгм 150 (90 °С) 4 30 (50*) <0,5 (15 В) 
ктзо6дм 150 (90 °С) 4 30 (50*) < 0,5 (15 В) 


Ви» 81 т 
80...240 (5 В; 1мА) <25 (5 В) 
80...240 (5 В; 1 мА) <25 (5 В) 
40...120 (5 В: 1мА) <55 (5 В) 


40...120 (1 В; 40 мА) 
80.240 (1 В; 40 мА) 
160...480 (1 В; 40 мА) 


<20 (5В) 
<20 (5В) 


>20 (5 В; 10 мА) <50 (10 В) 2>1200* 
30...90 (5 В; 10 мА) <50 (10 В) >1200* 
40...120 (5 В; 10 мА) <50 (10 В) >1200* 
40...120 (5 В; 10мА) <50 (10 В) >1200* 
>80 (1 В; 40 мкА) <50 (10 В) >1200* 
>40 (1 В; 40 мкА) <50 (10В) >1200* 
>20 (5 В; 10мА) <50 (10 В) 

30...90 (5 В; 10 мА) < 


40...120 (5 В; 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 
>80 (1 В; 40 мА) 

>40 (1 В: 40 мкА) 


АЛЛА 


>9 (5 В; 1мА) 
30...150 (5 В; 1 мА) 
30...200 (5 В; 1мА) 
>20 (5 В; 10 мА) 
>30 (5 В; 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 
240 (5 В; 10мА) 
>80 (1 В; 40 мкА) 
>40 (1 В; 40 мкА) 


...60 (10 В; ЗмА) 
40...120 (10 В; ЗмА) 
10...32 (10 В; ЗмА) 
20...60 (10 В; ЗмА) 
10...32 (10 В; ЗмА) 
20...60 (10 В; ЗмА) 
...120 (10 В; ЗмА) 
...300 (10 В; ЗмА) 


<10 (10 В) 


110...250 (1 В; 11 мА) 
90...150 (3В; 2 мА) 

110...250` (1,5 В; 0,5мА) 
200...800 (3,5 В: 5 мА) 


...60* (1 В; 10 мА) 
...120* (1 В; 10мА) 
20...100* (1 В; 10 мА) 
40...200* (1 В; 10мА) 
30...150* (1 В; 10 мА) 


<5 (5 В) 
<5 (58) 
<5 (58) 
<5 (5 В) 
<5 (5 В) 


..60* (1 В; 10мА) <5 (58) 
40...120* (1 В; 10 мА) <5 (58) 
20...100* (1 В; 10мА) <5 (5В) 
40...200* (1 В; 10 мА) <5 (5 В) 
30...150* (1 В; 10 мА) <5 (58) 


Продолжение 


Габарнтный чертеж корпуса 


Б][ [\3 
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$ 
Е |^\9 
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Тип прибора 


0307 

П307А 
П307Б 
П307В 
П307Г 


КТЗ07А-1 
КТЗ07Б-1 
КТЗ07В-1 
КТЗ07Г-1 


1308 
1309 


КТ3101А-2 


КТ3З102А 
КТ3102Б 
КТ3102В 
КТ3102Г 
КТ3102Д 
КТ3102Е 


КТ3104А 
КТ3104Б 
КТ3104В 
КТ3104Г 
КТ3104Д 
КТ3104Е 


КТЗ106А-2 


КТ3107А 
КТ3107Б 
КТ3107В 
КТ3107Г 
КТ3107Д 
КТ3107Е 
КТЗ107Ж 
КТ3107И 
КТЗ107К 
КТ3107Л 
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Структура. 
технология 


Гор» й 216: 
Вл» Клах МГ 


Рк тах’ РК, т тах* 
РК* итаз МВт 


п-р-п, ПЭ 


50 

50 

50 

20 

30 

20 

15 (35 °С) 30 
15 (35 °С) 30 
15 (35 °С) 30 
15 (35 °С) 15 
15 (35 °С) 15 
15 (35 °С) 15 


30 (50 °С) 


кво тах» 
и Кэк тах" 
Ио тах, В 


10* (3 к) 
10* (Зк) 
10* (Зк) 
10* (Зк) 


>1000 15* (10к) 


50 


сл м сле сл сл лол 


30 (120*) 
30 (120*) 
15 (120*) 
30 (120*) 
15 (120*) 


20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 
20 (50*) 


30 (120*) 
30 (120*) 


20 (40*) 


100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 


10 
10 
10 


10 
10 


100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 


ГК тах. ГК. к тах 


10 
20 (40*) —0,5 (15 В) 


<20 (80 В) 
<20 (80 В) 
<20 (80 В) 
<20 (60 В) 
<20 (80 В) 


<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В} 
<0,5 (10 В) 


<20 (120 В) 
<20 (120 В) 


<0.5 (15 В) 


< 0,05 (50 В) 
<0,05 (50 В) 
< 0,015 (30 В) 
<0,015 (20 В) 
<0,015 (30 В) 
<0,015 (20 В) 


ГАА АУУ 


$$$ 


ЛАЛАЛЛААЛАЛ 
=] 


Продолжение 


Ки, дБ 
гб. Ом 
РЗ: Вт 


Вол» 81 Г’абаритный чертеж корпуса 


6011.7 


...50* (20 В; 10 мА) 5 з 
30...90* (20 В; 10мА) 
50...150* (20 В; 10мА) < 
50...150* (20 В; 10мА) 
...50* (20 В; 10мА) > 
и 
| <6 (1В) 
> <6 (1 В) 
= <6 (1 В) 
> <6 (1 В) 
30...90* (20 В; 10 мА) 9 
16...50* (20 В; 10 мА) Ра 
1 
>= 
А 
1 9 
35...300 (1 В; 5мА) <4,5 р. 
(2,25 ГГц) = 
[3 


...200 (5 В; 2 мА) 
200...500 (5 В; 1 мА) 
200...500 (5 В; 2 мА) 
400...1000 (5 В; 2 мА) 
200...500 (5 В; 2мА) 

...1000 (5 В; 2мА) 


—<10 (1 кГц) 
—<10 (1 кГц) 
<10 (1 кГц) 
<10 (1 кГц) 
<4 (1 кГц) 
<4 (1 кГц) 


<8 (60 МГц) 
<8 (60 МГц) 
<8 (60 МГц) 
<8 (60 МГц) 
<8 (60 МГц) 
<8 (60 МГц) 


...90 (1 В; 2мА) 
...150 (1 В; 2мА) 
70...280 (1 В; 2мА) 
15...90 (1 В; 2мА) 

50..:150 (1 В; 2мА) 
...280 (1 В; 2мА) 


115 
>40 (5 В; 5мА) <2 (5 В) <2 (120 МГц) Е 
5 
5 
> 
Ил 
АЯ 
70...140 (5 В; 2мА) <7 (10В) <10 (1 кГц) 
120...220 (5 В; 2мА) 21 (10В) <10 (1 кГц) 
70...140 (5 В; 2мА) <7 (108) <10 (1 кГц) 85.2 
120...220 (5 В; 2 мА) <7 (108) <10 (1 кГц) 
180...460 (5 В; ЗмА) <7 (10 В) < (1 кГц) ны 452 
120...220 (5 В; 2мА) <7 (10В) <4 (1 кГц) я: х 
180...460 (5 В; 2мА) <7 (10В) <4 (1 кГц) > * 
180...460 (5 В; 2мА) <7 (108) <10 (1 кГц) = - 
380...800 (5 В; 2мА) <7 (10В) <10 (1 кГц) 
‚..800 (5 В; 2мА) <7 (108) <4 (1 кГц) 
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Тип прибора 


КТ3108А 
КТ3108Б 
КТ3108В 


КТ3109А 
КТ3109Б 
КТ3109В 


КТЗ114Б-6 
КТЗ114В-6 


КТЗ115А-2 
КТ3115В-2 
КТ3115Г-2 


КТ3117А 


КТ312А 
КТ312Б 
КТ312В 


КТ3120А 


КТЗ123А-2 
КТ3123Б-2 
КТ3123В-2 


КТЗ123АМ 
КТ3123БМ 
КТ3123ВМ 


Структура, 
технология 


п-р-п, ПЭ 


Рк тах» РК т мах 


РК и тах’ мВт 


300 (360*) 
300 (360*) 
300 (360*) 


170 (40 °С) 
70 (40 °С) 
170 (40 °С) 


95 (100 °С) 
95 (100 °С) 


70 (70 °С) 
70 (70 °С) 
50 (85 С) 


300 (800*+*) 


100 


150 
150 
150 


Гор. № 2иб: 


ИЗ Иа МГ 


60* (10к) 
45* (10к) 


45* (10к) 


150 
150 
150 


5000 


И ЭБО тах" 


[И 


к тах» 1%, н тах* 
МА 


200 <0,2 (60 В) 
200 <0,2 (45 В) 
200 <0.2 (45 В) 
50 

50 ‚1 (20 В) 
50 1 (208) 


400 (800*) |<10 (60В) 


ИЗО 
слаб 


30 (60*) <10 (20 В) 
30 (60*) < 10 (35 В) 
30 (60*) <10 (95 В} 


20 (40*) <0.5 (15 В) 


30 (50*) 0,01 
30 (50*) 0.01 


30 (50*) 0.01 


30 (50*) 0,01 
30 (50*) 0,01 
30 (50*) 0,01 


= Е Продолжение 
Вол» ИЗ в у 6. рас Габаритный чертеж корпуса 


50...150 (1 В; 10 мА) <6 (100 МГц) 
50.150 (1 В; 10 мА) <6 (100 МГц) 
100...300 (1 В; 10мА) <6 ( 


>15 (10 В; 10мА) > <6 (800 МГц) 


>15 (10 В; 10мА) <7 (800 МГц) 
515 (10В; 10мА) <8 (800 МГц) 


15...80 (3 В; 1мА) 2 (400 МГц) 
15...80 (3 В; 1мА) ‘ 3 (400 МГц) 


40...200* (5 В; 0,2А) 


10...100* (2 В; 20 мА) 
25...100*`(2 В; 20 мА) 
50...280* (2 В; 20 мА) 


>40 (1 В; 5мА) > <2 (400 МГц) 


2.4 (1 ГГц) 
3 (Г) 
2.4 (1 ГГц) 
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Пр Я 216. кво тах» 
Тип прибора р рь, В» ИКэв тах, Ч эво тах: ИК тах 
технология 2 МГц с 1$. итак: МА 
тах. тах’ 


КТ3З126А 
КТ3126Б 


150 (30 °С) 
150 (30 °С) 


5) 
(==) 


<! (15 В) 
<! (15 В) 


=] 
> 


КТ3126А9 < (15 В) 


КТЗ127А 
КТ3128А 


100 (35 °С) 
100 (35 °С) 


> 
© 


> 


<! (15 В) 
<! (15 В) 


> 
[=> 


КТ3129А9 75 (100**) 100 (200*) | <! (508) 
КТ3129Б9 75 (100*+) 100 (200*) | <1 (508) 
КТ3129В9 75 (100**) 100 (200*) | <1 (30В) 
КТ3129Г9 75 (100**) 100 (200*) | <! 
КТ31299 75 (100**) 20 100 (200*) | <! 


300 (1000*) 
300 (1000*) 


КТЗ1ЗА 
КТ3З13Б 


350 (700*) 
350 (700*) 


<0,5 (50 В) 
<0,5 (50 В) 


КТЗ130А-9 
КТЗ130Б-9 
КТ3130В-9 
КТ3130Г-9 
К73130Д-9 
КТ3130Е-9 

КТ3130Ж-9 


АЛАЛАЛА 


КТ3139А <0,02 (20 В) 
КТЗ139Б <0,001 (32 В) 
КТ3139В <0,001 (32 В) 


КТЗ139Г <0,05 (32 В) 


КТЗ1!А-2 60 (70*) <0,075 (55 В) 


\/ 
[2 
5 
ри 


...150 (5 В; 3 мА) 


<! (10В) 
<! (10В) 


30...120 (5 В; 2 10 (10 В) 
80...250 (5 В; 3 10 (10 В) 
80...250 (5 В; 2 10 (10 В) 
200...500 (5 В; 2 мА) 10 (10 В) 


200...500 (5 В; 2 мА) 10 (10 В) 


30...120 (10 В; 1 мА) 
80...300 (10 В; 1 мА) 


250 (5 В; 2 мА) 
...500 (5 В; 2 мА) 


<10 (1 кГц) 
—<10 (1 КгЦц) 


200...500 (5 В; 2 мА) <10 (1 кГц) 
400...1000 (5 В; 2 мА) <10 (1 кГц) 
200...500 (5 В; 2 мА) <10 (1 кГц) 
400...1000 (5 В: 2 мА) <4 (1 кГц) 


‚..500 (5 В; 2 мА) <4 (1 кГц) 


2200 (5 В; 0,2 мА) 
>60 (5 В; 2 мА) 
>120 (5 В; 2 мА) 
100...310 (5 В; 2 мА) 


30...120 (5 В; 0,25 мА) 


Продолжение 


Габарнтный чертеж корпуса 


25 
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Тип прибора 


КТ3140А 
КТ3140Б 
КТ3140В 
КТЗ140Г 
КТ3140Д 


КТЗ145А-9 
КТ3145Б-9 
КТЗ145В-9 
КТ3145Г-9 
КТЗ145Д-9 


КТ3146А-9 
КТ3146Б-9 
КТ3146В-9 
КТ3146Г-9 
КТ3145Д-9 


КТ315А 
КТ315Б 
КТ315В 
КТЗ15Г 
КТ315Д 
КТ315Е 
КТ315Ж 
КТ315И 
КТ315Р 


КТ3150Б-2 


КТ3151А-9 
КТ3151Б-9 
КТ3151В-9 
КТ3151Г-9 
КТ3151Д-9 
КТ3151Е-9 


КТЗ153А-9 
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Структура, 


технология 


Рк тах» РК. т тах- 
РЕ итах МВТ 


200 
200 
200 


150 (25*) 
150 (250*) 
150 (250*} 
150 (250* } 
150 (250*) 
150 (256%) 
100 
100 
150 


120 (65 °С) 


Вр: В 216’ 
215 


Раю МГц 


21200 


25 

20 

40 

35 
40* (10 к) 
35* (10 к) 
20* (10 к) 
60* (10 к) 
35* (10 к) 


35* (10к) 


39* (0,1 к) 
45* (0,1 к) 
45* (0,1 к) 
45* (0,1 к) 
45* (0,1 к) 


32* (0,1 к) 
45* (0/1 к) 
45* (0,1 к) 
45* (0,1 к) 
45* (0,1 к) 


ИЭБО тах 
В 


<0,02 (39 В) 


<0,02 (20 В) 
<0,001 (32 В) 
<0.001 (32 В) 
<0,05 (32 В) 
<0,02 (20 В) 


<! (45 В) 
<! (45 В) 


<0,05 (45 В) 
<0,05 (45 В) 


| - Ш сны 


(500*) 


А 1 АЛАЛААЛАЛЛ 


ЛАЛАЛ 
о--=о 


‚02 (32 В) 


(45 В) 


‚05 (45 В) 
‚05 (45 В) 


<! 
1 
<! 
—1 
= 
= 


<0,05 


Продолжение 


Габарнтный чертеж корпуса 


>200 (5 В; 2 мА) 
>60 (5 В; 2 мА) 

120...460 (5 В; 2 мА) 
100...310 (5 В; 2 мА) 
>200 (5 В; 2 мА) 


>200 (5 В; 2 мА) 
>60 (5 В; 2 мА) 
120...460 (5 В; 2 мА) 
100...310 (5 В; 2 мА) 
120...460 (5 В; 2 мА) 


>200 (5 В; 2 мА) 
>60 (5 В; 2 мА) 
120...460 (5 В; 2 мл) 
100...310 (5 В; 2 мА) 
120..-460 (5 В: 2 мА) 


...120* (10 В; 1 мА) 
50...350* (10 В; 1 мА) 
30...120* (10 В; 1 мА) 
50...350* (10 В; 1 мА) 
20...90* (10 В; 1 мА) 
50...350* (10 В; 1 мА) 
30...250* (10 В; 1 мА) 
2>80* (10 В; 1 мА) 

150...350* (10 В; 1 мА) 


60...180* (5 В; 2,5 мА) 


А | ЛЛАААЛАЛААЛ 


Ра 
$ 
> 
51 |к\3 | 
5 
ие 
5% 
9 рэ 
100...300 
9 
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Структура, 


Тип прибора технология 


КТЗ157А р-п-р, ПЭ 


КТЗ16А 
КТ316Б 
КТЗ16В 
КТЗ16Г 
КТЗ16Д 


КТЗ16АМ 
КТЗ16БМ 
КТЗ16вВмМ 
КТЗ16ГмМ 
КТ 6ДМм 


— 
— 
— 


КТЗ17А-1 
КТЗ17Б-1 
КТЗ17В-1 


КТЗ18А-1 
КТЗ18Б-1 
КТЗ18В-1 
КТЗ18Г-1 
КТЗ18Д-1 
КТЗ18Е-1 
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Рк тах’ РК ттах* 


РЕ н тах» мВт 


150 (90 °С) 
150 (90 °С) 
150 (90 °С) 
150 (90 °С) 
150 (90 °С) 


150 (85 °С) 
150 (85 °С) 
150 (85 °С) 
150 (85 °С) 
150 (85 °С) 


160 ‹55 °С) 


180 (55 °С) 


15 
15 
15 


15 
15 
15 
15 
15 
15 


Гр Пров 


1» 


Ре. ММ 


М. . 


>750 


10* (Зк) 
10* (3к) 
10* (Зк) 
10* (Зк) 
10* (Зк) 


10* (Зк) 
10* (Зк) 
10* (Зк) 
10* (Зк) 
10* (Зк) 


бэьо тах» 


р ор крь ырь ры 


® 5» > 5 5 


3,5 
3,5 
3,5 


ТК тах 


1, нтах МА 


Ы 


15 (45*) 
15 (45*) 
15 (45*) 


20 (45*) 
20 (45*} 
20 (45*) 
20 (45*) 


20 (45*) 
20 (45*) 


кво. /Кэв: 
До, мкА 


<0,1 (200 В) 


<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В} 
<0,5 (10 В} 
<0,5 (10В) 


<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (10 В) 
<0.5 (10 В) 


<0,1 (20 В} 


<0,5 (15 В) 


<0,1 (20 В) 


ААА 

лил 

ЕЕРЕЕЕ 
= 


Вот» Вэ 


>50* (20 В; 25 мА) 


20...60* (1 В; 10 мА) 
40...120* (1 В; 10 мА) 
40...120* (1 В; 10 мА) 
20...100* (1 В; 10 мА) 
60...300* (1 В; 10 мА) 


20...60* (1 В; 10 мА) 
40...120* (ЕВ; 10 мА) 
| В; 10 мА) 
20...100* (1 В; 10 мА) 
В; 10 мА) 


>95* (10 В; 3 мА) 
60...180 (5 В; 5 мА) 
>25 (1 В; 3 мА) 


25...75 (1 В; 1 мА) 
35...120 (1 В; 1 мА} 
80...250 (1 В; 1 мА) 


...90 (ГВ; 10 мА) 
...150 (1 В; 10 мА) 
...280 (1 В; 10 мА) 
...90 (1 В; 10 мА) 

...150 (1 В; 10 мА) 
.:.280 (1 В; 10 мА) 


338358 


с. 
С|о». пФ 5 


<3 (30 В) 


ГАА ААА 


<6 (800 МГц) 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 
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р: Поле, 


Структура, Р ‚ Р > 
Тип прибора К тах’ ' К ттах Е 
технология Ри ах мВт 1 215 та 


пах» 


КТ3З19А-1 3,5 

КТЗ19Б-1 3,5 

КТЗ19В-1 3,5 

КТЗ21А 210 (20** Вт) 60 4 200 (2* А) < 

КТ321Б 210 (20** Вт) 60 4 200 (2* А) < 

КТ321В 210 (20** Вт) 60 4 200 (2* А) < 

КТЗ21Г 210 (20** Вт) 45 4 200 (2* А) < 

КТЗ21Д 210 (20** Вт) 45 4 200 (2* А) < 

КТ321Е 210 (20** Вт) 45 4 200 (2* А) _ 
КТ324А-1 4 20 (50*) <0,5 (108) 
КТ3З24Б-1 4 20 (50*) <0,5 (10 В) 
КТ324В-1 4 20 (50*) <0,5 (10 В) 
КТ324Г-1 4 20 (50*) <0,5 (10 В) 
КТ324Д-1 4 20 (50*) <0,5 (10 В) 
КТЗ24Е-1 4 20 (50*) <0,5 (10 В) 
КТЗ25А 295 (85 °С) 15* (3 к) <0,5 (15 В) 
КТЗ25Б р 255 (85 °С) 15* (3 к) <0,5 (15 В) 
КТ325В 255 (85 °С) 15* (3 к) <0,5 (15 В) 
КТЗ25АМ 225 (85 °С) 15* (Зк) <0,5 (15 В) 
КТЗ25БМ 255 (85 °С) 15* (Зк) <0,5 (15 В) 
КТЗ25ВМ 255 (85 °С) 15* (Зк) <0,5 (15 В) 
КТЗ26А 200 (30 °С) 15* (100 к) 5 <0,5 (20 В) 
КТ326Б 200 (30 °С) 15* (100 к) 5 <0,5 (20 В) 
КТЗ26бАМ 200 (30 °С) 15* (100к) <0,5 (20 В) 
КТЗ26БМ 200 (30 °С) 15* (100 к) <0,5 (20 В) 
КТЗЗ1А-1 15* (10к) 20 (50*) <0,2 (15 В) 
КТЗЗИБ-1 15* (10 к) 20 (50*) <0,2 (15 В) 
КТЗЗ1В-1 15* (1Ок) 20 (50*) <0,2 (15 В) 
КТЗЗ1Г-1 15* (10к) 20 (50*) <0.2 (15 В) | 
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Вол» #31Э 


15...55 (1 В; 1 мА) 
45...90 (1 В; 1 мА) 
80...200 (1 В; Е мА) 


20...60* (3 В; 0,5 А) 
40...120* (3 В; 0,5 А) 
80...200* (3 В; 0,5 А) 
20...60* (3 В; 0,5 А) 
40...120* (3 В; 0,5 А) 
80...200* (3 В; 0,5 А) 


20...60 (1 В; 10 мА) 
40...120 (1 В; 10мА) 
80...250 (1 В; 10 мА) 
40...120 (1 В; 10 мА) 
20...80 (1 В; 10 мА) 
60...250 (1 В; 10 мА) 


30...90* (5 В; 10 мА) 
70...210* (5 В: 10 мА) 
160...400* (5 В; 10 мА) 


30...90* (5 В; 10 мА) 
70...210* (5 В; 10 мА) 
160...400* (5 В; 10 мА) 


20...70* (2 В; 10 мА) 
45...160* (2 В; 10 мА) 


20...70* (2 В; 10 мА) 
45...160* (2 В; 10 мА) 


...60 (5 В; 1 мА) 
40...120 (5 В; 1 мА) 
80...220 (5 В; 1 мА) 
40...120 (5 В: 1 мА) 


1 Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


<80 (10 В) 


<2,5 (5В) 96 06 
<2,5 (5В) < 

<2.5 (5 В) 

<25 (5В) 

<2,5 (5В) ы 

<2,5 (5 В) [ | 


ТАУ 


75 


Тина прибора 


КТЗЗ2А-1 
КТЗ32Б-1 
КТЗЗ2В-1 
КТЗз2Г-1 
КТЗЗ2Д-1 


КТЗЗЗА-3 п-р-п, 
КТЗЗЗБ-3 п-р-п, 
КТЗЗЗВ-3 п-р-п, 
КТЗЗЗГ-3 п-р-п, 
КТЗЗЗД-3 п-р-п, 
КТЗЗЗЕ-3 п-р-п, 


а аа ча 


КТЗЗ6А 
КТ336Б 
КТЗз6В 
ктзз6г 
кт3з6д 
КТЗЗ6бЕ 


КТЗ37А 
КТЗ37Б 
КТЗ37В 


КТЗЗЭАМ п-р-п, ПЭ 


КТЗЗЭА 
КТЗЗЭБ 
КТЗЗЭВ 
КТЗЗЭГ 
КТЗЗЭД 


КТ340А 
КТ340Б 
КТЗ40В 
КТЗ40Г 
КТ340Д 
КТ342А 
КТЗ42Б 
КТ342В 


КТ342АМ п-р-п, ПЭ 
КТ342БМ п-р-п, ПЭ 
КТ342ВМ п-р-п, ПЭ 
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Структура, 
технология 


Рк тах, РК. т тах” 


15 10* (Зк) 20 (45*) <0,4 (10В) 
15 10* (Зк) 20 (45*) <0,4 (10 В) 
15 10* (Зк) 20 (45*) 
15 10* (Зк) 20 (45*) 
15 10* (Зк) 20 (45*) 
50 10* (Зк) 20 (50*) 
50 10* (Зк) 20 (50*) 
50 10* (3к) 20 (50*) 
50 10* (Зк) 20 (50*) 
50 10* (Зк) 20 (50*) 
50 10* (3Зк) 
150 (60 °С) 6* (10к) 
150 (60 °С) 6* (10к) 
150 (60°С) 6* (10к) 
260 (55 °С) 
260 (55 °С) 
260 (55 °С) 
260 (55 °С) 
260 (55 °С) 
260 (55 °С) 
150 (85 °С) 5 
150 (85 °С) 5 
150 (85 °С) 5 
150 (85 °С) 5 
150 (85 °С) 5 < 
250 5 =<0,05 (25 В) 
250 5 <0,05 (20 В) 
250 5 <0.05 (10 В) 
250 <0,05 (25 В) 
250 <0,05 (20 В) 
250 <0,05 (10 В) 


Гор: #216. 
ыы р ТК тах 


„ и тах, 


МА 


215 
РЕ, тах. МВТ ме. МГ 


20 (50*) 


15* (10к) 


15* (10 к) 20 (50+) 
15* (10 к) 20 (50*) 
15* (10 к) 20 (50*) 

20 (50*) 


15* (10к) 


10* (3к) 20 (45*) <0,4 (10 В) 


.60 (5 В; 1 мА) 
...120 (5 В; 1 мА) 
..220 (5 В; 1 мА) 
...120 (5 В; 1мА) 
...220 (5 В; 1 мА) 


...90 (1 В; 10 мА) 
...150 (1 В; 10 мА) 
...280 (1 В; 10 мА) 
...90 (1 В; 10 мА) 
...150 (1 В; 10 мА) 
...280 (1 В; 10 мА) 


20...60 (1 В; 10 мА) 
40...120 (1 В; 10 мА) 
80 (1 В; 10 мА) 

20...60 (1 В; 10 мА) 
40...120 (1 В; 10 мА) 
>80 (1 В; 10 мА) 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


12 08 
{= 
м 
УИ | 
ЯБА 
АА 025 
| Жабтий 
М оОоО|9 
ЗО О | 4 
АЛАМ 0% 
07 025 


>30* (0,3 В; 10 мА) 


АЛЛЛЛ 


100...300* (1 В; 10 мА) 
100* (1 В; 10 мл) 

35* (2 В; 0,2) 

16* (2 В; 0,5 А) 

40* (2 В; 0,2 А) 
...250* (5 В; 1 мА) 
...500* (5 В; 1 мА) 
...1000* (5 В; 1 мА) 


...250* (5 В; 1 мА) 
...500* (5 В: 1 мА) 
...1000* (5 В; 1 мА) 


ЛА | ЛЛАЛАЛАЛ 
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Гр» 216, 
Я ть. Нах 
ММ 


ОКБО тах. 
ИКэв тах» 
Ио пах» В 


РК тах, РК. тах. 
РК и тах, 


мВт 


ГкБо. Жэв, 
ГКэо. мкА 


1К тах. (К. ктаю 
мА 


Структура, 


г 
Тип прибора гехнология 


КТ343А 150 (75 °С) 17* (10к) 50 (150*) 
КТ3З4ЗБ 150 (75 °С) 17* (10к) 50 (150*) 
КТ343В 150 (75 °С) 9* (10к) 50 (150*) 


300 (600**) 
300 (600**) 
300 (600** ) 


200 (300*) 
200 (300*) 
200 (300*) 


<0,5 (20 В) 
<0,5 (20 В) 
<0,5 (20 В) 


КТЗ4А5А 
КТ3З45Б 
КТЗ45В 


20* (10к) 
20 *(10к) 
20* (10 к) 


КТЗ47А 150 (75 °С) 15* (10к) 50 (110*) 
КТ347Б 150 (75 *С) 9* (10к) 50 (110*) 
КТ347В 150 (75 °С) 6* (10 к) 50 (110*) 


КТЗ48А 


5* (Зк) 15 (45*) 
КТ348В 5* (Зк) 15 (45*) 
КТЗ48В 5* (Зк) 15 (45*) 


КТ349А 200 (35 °С) 15* (10к) 50 (100*) 
КТЗ49Б 200 (35 °С) 15* (10к) 50 (100*) 
КТ349В 200 (35 `С) 15* (10к) 50 (100*) 


КТЗ50А 300 (30 °С) 20 < 
КТЗ51А 300 (30 °С) 15* (10к) < 
КТЗ51Б 300 (30 °С) 15* (к) = 
КТЗ52А 300 (30 `С) 20 < 
КТЗ52Б 300 (30 °С) 20 = 


КТЗ54А -2 
КТЗ54Б-2 


10* (Зк) 
10* (3Зк) 


<0.5 (10 В) 
<0.5 (108) 
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ЗЕЕ] 


>30* (0,3 В; 10 мА) 
>50* (0,3 В; 10 мА) 
>30* (0,3 В; 10 мА) 


>20* (1 В; 100 мА) 
2>50* (1 В; 100 мА) 
>70* (1 В; 100 мА) 


30...400* (0,3 В; 10 мА) 
30...400* (0,3 В; 10 мА) 
50...400* (0.3 В; 10 мА) 


25...75 (1 В; 1 мА) 
35...120 (1 В; 1 мА) 
80...250 (1 В; 1 мА) 


Е 


20...80* (1 В; 10 мА) 
40...160* (1 В; 10 мА) 
120...300* (1 В; 10 мА) 


20...200* (1 В; 0,5А) 
20...80* (1 В; 0,5А) 

50...200* (1 В; 0,3 А) 
25...125* (1 В; 0,2 А) 
70...300* (1 В; 0,2 А) 


20...200 (2 В: 5 мА) 
45.360 (2 В: 5 мА) 


Продолжение 


Ки, дБ, 
г", Ом 
Ре Вт 


тк, ПС 
ы 
Бас, НС 


о # 
Чбикл, ИС 


ТКЭ нас» 


Вэ нас» 


Габаритный чертеж корпуса 


<15 (5 В) 
<15 (5 В) 
<15 (5 В) 


/\ 


<70 (5 В) 


<20 (5В) | <1 459 

<20 (5В) | <2 — 

<15 (5В) | <3 з 

<15 (5В) | <3 ыы 
08 
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Тип прибора 


КТЗ55А 


КТЗ55АМ 


КТЗ57А 
КТЗ57Б 
КТЗ57В 
КТЗ57Г 


КТЗ58А 
КТЗ58Б 
КТЗ58 В 


КТЗ59А 


КТЗ59Б 
КТЗ59В 


КТЗ60А-1 
КТЗ60Б- 1 
КТЗ60В-1 


КТЗ61 А 
КТ361Б 
КТ361В 
КТ361 Г 
Кт36Д 
КТ3З61Е 
КТ361Ж 
КТзби 
КТ361 К 


КТЗ6ЗА 
КТ3З6ЗБ 
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сю Пер. #215, ОКБО тах 
а а 1. И КЭВ тех. 
ММ бо гах- В 


В 
п-р-п, ПЭ 255 (85°С) | 21500 15* (3к) й 30 (60*) | <0,5 (15 В) 
мы 2258 “с) | 15* (3к) |= 30 (60*) <0.5 (15 В) 


ГкБо, Жэв, 
По. мкА 


О ЭБО тах ТК тах: (№. в тах. 
мА 


100 (50 °С) 6* 40 (80*) 
100 (50 °С) 6* 40 (80*) 
100 (50 °С) 20* 40 (80*) 
100 (50 °С) 20* 40 (80*) 
100 (50 °С) 15 4 30 (60*) <10 (15 В) 
100 (50 °С) 30 4 30 (60*) <10 (30 В} 
100 (50 °С) 15 4 30 (60*) <10 (15 В) 


15* (Зк) 3,5 20 <0,5 (15 В) 

20 <0,5 (15 В) 
15* (Зк) 3,5 20 <0,5 (15 В) 
15* (Зк) 3,5 


20 (75*) 
20 (75*) 
20 (75*) 


10 (55 °С) 
10 (55 °С) 
10 (55 °С) 


150 (35 ° 
150 (35 °С) 
150 (35 °С) 
150 (35 -С) 
150 (35 °С) 
150 (35 °С) 
150 
150 
150 


150 (45 °С) 
150 (45 °С) 


Кот». #81 


80...300* (5 В; 190 мА) 


80...300* (5 В; 10 мА) 


20...100* (0,5 В; 10 мА) 
60...300* (0,5 В; 10 мА) 
20...100* (0,5 В; 10 мА) 
60...300* (0,5 В; 10 мА) 


10...100* (5,5 В; 20 мА) 
25...100* (5,5 В; 20 мА) 
50...280* (5,5 В; 20 мА) 


30...90 (1 В; 10 мА) 
50...150 (1 В; 10 мА) 
70...280 (1 В; 10 мА) 


20...70 (2 В; 10 мА) 
40...140 (2 В: 10 мА) 
80...240 (2 В; 10 мА) 


20...90 (10 В; 1 мА) 
50...350 (10 В; 1 мА) 
40...160 (10 В; 1 мА) 
50...350 (10 В; 1 мА) 
20...90 (10В; 1 мА) 
50...350 (10 В; 1 мА) 
50...350 (10 В; 1 мА) 
2250 (10 В; 1 мА) 
50...350 (10 В; 1 мА) 


20...120* (5 В; 5 мА) 
40...120* (5 В; 5 мА) 


Продолжение 


Ки, дБ 


ТКЭ нас» тк, ПС 


С. С» 9 нас, "!*. Ом с вс Габаритный чертеж корпуса 
п Ом РЕ, Вт 1 кл. НС 
<? (5 В) <5,5 (60 МГц) =60 8974 
`` 
ВЕ В "АВ\ К 
> 9 Ч 
ы | РИ 
2 (58) <5,5 (60 МГц) | <60 в’ 
с КЕЭ 
< 
З | 
я | |] 
9 
ь- 
< 
«> 
| (23= 
^ ЭТА 
7.2 
852 
© АБЭ 
же } 
з . 
<6 (20 МГц) 07 025 
<6б (20 МГц) 
<6 (20 МГц) и С | 


<5 (5 В) 


<5 (5 В) 


АЛ | ЛЛАЛАЛАЛЛ 
юю | чееоччян-ное 
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Тип прибора 


КТ3З6бЗАМ 
КТ3З63БМ 


КТ3З64А-2 
КТ3З64Б-2 
КТ364 В-2 


КТ3З66А 
КТ366Б 
КТ3З66В 


КТ368А 
КТЗ68Б 


КТ3З68АМ 
КТ3З68БМ 


КТ369А 
КТЗ69Б 
Кт369вВ 
КтТ369Г 


КТЗ6ЭА-1 
КТЗ6ЭБ-1 
КТЗ69В-1 
КТЗ69Г-1 


КТЗ7ОА-1 
КТЗ7ОБ-1 
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И КБО тах, 
ОКЭв тах, 
ОКО тах В 


Пр 1 216. 


ПР» Гиах 


Мы 


Структура, 
технология 


мА 


15* (1 к) 
12* (1к) 


30 (50*) 


150 (45 °С) 
30 (50*) 


150 (45 °С) 


200 (400*) 


200 (400*) 
200 (400*) 


10 (20*) 


30 (70 °С) 


30 (70 °С) 20 (40*) 


30 (70 °С) 45 (70*) 


30 (60*) 


п-р-п, ПЭ 255 (65 °С) 
30 (60*) 


п-р-п, ПЭ 255 (65 °С) 


30 (60*) 


225 (65 °С) 
30 (60*) 


255 (65 °С) 


250 (400*) 
250 (400*) 
250 (400*) 
250 (400*) 


250 (400*) 
250 (400*) 
250 (400*) 
250 (400*) 


15* (1 к) 15 (30*) 


15* (1к) 15 (30*) 


<! (95 В) 
<! (95 В) 


<! (95 В) 


<0,1 (15 В) 


<0,1 (15 В) 
<0,1 (15 В) 


<7 (45 В) 
<7 (45 В) 
<10 (65 В} 
<10 (65 В) 


4 
4 
6. 


ее 
бл 
|->) 


( 
( 
( 
(65 


) 
) 
) 
) 


АА ил 


<0,5 (15 В) 
<0,5 (15 В) 


й21>. #813 


20...120* (5 В; 5 мА) 
40...120* (5 В; 5 мА) 


20...70* (1 В; 0,1 А) 
40...120* (1 В; ОА) 
80...240* (1 В; 01 А) 


50...200 (1 В: 1 мА) 
50...200 (1 В; 5 мА) 
50...200 (1 В; 15 мА) 


50...300* (5 В; 10 мА) 
50...300* (5 В: 10 мА) 


` 


50...300* (5 В; 10 мА) 
50...300* (5 В; 10 мА) 


20...100* (2 В; 0,15 А) 
40...200* (2 В; 0,15 А) 
20...100* (ЗВ; 10 мА) 
40...200* (3 В; 10 мА) 


20...100* (2 В; 0,15 А) 
40...200* (2 В; 0.15 А) 
20...100* (3 В; 10 мА) 
40...200* (3 В; 10 мА) 


20...70 (5 В; 3 мА) 
40...120 (5 В; 3 мА) 


<15 (5В) | <30 
<15 (5В) | <30 
<15 (5В) | <30 
<80 
<25 
<!6 


<? (5 В) 
<2(5В) | <35 


ЛА 
Яя 


3,3 (60 МГц) <15 
<15 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


65.2 
& к5Э 
< 
< 
5 Х 
З 
З 
< 
/ | 
КЗ 


465-0,865 06 


з 
Е 
м 
= ы 1 
Е: 
858 
э 


137 53 
> 
У 
З 
& 


852 
т АБЭ 
ух ы 
е 

2 я 
: п 
з 
11 \ 
5БКЭ 
5. 1 
са 

В 8 

КЕЭ 

26 1 

АЦ! | 

ия 
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РК тах» РК, т тах 

ы а Структура, Фа и сфак ТК тах, ТкБо, Кэв, 
Тип прибора технология рю ТК, н тах. МА ро к 
КТЗ71А 100 (65 °С) >3000 Мм: —<0,5 (10В) 
КТ372А 50 (100 °С) 15* (10к) 3 
КТ3З72Б 50 (100 °С) 15* (10к) 3 
КТ372В 50 (100 °С) 15* (10к) 3 
КТ3З7ЗА 150 (55 °С) 30* (10 к) 5 50 (200*) 
КТ37ЗБ 150 (55 °С) 5 50 (200*) 
КТЗ7ЗВ 150 (55 °С) 5 50 (200*) 
КТЗ7ЗГ 150 (55 °С) 5 50 (200*) 
КТ3З75А 200 (400**) 2250 5 100 (200*) <1 (60В) 
КТ375Б 200 (400**) 2250 5 100 (200*) <1 (30В) 
КТ3З79А 30* (10 к) 5 30 {100*) <0,05 (30 В) 
КТ3З79Б 25* (10 к) 5 30 {(100*) <0,05 (25 В) 
КТ379В 10* (10к) 5 30 (100*) —<0,05 (10В) 
КТЗ79Г 60* (10 к) 5 30 (100*) <0,05 (60 В) 
КТ380А 17* (10 к) 10 (25*) 
КТ380Б 17* (10к) 10 (25*) 
КТ380В 9* (10к) 20 (25*) 
КТ382А 100 (65 °С) 2>1800 15 З 20 (40*) <0,5 (15 В) 
КТ382Б 100 (65 °С) 21800 15 3 20 (40*) <0,5 (15 В) 


Е А — 
$ №1 9. _ 
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300 (500*) <10 (30 В) 
300 (500*) <10 (30 В) 


Во», #81 э 


30...240 (1 В; 10 мА) 


>10* (5 В; 10 мА) 
>10: (5 В; 10 мА) 
>10* (5 В: 10 мА) 


100...250 (5 В; 1 мА) 
200...600 (5 В; 1 мА) 
500...1000' (5 В; 1 мА) 
50...125 (5 В: {| мА) 


10...100* (2 В; 20 мА) 
50...280* (2 В; 20 мА) 


100...250 (5 В; 1 мА) 
200...500 (5 В; 1 мА) 
400...1000' (5 В; 1 мА) 
50...15 (5 В; 1мА) 


| 30...90 (0,3 В; 10 мА) 
50.150 (0,3 В; 10 мА) 
30...9"0 (0,3 В; 10 мА) 


40...330 (1 В; 5 мА) 
40...330 (1 В; 5 мА) 


30...180* (1 В; 0.15 А) 


30...180* (1 В; 0,15 А) 


<8 (5 В) 
<8 (5 В) 
<8 (5В) 
<8 (5 В) 


<? (5В) 
<2 (5 В) 


<4 (10В) 


Продолжение 


тк. ПС 
п. Ом Бас. НС Габаритный чертеж корпуса 
р. Вт кл ИС 


<5 (400 МГц) 55 55 


Ре бк 

оо Е 

= 00% 
== — 


<3 (400 МГц) 


<4,5 
— 
< 
ыы “> 
^ 
Е 1 
КБЭ 
19 11 
> - 
БК 
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Пр» 216, ОКБО тах 
К 
Структура, р ИЭБО тах ТК тах Ж, н тах, 1кБО, КЭв. 
Тип прибора ЗН ТИЯ Ел, Бла» (Лав тах» В мА 1**кэо, мкА 
Мы И** КЗО тах. В 


300 (500*) <10 (60 В) 


— 


№ 
[+ 


в | 
м И 


\ 
Е 
< 


КТ388Б-2 300 (80 °С) >250 50 4,5 250 <2 (50 В) 
КТЗ89Б-2 300 (80 °С) >450 25* (1к) 4.5 300 <! (25 В) 
КТЗ91А-2 70 (85 °С) >5000 р 2 <0,5 (10 В) 
КТЗ91Б-2 70 (85 °С) 55000 15 2 <0,5 (10 В) 
КТЗ91В-2 70 (85 °С) >4000 10 й <0,5 (7 В) 

КТЗ92А-2 `| 120 (65 °С) 40* (5 к) В 10 (20*) —<0,5 (40 В) 
КТЗ96А-2 п-р-п, ПЭ 30 (50 °С) ви <0,5 (15 В) 


10 (20*) <! (40 В) 


КТЗ97А-2 п-р-п, ПЭ 120 (90 °С) 
КТЗ99А п-р-п. ПЭ 150 (55 °С) 
КТЗ99АМ 150 (55 °С) -_1800 15** 
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20 (40*) <0,5 (15 В) 


30 (60*) <0,5 (15 В) 


: Продолжение 


г ‚ 
С. бы КЭ нас: 


пФ ыы ее й . 
ых И 5 
<4 (10В) <5 


. 


Габаритный чертеж корпуса 


20...200* (1 В; 0,15 А) 


20...200* (1 В; 0,15 А) 


БАЭ 
25...100* (1 В; 0,12 А) <7 (10в) | <5 195 15 
95...100* (1 В; 0,2 А) <3 з р 
> 
а \ 
ЕКВ 
18 9 


40...180* (5 В; 2,5 мА) 4,5 (100 МГц) 


2 ` 14 
1 О 
© 
< 
51 |^\5 | 
295 


7 в 
40...250 (2 В; 5 мА) <1,5 (5 В) ия 
А 
Е. 
22 15 
ее 
40...300 (5 В; 2 мА) <1:3 (5В) | <25* 
Я “> 
[ / | ,1 а 
БиЭ 
>40* (1 В; 5 мА) <1/7 (5В) <2 (400 МГн) #58 
Е 
= "+ 
С 
р 
>40* (1 В; 5 мА) <1,7 (5 В) <2 (400 МГц) 052 
я #53 
Ре 
- > 


Тип прибора 


КТ5О1А 
КТ501Б 
КТ501 В 
КТ5ОГ 
КТ501Д 
КТ5О1Е 
КТ5ОЖ 
КТ5ОТИ 
КТ501К 
КТ5о1Л 
КТ501М 


КТ502А 
КТ502Б 
КТ502В 
КТ502Г 
КТ502Д 
КТ502Е 
КТ50ЗА 
КТ50ЗБ 
КТ5ОЗВ 
КТ5ОЗГ 
КТ50ЗД 
КТ50ЗЕ 


КТ504А 
КТ504Б 
КТ504В 
КТ505А 
КТ505Б 
КТ50бА 
КТ506Б 


КТ6о1А 


КТ6ОТАМ 


КТ602А 
КТ602Б 
КТ6о2В 
кт602Г 
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350 (35 °С) 
350 (35 °С) 
350 (35 °С) 
350 (35 °С) 
350 (35 °С) 
350 (35 °С) 
350 (35 °С) 
350 (35 °С) 
350 (35 °С) 
350 (35 °С) 
350 (35 °С) 


| (10*) Вт 
1 (10*) Вт 
1 (10*) Вт 
1 (5*) Вт 
1 (5*) Вт 


0,8 (10*) Вт 
0,8 (10*) Вт 


0,25 (0,5*) Вт 


0,5 Вт 


0,85 (2.8*) Вт 
0,85 (2.8*) Вт 
0,85 (2.8*) Вт 
0,85 (2.8*) Вт 


Ея 
КЭВ тах» 


15* (10к) 
15* (10к) 
15* (10к) 
30* (10к) 
30* (10к) 
30* (10к) 
45* (10 к) 
45* (10 к) 
45* (10к) 
60* (10к) 
60* (10 к) 


120 
120 
80 
80 


Ко тах» В 


300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500%) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 


150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 


75 (500*) 
75 (500*) 
75 (300*) 
75 (300*) 


<1* (15 В) 
<1!* (15 В) 
<1* (15 В) 
<1!* (30 В) 
<1* (30 В) 
<!* (30 В)` 
<1* (45 В) 
<1* (45 В) 
<1* (45 В) 
<1* (60 В) 
<1* (60 В) 


<! (40 В) 
<! (40 В) 
1 (60 В) 
1 (60 В) 
1 (80 В) 
| (90В) 
1 (40 В) 
Г 
1 
Й 


^1 


(40 В) 
(60 В) 
(60 В) 
<! (808) 
<! (1008) 


< 00 (400 В) 
<100 (250 В) 
<100 (300 В) 
< Ю0 (300 В) 
< 00 (250 В) 
<1000 (800 В) 
< 1000 (800 В) 


ГАА АУ АУ АУ АУЛА 


1 


<50 (50 В) 
—<—300* (100 В) 


<70 (120 В) 
<70 (120 В) 
<70 (80 В) 
<70 (80 В) 


АРЕНЕ) 


20...60* (1 В; 30 мА) 
40...120* (1 В; 30 мА) 
80...240* (Т В; 30 мА) 
20...60* (1 В; 30 мА) 
40...120* (1 В; 30 мА) 
80...240* (1 В; 30 мА) 
20...60* (1 В; 30 мА) 
40...120* (1 В; 30 мА) 
80...240* (1 В; 30 мА) 
20...60* (1 В; 30 мА) 
40...120* (1 В; 30 мА) 


40...120 (5 В; 10 мА) 


80...240 (5 В; 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 
80...240 (5 В; 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 
80...240 (5 В; 10 мА) 
40...120 (5 В; 10 мА) 
80...240 (5 В; 10 мА) 


15...100* (5 В; 0,5 А) 
15...100* (5 В; 0,5 А) 
15...100* (5 В; 05 А) 
25...140* (10 В; 0,5 А) 
95...140* (10 В; 0,5 А) 
30...150* {5 В; 0,3 А) 
30...150*К5 В; 0,3 А) 


>16 (20 В; 10 мА) 


216 (20 В; 10 мА) 


20...80 (10 В; 10 мА) 
>50 (10 В; 10 мА) 
15...80 (10 В; 10 мА) 
>50 (10 В; 10 мА) 


<50 (10 В) 
<50 (10 В) 


<50 (10 В) <4 (1 кГц) 
<50 (10 В) -- 
<50 (10 В) = 
<50 (10 В) <4 (1 кГц) 


<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 


ани) 


<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 


АИ | ЛАЛАЛЛАЛАЛАЛ 


\ 
3 


<30 (10 В) 
<30 (10 В) 
<30 (10В) 
<70 (5 В) 
<70 (5 В) 
<40 (5 В) 
<40 (5В) 


—<15 (20В) 


<15 (20В) <600 
<4 (50В) <300 
<4 (50 В) <300 
<4 (50 В) <300 
<4 (50 В) <300 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


276 


85 


32 


#9 


Структура, 
технологня 


Тип прибора й 213 


*** МГ 


тах’ 


КТ602АМ 
КТ602БМ 


0,85 (2,8*) Вт 
0,85 (2.8*) Вт 


75 (500*) 
75 (300*) 


<70 (120 В) 
<70 (120 В) 


КТ6озА 30* (1 к) 300 (600*) | <10 (30В) 
КТ6оЗБ 30* (1к) 300 (600*) 
КТ6озв 15* (Рк) 300 (600*) 
КТ6оЗГ 15* (1 к) 300 (600*) 
КТ6ОЗД. 10* (к) 300 (600) 
КТ6ОЗЕ 10* (1 к) 300 (600*) 
КТ6ози 30* (1 к) 300 (600*) 


<50* (250 В) 
<50* (250 В) 


300 


КТ604А 250 (ЕК 


КТ604Б 


КТ604АМ 
КТ604БМ 


0,8 (3*) Вт 
0,8 (3*) Вт 


<20* (250 В) 
<20* (250 В) 


КТ605А 
КТ605Б 


0,4 Вт (100°С) 
0,4 Вт (100 °С) 


100 (200*) <50* (250 В) 
100 (200*) <50* (250 В) 


КТ605АМ 
КТ605БМ 


0,4 Вт (100 °С) 
0,4 Вт (100 °С) 


100 (200*) 
100 (200*) 


<20* (250 В) 
<20* (250 В) 


КТ606А 
КТ6о6Б 


400 (800*) 
400 (800*) 


<1,5* (60 В) 
<1,5* (60 В) 


КТ607А-4 
КТ607Б-4 


90 


? Продолжение 


с г Ки. дБ тк. Пс 
Во. № к КЭ нас* ги, Ом =“. Габаритный чертеж корпуса 
21э' '21Э С$ 5, ПФ 729 нас, Ом рб» Вт ге Е 


20...80 (10 В; 10 мА) 
>50 (10 В; 10 мА) 


10...80* (2 В; 15 А) 
>60* (2 В; 0,15 А) 
10...80* (2 В; 0,15 А) 
>60* (2 В; 0,15 А) 
20...80* (2 В; 0.15 А) 
60...200* (2 В; 0,15 А} 
>20* (2 В; 0,35 А) 


<15 (10 В) 
<15 (10 В) 


Г. 


10...40* (40 В; 20 мА) 
30...120* (40 В; 20 мА) 


<7 (40 В) 
<7 (40 В) 


10...40* (40 В; 20 мА) 
30...120* (40 В; 20 мА) 


<7 (40В) 
<7 (40 В) 


10...40* (40 В; 20 мА) 
30...120* (40 В; 20 мА) 


10...40* (40 В; 20 мА) 
30...120* (40 В; 20 мА) 


<7 (40 В) 
<7 (40В) 


>15* (10 В; 0,10 А) <10 (28 В) 


>15* (10 В; 0,10 А) <10 (28 В) 


<4 (10В) 
<4,5 (10В) 


>1** (1 ГГц) 
>1** (Е ГГц) 
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ОКБО тах 
ЭК тах» 
ЛФо тах» 


Пр й 216 


.. ТК тах 
1. и тах МА 


Структура. 
технологня 


Тип прибора 21" 
Пе М 


КТ608А 
КТ608Б 


400 (800*) 
400 (800*) 


<10 (60В) 
<10 (60 В) 


КТ61оА 
КТ610Б 


КТ61А 0,8 (3*) Вт <200 (180 В) 
КТ6! 1 Б 0,8 (3*) Вт <200 (180 В) 
КТ611В 0,8 (3-) Вт <100 (150 В) 
ктеиг 0.8 (3*) Вт <100 (150 В) 


КТ611АМ 
КТ6!1БМ 


КТ616А 
кКт616Б 


400 (600*) 
400 (600*) 


КТ617А 400 (600*) 


Е В г бе: в. 
, 0.225 Вт 2200 50 3 400. 5 
0.5 Вт 2200 50 4 400 


<5 (30 В) 


КТ618А 


КТ620А 
КТ620Б 
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20. 
40... 


10: 
30... 
10... 
30... 


10: 
30... 


Вол» №1 Э 


.80* (5 В; 0,2 А) 


160* (5 В; 0,2 А) 


...300* (10 В;0,15 А) 
...300* (10 В; 0,15 А) 


40* (40 В; 20 мА) 
120* (40 В; 20 мА) 
40* (40 В; 20 мА) 
120* (40 В; 20 мА) 


40* (40 В; 20 мА) 
120* (40 В; 20 мА) 


>30* (2 В: 0.4 А) 


>30* (40 В; 1 мА) 


100* (10 В; 10 мА) 


30.. 


.100* (5 В; 0,2 А) 


<5 (40 В) 


<5 (40 В) 
<5 (40 В) 
<5 (40 В) 


<5 (40 В) 
<5 (40 В) 


и мы 
в ||. 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


$1/,7 


УД 


25 <100* т 
ь-} 
—- 
00 ^^ 
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Структура, 


Тип прибора ан 


КТ624А-2 


КТ624АМ-2 п-р-п, ПЭ 


КТ625А п-р-п, ПЭ 


КТ625АМ 
КТ625АМ-2 


КТ626А 
КТ626Б 
КТ626В 
КТ626Г 
КТ626Д 


к 
№: 


кт6ЗоА 
КТ630Б 
кт630в 
кт6зог 
КТ63з0д 
КТ630Е 


94 


40* (5 к) 


45 

60 

80 
20* (0,1 к) 
20* (0,1 к) 


ТК тах 
И итак. МА 


1000 (1300*) 
5 1000 (1300*) 
5 1000 


500 (1500*) 
500 (1500*) 
500 (1500*) 
0,5 (1,5*) А 
0,5 (1,5*) А 


1000 (2000*) 
1000 (2000*) 
1000 (2000*) 
1000 (2000*) 
1000 (2000*) 
1000 (2000) 


—<100 (30 В) 


<100 (30 В) 


<30 (60 В) 


<30 (60 В) 
<30 (60 В) 


<10 (30 В) 
<150 (30 В) 
<1мА (80 В) 
<150 (20 В) 
<150 (20 В) 


<5 (50 В) 


<5 (50 В) 


ААЛАЛЛ 


30... 


30... 


20. 


20... 
20... 


40.. 
30... 
155: 
15. 
40... 


25... 


7 


40... 
80... 
40... 
40... 
80.' 


Тот» #81 


180* (0,5 В; 0,3 А) 


180* (0.5 В: 0,3 А) 


200* (1 В; 0,5 А) 


200* (1 В; 0,5 А) 
200 (1 В; 0,5 А) 


.260* (2 в: о 15 А) 
100* (2 В; 0.15 А) 
45* (2 В; 0,15 А) 


60* (2 В; 0,15 А) 
250* (2 | 0,15 А) 


150* (5 В; 0,2 А} 


150* (1.2 В; 0,5 А) 


120* (10 В; 150 мА) 
240* (10 В; 150 мА) 
120* (10 В; 150 мА) 
120* (10 В; 150 мА) 


.240* (10 В: 150 мА} 


160-..480* (108; 150 мА) 
\ 


Продолжение 


а № а. Габаритный чертеж корпуса 
3° нас 
<15 (5 В) <9 <18 19 1 
> [9 
> 
К9Э 
<15 (5В) | <9 = <18 5. 1 
НУ - 
$ 
1 ЕЛ 
я АБЭ 
<9 (10 В) Г =—74 <60 195 15 ы 
> 
5 
ВР ы ^ № 
К9 
<9 (10В) <2,4 <60 з р 
<9 (10В) —<1,3 <60 ми 
э^ 
Вы 
#59 
к <50 | 18 24 
— <500 
— <500 > 
— <500 2 
— <500 ы- 
< 00 |] 
" 9кБ 
<25 (10 В) =<2 195 19 
9, © 
^ м 
>< 
о № 
БА9 
<755 (10 В) 12 15 
<. 
АЗ: № 
БКЯ 
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Тип прибора 


КТ632Б 


КТ6ЗЗА 
КТ63ЗЗБ 


КТ6З4А-2 
КТ6З4Б-2 


КТ6З5А 
КТ635Б 


КТ637А-2 
КТ637Б-2 


КТ6З9А 
КТ639Б 
КТ639в 
КТ639Г 
КТ6ЗэД 
КТ639Е 
КТ6З9жЖ 
КТ639и 


КТ640А-2 
КТ640Б-2 
КТ640В-2 


КТ6АЗА-2 
КТ644А 
КТ644Б 


КТ644АВ 
КТ644Г 
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Структура, Го, Па зы : ТК тах 


технология Ру В т Яги } В 1, и тах, МА 


ГкБо. /Кэв: 
Пос. мкА 


р-п-р, ПЭ 0,5 Вт (45 °С) >200 100 (350*) 


<! (120 В} 


200 (500*) 
200 (500*) 


150 (250*) 
150 (250*) 


200 (300*) 
200 (300*) 


дли 


ррьрррьЬр 


0,6 Вт (60 °С) 60 
0,6 Вт (60 °С) 60 
0,6 Вт 160 °С) 60 
1,1 Вт (50 °С) 120 


0,6 А; 1* А 
0,6 А; 1* А 
0,6 А; 1* А 
0,6 А; 1* А 


<10 (30В) 
<10 (30 В) 


<0,5 мА (30 В) 
<1 мА (30 В) 


< 0,1 мА (30 В) 
<2 мА (30 В) 


АЛААЛАЛАЛ 


<1мА (25 В) 
<1 мА (925 В) 
<1мА (25 В) 


<1мА (25 В) 


Продолжение 


Ва», 81 ыы Ф Габаритный чертеж корпуса 
- СТ п ка Не 
>50 (1 В; 1 мА) <5 (20В) 


40...140 (1 В; 10 мА) 
20...160 (1 В; 10 мА) 


6 (20 МГц) 
6 (20 МГц) 


<3 (15В) 


30...140* (5 В; 50 мА) 
30...140* (5 В; 50 мА) 


40...100* (2 В; 0,15 А) 
63...160* (2 В; 0,15 А) 
100...250* (2 В; 0,15 А) 
40...100* (2 В; 0,15 А) 
63...160* (2 В; 0,15 А) 
40...100 (2 В; 0,15 А) 

60...100* (2 В; 0,15 А) 
180...400* (2 В; 0,15 А) 


40...120* (10 В; 0,15 А) 
100...300* (10 В; 0,15 А) 
40...120* (10 В; 0,15 А) 
100...300* (10 В; 0,15 А) 
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ОКБО тах, 
ИТэв тах. 
Ио тах. В 


р. Я 216. 
Йа». Пиах, 
МГ 


ГкБо. Кэв. 
По, мкА 


РК тах, РК т тах, 
РКи тах, МВТ 


=. Структура, 
мы 


О ЭБО тах 
В 

КТ645А у 0,5 (1*) Вт >200 60 4 

КТ645Б ь 1 500 2200 40 4 

1 (2,5*) Вт 2200 60 4 (5) . В: <10 (60 В) 
1 Вт >200 40 4 '' <10 


№ 5% К -- 


кт66оА 
кт660Б 


0,3 А; 0,6% | <10 (60В) 
300 (600*) <10 


КТ646А 
КТ646Б 


12 А <0.5 мА (60 В} 


= 


кт661А 0,3 А; 0,6* А 


КТ662А Е 0,6 Вт (3* Вт) | >200 


0,4 А; 0,6* А 


КТ668А 
кт668Б 
кт668В 


КТ680А 
КТ681А 


350 (85 °С) 
350 (85 °С) 


0,6 (2*) А <10 (25 В) 
0,6 (2*) А <10 (25 В) 


98 *Ь 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


вот. 1 Ск. С12». пФ 


20...200* (28; 0.15 А) 
>80 (10 В; 2 мА) 


40...200* (5 В; 0,2 А) <10 (10 В) 
150...200* (5 В: 0.2 А) < 


>35* (1 В; 0,3 А) <10 (10 В) < {< 
г: 


110...220* (10 В; 0, 95 
200...450* (10 В: 0, <= >. 

с 
100...300* (10 В; 0,15 А) —- 5 
100...300* (10 В; 0,15 А) < 


КБ 


75...140 (5 В 
195...250 (5 В: 
250...475 (5 В; 


85...300* (1 В; ы КЭБ 
85...300* (1 В; 0. < 
з 


99 


Тип ирибора 


КТ68ЗА 
КТ683Б 
КТ68ЗВ 
кт68зг 
КТ68ЗД 
КТ68ЗЕ 


КТ68ЗА 
КТ68АБ 
КтТ684В 
КТ685А 
КТ685Б 
КТ685В 
КТ685Г 
КтТ685Д. 
КТ685Е. 
КТ685Ж 
КТ686А 
КТ686Б 
КТ686вВ 
кт6в6г 
кт686д. 
КТ686Е 
КТ686Ж 


0701 
П7О1А 
П7ОТБ 


1702 
П702А 


КТ70ЗА 


КТ7О4Б 
КТ704аВ 


КТИОА 


100 


ОКБО тах, 
д 

КЭК мах. 
ибо тах, В 


ЁР Пров. 
НЗт», Ниах, 
‚ МГ 


кво. Жэв. 
По. чкА 


1К тах. 
Кн тах. МА. 


(ЭБО тах. 
В 


РК тах, РКх тах, 
РКи тах. МВт 


Структура. 
технология 


<1 (90 В) 
<! (90 В) 
= (90 В) 
< (40 В) 
1 (40 В) 
(40 В) 


<0,1 (30 В) 
<0.1 (30 В) 
<0.1 (30 В) 
<0.02 (50 В} 
< 0.01 (50 В) 
<0.02 (50’В) 
<0,01 (50 В) 
<0,02 (25 В) 
<0.02 (25 В) 
<0.02 (25 В) 


0,1 (15 В) 
0,1 {25 В) 
0.1 (25 В) 
0,1 (25 В) 
О,1 (25 В) 


лляяляяялаяаляямяяя я аяаа 


| 
А {40 В)| 


А (60 В) 
А (35 В) 


10*Вт (50 °С) 
10*Вт (50 °С) 
10*Вт (50 °С) 


2(80 °С) 
2(80 °С) 
2(80 °С) 


< = 


Й 


40* Вт (50 °С) 


5мА (70В) 
40* Вт (50 °С) 5 


< 
<5мА (70 В) 


А 
А 


>4 
> 60 Е] 


15* Вт (50 °С) 2,5 (4*) А <5* мА 
(1000 В) 
<5* мА (700 В) 


<5* мА (500 В) 


500* (1000 имп.) 


400* (700 имп. } 4 
400* (500 имп.) 4 


15* Вт (50 °С) 
15* Вт (50 °С) 


8 
>3 
53 
п-р-п, МП 50* Вт (50 °С) Я 3000* (0,01 к) 5 5 (7,5*) А 


9,5 {4*) А 
25 (4*) А 


<2мА (3000 В) 


Продолжение 


тк, ис 


Ск. С12„. пФ ‹ рае, Не Габаритный чертеж корнуса 


.. 
1пыкл, НС 


<15 (10 В) 
<15 (10 В} 
<15 (10 В) 
<15 (108) 
<15 (10 В) 


<500** 


40...250* (2 В; 0.15 
40...160* (2 В; 0.15 А) 
40...160* (2 В; 0,15 А) 
40...120* (10 В; 0,15А) <80* 
40...120* (10 В; 0,15 А) <80* р 
100...300* (10 В: 0,15 А) <80* 5,2 
100...300* (10 В; 0,15 А) 8 <80* 
ед =: | 
:0 <150* 


<150* 


ЕЕЕЕЕЕЕ Е. 
АРААААИИ ИИ 
ммм юююююю 


..40* (10 В; 0,5 А) 9 
15...60* (10 В: 02 А) а 

30...100* (10 В: 02 А) 
в 


10...100* (15 В; ТА) 


10...100* (15 В: ТА) 
>10* (15 В; ТА) 


23.5 (10 В:4А) 


| 
: 


<30 000* 


8 
40 


7’ 


212 | 4 © 


. 101 


Тип прибора 


КТ712А 
КТ7!2Б 


КТ715А 


КТ801А 
КТ801Б 


КТ802А 
КТ8ОЗА 
КТ805А 
КТ805Б 


КТ805АМ 
КТ805БМ 
КТ80БВМ 


КТ807А 
КТ807Б 


КТ807АМ 
КТ807БМ 


КТ8О8А 
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ы и ‚ 2 
Структура РК тах, РКл тах, т й Е р ке ИЭБО тах, [К тах. (К,и тах, (кБо. эк. 
руктура. * й 21», Ртах, ИКэв тах, ы + 
технология РКитах, мВт МГ бо тн В мА ГКЗо. мкА 
к. т „ 


>3 200 10 (15*) А |<{мА (200 В) 
>3з 160 10 (15*) А |<1мА (160 В) 
п-р-п, МП 75 Вт (50 °С) 5000 ь 2А <1мА (5000 В} 


5 Вт (55 °С) 
5 Вт (55 °С) 


80* (0.1 к) т 


5 
5 
5 
2,5 
60* (0.1 к) 2.5 
3; 5 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 


10* мА (80 В) 
10* мА (60 В) 


ыы 
>> 


50 Вт 
60 Вт 
30 Вт (50 °С) 
30 Вт (50 °С) 


60 мА (150 В} 
<5* мА (70 В) 
15* мА (60 В) 
15* мА (60 В} 


150; 180 
60* (0,1 к) 
60* (160 имп.) 
60* (135 имп.) 


30 Вт (50°С) 60* (160 имп.) 
30 Вт (50 °С) 60* (135 имп.) 
30 Вт (50 °С) 60* (135 имп.) 


-15* мА (60 В) 
15* мА (60 В} 
15* мА (60 В} 


п-р-п, МП 
п-р-п, МП 


10* Вт (70 °С) 
10* Вт (70 °С) 


5* мА (100 В} 
5* мА (100 В} 


10 Вт (70 °С) 
10 Вт (70 °С) 


100* (1 к) 


5* мА (100 В) 
100* (1 к) 


5*мА (100 В) 


120* (250 имп.) 


10А 3*мА (120 В) 


50* Вт (50 °С) 


з Продолжение 


ГКЭ нас, , Тк. ПС 
воз, #219 Ск. С12>, пФ т БОнас 6. пе нс Габаритный чертеж ‘корпуса 
м ы Выкл, нс 


>500* (5 В;2А) 
>400* (5 В:2А) 


>15 (10 В; 0,2 А) 


15...50* (5 В; ТА) 
30...150* (5 В; ТА) 


.9 
15...45* (5 В; 0,5 А) х # 
30...100* (5 В; 0,5 А) Е 5. 
$7 10 + 
7,9 2.6 
— 
> 
15...45* (5 В; 0, =. 
30...100* (5В;0 $ | й 
ЯЭАБ 


10...50* (ЗВ; 6А) 
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Гр №216, 

По # $2 

в 21», Гтах» 
Мы 


ТК тах, Кн тах, 


мА 


Структура, РК тах, РКл тах. 
технология РЕН тах. МВт 


Тип прибора 


КТ808АМ 60* Вт (50 °С) >8 130* (250 имп) 10А 2* мА (120 В) 
КТ808БМ 60* Вт (50 °С) >8 100* (160 имп) 10А 2* мА (100 В) 
ктвоввм ` 60* Вт (50 °С) >8 80* (135 имп) 10А 2* мА (150 В} 
Кт808ГМ 60* Вт (50 °С) >8 70* (80 имп) 10 <2* мА (70 В) 


п-р-п, МП 40* Вт (50 °С) 25,1 400* (0,01 к) ЗА; 5* А <3ЗмА (400 В) 


Вы НЫ 


КТ812А 50* Вт (50 °С) 400* (0,01 к) 8А; 12* А 5* мА (700В) 
КТ812Б 50* Вт (50 °С) 300* (0,01 к) 8А; 12* А 5* мА (500 В) 
кт812В 50* Вт (50 °С) 200* (0,01 к} 7 8А; 12* А 


КТ814А 1 (10*) Вт 1,5 (3*) А 
КТ814Б 10* Вт 1,5 (3*) А } 

КТ814В 10* Вт 1,5 (3*) А. [50,5 мА (40 В) 
КТ814Г 10* Вт 1,5 (3*) А |<0,5мА (40 В) 
КТ815А 10* Вт 40* (0,1 к) 1,5 (3*) А |<0,5мА (40 В) 
КТ815Б 10* Вт 50* (0.1 к) 1.5 (3) А |<0,5мА (40 В), 
КТ815В 10* Вт 70* (0,1 к) 1,5 (3*) А |<0,5мА (408) 
КТ815Г 10* Вт 100* (0,1 к) 1,5 (3*) А |<0,5мА (40 В) 
КТ816А 25* Вт 40* (1 к) 3 (6) А |<0,1МмА (95 В) 
КТ816Б 25* Вт 45* (1 к) 3 (6) А |<0/1мА (45 В) 
КТ816В 25* Вт 60* (1к) 3 (6*) А |<0/1мА (60 В) 
КТ816Г 25* Вт 100* (1к) 3 (6*) А 0,1 мА (100 В) 


КТ817А >з 40* 
КТ817Б 53 45* 
КТ817В 53 60* 
КТ817Г >3 80* 0,1 мА (100 В) 


КТ818А р-п-р, МПЭ >3 40* (01 к) 10 (15°) А |< мА (408) 
КТ818Б р-п-р. МПЭ 59 50* (0,1 к) 10 (15*) А |< мА (40 В) 
КТ818В р-п-р, МПЭ >3 70* (0,1 к) 10 (15*) А < мА (40 В) 
КТ818Г р-п-р. МПЭ 53 90* (01 к) 10 (15%) А | <1мА (40 В) 


КТ818АМ 40* (0,1 к) 15 (20*) А 
КТ818БМ 50* (0,1 к) 15 (20*) А 
КТ818ВМ 70* (0,1 к) 15 (20*) А 
КТ818ГМ 90* (0,1 к) 15 (20*) А 


ля ля лима лялмляллямлямая 
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Продолжение 


ТКЭ нас, 


Во», 8819 7БЭ нас, 
Ом ы выкл, НС 


рас, нс Габарнтный чертеж корпуса 


20...125* (3В;2А) 
20...125* (ЗВ;2А) 
20...125* (ЗВ;2А) 

...125* (ЗВ;2А) 


...100* (5 В;2А) —<150 (20 В)| <0,75 


>4* (2,5 В;8А) и<1,3 мкс 


>4* (2.5 В; 8 А) 115<1,3 мкс 


>10* (5В;5А) 11<1,3 мкс 


ыы ны ыы ее = 
мм 


<60 
<60 
<60 
<60 
<60 
<60 
<60 
<60 


АЛАЛЛААЛАЛ 


\ 
= 
[>] 


ГАУ 
3553 


2>15* (58; 5 
>20* (58:5 
>15* (58; 5 
>12* (5 В; 5 
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Тип прибора 


КТ819А 
КТ819Б 
КТ819В 
КТ819Г 


КТ819АМ 
КТ819БМ 
КТ819ВМ 
КТ819ГМ 


КТ820А-1 
КТ820Б-1 
КТ8208В-1 
КТ821А-1 
КТ821Б-1 
КТ821 В-1 
КТ822А-1 
КТ822Б-1 
КТ822В-1 
КТ823А-1 
КТ823Б-1 
КТ823В-1 


КТ825Г 
КТ825Д 
КТ825Е 
КТ826А 
КТ826Б 
КТ826В 


КТ827А 
КТ827Б 
КТ827В 


КТ828А 
КТ828Б 


ау 
ЗОЧА 


КТ829Б 


КТ829В 
КТ829Г 
КТ834А 
КТ834 Б 
КТ834В 


КТ835А 
КТ835Б 


КТ837А 
КТ837Б 
КТ837 В 
КТ837Г 
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Структура, 
технология 


60* Вт 10 (15*) А 
60* Вт 10 (15*) А. 
60* Вт 10 (15*) А 
60* Вт 10 (15*) А 


15 (20*) А 
15 (20*) А 
15 (20*) А 
15 (20*) А 


<1 мА (40 В) 
<1мА (40 В) 
<1мА (40 В) 
<1мА (40 В) 


50* (0,1 к) 0,5 (1,5*) А | <30 (40 В) 
70* (0.1 к) 0,5 (1,5*) А | <30 (40 В) 
100* (01 к) 0,5 (1.5*) А | <30 (40В) 
50* (0.1 к) 0,5 (1,5*) А | <30 (40В) 
70* (0.1 к) 0,5 (1.5*) А | <30 (40В) 
100* (0,1 к) 0,5 (1,5*) А | <30 (40В) 
45* (0,1 к) 2 <50 (40 В} 
60* (0.1 к) 2 <50 (40 В) 
100* (0,1 к) 2 <50 (40 В) 
45* (0,1 к) 2 <50 (40 В) 
60* (0.1 к) 2 <50 (40 В} 
100* (0,1 к) 2 <50 (40 В) 
125* Вт 90 20 


125* Вт 60 20 
125* Вт 30 20 
15* Вт (50 °С) 700* (0,01 к) 
15* Вт (50 °С) 700* (0,01 к) 
15* Вт (50 °С) 700* (0,01 к) 


125* Вт 
125* Вт 
125* Вт 


20 (40*) А 
20 (40*) А 


<3*мА (80 В) 
<3*мА (60В) 


800* (0,01 к) 


50* Вт (50 °С) 
600* 


8 (12*) А <1,5* мА 
] (80 В) 

8 (12*) А <1,5* мА 
(60 В) 

8 (12*) А <1,5* мА 
60 В 


Ум У У \ \\У 

— -- > > С > 
| 
еее нии 


4 500* (0,1 к) 15 (20*) А |<3*мА (500 В) 
4 450* (0,1 к) 15 (20*) А |<3*мА (450 В) 
>4 400* (0,1 к) 15 (20*) А |<3*мА (400 В) 
25* Вт =. 30 <0,1 мА (30 В) 
р-п-р, МПЭ 25* Вт > 45 —<0,15 мА 
/ (45 В) 
р-п-р, ЭД 30* Вт > —<0,15 мА 
(80 В) 
р-п-р, ЭД 30* Вт > 80 <0,15 мА 
ы (80 В) 
р-п-р’ ЭД 30* Вт >1 80 1 < 0,15 мА 
(80 В) 
р-п-р. Эд 30* Вт >| 60 1 —<0,15 мА .)! 


(60 В), 


пол - тэ 


>15* (5 В; 5А) 
>20* (5 В; 5 
>15* (5 В;5А 
512* (5 В; 5А 


>15* (5 В; БА) 
>20* (5 В; 5А) 
>15* (5 В; БА) 
>12* (5 В; БА) 


ляммя 
>ырРЬь 


------ 


— = 


525* (2 
525* (2 В: 
555* (2 В: 
555* (2 В: 


Е 


750* (10 В; 0 А) 
750* (10 В: 10 А) 
750* (10 В; 10 А) 
10...120* (10 В; 0, 


1 А 
5.300" (10 В; ОГ А) 
А) 


5...120%; (10 В, 0,1 


750...18 000* (3В;10А) 

750...18 000* (3 В: 10А) 

750...18 000* (3 В; 10 А) 
>2.25* (5 В; 45 А) 


>2.25* (5В; 45 А) 


>750* (3 В; ЗА) 
>750* (3 В; ЗА) 
>750* (3 В; ЗА) 
>750* (3 В; ЗА) 
>150* (5 В: 5А) 


>150* (5 В: 
>150* (5 В; 


25* (1 В; ТА) 
10...100* (5 В; 2 А) 


10...40* (5 В; 2А) 
20...80* (5 В; 2А) 
50...150* (5 В; 2 А) 
10...40* (5 В: 2А) 


ГКЭ нас’ 


х 
С» пФ тэ нас Ом 


<600 (10 В) 
<600 (10 В) 
<600 (10 В) 
<25 (100 В) 
<25 (100 В) 
<25 (100 В) 


<400 (10 В) 
<400 (10 В) 
<400 (10 В) 


<800 (10 В) 
<800 (10 В) 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 
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Го, #26: 
при 216 


Структура, 
технология 


Ру тах" РК. г тах’ 


Тин прибора а 
К нтах- МВТ г ММ 


КТ837Д -п-р. 30* Вт <0,15 мА 
р-п-р (60 В) 

КТ837Е р-п-р, ЭД 30* Вг <0,15 мА 
(60 В) 

КТ837Ж р-п-р, 30* Вт —<0,15 мА 
(45В) | 

КТ837И р-и-р, 30* Вт <0,15 мА 
(45 В) 

КТ837К р-п-р, 30* Вт <0,15 мА 
(45 В) 

КТ87ЗЛ р-п-р, 3 30* Вт < 0,15 мА 

КТ837М р-п-р, 3 30* Вт 

КТ837Н рп-р. = 30* Вт 

КТ8371 р-п-р, 30* Вт 

КТ837Р р-п-р. 30* Вт 

КТ837С р-п-р, 3 30* Вт 

КТ8З7Т р-п-р, Э 30* Вт 

КТ837У р-п-р. ЭД 30* Вт 

К Г837Ф р-п-р. 3 30* Вт 

КТ838А п-р-п, 1506 (имп.) 

КТ83З9А п-р-п, МН 1500 

КТ840А п-р-п, П 400* (900 имп.) 

КТ840Б п-р-п, И 350* (750 ими. ) 

КТ841А п-р-п, ПЭ 3 (50*) Вт 600 10 (15*) А 

КТ841Б п-р-п,: ПЭ 3 (50*› Вт 400 10 (#5*) А 

КТ841В п-р-п, ПЭ 3 (50*1 Вт $00 10 (15*) А <3ЗмА (400 В) 


КТ842А 


3 (50*) Вт 
КТ842Б 


3 (50*) Вт 


<1 мА (300 В) 
<1мА (200В) 


КТ844А 
КТ845А 


50* Вт (50 °С) 
40* Вт (50 °С) 


250* (0,0 к) 


т 10 (20*) А 
400* (0.01 к) 


5 (7.5*) А 


<3ЗмА (250 В) 
<3мА (400 В) 


Я 1500* (0,01 к) 


КТ84а6л 


12,5* Вт 
(90 °С) 


5 (7,5*) А 


08 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


: 2 
АВЕ СФ 


`20...80* (5 В: 2А) 
`50...150* (5 В; 2 А) 
° 1Ю...40* (5 В:2А) 
20..80* (5 В:2А) 
1 50...150* (5 В: 2 А) 
` Ю...40* (5 В; 2А) 
| 20...80* (5 В: 2 А) 
| 50. 150° в: 2) 
10...40* (5 В: 2А) 
20... 80* (5 В: 2А) 
50...150* (5 В; А) 
110. 40* (5 В; 2А) 


‚ 20... 80* (5 В: 2 А, < 0,25 


| 50.150 (5В;:2А) <0.25 


|4 (5 В; 3,5 А) 
| 


170 (10 В) 


<1,1 


‚ 25* (10 В; 4 Л) - 240 (10 В) | <0,375 


| 6._60* (5 В; 06А) 
р В; 06 Л) 


—<0,75 
—<0,75 


12" (5 В: БА) 
Ё 2 (5 В: БА) 
512* (5 В; 5А} 


<0,3 
<0,3 
<0.3 


15515* (4 В; БА) 
т В: 5А) 


250 (10 В) 
250 (10 В) 


ео 50” (3 В; 6 А) 
-100* (5 В; 2 А) 


Ш — 
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РК тах. РК. тшах, 
РК итак, 
мВт 


125* Вт 


ыы 
| Пр" т 
То Ро. 
в215' Гтлах’ 


Структура. 
технология 


ТК пах» 
1. н тах» мА 


Тип прибора 


КТ847А 650* (0,01 к) 15 (25*)А 


<5мА (650 В 
<3ЗмА (400 В) 


КТ848А 


КТ850А 5 2 (3*) А | <100 (250 В) 
КТ850Б 5 2 (3%) А | <500 (300 В) 
КТ85ОВ 5 2 (3*) А |<500 (180 В) 
КТ851А 5 2 (3*) А | <100 (250 В) 
КТ851Б 5 2 (3*) А | <500 (300 В) 
КТ851В 5 2 (3) А | <500 (180 В) 
КТ852А 5 2.5 (4*) А г 
КТ852Б 5 2.5 (4*) А 

КТ852В 5 2,5 (4*) А 

КТ852Г 5 2,5 (4*) А 

КТ85ЗА 5 - 8 (12*) А 

КТ853Б 5 8 (1.2*) А 

КТ85ЗВ 5 8 (12*) А 

КТ85ЗГ 5 8 (12*) А т 
КТ854А 5 10 (15*) А |<3ЗмА (600 В) 
КТ854Б 5 10 (15*) А |<ЗмА (400 В) 
КТ855А 5 5 (8*) А |<1000 (250 В) 
КТ855Б 5 5 (8*) А < 100 (150 В) 
КТ855В 5 5 (8*) А |<1000 (150 В) 
КТ857А 6 7 (10*) А |<5мА (250 В) 


КТ858А 7 (10*) А |<1мА (400 В) 
КТ859А 3 (4*) А <1 мА (800 В) 
КТ86ЗА 10А <1 мА (30 В) 


КТ864 А 


КТ865А 15 А 


10 (15*) А 


<100 (200 В) 
<100 (200 В) 


КТ868 А 


а. <3мА (900 В) 
КТ868 


<3 мА (1750 В) 
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по» 181 


8...25* (3 В; БА) 
>20* (5 В; 15А) 


40...200* (10 В; 0,5 А) 
>20* (10 В; 0,5 А) 
>20* (10 В; 0,5 А) 
40...200* (10 В; 0,5 А) 
20...200* (10 В; 0,5 А) 
20...200* (10 В; 0,5 А) 
>500* (4 В; 2 А) 
А) 


>500* (4 В; 2 
_ >1000* (5 В; ТА) 
| >1000* (4 В; ТА) 
‚ >750* (3 В; ЗА) 
>750* (3 В; ЗА) 
>750* (3 В; ЗА) 
>750* (3 В; ЗА) 
>20* (4 В; 2 А) 
>20* (4 В; 2А) 
520* (4 В; 2 А) 
>20* (4 В; 2 А) 
>15* (4 В; 2 А) 
>7.5* (1 В; ЗА) 


>10* (5 В; 5А) 


>10* (10 В; ТА 
>100* (2 В; БА 


`40...200* (4 В; 2А) 
В; 2А) 


40...250* (4 В; 


10...60* (5 В; 0,6 А) 
10...100* (5 В; 0,6 А) 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


1 


Структура Пер» й 216» 
ея ы ы 1 ыы ы ах 
Ц 


ТкБО, Жэв. 
По. мкА 


ТК тах" 
1%, нтах МА 


Тип прибора 


КТ872А 
КТ872Б 


8 (15*) А 
8 (15*) А 


1мА (1500 В) 
1 мА (1500 В) 


№: в 
м В 
) 


< 10* мА (70 В) 
10* мА (70 В) 


900* (0,01 к) 
350* (0,01 к) 
400* (0,01 к) 


25 (50*) А 
15 (30*) А 
15 (30*) А 


КТ878А 
КТ892А 
КТ892Б 


—_ Ш 
№ | ук 


30* (60**) Вт 60 (80 имп.) 
30* (60**) Вт 60 (80 имп.) 


КТ902АМ 


0,8 (1.5*) А 
0,8 (1,5*) А 


1 (3*) А 
1 (3*) А 


15* мА (60 В) 
15* мА (60 В) 


<3* мА (60 В) 
<3* мА (60 В) 


5* Вт (40 °С) 
5* Вт (40 °С) 


13,5* Вт 
13,5* Вт 


КТ907А 
КТ907Б 


50* Вт (50 °С) 
50* Вт (50 °С) 


100* (0,01 к) 


60* (0,25 к) 


60* (0,01 к) 


КТ909Б 60* (0,01 к) 
Кт909в 60* (0,01 к) 
60* (0,01 к) 
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Во» #813 


2>15* (ЮВ; 2А) 


15...70* (10 В;2А) 
40._180* (10 В; 2А) 


10* (5 В; 0,25 А) 
10* (58; 0,25 А) 


8...60* (2 В; 0 А) 
>20* (4 В: 4 А) 


—- 


Продолжение 


ТКЭ нас» Ки. дБ 
ГВЭ нас гб", Ом Габаритный чертеж корпуса 
Ом Раз», Вт 


<7500* 
<7500* 


<3000* 
11<4 мкс 
.<4 мкс 

—<300 (10В)| —<1 |220** (10 МГц) 
—300 (10 <1 |220** (10 МГц) 


>10**(50 МГц) 
>10**(50 МГц) 


22 


134 


<12 (28 В) | < >3** _ 
(400 МГц) 
<12 (28 В) | <5 >2,5** ы 
(400 МГц) 
<20 (30В)| <4 |>8* (400 МГц) < 
<20 (30В)| <4 |>6* (400 МГи) 
ы 
м 


<30 (28 В) 
<60 (28 В) 
<35 (28 В) 
<60 (28 В) 


20** (500 МГц) 
40** (500 МГц) 
15** (500 МГц) 
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Структура, 
техиология 


Тна прибора 


РА 


тах- 


10** Вт >600 50 
23** Вт 2600 50 
ы _ № 


! 
16 А 
55* (0,01 к) 4А 
) А 


КТ9101АС <80 мА (50 В) 


КТ9Э!04А 
КТЭ!04Б 


КТЭ105АС <120* мА 


(50В) 


КТЭ!16А <30 мА (55 В) 


КТЭИ6Б 55* (0.01к) 


р-п-р, ПЭ 50* Вт >50 45* (0.1 к) и 
55 З 
55 3 
40 3 
40 з 


< 100 мА (55 В) 


12 (30* < 0,1 мА (45 В) 


<5 мА (55 В) 
<5мА (55 В) 
<5 мА (40 В) 


КТЭ120А 


<5 мА (40 В) 


КТ9!2А 


30* Вт (85 °С) 


З 


70* (0,01 к) 50* мА (70 В) 


КТ9!2Б 30* Вт (85 °С) 70* (0,01 к) <50* мА (70 В) 


4,7* Вт (55 °С) 
8* Вт (70 °С) 
12* Вт 


0,5 (1*) А 
| (2*) А 
 (2*) А 


<25* мА (55 В) 
<50* мА (55 В) 
<50 * мА (55) 


КТЭ1ЗВ 
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Продолжение 


Габарнтный чертеж корпуса 


>5** (0.7 ГГц) 
>20** 
(0,7 ГГц) 


240 (28 В) 


<55 (28 В) >5** 
(225 МГц) 
155 (28 В) == 15** 
(225 МГц) 


>40* (1 В; 4А) 
= <Ю (28 В) >1** (1,8 ГГц) 


Е <10 (28 В) 2>1** (Г ГГц) 

ыы <10 (28 В) >0,8** 
(1.8 ГГц) 

ь >0,8** (1 ГГц) 


10...50* (10 В; БА) 


20...100* (10 В; 5А) 


>Ю* (10 В: 50,5 А) >3** (1 ГГц) 


210* (10 В; 0,5 А) <12 (28 В) >5** (1 ГГц) 
>10* (0 В; 05А) <14 (28 В) >10** (1 ГГц) 


Око тах 
{ЭК тах» 
о тах В 


Струкгура, 
технология 


Гкьо- эк. 
Ко-мкА 


1К тах К. и тах 
мА 


Изо тах 


В 
_ 
} 


250 


Тор: Я аь 
ЕТ э" Га Мы 


РК тах. РК. т тах 


Тин прибора 
вы Ре итак мВт 


КТ914А 0,8 (1,5*) А 2* (65 В) 


<25 мА (55 В), 


КтТ9!6 


55* (0,01 к) 


4 


<2мА (30В) | 


1918 
к ь <2мА (30 В) 


КТ9!8Б 


2.5* Вт 
2.5* Вт 


>800 
51000 


КТУ19А 10* Вт =! мА (45 В) 
КТ919Б 5* Вт <5мА (45 В) 
Кт9!9В 3,25* Вт <2 мА (45 В) 
КТУ!9Г 10* Вт 


КТ920А п-р-п, ПЭ 5* (50°С) 0.25 (!*) А <2*мл (36 В) 
КТ920Б п-р-п, ПЭ 10*`(50 °С) 7 {2} А <4* мА (36 В) 
КТ920В п-р-п. ПЭ 25* Вт (50 °С) ЗА = мА 

36 В) 
КТ92ОГ. п-р-п, ПЭ 25* Вт (50 °С) 3 (7*) А <7,5* мА 


(36 В) 


> 


КТУ2 [А 65* (0,1 к) <1!0* (70 В) 


12,5 Вт (75 °С) 


п-р-п. П 


К Г921Б 12.5 Вт (75 °С) <10* (70В) 


п-р-п. И. 65* (0,1 к) 
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1 
1 
, 


. 7 КЗ нас" Ки, дБ 
АВЕ) т 1. Ом 
Ом в Вт 
10...50* (5 В; 0,25 А) <12 (28 В) —>2.5** 
{400 МГц) 


35* (5 В; 0,25 А) 520 (30 В) ->20** (1 ГГц) 


>0.25** (3 ГГц) 
>0.5** (3 ГГц) 


<Ю (28 В) 
<6,5 (28 В) 
<5 (28 В) 
<1? (28 В) 


>3.5** (2 ГГц) 
5=1.6** (2 ГГц) 
508** (2 ГГц) 

>3** (2 ГГц) 


<15 (ЮВ) 
<25 (10 В) 
<75 (10 В) 


2** (175 МГц) 
5** (175 МГц) 
20** (175 МГи) 


<75 (ЮВ) 


15** (175 МГц) 


>10* (10 В; ТА) 50 (20 В) >12.5** 
(60 МГц) 
>10* (10 В: ТА) 50 (20 В) >12,5** 
(60 МЕц) 


<10 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


[УД А 


НЫ 
юм ю 


<2,0 
=2;:0 
<2,0 


<2.0 
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и КБО тах" 


Структура. РК пах. РЁ, ттах: Гр 1 216: ГкБо: эк, 


Тип прибора технология Ре итак, МВт Бал» ых. МГа и 58 По. мкА 
\ тах» 

КТ922А п-р-п, ПЭ 8* (40 °С) 65* (0,1 к) 0,8 (1,5*) А 1<5%*мА (65 В) 

КТ922Б п-р-п, ПЭ 20* Вт (40 °С) 65* (0,1 к) 1,5 (4,5*) А <20* мА 
(65 В) 

КТ922В п-р-п, ПЭ 40* Вт (40 °С) 65* (0,1 к) 3 (9*) ^ —<40* мл 
(65 В) 

КТ922Г п-р-п, ПЭ 20* Вт (40 °С) 65* (0,1 к) 1,5 (4,5*) А <20* мл 

КТ922Д п-р-п. ПЭ 20* Вт (40 °С) 65* (0,1 к) 3 (9*) Л 

КТ925Л п-р-п. ПЭ 5,5 Вт (40 °С) 36* (0,1 к) 0,5 (1*) Л 

КТ925Б п-р-п, ПЭ 11 Вт (40 °С) 36* (0,1 к) 1 (3*) А 

КТ925В п-р-п, ПЭ 25 Вт (40 °С) 36* (0,1 к) 3,3 (8,5*) ^ 

КТ925Г п-р-п, ПЭ 25 Вт (40 С) 36* (0,1 к) ‚3 (8,5*) ^ 

КТ926А п-р-п, МП 50 Вт (50 °С) 150* (0,01 к) 15 (25*) А <25 мА 
(150 В) 

КТ926Б п-р-п, МП 50 Вт (50 °С) 150* (0,01 к) 15 (25*) А <25 мА 
(150В) 

КТ927А 83,8 Вт (75 °С) 70* (Ок) 10 (30*) А 40* мл (70В) 

КТ927Б 83,3 Вт (75 °С) 70* (Ок) 10 (30*) ^ 40* мл (70В} 

КТ927В 83,3 Вт (75 °С) 70* (Ок) 10 (30*) ^ 40* мл (70 В) 


КТ928А 
КТ928Б 


5 ‚8 (1. 
5 
КТ929А п-ри. ПЭ 6 Вт (40 °С) >700 30* (Ок) 0,8 (1,5*) А |<5*мА (30В) 


КТ9Зо^ 75 Вт (40 °С) 50* (0,1 к) 6 (10*) А <20* мА 
(50 В) 
<100* мл 


(50 В) 


<20* мл 
(60 В) 


КТ9ЗОБ 120 Вт (40 °С) 50* (0,1 к) 6 (10*) А 


КТЭЗ!А 15 Л 


150 Вт (40 °С) 


60* (0.01 к) 


КТ932^ 20* Вт (50 °С) >40 80 4,5 
КТ932Б 20* Вт (50 °С) >60 80 4,5 
КТ932В 20* Вт (50 °С) >40 40 4,5 
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Во», #21 


8* (58; 0,2А) 


17* (5В; 0,2А) 


10...60* (7В; БА) 
10...60* (7 В; 15А) 


>15* (6 В: БА) 
>75* (6 В; БА) 
>40* (6В; БА) 


20...100* (5 В; 150 мА) 
50...200* (5 В: 150 мА) 


>25* (58; 0,7А) 


40* (58; 0,5 А) 
50* (5 В; 0,5 А) 


25+ (5В; 0,5 А) 


>15* (ЗВ; 1,5А) 
>30* (ЗВ; 1,5А) 
>40* (ЗВ; 1,5А) 


Продолжение 


г ‚ 
С, Са» | "Кн 


— Е. Габарнтный чертеж корпуса 
о 


<15 (28 В) 
<35 (28 В) 
<65 (28 В) 
<35 (28 В) 
<65 (28 В) 


5** (175 МГц) 
20** (175 МГц) 
40** (175 МГц) 
17** (175 МГц) 
35** (175 МГц) 


2** (320 МГц) 


5** (320 МГц) 


20** (320 МГц) 


15** (320 МГц) 


р2** 
(175 МГц) 


<20 (8 В) 


< 80 {28 В) >40** 
(400 МГц) 
<170 (28 В) >75** 


(400 МГц) 


>80** 
(175 МГц) 


<240 (28 В) 


< 300 (20 В) 
|<300 (20 В) 
-<300 (20 В) 


Тип прибора 


К Г9ЭЗЗА 
КТ9ЗЗБ 


КТ934А 
К 19346 
КТ9ЗаВ 
ктэзагГ 


КТ9ЗаД 


КТ9З5А 


КТ9З6А 


КТ936Б 


КТ937А-2 
КТ937Б-2 


КТ9З8А-2 
КТ938Б-2 


КТ9ЗЭА 
КТ9З9Б 


КТ940А 
КТ940Б 
КТ940В 
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И кво тах» 
ИКэк тах» 
0 тах В 


Пр й 216, 
«121 
Пи. МИ 


кво, Икэк’ 
По, мкА 


Структура, 
технология 


<0,5 мА (80 В) 


5* Вт (50 °С 
р . <0,5мА (60 В) 


5* Вт (50 °С) 


7,5 мА (60 В) 
<15 мА (60 В) 


60* (0,01 к) 
60* (0,01 к) 


<30мА (60 В) 


20 (30*) А |<30мА (80 В) 
В. ь. 


<30мА (60 В) 


<2мА (95 В) 
<5мА (25 В) 


60* (0,01 к) 


60* (0,01 к) 


60* (0,01 к) 


251 80* (0,01 к) 


п-р-п, ПЭ 


<! мА (28 В) 
<1 мА (28 В) 


<2 мА (30 В) 


30* (0,01 к) 
<? мА (30В) 


30* (0.01 к) 


300* (10к) 0,1 (0,3*) А 


1,2 (10*) Вт 


1,2 (10*) Вт 250* (10 к) 0,01 (0,3*) А 


1,2 (10*) Вт 160* (10 к) 0,1 (0,3*) А 


Продолжение 


Г , 
а и Габарнтный чертеж корпуса 


'БЭ нас' 
Ом 

>15* (ЗВ; 0,4 А) <70 (208) | <3,75 С #29 
>30* (3 В; 0,4 А) <70 (20 В) | <3,75 м 
50* (5 В; ОДА) <9 (28 В) 
50* (5В; 0,15 А) <16 (28 В) 
50* (5В; 0,25 А) <32 (28 В) 

=- <16 (28 В) 

<32 (28 В) 
20...100* (4 В; 1БА) 800 (10В)| < 0,066 


>6* (ЗВ; 0,1 А) _ 


>6* (ЗВ; 0,14) 


>1,6** (5 ГГц) 
>3,2** (5 ГГц) 


>1** (5 ГГц) 
Ы1** (5 ГГц) 
40...200* (12 В; 0,2 А) 
20...200* (12 В: 02 А) 


>25* (10 В; 30мА) 4.2 (30В) 
>25* (10 В; 40 мА) 4.2 (30В) 
>25* (10 В; 30 мА) 4.2 (30В) 
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Тип прибора 


КТ942В 


КТ94ЗА 
КТ94ЗБ 
КТ943В 
КТ943Г 
КТ94ЗД 


КТ944А 


КТ945А 


КТ946А 


КТ9Э47А 


КТ948А 
КТ948Б 


КТ955А 


КТ956А 
КТ957А 
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Кр» Й 216: 
Я». 
3 МГ 


Структура, РКтак РЁ. т тах» 


О. 
технология ы- ый 


* 
бнтах МВт 


п-р-п. ПЭ 25* Вт >1950 3.5 1.5 (3*) А |<25мА (45 В) 


45 5 2 (6*) А 
60 5 2 (6*) А 
100 5 2 (6*) А 
100 5 2 (6*) А 
100 5 2 (6*) А 


> 
сл 


зв 


уумуу 
за 


8 


100* (0,01 к) 


ы. к 


-р-п. П 
Г 

п, П 

-п, П 


\ 
з 


12,5 (20*) А <80 мА 
(100В) 


15 (25*)  |25мА (150В) 
25 (5%) А |<50мА (508) 


\ 
= 


п. 

37,5** Вт 

200* Вт (50 °С) 
э 


п 


\ 
я 


<100* мА 
(1008) 


100* (0,01 к) 20 (50*) А 


2,5 (5*) А 
1,25 (2,5*) А 


<35 мА (45 В) 


пэ <15 мА (45 В) 


40 Вт >1950 

20 Вт >1950 
т И м п ТУ 
70** Вт >100 100* (0,01 к) 4 
(100°С) 
100** Вт >100 60* (0,01 к) 4 
(100 °С) 


> > 
= 


Продолжение 


по» 21 


я <55 (28 В) >8** (2 ГГи) <з 


40...200* (2 В; 0,15 А) 


Габаритный чертеж корпуса 


40...160* (2 В; 0,15 А) 
40...120* (2 В; 0,15 А) 
20...60* (2 В: 0.15 А) 
30...100* (2 В; 0,15 А) 


10...60* (5 В; ЮА) 


10...80* (7 В; БА) 


г <30 (28 В) 
Е. <17 (28 В) 


10...80* (5 В; 20 А) >250** 


(1,5 МГц) 


>15** (2 ГГи) 
>8** (2 ГГц) 


10...80* (5 В; ТА) 
10...80* (5 В; БА) 


10...80* (5 В: ТА) <75 (28 В) Г. 
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„ 


ИкБо тах» 


РК тах» РЬ,т тах, Вр Йэн. их. 1 г 
{ груктура, ** 9 р##* +. . А К тах, КБО, кэв. 
Тни фиборз технология Бы ах- [2 ее ржи 1К итах, МЛ 

КТ958А 85** Вт (4070) >300 36* (0,01 к} <15мА (36 В) 
КТ9боА 70** Вт (40 °С) >65) 36* (0.01 к} < 20* мА (36 В) 
КТЭбТА т (12,5*) Вт >50 100* (1 к} <10 (60 В) 
КТ9БУБ | (12,5) Вт >50 80* (1к) <Ю (60 В) 
КТ96+В | (12,5*) Вт >50 60* (1к) <10 (60 В) 
КТ962А 17** Вт (40 °С, 2750 50 <20мА (50 В) 
КТ962Б 27** Вт (40 °С) >750 50 <20мА (50 В) 
кТ962В 66** Вт (40 °С) 22600 50 <30мА (50 В) 
КТ965А 32 Вг < 100 36* (0,01 к) 

КТ966бА 64 Вт 1111] 36* (0,01 к) <23* мА (36 В} 
КТ967А 100** Вт 2180 36* (0.01 к) <20*мА (36 В} 
КТ96б9А 1 (6*, Вг 2-60 300 100 (200*) <0,05 (200 В) 
КТ97ОА 170** Вт 600 50* (0.01 к} 1ЗА 100* мА (50 В) 
КТ97А 200** Вт >220 50* (0,0Тк) 17 А < 60* мА (50 В) 
КТЭ72А 8 Вт 2200 60* (1к) 4А <1*мА (60 В) 
КТ9726 8 Вт 2200 45* (1 к) 4А <! мА (45 В) 
КТЭ7ЗА 8 Вт >200 60* (Тк) 4А <! мА (60 В) 
КТ97ЗБ 8 Вт 2200 45* (1 к) 4А <! мА (60 В) 
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ы ; Продолжение 


пу #5 Габаритный чертеж корпуса - 


>10* (8 В, 0,5 А) >40** 
(175 МГц) 
<40** 


(400 МГы) 


40...100* (2 В; 0,15 
| 63.-160* (2 В; 0,15 А) 
| 100...250* (2 В; 0,15 А) 
1 
1 


= <20 (28 В) 
и. <35 (28 В) 
— <50 (28 В) 


ЕЯ 
Е ц 
5 40** (1 ГГи) 


10...60* (5 В; ТА) 


# 


-10...100* (5 В; 5А)} 


50...250* (10 В: 15 мА)  |<18 (30В)| <60 Е 


== 


>750* (ЗВ; ТА) 
5#750* (ЗВ; 1А) 
22750* (ЗВ; 1А) 

В; 1А) 


| 6#750* (3 
1 
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РК тах, та й 216, ОКБО тах: * 
с : Ей а 0 те ТК вх кво. Жэв. 
плевио» | оаЕ "| Глен © | КИБА ое, Г 
— =: [= 5х 
— О Вы 
ы [в ре ыы вы 
(36 В) 
КТ98ЗА п-р-п, >1200 40* (0,01 к) 0,5 А че 
(4 
КТ98ЗБ п-р-п, ПЭ >900 40* (0,01 к) 4 1А <" мА 
(40 В} 
кт98ЗВ п-р-п, >750 40* (0.01 к) <! ВМА 
(40 В) 


КТ984А 
КТ984Б 


7*А <30 мА 

16* А <80 мА 
к: 
Ш» 
10 (20*) А |<ЮмА (45 В) 

10 (20*) А |<1ЮмА (45 В) 


65 
65 
Е. * | . МЫ 
КТ991АС п-р-п, ПЭ 67* Вт >600 1+ 
КТ997А -р-п, > 45 
-р-п, > 45 


КТ997Б 


КТ999А 
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с? ГКЭ нас» ‚ Тк, ПС 
в в С. 12э. * 7-4 Габ А 
21», 1213 пФ ТБЭ нас, х рас. НС абарнтный чертеж корпуса 
Ом . 1выкл, НС 


10...90* (5 В: БА) <400 
(12.6 В) 
| 
1 


Продолжение 


<70 (28 В) я >60** (1 ГГц) 


>50** 
(1,5 ГГц) 


<8 (28 В) 


<12 (28 В) 


=1** 

(860 МГц) 
>3,5** 

(860 МГц) 


<24 (28 В) 


<95 
>50** 
(80 МГц) 


75** 
(820 МГц) 
250** 
(820 МГц) 


<270 (28 В) 


>125** 
(0,4 ГГц) 


55** (0,7 ГГц) <6,8 


<35 (30 В) 
<80 (30 В) 


24,5. 


<500* 1,65 И 
Е ыы] 
ры 
= 
= 
ВИЗ 


12294 
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р 
- 216: ОкБО пах ы 
Структура. Гр 16 на ГК пах/К, и тах 
Тип прибора технология р Икэв тах. 
в В 
КЭО тах” 


КТСЗ0ЗА-2 500 (50 °С) 45* (10к) 100 (500)* | <0,5 (45 В) 


КТСЗ10ЗА 
КТС3103Б 


300 (55 °С) 
300 (55 °С) 


15* (15к) 
15* (15 к) 


20 (50*) 
20 (50*) 


<200 (15 В) 
<200 (15 В) 


КТС39ЗА 
КТС393Б 


20 (45 °С) 
20 (45 °С) 


10* (10к) 
15* (10 к) 


10 (20*) 
10 (20*) 


45* (10 к) 
45* (10 к) 


КТСЗ94А-2 
КТСЗ94Б-2 


КТСЗ95А-1 
КТСЗ95В-1 


45* (10 к) 
10* (10к) 


КТС395А-2 150 (500**) 45* (10 к) 
КТСЗ95Б-2 150 (500**) 45* (10к) 
КТСЗ395В-2 150 (500**) 10* (10к) 


КТСЗ98А-1 30 (85 °С) 


10+ (10 к) 10 (20*) <0,5 (10 В) 


КТСЗ98Б-1 30 (85 °С) 10* (10к) 10 (20*) <0,5 (10 В) 


800 (50 °С) 


КТС61ЗА 400 (800*) <8 (60 В) 
КТС613Б 800 (50 °С) 400 (800*) <8 (60 В) 
КТС613В 800 (50 °С) 400 (800*) <8 (40 В) 
КТС613Г 800 (50 °С) 400 (800*) <8 (40 В) 
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Продолжение 


| К дБ 
1251/51 „2, 


А0%5, мВ 


АЕ) Габаритиый чертеж корпуса 


40...180 (5 В; 1мА) <8 (5 В) 


40...200 (1 В; 1мА) <2,5 (5В) 


40...200 (1 В: 1мА) 


<2,5 (5В) 


40...180 (1 В; 1мА) <2 (5 В) <6 (60 МГц) <80 река +. 
—_ 209 ое 9 

30...140 (1 В; 1 мА) <? (5В) <6 (60 МГц) <80 вы. 
20,8* ` ЕВ к 
2 х 


40...120 (5 В; 1мА) 
10...300 (5 В; 1мА) 


40...120 (5 В; 1мА) 
2350 (5 В; 1 мА) 


40.120 (5 В; 1мА) 
100...300 (5 В; 1мА) 
>350 (5 В; 1 мА) 


гр 
- 
= 


В и\2 


40...250 (1 В; 1мА) <1,5 (5 В) 0,8...1,25* —>50 
=<1,5** 
40...250 (1 В; 1мА) —<1,5 (5 В) 0,9...1,1*=<3** =<>50 


25...100* (5 В; 0,2 А) => < 
40.200, (5 8:02 А) - - ТПО 
--120* (5 В; 0,2 А) = гу п00000'> 
50...300* (5 В: 0,2 А) ы 16712-9- 5267 
448 П-Б 


ГА, И, - ейиные транзиес- 
ПОРН СТАУКТИрРЫ 


БА. И. Аксенов 129 


чому 


Тип прибора 


КТС622А 
КТС622Б 


КТС6З1А 
КТС631Б 
КТС631В 
КТС6З1Г 


КУНТ251 


К!НТ661 А 


К129НТИА-1 
К129НТУБ-1 
К129НТЕВ-1 
К129НТИГ-1 
К129НТЕД-1 
К129НИЕ-1 
К29НтИЖ-1 
К129НТИ-1 


К1БЭНТИА 
КИ5ЭНТ1Б 
К15ЭНТИВ 
Ки5ЭНТИГ 
КУ5ЭНТ!Д 


К5УНИЕ 


КР15ЭНТ1А 
КР!5ЭНТИБ 
КРИ5ЭУНТ!В 
КРУ5ЭУНИГ 
КРАБЭНТ!Д 
КР15ЭНТ1Е 
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РК тах, РКт тах» 
РК н тах, МВт 


0,4 (10**) Вт 
0,4 (10**) Вт 


4 Вт (55 °С) 
4 Вт (55 °С) 
4 Вт (55 °С) 
4 Вт (55 °С) 


400 (50 °С) 


100 (50 °С) 


15 (85 °С) 
15 (85 °С) 
15 (85 °С) 
15 (85 °С) 
15 (85 °С) 
15 (85 °С) 
15 (85 °С) 
15 (85 °С) 


ТК тах 
Ин тах, МА 


400 (600*) 
400 (600*) 


1 (1,3*) А 
1 (1,3*) А 
1 (1,3*) А 
1 (1,3*) А 


400 (800*) 


Б (10*) 


10 (40*) 


10 (40*) 
10 (40*) 


10 (40*) 
10 (40*) 
10 (40*) 
10 (40*) 
10 (40*) 


10 (40*) 


10 (40*) 
10 (40*) 
10 (40*) 
10 (40*) 
10 (40*) 
10 (40*) 


ТкБо. эВ, 
По. мкА 


<10 (45 В) 
<20 (35 В} 


<200 (30 В) 
<50 (30 В) 
<50 (60 В) 
<200 (60 В) 


<6мА (45 В) 


<30 (250 В) 


ЛАЛАЛАЛАЛ 
дю Дю чь Дю Дь) 
ююююююю 
ллямямлмлаямам 
Е: 


<0,2 (20 В) 
<0,2 (20 В) 
<0,2 (20 В) 


<0,2 (20 В) 
<0,2 (20 В) 
<0.2 (20 В) 
<0,2 (20 В) 
<0,2 (20 В) 
<0,2 (20 В) 


Окончание 


Тк, ПС 
г 
Пи». 11 Ск, С1о», пФ |. Кв рас, НС Габаритный чертеж корпуса 
БЭ нас. Ом Г 
выкл, 


25...150* (5 В; 0,2 А) 
>10* (5 В; 0,2 А) 


<15 (ЮВ) 
<15 (10 В) 


20...115* (1 В; 0,3 А) <15 (10 В) 


20...125* (1 В; 0,15 А) 


<15 (10В) 


20...125* (1 В; 0,15 А) —<15 (10 В) 


20...115* (1 В; 0,3 А) <15 (10 В) 


ГЕ, ПМТ единые транзис- 


й 


орные СТАУНТИРЫ 


2>10* (58; 0,2 А) —<15 (10 В) <5 — —<200* 


>5* (5 В; 10 мА) ыы <1000 ва == 


20...80 (5 В; 1мА) 
60...80 (5В; 1мА) 
>80 (5 В; 50 мкА) 
20...80 (5В; 1мА)} 
60...80 (5 В; 1мА) 
280 (5 В; 50 мкА) 
40...160 (5В; 1 мА} 
40...160 (5 В; 1 мА) 


>0,85*; <3** 
2>0,85*; <3** 
>0,85*; <3** 
>0,75*; <15** 
>0,75*; <15** 
>0,75*; <15** 
>0,85*; <3** 

>0,75*; <15** 


20...80 (5 В; 1мА) 
60...180 (5 В; 1мА) 
280 (5 В; 1мА) 


20,85*; <3** 
20,85*; <3** 


20...80 (5 В; 1мА) 


(1 мА}; <15** 
>0,75* (1мА); 
<1!5** 
>0,75* 

50 мкА); <15** 


60...180 (5 В; 1мА) 
280 (5В; 1мА) 


20...80 (5 В; 1мА) <4 (5 В) >0.85* (1 мА); 
* 


<3** 
60...80 (50 В; 1мА) <4 (58) 

280 (5 В; 1мА) <4 (5В) 
20...80 (5 В; 1мА) <4 (5В) 


60...180 (5 В; 1мА) <4 (5В) 


20,75* 


>80 (5 В; 1мА) <4 (5В) =0, 
(50 мкА) ; <15** 


(а: 
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канала 


п-канал 


р-канал 
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3.5. Полевые транзисторы 


Принцнп действня полевых транзнсторов осно- 
ван на использованнн эффекта внешнего электри- 
ческого поля для управления проводимостью. 
Их еще называют уннполярнымн, так как пе- 
ренос тока осуществляется носителямн заряда 
одного тнпа (в отличие от биполярных тран- 
зисторов). 

Особенностью пблевых транзнсторов является 
высокое входное сопротивление, малые шумы, 
повышенная температурная стабильность, квад- 
ратичность переходной (проходной) характерн- 
стнки, что позволяет получнть малый уровень 
перекрестных и модуляцнонных помех по срав 
ненню с биполярными транзисторами. 

Полевые транзнсторы по прннципу действия 
подразделяются на транзнсторы с управляющим 
р-п переходом и МДП-транзнсторы (в частности, 
МОП-транзисторы, имеющне структуру металл — 
окнсел — полупроводннк). Управляющнм элект- 
родом служит затвор. 

В транзнсторах с управляющнм переходом за- 
твор отделен от канала между стоком н исто- 
ком р-п переходом. В МОП-транзнсторах (их 
называют также транзисторами с нзолирован- 
ным затвором) затвор отделен от канала исток — 
сток тонким слоем диэлектрнка. В качестве 
диэлектрика нспользуются пленки двуокнси крем- 
ння, ннтрида кремння и окнси алюмнния. 

В зависнмостн от типа исходного материала 
полевые транзисторы имеют каналы л-типа нли 
р-типа. Например, МОП-транзисторы с каналом 
п-типа основаны на электронной проводимости 
(носнтели зарядов электроны), а с каналом р-тн- 
па — на дырочной проводимости. У п-ка- 
нальных. приборов ток канала тем меньше, чем 
меньше потенциал затвора, а к выводу нстока 
прикладывается больший отрицательный потен- 
цнал, чем к выводу стока (т. е. полярность 
напряжения стока положнтельная), а у р-ка- 
нальных — наоборот. 

Существуют два основных режнма работы 
полевых транзисторов: обеднения (проводимость 
канала может быть увеличена или уменьшена в 
завненмостн от полярностн приложенного напря- 
жеыня Изи н обогащения (проводимость канала 
может быть увеличена в результате прнложен- 
ного напряження Изи определенной полярно- 
стн). У транзнсторов обедненного типа при 
иапряжении на затворе Изи=0 протекает неболь- 
шой ток, а транзнсторы обогащенного типа 


закрыты при значениях Изи. близких к нулю. 
Такие приборы соответственно называются нор- 
мально открытымн и нормально закрытыми. 
В частностн, полевые транзнсторы с управляю- 
шнм р-п переходом являются нормально откры- 
тыми, они закрываются (т. е. ток стока имеет 
мннимальное значение) прн определенном на- 
пряжении, называемом напряжением отсечки. 

По конструктнвно-технологическим призна- 
кам полевые транзнсторы подразделяются на при- 
боры с встроенным н нндуцнрованным кана- 
ламн. Встроенный канал создается технологиче- 
скнми прнемами, а нндуцнрованный канал наво- 
днтся в поверхностном слое полупроводника в 
результате воздействия поперечного электриче- 
ского поля. 

В транзнсторах со встроенным каналом (на- 
прнмер, КПЗ05, КПЗ13) уменьшение тока на вы- 
ходе осуществляется подачей на затвор напря- 
жения с полярностью, соответствующей знаку но- 
сителей заряда в канале (для р-канала Изи> 
>>0, для п-канала Изи< 0), что вызывает обедне- 
ние канала носителями заряда. При изменении по- 
лярностн напряження на затворе произойдет 
обогащение канала носнтелямн и выходной ток 
увеличится. Такие приборы могут работать в ре- 
жимах обеднения и обогащения. 

В транзнсторах с индуцированиым каналом 
при И3=0 канал отсутствует н только при на- 
пряженин, равном пороговому, образуется (ин- 
дуцируется) канал. Такне приборы работают 
только в режиме обогащения (нормально за- 
крытый прибор). 

В полевых транзнсторах с управляющим р-п 
переходом канал существует только прн Из=0, 
т. е. они имеют встроенный канал, но могут 
работать только в режнме обеднення носите- 
лямн заряда (нормально открытый прибор) 

Выходные вольт-амперные характернстикн по- 
левых траизисторов (зависимость тока стока от 
напряження на стоке при различных напря- 
жениях на затворе) подобны характеристикам 
усилительных пентодов. 

В отличие от транзнсторов с управляющим 
р-п переходом МДП-транзисторы сохраняют вы- 
сокое входное сопротнвление при любом значе- 
ннн иапряжения на затворе, которое ограниче- 
но напряжением пробоя нзолятора затвора. 

В графнческих обозначеннях транзисторы с нн- 
дуцнрованным каналом имеют штриховую лннию 
в обозначении канала, а со встроенным кана- 
лом — сплошную, стрелкн определяют тнп 
канала: направлена к каналу — канал л-тнпа, 
от канала — канал р-типа. 


Графические обозиачения полевых транзисторов 


Класс прибора 


Транзистор с одним затвором 


(тетрод) 


| Ср-п переколом | | Ср-п переколом | п переходом 


нормально открытый 
(с обеднением) 


С изолированным затвором 


- вормальмо.закрытый 
(с обогашением) 


нормально открытый 
(с обеднением) 


и = № 
Транзнстор с двумя затворамн р ГА 7. 
(тетрод) р) 5, — Ну 9—1 
я 2 Я а И 8 й 9 ве И в — и 
1 
Траизистор с одним затвором ё 5 2 
2=Ни аи з—Ёи 
Транзнстор с двумя затворами С 


В МОП-транзисторах иногда делается четвер- 
тый вывод ‘(кроме выводов истока, стока и 
затвора) от подложки, которая, как и затвор, 
может выполнять управляющие функции, но от 
канала она отделена только р-п переходом. Обыч- 
но вывод подложки соединяется с выводом 
истока. Если же требуется иметь два управ- 
ляющих электрода, то используются МОП- 
транзисторы с двумя затворами (МОП-тетро- 
ды, например, транзисторы КПЗ22, КПЗ?27, 
КП346, КПЗ50). Они имеют малую емкость обрат- 
ной связи, ие требуют цепей нейтрализации и 
более устойчивы к паразитным колебанням. 
Транзистор КПЗ06 имеет нормированную квадра- 
тичность переходной характеристики менее 2,5 В 
при ослаблении комбинированных составляющих 
третьего порядка не менее 80 дБ. 

Слой окисла между затвором и подложкой 
очень тонкий, поэтому МОП траизисторы чув- 
ствительны к действию статического электриче- 
ства, которое может привести к их пробою. 
Для их защиты между затворами и подлож- 
кой иногда включают защитные диоды (стаби- 
литроны). МОП-траизисторы имеют более высо- 
кий коэффициент шума на низких частотах по 
сравнению с полевыми транзисторами с р-п пе- 
реходом, поэтому они используются в малошу- 
мящих усилителях на высоких частотах. 

Среди мощных полевых транзисторов с уп- 
равляющим р-п переходом необходимо отметить 
транзисторы со статической индукцией (напри- 
мер, КП801). Они имеют выходные характеристи- 
ки, подобные ламповому триоду; хорошие пара- 
метры переключения и линейность в области 
токов, используемых в уснлителях звуковой ча- 
стоты; у них отсутствует тепловая иестабиль- 
ность, так как при больших токах стока темпе- 
ратурный коэффициент имеет отрицательное зна- 
чение; низкий уровень шумов; низкое выходное 
сопротивление, что хорошо согласуется энергети- 
чески с низкоомной нагрузкой. 

Рассмотрим назначение некоторых ‚конкрет- 
иных типов полевых транзисторов. 

КП101 (ГЕ) — малошумящие диффузион- 
но-планарные (ДП) полевые транзисторы с затво- 
ром на основе р-п перехода и каналом р-типа. 
Предназначены для применения во входных кас- 
кадах усилителей низкой частоты и постоянного 
тока с высоким входным сопротивлением. Диапа- 
зон рабочих температур окружающей среды 
—45... + 85 °С. 

КП103 (Е[М) — малошумящие диффузион- 
но-планариые полевые транзисторы с затвором 
на осиове р-п перехода и каналом р-типа. 
Предназначены для применения во входных кас- 
кадах усилителей низкой частоты и постояниого 
тока с высоким входным сопротивлением. Диапа- 
зон рабочих температур окружающей среды 
—55...+ 85 °С. 

КП201 (Е Л-Г) — бескорпусные (с гибкими 
выводами) малошумящие диффузионно-планар- 
ные полевые транзисторы с затвором на основе 
р-п перехода и каналом р-типа. Предназначены 
для применения во входных каскадах усилителей 
низкой частоты и постоянного тока с высоким 
входным сопротивлением в составе гибридных 
интегральных микросхем. Диапазон рабочих тем- 
ператур окружающей среды — 40... -{ 85 °С. 

КП202 (Д—Е-1) — бескорпусные (с гибкими 
выводами) малошумящие эпитаксиально-планар- 
ные (ЭП) полевые транзисторы с затвором иа 
основе р-п перехода и каналом п-типа. Пред- 
назначены для применения во входиых каскадах 


усилителей низкой частоты и постоянного тока с 
высоким входным сопротивлением в составе 
гнбридных интегральных микросхем. Диапазон 
рабочих температур окружающей среды —40... 
- 85 °С. т 

КП301 (Б—Г) — малошумящие планарные 
полевые транзисторы с нзолироваиным затвором 
и индуцированным каналом р-типа. Предназначе- 
ны для применения во входных каскадах уси- 
лителей и нелинейных малосигнальных каскадах 
с высоким входным сопротивлением. Диапазон 
рабочих температур окружающей среды — 45... 
...Н 70 °С. 

‚КПЗ02 (А—Г, АМ—ГМ) — высокочастотные 
малощумящие планарные полевые транзисто- 
ры с затвором иа основе р-п перехода и 
каналом п-типа. Предназначены для примене- 
ния в широкополосных усилителях на часто- 
тах до 150 МГц, в переключающих и комму- 
тирующих устройствах. Диапазон рабочих темпе- 
ратур окружающей среды — 60... 100 °С. 

КП303 (А—И) — высокочастотные малошу- 
мящие эпитаксиально-планарные полевые тран- 
зисторы с затвором иа основе р-п перехода’ и 
каиалом л-типа. Предназиачены для применения 
во входных каскадах усилителей с высоким 
входным сопротивлением (КПЗОЗГ — в зарядо- 
чувствительных усилителях и других устройствах 
ядерной спектрометрии). Диапазон рабочих тем- 
ператур окружающей среды —-40... -{ 85°С. 

КП304А — диффузионно-планарные полевые 
транзисторы с изолнрованным затвором и инду- 
цированным каналом р-типа. Предназначены для 
применения в переключающих и усилительных 
каскадах с высоким входным сопротивлением. 
Диапазон рабочих температур окружающей сре- 
ды — 45...85 °С. 

КП305 (Д—И) — высокочастотные малошу- 
мящие диффузионно-планарные полевые тран- 


зисторы с изолированным затвором и каналом. 


п-типа. Предназначены для применения в усили- 
телях высокой и низкой частоты с высоким 
входным сопротивлением. Диапазон рабочих 
температур окружающей среды — 60... | 125 °С. 

КП306 (А—В) — малошумящие СВЧ диф- 
фузионно-планарные полевые транзисторы с дву- 
мя изолированными затворамн и каналом п-типа. 
Предназиачены для применения в преобразо- 
вательных и усилительных каскадах с высо- 
ким входным сопротивлением. Днапазон рабочих 
температур окружающей среды — 60... + 125 °С. 

КП307 (АЖ) — малошумящие эпитакси- 
ально-планарные полевые транзисторы с затвором 
на основе р-п перехода и каналом п-типа. 
Предназиачены для применения во входных кас- 
кадах усилителей высокой и низкой частот с 
высоким входным сопротивлением (КПЗ07Ж — 
в зарядочувствительных усилителях и устрой- 
ствах, ядерной спектроскопии). Диапазон рабо- 
чих температур окружающей среды —40... 
+ 85 °С. 

КП308 (А—Д) — бескорпусные (с гибкими 
выводами} малошумящие эпитаксиально-планар- 
ные полевые транзисторы с затвором на осно- 
ве р-п перехода и каналом п-типа. Предназначе- 
ны для применения: КПЗ08 (А — В) — во вход- 
ных каскадах усилителей низкой частоты и по- 
стоянного тока, КПЗ08 (Г — Д) — в коммутато- 
рах переключающих устройств с высоким вход- 
ным сопротивлением. Диапазон рабочих тем- 
ператур окружающей среды — 60... {85 °С. 


КП310 (А—Б) — малошумящие СВЧ диффу- 
зионно-планариые полевые транзисторы с изоли- 
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рованным затвором и каналом п-типа. Предназна- 
чены для применения в приемно-передающих 
устройствах СВЧ диапазона. Диапазон рабочих 
температур окружающей среды — 60... -{ 125 °С. 

КП312 (А, Б) — малошумящие СВЧ эпитак- 
сиально-планарные полевые транзисторы с затво- 
ром на основе р-п перехода и каналом п-типа. 
Предназначены для применения во входных 
усилителях и преобразовательных каскадах СВЧ 
диапазона. Диапазон рабочих температур окру- 
жающей среды — 60... + 100 °С. 

КП313 (АВ) — малошумящие СВЧ диффу- 
зионно-планарные полевые транзисторы с изоли-. 
рованным затвором и каналом п-типа. Предназна- 
чены для применения в усилительных каскадах 
с высоким входным сопротивлением. Диапазон 
рабочих температур окружающей среды —45... 
...485 °С. 

КП314А — малошумящие планарно-эпитакси- 
альные полевые транзисторы с затвором на 
основе р-п перехода и каналом п-типа. Пред- 
назначены для применения в охлаждаемых кас- 
кадах предварительных усилителей устройств 
ядерной спектрометрии. Диапазон рабочих темпе- 
ратур окружающей среды — 170... -{ 85 °С. 

КП322А — малошумящие планарно-эпитакси- 
альные полевые транзисторы с двумя затвора- 
ми на основе р-п перехода и каналом п-типа. 
Предназначены для работы в усилительных и 
смесительных каскадах высокочастотного диапа- 
зона. Диапазон рабочих температур окружающей 
среды — 60... {85 °С. 

КП323 (А-2, Б-2) — бескорпусные (на керами- 
ческом кристаллодержателе) с полосковыми вы- 
водами и приклеиваемой керамической крышкой 
эпитакснально-планарные полевые транзисторы с 
затвором на основе р-п перехода и каналом п-ти- 
па. Предназначены для работы в малошумя- 
щих усилительных каскадах на частотах до 
400 МГц. Диапазон рабочих температур окру- 
жающей среды —-60... {70 °С. 

КП327 (А, Б) — кремниевые планарные поле- 
вые транзисторы с двумя изолированными затво- 
рами (МДП-тетрод), защитными диодами и ка- 
налом п-типа. Предназначены для работы в 
селекторах телевнзоров метрового и дециметро- 
вого диапазонов для улучшения чувствитель- 
ности, избирательности и глубины регулиро- 
вания сигналов с малыми перекрестными иска- 
жениями. Диапазон рабочих температур окру- 
жающей среды — 45... { 85 °С. 

КПЗ29 (А, Б) — высокочастотные малошу- 
мящие полевые транзисторы на основе р-п пере- 
хода с каналом п-типа. Предназначены для при- 
менения во входных каскадах усилителей на 
частотах до 200 МГц и в переключательных и 
коммутирующих устройствах с высоким вход- 
ным сопротивлением. Диапазон рабочнх темпе- 
ратур окружающей среды —60...100 °С. 

КП341 (А, Б) — малощумящие планарно- 
эпитаксиальные полевые транзисторы на основе 
р-п перехода и каналом п-типа. Предназначены 
для применения во входных каскадах усили- 
телей. Диапазон рабочих температур окружаю- 
щей среды — 60... + 125 °С. 

КП346 (А9Э, Б9) — малошумящие СВЧ пла- 
нарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с 
двумя изолированнымн затворами и каналом л-ти- 
па. Предназначены для применения во вход- 
ных каскадах усилителей. Транзисторы имеют 
корпус КТ-48, предназначенный для поверх- 
ностного монтажа. Диапазон рабочих темпе- 
ратур окружающей среды — 60... {85 °С. 
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КП350 (А — В) — диффузионно-планарные 
полевые транзисторы с двумя изолированными 
затворами и каналом п-типа. Предназначены для 
применения в усилительных, генераторных и пре- 
образовательных каскадах СВЧ (на частотах 
до 700 МГц). Диапазон рабочих температур 
окружающей среды —45... -{ 85 °С. 

КП601 (А, Б) — сверхвысокочастотные мало- 
шумящие средней мощности планарные полевые 
транзисторы с затвором на основе р-п перехода 
и каналом п-типа. Предназначены для рабо- 
ты во входных и выходных каскадах усили- 
телей, генераторах и преобразователях высокой 
частоты. Диапазон рабочих температур окру- 
жающей среды — 60... {85 °С. 

КП801 (А—Г) — мощные эпитаксиально-пла- 
нарные со статической индукцией транзисто- 
ры (СИТ) с затвором на основе р-п перехода и 
каналом л-типа. Имеют характеристики, подоб- 
ные ламповому триоду. Предназначены для ра- 
боты в выходных каскадах усилителей звуко- 
воспроизводящей аппаратуры. По сравнению с 
МДП-транзисторами СИТ характеризуются более 
высокой линейностью и крутизной и низким 
сопротивлением насыщения. Диапазон рабочих 
температур окружающей среды —40...{ 85 °С. 

КП802 (А, Б) — мощные высоковольтные 
эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с 
каналом лп-типа. Предназначены для работы в 
преобразователях постоянного напряжения. клю- 
чевых и линейных устройствах. Диапазон рабо- 
чих температур окружающей среды — 60... 
+ 85 °С. 

КП901 (А, Б) — мощные планарные полевые 
транзисторы с изолированным затвором и ин- 
дуцированным каналом п-типа. Предназначены 
для работы в усилительных и генераторных 
каскадах в диапазоне коротких и ультракорот- 
ких длин волн. Диапазон рабочих температур 
окружающей среды — 60... {125 °С. 

КП902 (А—В) — мощные планарные полевые 
транзисторы с изолированным затвором и кана- 
лом п-типа. Предназначены для работы в 
‘приемно-передающих устройствах на частотах до 
400 МГц. Диапазон рабочих температур окружа- 
ющей среды —45... + 85 °С. 

КП903 (А—В) — мощные планарно-эпитак- 
сиальные транзисторы с затвором на основе 
р-п перехода и каналом п-типа. Предназначены 
для работы в приемно-передающих устройствах 
на частотах до 30 МГц. Диапазон рабочих 
температур окружающей среды — 60... -{ 100 °С. 

КП904 (А, Б) — мощные планарные полевые 
транзисторы с изолированным затвором и инду- 
цированным каналом п-типа. Предназначены для 
работы в усилительных, преобразовательных и 
генераторных каскадах в диапазонах коротких 
и ультракоротких волн. Диапазон рабочих тем- 
ператур окружающей среды -- 60... + 125 °С. 

КП905 (А, Б) — мощные СВЧ планарные 
полевые транзисторы с изолированным затвором 
и каналом п-типа. Предназначены для работы 
в усилительных и генераторных каскадах на 
частотах до 1,5 ГГц. Диапазон рабочих тем- 
ператур окружающей среды —40... + 85 °С. 

КП907 (А, Б) — мощные СВЧ полевые тран- 
зисторы с изолированным затвором и кана- 
лом п-типа. Предназначены для работы в 
усилительных и генераторных каскадах на часто- 
тах до 1,5 ГГц. Диапазон рабочих темпе- 
ратур окружающей среды —40... -{ 85 °С. 

КП921А — мощный эпитаксиально-планар- 
ный полевой транзистор с изолированным затво- 


Й 


ром и индуцированным каналом п-типа.‘ Прёд- 
назначен для применения в быстродействующих 
переключающих устройствах. 

Диапазон рабсчих температур окружающей 
среды —45...- 85 °С. 

КП928 (А, Б) — мощные генераторные СВЧ 
эпитаксиально-планарные полевые МДП-тран- 
зисторы. Предназначены для работы в гене- 
раторах и усилителях мощности сигналов на 
частотах до 400 мГц, а также в импульсных 
и быстродействующих переключающих устрой- 
ствах. Диапазон рабочих температур окружаю- 
щей среды — 60... 125 °С. 

КПС!104 (А—Е) — сдвоенные планарно-эпи- 
таксиальные ионно-легированные полевые тран- 
зисторы с затвором на основе р-п перехода и 
каналом п-типа. Предназначены для примене- 
ния во входных каскадах малошумящих диффе- 
ренциальных и операционных усилителей низкой 
частоты и усилителей постоянного тока с высо- 
ким входным сопротивлением. Диапазон рабо- 


чих температур окружающей среды —45... 


...485 °С. 

КПС202 (А-2—Г-2) — сдвоенные бескорпус- 
ные планарно-эпитаксиальные ионно-легирован- 
ные малошумящие полевые транзисторы с 
затвором на основе р-п перехода и каналом 
п-типа. Предназначены для применения во вход- 
ных каскадах усилителей, дифференциальных и 
операционных усилителей низкой частоты, а так- 
же усилителей постоянного тока с высоким 
входным сопротивлением (например, в медико- 
биологической аппаратуре и малошумящих ба- 
лансных каскадах). 

При монтаже транзисторов не допускается 
использование материалов, вступающих в хи- 
мическое' взаимодействие с защитным покры- 
тием. Должна быть исключена возможность 
соприкосновения выводов с кристаллом (мини- 
мальное расстояние от места изгиба выводов 
до кристалла | мм, радиус закругления не 
менее 0,5 мм). При монтаже тепловое со- 
противление кристалл — корпус должно быть не 
более 3 °С/мВт. При пайке выводов (на расстоя- 
нии не менее | мм) и при заливке компаунда- 
ми нагрев кристалла не должен превышать 
4 125 °С. 

Днапазон рабочих температур окружающей 
среды — 40... 70°С. 
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КПС203 (А-1—Г-1) — сдвоенные бескорпус“ 
ные с гибкнмн выводами без кристаллодер- 
жателя малошумящие планарно-диффузионные 
полевые транзисторы с затвором на основе 
р-п перехода и каналом п-типа. Предназначены 
для применения во входных каскадах высоко- 
точных и малошумящих дифференциальных и опе- 
рационных усилителей и малошумящих баланс- 
ных каскадах с высоким входным сопротив- 
лением. При монтаже и пайке расстояние от 
края транзистора до места изгиба должно быть 
не менее Г мм, радиус изгиба — не менее 
0,5 мм, расстояние до места пайки — не ме- 
нее 1,5 мм. Не допускается нагрев транзи- 
сторов свыше - 125 °С. 

Диапазон рабочих температур окружающей 
среды —45...{+ 85 °С. 

КПС315 (А, Б) — сдвоенные иланарно-эпи- 
таксиальные полевые транзисторы с затвором на 
основе р-п перехода и каналом п-типа. Пред- 
назначены для применения во входных каска- 
дах дифференциальных усилителей низкой часто- 
ты и постоянного тока с высоким входным 
сопротивлением. Выпускаются в металлостеклян- 
ном корпусе с гибкими выводами. Диапазон ра- 
бочих температур окружающей среды —60.. 
... 100 °С. 

КПС316 (Д-1 — И-1) — сдвоенные бескорпус- 
ные с гибкими выводами без кристаллодер- 
жателя планарно-эпитаксиальные полевые тран- 
зисторы с затвором на основе р-п перехода и 
каналом п-типа. Предназначены для применения 
во входных каскадах дифференциальных уси- 
лителей и балансных каскадов с высоким вход- 
ным сопротивлением. Типономинал прибора ука- 
зывается на индивидуальной или групповой 
таре. Диапазон рабочих температур окружаю- 
щей среды —40... + 85 °С. 


3.6. Буквенные обозначения параметров 
полевых транзисторов 


Буквенные обозначения параметров полевых 


транзисторов в соответствии со стандартом МЭК 
(публикация 747-8. 1984 г.) приводятся ниже. 


Параметр 


Обратное напряжение затвор — исток (постоянное) 


отечественное 

[. Ток затвора (постоянный) 
1 6те Ток отсечки затвора 
13 пр Прямой ток затвора 
Зут Ток утечки затвора 
1зио Обратный ток перехода затвор — исток 
13со ' Обратный ток перехода затвор — сток 
Ти Ток истока (постоянный) 
ТИ ная Начальный ток истока 
ТИ ост Остаточный ток истока 
[с Ток стока (постоянный) 
1С нагр Ток стока при нагруженном затворе 
ТС нач Начальный ток стока 
ост Остаточный ток стока 
1 Ток подложки 
Ози Напряжение затвор — исток (постоянное) 
ЗИ обр Ос 

ЗИ отс (сз (оЕР)› аз ой 


значения 


Напряжение отсечки транзистора — напряжение между затвором и истоком 
(полевого транзистора с р-п переходом и с изолированным затвором, работаю- 
щего в режиме обеднения), при котором ток стока достигает заданного низкого 
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АЯ 


Буквенное обозначение по ГОСТ 19095—73 


отечественное 
Ози пор 
Ози пр 
З проб 


Озп 
Озс 


136 


международное 


Освзт, Ивз (в). 
6$ (то) 


О ЗЕ 

О (вв) 05$ 
Осв, Иво 
Ось 

Изв, $50 
05 

Орв, Иро 
Ос: —Ос2 
Роз 

Ятз 

70$» Гр 
гор» Гза 
70$$» Грзз 
Гр$» Газ . 


Гр$ (ОМ)» 74$ (оп) 
Гр$ оп 

Гр$ (ОЕЕ),’ Газ (оН)› 
Гр$ он 

С пзо 

Свао 

Саво 

С», С из 


С тв» С 1253 
Сов» Сов 
Совь, 25 
153» @ 115 
Возз» 225 
Ув» УП$ 
Утгз» 125 
У1з» 21$ 
Уоз» 22$ 
СР 
Г 

п 
тЫ 
“1р . 


Я газ 
оп 


Продолжение 


Параметр 


Пороговое напряжение транзистора — напряжение между затвором и истоком 
(у полевого транзистора с изолированным затвором, работающего в режиме 
обогащения), прин котором ток стока достигает заданного низкого значения 
Прямое напряжение затвор — исток (постоянное) 

Пробивное напряжение затвора — напряжение пробоя затвор — исток при 
замкнутых стоке и истоке 

Напряжение затвор — подложка (постоянное) 

Напряжение затвор — сток (постояиное) 

Напряжение исток — подложка (постоянное) 

Напряжение сток — исток (постоянное) 

Напряжение сток — подложка (постоянное) = 

Напряжение затвор — затвор (для приборов с несколькими затворами) 
Рассеиваемая мощность сток — исток (постоянная) 

Максимальная рассеиваемая мощность сток — исток с теплоотводом (постоянная) 
Крутизна характеристики 

Сопротивление затвор — исток 

Сопротивление затвор — сток 

Сопротивление затвора (при Ирз=0 или Иа. =0) 

Сопротивление сток — исток 

Сопротивление сток — исток в открытом состоянии — сопротивление между сто- 
ком и истоком в открытом состоянии транзистора при заданном иапряжении 
сток — исток, меньшем напряжения насыщения 

Сопротивление сток — исток в закрытом состоянии — сопротивление между 
стоком и истоком в закрытом состоянии транзистора при заданном напряжении 
сток — исток 

Емкость затвор — исток — емкость между затвором и истоком при разомкнутых 
по переменному току остальных выводах 

Емкость затвор — сток — емкость между затвором — истоком при разомкнутых 
по переменному току остальных выводах 

Емкость сток — исток — емкость между стоком и истоком при разомкнутых по 
переменному току остальных выводах 

Входная емкость транзистора — емкость между затвором и истоком при коротком 
замыкании по переменному току на выходе в схеме с общим стоком 
Емкость обратной связи в схеме с общим истоком при коротком замыкании на 
входе по переменному току 

Выходная емкость транзистора — емкость между стоком и истоком при коротком 
замыкании по переменному току на выходе в схеме с общим истоком 

Выходная емкость в схеме с общим стоком при коротком замыкании на входе 
(при коротком замыкании цепи затвор — сток по переменному току) 
Активная составляющая входной проводимости транзистора (в схеме с общим 
истоком при коротком замыкании на выходе) 

Активная составляющая выходной проводимости транзистора (в схеме с общим 
истоком при коротком замыкании на входе) 

Полная входная проводимость транзистора (в схеме с общим истоком при корот- 
ком замыкании на выходе) 

Полная проводимость обратной передачи транзистора (в схеме с общим истоком 
при коротком замыкании на входе) 

Полная проводимость прямой передачи транзистора (в схеме с общим истоком 
при коротком замыкании на выходе; у«=е!.-Н/6=/р/Исвз; на НЧ |: [=8\з) 
Полная выходная проводимость транзистора (при коротком замыкании на входе) 
Коэффициент усиления по мощности 

Частота отсечки в схеме с общим истоком 

Шумовое напряжение транзистора 

Коэффициент шума транзистора 

Температурный коэффициент тока стока 

Температурный коэффициент сопротивления сток —- исток 

Время включения транзистора 

Время выключения транзистора 

Время задержки включения 

Время задержки выключения 

Время нарастания 

Время спада 


Е Окончание 


Буквенное обозначение по ГОСТ 19095—73 


международное 


Параметр 
отечественное 


Для сдвоенных полевых транзисторов: 


Тз —/ 1 — А 

Г 3(ут)2 6$$Г`16$$2 
9 ©”) Разность токов утечки затвора (для полевых транзисторов с изолированным 
затвором) и разность токов отсечки затвора (для полевых транзисторов с р-п 
переходом) 


Отношение токов стока при нулевом наприжении затвор — исток 


ТС нача / ТС нач? 12$$1/ 12552 


Ози!—Ози2 сзг—Ивз2 Разность напряжений затвор — нсток 

14 (Иззи -- 1А (Ос Изменение разности напряжений затвор — исток между двумя значениями тем- 

—зи2) [лт —с$2) [лт пературы 

б20и1— @22и2 боз1— Во Разность выходных проводнмостей в режиме малого сигнала в схеме с общим 
истоком 

оон! /б21но 11/2 Отношение полных проводимостей прямой передачн в режиме малого сигнала 


в схеме с общим нстоком 
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-3.7. Параметры полевых транзисторов 


ИСИ тах, 
03с тах, В 


ГС нач» 
ГС ост, мА 


ОЗИ тах, ТС тах, 
В мА 


ОЗИ от, 
Зи пор» В 


РСИ тах, мВт 
РЁИ ттах. Вт 


Технология, 


Тип прибора структура 


кшог 
КПД 
КШОЕ 


ДП, с р-п 
переходом и 
р-каналом 


КП103Е ДП, с р-п 
КП03Ж переходом 
КП 0Зи и р-каналом 
КП103К 

КП103л 

КП103М 


КП10ЗЕР! ДП, с р-п 
КП10ЗЖР! переходом 
КП1ОЗИР! и р-каналом 
КПОЗКР! 

КГ0ЗЛР1 

КП103МР1 


КП201Е-1 ДП, с р-п 
КП201Ж-1 переходом 
КП201И-1 и р-каналом 
КП201К-1 


КП201Л-1 


КП202Д-1 
КП202Е-1 


ЭП ср-п 
переходом 
и п-каналом 


КПЗ01Б 


Планарные с изо- 
лированным за- 


—<0,5 мкА 


КПЗо1В твором, с индуци- —<0,5 мкА 
рованным р-кана- 
киЗо1Г лом <0,5 мкА 


КПЗ02А Планарные с р-п <24; 6,0* 
КПЗ02Б переходом и п-ка- <43; 6,0* 
КП302В налом <33; 6,0* 


КП302Г <65; 6,0* 
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КСИ стк. Ом 
Кур. дБ 
Равх. Вт 


Зе. мВ 


Син, Сон, С33., пФ 


Габаритный чертеж корпуса 


Е. нНв/УГи Тзи/АТ***. 


мкВ/°С 


947 
<10; <0,4** м 8 
<10; <, 4** < 
<! к [Я 
г < 

- и 

95,8 у 
<20; <8* : 
<20; <8* ь о. 
<20; <8* 3 
<20; <8* 
<20; <8* 3 й 

652 


<20; <8* 


<20; <8* =. 
<20; <8* «х 
<20; <8* ы Е 
<20; <8* = Й 
. * 
<20; <в т 


<20; <8* 
<20; <8* 
<20; <8* 
< 20; <8* 
<20; <8* 


<85:<1.0* <9,5 (100 МГц) = 
=, «х 
<3,5; <1.0*; <9,5 (100 МГи) 

<3,5** .. Карл. 
<3,5; <1.0*; 9.5 (100 МГи) > 

<3,5** И 


<3 (1 кГц) 


ии > 


ОСИ тах, 
Ис тах В 


ОЗИ`отс, 
ии пор, В 


РСИ тах, 
Реи гтах, Вт 


Технология, 
структура 


Тип прибора 


КП3З02АМ 
КИ302БМ 
КПЗ02ВМ 
КПЗ02ГМ 


Планарные с р-п 
переходом и п-ка- 
налом 


КПЗОЗА ЭП, с р-п перехо- <2,5;: 5,0* 
КПЗ03Б дом и п-каналом <2,5; 5,0* 
КПЗ03ЗВ <5; 5,0* 
КПЗ03Г =12; 5,0* 
КПЗ0ЗД <9; 5,0* 
КПЗОЗЕ <20: 5,0* 
КПЗ03Ж <3; 5.0* 


КП30ЗИ ЗБ 50* 


КПЗ04А ДП, с изолиро- 
ванным затвором 
и  индуцирован- 


ным р-каналом 


30 (60*) 


КПЗ05Д ДИ, с изолиро- >6 
ванным затвором 

КПЗ05Е и п-каналом >6 

КПЗ05Ж >6 

КП305И >6 


КПЗоО6бА ДП, с двумя изо- 150 <4 
лированными за- 

КП306Б творами и п-ка- 150 —<4 

КП306В налом 150 <6 


ЭП, с р-п перехо- 
дом и п-каналом 


КПЗО8А_-1 


КПЗ08Б-1 ЭП, с р-п перехо- 
КПЗ08В-1 дом и п-каналом 
КПЗ08Г-1 
КПЗ08Д-1 


КПЗ10А 
КПЗ10Б 


<5; <0,1* 
<5; <0,1* 


ДП, с изолиро- 
ванным затвором 
и п-каналом 
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Киш. дБ Явка, НС 
* п в 1выкл, НС 
Си, Сон, С88и, пФ 1 Л [**, МГц Габарнтный чертеж корпуса 
ш’, НВ/УГц дИзи/АТ**®. 


©***, Кл мкВ/°С 


<20: <, <3 (1 кГц) < < 
<20: <8* 54: 55° 
<20; <8* <4: <5* 


1,0...4 <6; <2,0* <30** (20 Гц) 
1,0...4 <6; <2,0* <20** (1 кГц) 
210...5 =<6б; <? <20** (1 кГц) 
3,0..7 < 6; <2,0* <(6-10—'7)*** 
>26 <6б; <2,0* <4 (100 МГц) 
>4 <6; <2.0* <4 (100 МГц) 
1.0...4 <6; <2.0 <100** (1 кГц) 
2,0...6 < 6; <2,0* <100** (1 кГц) 


\/ 


539; <2*; < 6** 


<7,5 (250 МГц) 


сл 
ве 


5,2...10,5 


4...8 
5,2...10,5 


<75 (250 МГц) 


4...10,5 


<6 (200 МГц, 
<6 (200 МГц) 
<6б (200 МГц) 


4..3 (Иззи=10 В) 


4..8 (Изи-=Ю В) 
4..8 (Изли=1!0 В) 


<20** (1 кГц) 
<2,5** (100 кГц) 
<2,5** (100 кГц) 
<6 (400 МГц) 

—<6 (400 МГц) 

—20** (1 кГц) 
< (0,4.10—'5) *** 


54 


<20** (1 
—<20** (1 кГц) 
<20** (1 
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Тип прибора 


КП312А 
КП312Б 


КП313ЗА 
КПЗ13Б 
КП313В 


КПЗ14А 


КП322А 


КПЗ23А-2 
КПЗ23Б-2 


КП327А 
КП327Б 


КП329А 
КП329Б 


КПЗ41А 
КП341Б 
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РСИ тах, мВт 
РИ. тах. Вт 


ОСИ тах, 
ЗС тах, В 


Технология. 
структура 


г 
[А 
р) 
сл 


ЭП, с р-п перехо- 
дом ин п-каналом 


ое 
бл 
о 
сл 


ДП, с изолиро- 75 >6 15 

ванным затвором 

и п-каиалом 75 >6 15 
75 >6 15 


ЭП, с р-п перехо- 
дом и п-каналом 


ЭП, с двумя за- 
творами, р-п пере- 
ходом и п-каиа- 
лом 


ЭП. с р-п перехо- 
дом и п-каналом 


П, с двумя изоли- 
рованными затво- 
рами и п-каналом 


> 
сл 


ЭП, с р-п перехо- 
дом и п-каналом 


му 
мл 
3 
Я 


ЭП, с р-п перехо- |150 (60 °С) 


дом и п-каналом 


150 (60 °С) 


12 


$. мА/В 


4...5.8 
2..5 


4,5...10,5 


4,5...10,5 
4,5...10,5 


3,2...6,3 


15...30 
18...32 


вкл. НС 
Выкл, нс 
[**. МГц 
зи дТ**= 
мкВ/*С 


Син. С]он. СЗЗн, пФ 


<4 (400 МГц) 
<6 (400 МГц) 


<7,5 (250 МГц) 300** 


<7,5 (250 МГц) | 300*** 


<7,5 (250 МГи) | 300** 


={1:32:10-И)**® | >100** 


<5** 400** 
<5** 400** 


В 
<6 <1500 <20** 200** 
<6 —1500 =20** 200** 
о Ы 


2,8 (400 МГц) 
<1,2** (100 кГц) 
1,8 (200 МГц) 


<1,2** (100 кГц) 


Продолжение 


Габарнтный чертеж корпуса 


95,8 @ 


$52 
< ЗИ 
|9 м 
ьо® е «> 
— 
22 Ю 
5 
ых > 
®. 


ИСИ тах, 
ИЗС тах, В 


РСИ тах, мВт 
РСИ т пах, Вт 


Технология, 


Тип прибора структура 


КП346А9 


ЭП, с двумя изо- 
лированными за- 
творами и л-кана- 
лом 


КП346Б9 
КП346В9 


КП350А ДП, с двумя изо- 
лированными за- 
творами и встро- 


енным п-каналом 


КПЗ50Б 
КПЗ50В 


П, с р-п перехо- | 500; 2* Вт 


КП 601 Б дом и п-каналом 


КП801А 
КП801Б 
КП801В 
КП8О1Г 


75; 110* 
75; 90* 
110; 150* 
140; 180* 


ЭП, с р-п перехо- 
дом п-каналом 


КП802А 
КП802Б 


ЭП, с р-п перехо- 
дом п-каналом 


КП901А Планарные с изо- 
лированным за- 
твором и индуци- 


рованным п-кана- 


КП901Б лом 

КП902А Планарные с изо- 
лированным за- 

КП902Б твором и п-кана- 


лом 
кп902В 


144 ь 


О. мкВ 
Еш. нв/УГц 
9**. Кл 


$, мА/В 


Сиь, СТ», С8и, пФ 


мкВ/°С 


>12 <2,6; <0,035* <3,5 (0,8 ГГц) 
=-1. 3 

>10 <3; <0,035* <4,5 (100 МГц) 
=. 5* 

212 <2,6; <0,035* <1,9 (МГц) 


= 1,3 ** 


>6 <6, <0,07* <6 (400 МГц) 
<6** 

>6 <6; <0.07* <6 (100 МГц) 
<6* 

>7 <6; <0,07** <8 (400 МГц) 


<6** 


<6 (400 МГц) 
<6 (400 МГц) 


10* 


10...25 Ш 0,6", 11° 6 (250 МГц) 


10...25 11: 0.6%: 11 


Г: 9.8; 11** 


8,0 (250 МГц) 


Продолжение 


Габаритный чертеж корпуса 


121 


15 


21 


8 


8 
© 
и 
{ Лоб 
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ОЗИ тах, ТС тах, ТС нач, 
В мА Г ост, мА 


ИСИ тах, 
ЗС та» В 


ЗИ отс, 
Е пор» В 


РСИ тах, мВт 
Р Си. ттах. Вт 


Технологня, 
структура 


Тил прибора 


` 


КП90ЗА 


ЭП, с р-п перехо- 
дом и п-каналом 


КП903ЗБ 


КП903зВ 


КП904А Планарные, с изо- 350; 200* 
лированным за- 
КП904Б твором и индуци- 350; 200* 


рованным л-кана- 
лом 


КП905А Планарные с изо- 
лированным за- 


твором и л-кана- 


КП905Б лом 
КП905В 
КП907А Планарные, с изо- | 11,5* Вт 
: лированным за- 
КП907Б твором и л-кана- | 11.5* Вт 
лом 
КП907В 11,5* Вт 


КП921А 


ЭП, с индуциро- 
ванным п-кана- 
лом 


КП928А ЭП. с изолиро- 
ванным затвором 
и л-каналом 


КП928Б 


ЭП, сдвоенные с 


КПС!04А 


КПС!104Б р-п переходом и 
КПС!04В п-каналом 
КПС104Г 

КПС!04Д 


КПС!04Е 
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$. мА/В 


250...510 
250...510 


18 


18 
18 


110...200 
100...200 


80...110 


800...1500 


- Продолжение 


Киш, дБ 
И, мкВ 
Е. нВ/УГц 
0***. Кл 


Син, Сон: 622. Ф Габаритный чертеж корпуса 


18 <5** (100 кГц) : х 
18 <5** (100 кГц) © 
ы я 
18 <5** (100 кГц) 
300 (30 В) ы 
300 (30 В) — 


7: 0;:6* 4** 


1150.6; 4** 6,5 (1000 МГц) 


13; 0,8*; 6*==* 


530 (10 В) 
50* 


530 (10 В) 
50* 


АЛАЛАЛ 


рых > 
т 
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Технология, 


Тип прибора структура 


КПС202А-2 ЭП, сдвоенные <1,5 
КПС202Б-2 р-п переходом и <1,5 
КПС202В-2 п-каналом <1,5 
КПС202Г-2 <3 


КПС203ЗА-1 ПД, сдвоенные 30 (55 °С) 


КПС203Б-1 р-п переходом и | 30 (55 °С) 
КПС203В-1 п-каналом 30 (55 °С) 
КПС203Г-1 30 (55 °С) 


ЭП, сдвоенные 
р-п переходом 
п-каналом 


КПСЗ15А 


я 


КПСЗ315Б 


КПС316Д-1 
КИСЗ6Е-1 
КПС316Ж-1 
КПС316И-1 


ЭП, сдвоенные 
р-п переходом и 
п-каналом 
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Окончание 


Ки дБ 
О, мкВ 
Е**, нВ/УГц 


$. мА/В СИ, С”лонь ба пФ 


н 


-<оо 
© бл 
© 


УУ\У\У 


<2,5* (10 Гц) 
—<12* (10 Гц) 


<8 (10 В) 
<8 (10 В) 


Габаритный чертеж корпуса 
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3.8. Стандартизованные корпуса отечественных транзисторов 


Ниже приводятся габаритные чертежи корпусов транзисторов, выпускаемых отечественной промышленностью, 
соответствующие ГОСТ 18472—88. 


АР 


150 


АИ 


#7-2-И 


151 


152 


АТ-9-12 


153 


№ №5 


+ 


75. 


245,64 
9495 


25 104 


А7-94-И 


©® 


А 


© 


154 


АГ. 


А7-95-7 


А 4-Ш А7- 9417 


АГ 9-2 


№7-95-6 


© 


7-95-12 
| 


ИАС 


155 


156 


АТ 45 АТ 95-17 


(35 
57 


АГ 95-20 


(95% 
5) 


#7-455- 18 


$ 


Зил 
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Тип диода 


А15А 
А15Е 
А100 
А121-Т 
А132-1Т 
А168-1Т 
А2А4 
А2С4 
А201 
А205 
А209 
А2Е1 
А2ЕЗ 
А2Е4 
А2Е5 
А2ЕЭ 
А2Е4 
АЗС! 
А3СЗ 
АЗС5 
А3С9 
АЗП1 
АЗОЗ 
АЗО5 
А309 
АЗЕ] 
АЗЕ5 
АЗЕЭ 
А14В 
А114А 
А115 
4300 
АА! 12 
АА!12Р 
АА11ЗГ 
АА! 14Е 
АА!1З0 {2) 
АА137 
ААУЗ2 
АО150 
АЕЗА 
АЕ150 
АА715 
АМ12 
АМ42 
АМО030 
АМ410 
А$ЗА 
А$3С 
А53С 
А76,8 
В2Р1 
В205 
В209 
В2Е1 
В2Е5 
ВЗЕЭ 
В2В5 
ВЗВ9 
ВЗС! 
ВЗЕ1 
ВЗЕ5 
ВЗЕЭ 
В5С1 
В5С5 
В5С9 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ДИОДЫ И ИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ 


Приближенный отече- 
ственный аналог 


КД202В 
КД202А 
Д229Ж 
КД208А 
КД208А 
КД208А 
КД204В 
КД205Г 
Д229К 
КД205В 
КД205В 
Д229Л 
Д229Л 
КД205Б 
Д229Л 
Д229Л 
КД205А 
КД205Л 
КД205Л 
КД205Л 
КД205Л 
Д229К 
Д229К 
Д229К 
Д229К 
Д246Б 
Д246Б 
Д246Б 
КЦ412В 
КЦ412Б 
КЦ410В 
Д229К 
д10' 
До 
101 
КДАИВ 
ДПОА 
Дэв 
Дзи 
Д223Б 
КЦ41ОА 
Д223Б 
ДЗ12А 
Д229В 
Д229Е 
Д229В 
Д229К 
КЦ410А 
КЦ409д 
КЦ409Е 
КС168 В 
Д229К 
Д229К 
Д229К 
Д229Л 
Д229Л 
Д229Л 
Д229Ж 
Д229Ж 
КД205Л 
Д246Б 
Д246Б 
Д246Б 
Дз02 
Д302 
Д302 


в80С300 
В250С300 
В587-85 
8587-70 
ВА! 28 
ВА!45 

ВА! 47/220 
ВА147/300 
ВА!79 
ВА!80 


ВАБН5 
ВА$70 
ВАМ/14 

ВА\/14ТЕ24 
ВА\/56 АТ 


ВА\/56а 


ВА\/62 
ВА\/6ЗА 
ВАМ/101 


ВАХ53 
ВАХ54 

ВАХ6б! 

ВАХ 63 
ВАХ6ЗА 
ВАХ80 
ВАХ91С/ТЕ1О2 
ВАХ95/ТЕ600 
ВАУ?21 

ВАУЗ8 

ВАУ45 
ВАУ46 
ВАУбЗ 

ВАУ74 

ВАУ89 

ВВ104 

ВВ109 
ВВ1094 
ВВ113 


ВВ205 
ВВ209 


ВВ309 
ВВ404 
ВВ405* 
ВВ503 
ВВ505 
ВВУЗ1 
ВС619 
ВНС0003 
ВЕУА168 
ВЕУ168В 
В1УА468 
ВЕУА468 А 
ВГУА468В 
ВСА71 
ВЕ22 

ВК24 


КД204Б 
КД205И 
КД105Д 
КД105Г 
КД10ЗА 
МД226А 

Д207 

Д208 

Д102 

ГД511 (А—В), 
КД922В 

КД411 (А, АМ) 
ГД!13А 

Д276В 

Д226В 
КДС627А, 
КДС! А 
КДС523 (АГ), 
КДС523 

(АМ _ГМ) 
КД521А 
КД5мГ 
КДС627А, 
КДС6З8А, 
КДСИ1 (А-—В) 
КД906 (А—В) 
КД906 (А—В) 
КДС526Б, КД914В 
КДС526Б 
КД521Г 
КД509А 
КД521А 
КД521А 

Д226В 

КД509А 
КД407А, КД409А 
КД109Б 


КД509А 
КД509А 
КД105А 
КВСИИ! (А, Б) 
КВ109 (А—Г) 
КВ121 (А, Б) 
КВС!20 (А. В). 
КВС!20А1, 
КВ127 (АГ), 
КВ!42 (А, Б) 
КВ!22 (АВ) 
КВ!23А, КВ126А5, 
КВ126АГ-5 
КВ130А 
КВ107В 

КВ109 (А—Г) 
КВ109 (А—Г) 
КВ109 (АГ) 
КВ109 (А—В) 
КВ!10 (А—Е) 
Д2з1, Д2З1А 
КС168А 
КС168А 
КС!68А 


КС168 А 
КС168А 
КД509А 
КД205Г 
КД205Б 


Приближенный отече- 
Тип диода и Тнп днода 
р ствеиный аналог 


ВЕ42 
ВЕВ44 
ВЕВ!Ю 
ВК101А 
ВК!02А 
ВК104А 
ВВ106А 
ВКЕ205 
ВУУ67 
ВУУ68 
ВУ118 
ВУ157 
ВУ\/ 17-100 
ВУ\/17-100 
ВУ\/17-200 
В7Х55С100В 
В72Х55С120В 
В7Х78С51 
В7Х79В12 
ВУХ42/300 
ВУХ42/600 
ВУХ60-400 
В7Х46СЗУЗ 
В7Х55С3ЗУЗ 
В7Х83СЗУЗ 
В2У85В3ЗУЗ 
В7У83С4\У7 
В2У8304У7 
В72У85С4У7 
В7\2924\7 
В7Х85С4У7 
В2Х29С35\У6 
С4010 
С6041 
С6041М 
с6042 
СА50 
СА100 
СВ100 
СВ150 
Ср21 
СЕКб9 
СЕК69С 
СЕЕК70 
СЕК71В 
СЕВ72С 
СЕК500В 
а6бнй 
@р72ЕЗ 
@р72Е4 
ЯРМ2МА 
@5АЗ0Е 
а129 


@1010 
Ср4156 
Ср1200 
СО 300 
©1400 
СрГ4157 
Ср115540 
СТ23 
СТ3З3 
СТ163 
сСа84Н 
С0р1531 
С001555 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 


Приближенный отече- 
ственный аналог 


КД205Л 
Д246Б 
КД208А 
Д242 
Д243 
Д246Б 
КД206В 
КД204В 
Д245 
Д245 
Д245Б 
КД105Г 
КД21зГ 
КД244 (А, Б) 
КД213 (АГ) 
Кс600А 
КС620А 
КС55А1 
Д813 
Д245 
КД206В 
Д229Е 
КС13ЗА 
КС13ЗА 
КС13ЗА 
КС133А 
КС147А 
КС!147А 
КС447А 
КС447А 
КС456А 
Д246 
Д102 
КС107А 
КС107А 
КСИ5А 
Д102 
Л223А у 
Д223А 
Д102 
КД922Б 
КД205Г 
КД105В 
КД105В 
КД105В 
КД205Е 
КД205Е 
КД206В, КД210Б 
Дэв 


Дов 
Дов 

КД202К 
Д219С, Д220С, 
Д223С 

Д242 

ДВ 

АД110А 

Д2 (Г, Д) 

Д2Е 

АДИОА 
КД220Ж 

Д206 

Д206 

ДЖ 

КД503В 
Д222Ж 
КД205Е 


Тип диода 


С0р1556 
С0р16044 
СКО20 
ска40 
ска60 
СТМ100 
СТР100 
СУ7 
С\836 
С\1930 
С\40 
20 
025С 
260Н 
080Н 
2100 
РА106К 
РА203 
2А203Х 
рА204Х 
рБАМ202К 


РАМ235К 
РАМ401 
РАМ403 


РАМ801 


РАР?201 
РАР202КУА 


РАР203 
РАР?209 


РАР401 
РАР801 


0226 
20003 
20006 
00056 
00236 
20266 
004521 
004526 
0Е112 
ОЕС10 
0К751 
0К752 
рКУ6516 
рКУ6517 
ОТ230Н 
2Р695 
0рР698 
0Р699 
05866 

Е1 МЗ 


Е?МЗ 
ЕЗВЗ 
ЕЗЕ . 
ЕЗНЗ 
ЕЗКЗ 
ЕБАЗ 
ЕбВЗ 
ЕбЕЗ 
Е6бМЗ 


Приближениый отече- 
ствениый аналог 


КД105В 

КСИЭА 

кцо6ж 

КЦ106А 

КЦ106Б 

КД208А 

КД208А 

808 

КВ!07Г 

КВ!28А, КВ128АК 


КД914Б, КДС526В 
ДОБ 

ДОБ 

КДС523 (А—Г), 
КДС523 (АМ-ГМ) 
КД906 (ГЕ) 
КД914А 

КДС596А, 

КДС906 (ГЕ) 
КД909А 


КЛ903 (А, Б) 
КДС596В 

КДС523 (АГ). 
КДС523 (АМ-—ТГМ) 
КДС526В 


КДС523 (АГ), 
КД С523 (АМ—ГМ) 
КДС526А 

КД903 (АВ), 


КЛ9О8А, 
ДЗ7Б 
КД205Г 
КД205Б 
КД205Б 
Д246Б 
Д246Б 


КД909А 


° Д24? 


Д246Б 
КД929Б 
КД411Б 
Д229К, Д205Л 
КВ!19А 
КВ!16А-1 
Д2э6В 

Д209 

Д208 

Д209 

Д208 

КЦ201 Д 
КДаТА, 
КДа!1 (АМ, БМ) 
КД409БМ 
304, 
Д245Б 

Д247Б 
Д248Б, Д234Б 
ДЗ05 

Д242 

Д245 


КД2оЗГ 


Е6бМЗ 
Еб ОЗ 
ЕбСЗ 


ЕС100 
ЕКВ405 
ЕОА03-09В 
ЕОАО1-06 
ЕМО400 
ЕКО600 
Е$А2510М 
Е$Р5100 
Е$Р5300 
Е2СЗ 
ЕР100 
Е1ЕЗ 
Е2АЗ 
Е2ВЗ 
Е2НЗ 
Е1КЗ 
Е2МЗ 
Е2МЗ 
Е0600 
Е0№ 600 
ЕР75\б 
Е$А2563М 
а65Нй 
©0233 
©1010 
©1502 
©3010 
0400 
©8010 
СОЗЕ 
СРИЕ 
@072Е5 
0Р330 
©РЗ50 
СР360 
СРР! 
С$АЗОЕ 
©\35У 
©\357 
НО4101 
НО5000 


НО$901 
Но$9009 
Н$3 (2) 
НУО35$ 
нмо626А 
нмоа662 
нма662А 
нма663 
НМО844 
Нмо904 
НМО904А 
НМо907 
НМО907А 
нмоа3064 
НМО3596 
НМО3598 
нмо3600 
НМО3873 
НМС4150 
НМО4319 
НмО4322 


КД210Б 
КД412Г 
Д215, ДЭ1БА, 
КЦ109А 
КД205Б 
КДаИВМ 
Д809 
КС468А 
КД205Б 
КД205Ж 
КД919А 
Д304 

Д245Б 
КДБОЭА 
Д245Б 
КД2997В 
Д242 

Д242 
КД206Б 
Д248Б, Д2З4Б 
КД20ЗГ 
КД210Б 
КДБЯ1А 
КД521А 
К2456А 
КД903 (А, Б) 
Д248Б 
КВ117 (А, Б) 


КД?12 (В, Г) 
КД221Б 
КДБ19 (А, Б) 
КДБ14А, 
ГД508 (А, Б) 
КД521Г 
КДБО9А 
КЦ106А 
КИА 
Д220 

Д220Б 
Д220Б 
Д220Б 
Д220Б 
КДБЯГ 
КДБ21Г 
КД521Г 
КДБ2!Г 
КД521А 
КДБ21Г 
КД521А 
КД509А 
КДБО9ЭА 
КД5О9А 
КД521А 
КД5О9А 


Приближеиный отече- 
в 


НР9 
Н$6 (1) 
Н$2039 
Н$7033 
Н$9010 
Н$9501 
Н$9504 
Н$9507 
н6о10 
ТЕ? 
Н$033А 
Н$033В 
НУС40 
НУо3$$ 
12МВЮ 
12МВ20 
К1С5 
К2С5 
КУЕ!О 
КЕВ 10 
1АС2002 
ЕОЭА 
1005 
1.0010 
10015 
1.2050 
Г.24ВА 
ГЕО8 

Е ВЗЗН 
М4ЕЭ 
М101Р04 
м4 
МВ! 
М1В5 
М1В9 
Мана 
М500В 
М500С 
№68 
мМ69С 
М70В 
М70С 
М72В 
МА27\ 
МА56 
МА!61 
МА!66 
МА215 
МА231 
МА232 
МА240 
МА!1120 
МА4303 
МА4304 
МА4305 
МА4306 
МА4307 
МА4308 
МА4761 
МАО!1130С 
МАБ!108С 
МАР! 108Р 
МА4КО72-184 
МА4КО72-975 
МВ236 
МВ253 
МВ254 


Продолжение 


Приближеиный отече- 
ственный аналог 


Д818А 
кц1о6В 
КС139А 
КС13ЗА 
КД521Г 
КД5?А 
КД521А 
КД521А 
КД206В 
КД205Л 
КС!33А 
КС133А 
КЦ201Б 
КИА 
КДС627А 
КДС628А 
Д2375 
Д237А 
КЦ201 Д 
кс106г 
КС147А 
КД109А 
КД521Б 
КД521Б 
КД521Б 
КД521Б 
КД109А 
КД106В 
КС13ЗА 
КЦ409В 
Д231Б 
Д229В 
КД208А 
КД208А 
КД208А 
Д229Е 
КД205Е 
КД205А 
Д229Ж 
КД205Г 
ДЖ 
КЦ407А, КД205Б 
КД105В 
КСИ5А 
КД92ЗА 
КДБ1ЗА 
КД513Б 
КД205В 
Д242 
Д243 
Д243 
Д813 
КД509А 
КД5О9А 
КД5О9А 
КД5О9А 
КД512А 
КД512А 
КВИЗБ 
КД919А 
КД917А 
КД917А 
КВ!15 (А—В) 
КВ!15 (АВ) 
КД208А 
Д229К 
Д229Л 
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Приближеииый отече- Приближениый отече- 
Тип диода ствеиный аналог Тип диода ствеиный аналог 


МВ258 
МВ259 
МВ260 
МВ261 
МВ262 
МВ263 
МВ264 
МВ265 
МВ267 
МВ270 
МВ271 
МВ272 
МВЗ36 
МВ273 
МС030 
МСО30А 
МСБ! 
МС52 
МС53 
МС55 
МС58 
МС59 
мМС60 
мс108 
МС433 
МС461А 
МС903 
МС905 
МСО905А 
МС906 
МС906А 
МС908 
МС908А 
МС5321 
МС6010А 
МС6015А 
МСРО521А 
МСРО521В 
МСРО521С 
Ма073 
МСПАЗ9 (А, В) 
МНО 1 
МНО612 
МНОб14 
МНО615 
мно616 
МКЗ9С-Н 
ММВО511 
мм1001 
ММС1002 
мММС1003 
мММС!1004 
ММС1005 
ММС1007 
МВ47С-Н 
МВ80 
МК90 
МВ100 
МВ1337-2 
МВ!1337-4 
МВ!337-5 
№55 
МТО20А 
мтоЗ0 
МТОЗОА 
мто40 
МТО40А 


160 


Д229Ж 
КД205Г 
КД205Л 
КД205В 
Д229К 
КД205Б 
Д229л 
КД205А 
КД205Ж 
Д229Ж 
КД205Л 
Д229К 
КД106А 
Д229Л 
Д226В 
Д226В 
Д226В 
КД521А 
КД521Г 
КД521Б 
КД509А 
КД521Б 
КД401Б 
КД509А 
КД521А 
КД522А 
КД509А 
КД521Г 
КД521Г 
КД521Г 
КД521Г 
КД509А 
КД509А 
КД521Г 
КД168А 
811 
КД521Б 
КД521Б 
КД521Б 
КД521А 
КС139А 
КД521А 
КД521А 
КД521А 
КД521А 
КД509А 
КС139А 
АД110А 
КД521А 
КД521А 
КД5214 
КД521А 
КД521А 
КД521А 
КС147А 
МД27 
МД218 
МД218 
Д229Ж 
Д229к 
Д229л 
ДЗ05 
КД205Г 
КД205В 
КД205Б 
КД205В 
КД205Б 


мто50 
МТО50А 
мто60 
МТОбоА 
мт!4 
МТ44 
мМТ206 
МТ458 
МТ462А 
МТ705 
мт482В 
МТ2061 
мМТ5140 
МУ1656 
М74А 
М76А 
М71009 
м724622 
М74624 
М7С3 
№МС47 
№465С 


0А91А 
1М5 
Р2К5 
Р2М5 
Р4Е5 
Р4Н5 
РАН 
РбН2 
Р8Н27 
Р4К5 
Р4М5 
Р505 
Р6Еб 
РбК5 
Р6М5 
Р7@5 
Р7Н5 
Р100А 
Р100В 
Р150В 
Р200А 
Р205 
Р400А 
Р665 
Р1010 
Р2010 
Р3010 
Р5010 
Р8010 
РА05 
РС116 
РО116 
РО126 
РБ127 
РО133 
РБ911 
Рр912 
Рр914 
РО916 
РО915 
РО6004А 
Р05006А 
РО6010 
РО6010А 


КД205А 


КС112А-1, 
КВ!12Б-1 
104 
КД410Б 
Д210 
Д2И 
КД204Б, МД226А 
Д7Ж, МД226 
Д246Б 
КД206В 
КД210Б 
КД205Е 
КД105В 
Д229В 
КД205Г 
КД205А 
КД205Ж 
Д229К 
Д246Б 
Д229Ж 
КД208А 
КД208А 
КД205Л 
Д206 
Д229Л 
КД205В 
Д242 
Д243 
Д245 
КД206Б 
КД210Б 
ДЗ05 
Д901 (АЕ) 
МД218 
Д220Б 
ДЗ12А 
До1 
Д210 
Д211 
МД217 
МД218 
мМД218 
КС139А 
КС147А 
КД206В 
КС168А 


РО6045 


Р06047 
РО6051 
РО6056 
РО6202 
Р06206 
РЕ1О 
РЕ20 
РЕ40 
РЕбО 
РЕЕ? 
РК103 
р$120 
Р$130 
Р5140 
Р$150 
Р$160 
Р$440 
Р$632 
Р5633 
Р$2415 
Р$2416 
Р$2417 
Р$5301 
Р5$5302 
Р$5303 
РТ520 
РТ530 
РТ540 
РН1217 
РН1237 
РК236 
РУ003 
РУ008 
Р\1505-15 
РХ50 
РХ100 
©12-200А 
©)12-200 
©)12-200Т 
012-300 
©12-300А 


3154450 
КМ15ТС40 
В718 

К722 
В7711 
$С5100 
$1860 


Продолжение 


Приближенный отече- 
ствеиный аналог 


КС139А 
КС147А 
КС168А 
ДВ 
КС147А 
КС168А 
ДЗ04 
Д24зБ 
Д246Б 
Д248Б 
КЦ412В 
КД226А 
КД205Г 
КД205В 
КД205Б 
КД205А 
КД205Ж 
Д229Е 
Д226В 
Д2э6В 
ДИ 
МД217 
МД218 
Д204 
Д205 
КЦ40А1 , 
КД2О5Л 
Д229К 
Д229Л 
КВ107А 
КВ107Б 
КС162А 
КВ10З (А, Б) 
КВ10б (А, Б) 
КВ101 


Д103, Д10ЗА 
КДБО4А 

КД529 (А, В. Г) 
КС218Ж 
КС222Ж 
кс2иЖ 
КД509А 
191910: 5) 


Приближенный отече- Приближенный отече- 
Тип диода ственный аналог Тип диода ственный аналог Тип диода 


$1ВВАбО Кд109в 

$1,5-0.1 КД208А 

$2А-12 Д243 

$2Е60 КД205Ж 

$4М Д932, Д232А 

55А1 Д304 

$5А2 Д24ЗБ 

$5А3 Д245Б 

$56 Д248Б 

$5АМ12 КД206 (Б—Г) 

$8А12 КД210Б 

$10УВ60 Д23ЗБ 

$15 КД205А 

$17 КД205Г 

$18 КД205А 

$18А КД205А 

$19 ДЖ 

$20-06 Д248Б 

$23А КД205Ж 

526 Д229К 

528 КД105Г 

$30 КД205Ж 

$31 КД205В 

$35АЗ2ОЕВ Д215, Д215А 

583 До29К 

$92А КД205Л 

$101 КД205Г 
‚ 5106 ДЖ 

$125 КД206В 

$205 Д210 

$206 Да 

$208 МД217 

$210 МД218 

$219 ДЖ 

$222 КД205Г 

$223 КД205В 

$234 КД105Г 

5252 

$253 

$256 

$427 

$65250 

$2Е20 

$4283 

$104 (Е, К) 

$ОИЕ 

$01 А 

$017 

$591 А 

$092А 

$Е0БВ 

$Е107 

$093 

$ОА!13В 

$9А113С 

$РА!130 

$РАИЗЕ 

$рА!13Р 

$04756А 

$063008 

$2083 

$ЕБ107 

$Е05 

$Е1,5 

$НУМ15 КЦ21Е 

$\ЗТ | КД109Б 

5.103 (Е, к) Д304 


6`А. И. ! Аксенов 


$1304. (Е. К) Д243 


$134 Д8И 
$УМ9021 Д818А 
$рб КЦ10бБ 
$а2И (1) Д105, Д106 
$05200 КДБ21А 
$05960 КД521А 
$1203 (Е. К) Д24ЗБ 
$85360 КД202Р 
$8712Е КД416Б 
$8714Е КД416А 
$Р6100 КЦ106Г 
$М20 КД2ОБЛ 
$М230 Д229К 
$М400 КЦ412А 
$13 Д245Б 
$192 МД226Е 
$Р05817 АД516 (А, Б) 
$№3142В КСИУА 
$123 Д219С, Д220С, 
Д223С 
$ТВ2 КСИЗА 
$\/05В КД206Ж 
$\/05 КД205Г 
$\/155 КД205Л, Д229Ж 
$131 Д818А 
$УС151 КВ135А 
$\С252 КВ!32А 
$УМ905 Д818А 
$УМ91 Д818А 
$УМ9010 818А 
$УМ901 1 Д818А 
$УМ9020 Д818А 
$73-120-5-25 кС620Н 
$73-120-20-95 КС620А 
$73-130-10-25 КС630А 
$73-150-20-25 КС650А 
$73-180-20-25 КС680А 
$7Р5-20-20-1 КС220Ж 
$79 Д818А 
$711 ДЗ 
ТЕ24 Д226В 
ТК20 КД205Л 
ТК40 Д229л 
ТМ7 КД202?АП 
ТМ17 КД202В 
ТМ37 КД202Ж 
ТМ47 КД202К 
ТМ57Р КД202м 
ТМ64 КД202р 
ТВ251 КД2994А 
ТК251 КД2994 (БГ), 
КД2999А 
Т$76.2 КС162А 
ТМО45 Д207 
151 Д229Ж 
152 КД205Л 
154 Д229Л 
0С1610 КД917А 
Р12069 КД205Л 
0Р12070 Д229Л 
0ТХ3105 АД516А 
01Х3105 АД516Б 
р12070А Д229л 


08215 
ОТ? 
Тиз 
Оти4 
ОТИ5 
0т212 
0Т213 
013020 
0Т3040 
ОВЕ100Х 
ОВЕ100Х 
080100х 
(0 560А 
\10 

\346 
\910 
УТА-722 
\С556У 
\С8850 
\У\УС861 
\У\УС898 
\У\УС901 


УУС1027 
\УУС1638 
\/С925 


Х60С 
Х$10 
Х$17 
7802 
71500 


71555 
71560 


71565 
71570 
71А5,6 
1146,8 
ИА!1 
7Е3,3 


7ММ5257 


74В68 
7С833 


7ку82 
78936-50 
7Ю937-50 


Продолжение 


Прнближенный отече- 
ственный аналог 


Д3З03 

Д229Ж 
КД205Л 
Д229К 

1229 Л 

Д229К 

Д229Л 
КД226Г 

Д3З04 

Д3З04 

Д304 

КЦ109А 

Д902 

КЦ409А 

902 

КВ114А 
КВ114Б, КВ139А 
КВ139А 
КВ110А 
КВ!10 (БЕ), 
КВИЗА 
КВ104А 
КВ104 (БЕ), 
КВ105А 
КВ105Б, КВ117А 
КВ117Б. КВ102А 
КВ102 (БД), 
КЦ105В 
Д229Ж 
КД205Л 
кц2о1г 
КС156А 
КС156А 


КС156А 
КС156А 


КС156А 
КС156А 
КС156А 
КС168А 
АЗ 

КСИЗА 


КС5ЗЗА 
КС568В 
КВ13З4А, 
КВ!17 (А,В) 


КСБУТА 
Д810 
до 


КС515А 
КС55ТА 


КС551А 
КД102А 
КД102А 
Д226В 
КД105Г 
КД206В 
Д243 
Д246Б 
КД206В 
Д243 
Д245 
Д246Б 
ДГ 
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т Приближениый отече- т Приближеиный отече- 
ип днода ственный аналог иное ственный аналог 


1952 
100648 
10085В 
1 МЗ4А$ 
1№74 
1№75 
1487 
1№137А. 
1138 А 
1№204 
1№210 
14211 
1№212 
1№213 
1215 
1№219 
1220 
1№248 
1№249 
1№250 
1№259Х 
1№300 
1№3008В 
1№302 
1№320 
1№324 
1№327 
1№332 
1№339 
1№341 
1№344 

1 №348 
1354 
1№358 
1№365 
1№388 
1№391 
1№393 
1№401АМ 
14408 
1441 
1№441В 
1№442В 
1№443 

1 №444 
1445 
1№458 
1№462М 
1483 
1№485 
1№486 
1№487А 
1№488 
11№531 
1№527 
1№533 
1№534 
1№535 
1№537 
1№538 
1№539 
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КД922В 
КДаГ 
КДаиГМ 
КД401А 
101 

Д104, Д104А 
Дэв 

КД519 (А, Б) 
ГДБИА 


ГД402 (А, Б) 
КД922А, КД92ЗА 


КД204Б, Д237А 


1№551 
1№552 
1№553 
1№554 
1№555 
1№560 
1602 
1№602А 
1604 
1№605 
1№605А 
14606 А 
1№616 
1№625 


1№627 
1№647 
1№662 
1№662А 
1№663 
1№667 
1№573 
1№679 
1№695 
1№770 
14777 
1№844 
1№866 
1№873 
1№874 
1876 
14878 
1№885 
1899 
1№903А 
1№903 АМ 
1№903М 
14904 
1№905А 
1№905АМ 
1№905М 
1№906А 
1№906АМ 
1№906М 
1№907 
1№908А 
1№908 АМ 
1№913 
1№914А 
1№914В 
14914 М 
1№916А 
1№916В 
1932 
1№942 
1№993 


1№994 
1№999 
1№1031 


КД205Г 

КД205В 

КД205Б, Д237ЛС 
КД205А, КЦ401Г 
КД205Ж 

КД105Г 

КД204Б 

КД204Б 


] Д7Ж, Д237Ж 


КД205Е 
КД205Е 
КД105В 

Д10Б 

КД413 (А. Б), 
КД417А 

ДЗ12А, ГДЗИЗА 


ДБА, Д10бА 
КД509А 
КД509А 
КД509А 
КД521Г 
КД521Г 
КД521Г 
КД521Г 
КД521Г 
КД521Г 
КД521Г 
КД521Г 
КД509А 
КД509А 
Д220С, Д223С 
КД521А 
КД521А 
КД521А 
КД521 А 
КД521А 
Д2З7Е 
КС212Е 
КД520А, ГД507А, 
КД41З (А, Б), 
КД417А 
ГД107 (А, Б) 
Д310 

КД205Г 


Тип днола 


1№1032 
11033 
141041 
№1053 
141059 
1№1061 
11062 
141063 
141067 
141068 
11069 
11073 
11075 
1№1079 
1№1081А 
1№1082А 
11083 
1 №108ЗА 
1№1084 
1№1085 
1№1090 
1/№1091 
141092 
1№1092А 
11115 
141124 
141126 
1№1126А. 
1№1128 
1№1169А 
1№1251 
1№1253 
141254 
1№1255 
11256 
11257 
1№1258 
11259 
11407 
141440 
11441 
11446 
1№1450 
11487 
1№1488 
141489 
1№1490 
1№1520А 
11557 
11558 
11559 
1 №1563 
1№1582 
11584 
1№1613 
1№161ЗА 
1№1614А 
1№1615А 
1№1616 
1 №1616А 
141617 
1№1621 
1№1623 
11624 
11632 
141645 
11647 


Продолжение 


Приближенный отече- 
ственный аналог 


КД205В 
КД205Б 
КЦ412Б 
КД208А 

ДЗ04 

Д243Б 

Д245Б | 
Д246Б, Д232Б | 
Д243Б В 
Д245Б 

Д246Б, Д232Б 
Д24ЗБ 

КД246Б, Д232Б 
КД416Б 

Д229Ж 

КД205Л 
КД205В 

Д229К 

КД205Б 
КД208А 

Д24ЗБ 

Д245Б 

Д246Б, Д232Б 
Д246Б 

КД208А 

КД212 (А, Б) 
КД209А 


КД2020, ДЗ04 


Д246Б у 


р Продолжение 


Приближенный отече- 
Е 


Приближенный отече- 
ственный аналог 


Тип диода 


Тип диода 


Приближенный отече- 
ственный аналог 


11649 Д229л 1№2233А Д245Б 12638 КД208А 
11651 Д229К 1 №2234 Д246Б 12705 КЦ41оВ 
1№1694 Д229Л 1№2234А Д246Б 1№2708 КЦ409г 
1№1695 АД!12А 112235 Д246Б №2786 243 

11701 КД204Б 1№2235А Д246Б 1№2793 Д3З05 

141703 КД205Е 1№2236 Д247Б 1№2847 КД208А 
141706 | КД205Г 1№2237 Д247Б 1 №2859 Д229Ж 
141709 КД205В 1№2237А Д247Б 1№2860 КД205Л 
11710 КД205В 1№2238 Д248Б 12862 Д229Л 

1М17 1 КД205БА 1№2238А Д248Б 1 №2878 КД205И 
11712 КД205А 1№2239 Д248Б 1№2879 КД205И 
1№1764 КД41В 1№2239А ДЭ48Б 1№2063 КД521А 
1№1764А КС456А 1№2246 305 1№3020А КС510А 
1№1765 . КС456А 1№2246А Д305 №м13030В КС527А 
1№1765А Кс600А 1№2247А 305 13064 КД521А 
1№1795 102 1№2248 Д242, ДаАА, 1№3064М. КД521А 
11844 Д2Е - Д214 №3065 КД509А 
11846 ДЖ 1№2248А Д242 113067 КД521Г 
141847 КД104А 1№2249 Д242 1№3082 КД205Г 
11849 КС596В 1№2249А ДРАА, Д242 1№3083 КД205Б 
11888 КС!39А 1 №2250 243 1№3097 КД407 (А, Л) 
1№1927 Д81АА 1№2250А Д243 13121 Д220 

141931 КС168В 1№2251 Д243 №3184 КД205А 
141984 КС!68В 1№2251А Д243 13193 КД205Л 
1№1984А КС!82А 1№2252 Д245 1№3194 Д229Л 
141985 КС182А 1№2252А Д245 1№3228 КД205Г 
1№1985А КС210Б 1№2253 Д245 1№3229 КД205А 
1№1985В КС210Б 1№2253А Д245 1№3238 Д229Ж 
1№1986 КС210Б 1№2254 Д246Б 1№3239 КД205Л 
141986 А КС215Ж 1№2254А Д246Б 1№3253 КД205Л 
1419868 КС215Ж 1№2255 Д246Б у 1143254 Д229л 
11988 КС215Ж 1\2255А „Д246Б 1№3270 Д246Б 
1№1988А КС218Ж 12256 КД206Б 1№3277 КД205Л 
1№1988Б КС218Ж. 12256 )  Д233 1№3278 Д229Л 
1№1989 КС218Ж 12256А КД206Б 13282 МД218 
1№1898 А КС218Ж 12257 КД206Б, Д233 1№3359 КД212 (В, Г), 
1№1989Б КС218Ж 1№2257А КД206Б КД106А. КД221А. 
11990 КС222Ж. 12258 КД206В КД226А 
1№1990А КС222Ж 1№2258А КД206В 1№3361 КД212 (А, Б) 
1419908 КС222Ж 12259 КД206В 13367 КД209В 
1№2022 КД2999А 142259А КД206В 1№3545 Кд205Г 
12023 Д245 112260 КД2ЮБ 1№3547 Д229 

1№2025 246 1№2260А КД210Б 1№3575 КД522Б 
1№2034 КС482А 1№2261 КД2!0Б 1143600 КД509А 
1№2069 КД205Л 1№2289 КД208А 13604 КД521А 
1№2070 Д229лЛ 1№2289А КД208А 13606 КД521А 
1№2070А Д229Л 12290 Д304 13607 КД521А 
1№2073 Д229Ж 1№2350 ДзЗ03 1№3639 КД205Л 
1№2080 КД204В 1 №2349 КД221А 1№3640 Д229Л 
12082 КЛ205Г 1№2350, Д303 13656 Кд205Л 

1 №2083 КД205В 12373 да 1№3748 КД205Г 
1142084 КД205Б 1№2374 МД218 143749 КД205Б 
1№2085 КД205А 12391 КД208А 1№3750 КД205Ж 
1№2086 КД205Ж 12400 КД208А 1№3827 КС456А 
1№2091 Д229Ж 142409 КД208А 1№3827А КС456А 
1№2092 КД205Л 1№2418 КД208А 13873 КД509А 
1№2093 Д229к 1№2482 КД205Л 13981 КД221Б 
1№2094 Д229Л 1№2483 Д229Л 1№3982 КД209А, КДаИВ 
1№2104 Д229Ж 12487 Д229Л 1№3983 КД209Б, КД221Г 
1№2105 КД205Л 1№2505 КД105Г 143894 Д205 

1№2106 Д229К 1№2559 КД412А 1№3873Н КД509А 
1№2107 Д229К 112571 КД4!2В 1№3954 КД509А 
1№2230 Д24ЗБ 1№2574 КД412А 144005С КДаИВМ 
1№2230А Д243Б 1№2598 КД999в 1№4008 МДЗБ, КД50ЗА 
12231 Д24ЗБ 1№2610 Д229Ж 144099 КС!68А 

1 №2232 Д245Б 1№2611 КД205Л 14142 КЦ409В 
1№2232А Д245Б 1№2613 Д229Л 14147 КД5ОЗА 
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Окончание 


Приближенный отече- Приближенный отече- т Приближенный отече- 
Тип диода ственнный аналог Тип диода ственный аналог ИП дноля ственный аналог 


те 


1№4148 КД521А 15231 КС518А 5ЕЗ КД205В 
144149 КД521А 15307 Д18 5Е4 КД205ВБ 
1№4153 КД521А 15313 КД205В 5Е5 КД205А 
144305 КД521А 15314 КД205Б 5Еб КД205Ж 
1№4364 Д229Ж 1$315 КД205А 5/6 КД205Ж 
1№4365 КД205Л 15421 Д243 5МА4 Д246Б 
144366 Д229к 15423 Д246Б 5РМ4 Д246Б 
144367 Д229л 15410 (1) КДа1ЗГ, 
144437 Д246Б КД244 (А, Б) 5Е1 Д229Ж 
1№4438 КД206В 1$411 (1) КД213 (А_В) 5Е2 . КД205Г ‘ 
1№4439 КД21ОБ 15421 КД2997А 5МАЭ КД205Л 
14446 КД521А 15426 Д10, ДОБ 5РМб Д248Б 
14447 КД521А 1$1618 КВ129А 604$ КД205Ж 
144448 КД521А 151619 КВ129А 60Е5 Д248Б 
1 №4449 КД521А 154716 КВ!29А б0ТЕ Д248Б 
1 №4450 КД504А 1$427 КД210Б 60м КД205Ж 
1 №4454 КД521А 15431 КЦ410 6055 КД205Ж, 
144531 КД521А 15743 Д811 367кК КД206Б 
14542 Д205 15544 КД210Б 367мМ КД206В 
1№4622 КС139А 15558 КД205А 3Т504 КД205Б 
1 №4624 КС147А 15559 КД205В 31505 КД205А 
1144655 КС456А 151219 КД521Г 40109 Д242 
14661 КС510А 151220 КД521Г 40110 Д243 
14686 КС139А 151230 КД205Б 40111 Д245 
1 №4688 КС147А 1$1231 КД205А 40112 Д246 
144721 КД202Д 151232 КД205Ж 40113 КД206Б 
1№4724 КД202В 151473 КД521Г 40114 КД206В 
1№4734 КС456А 151660 Д303 40115 КД210Б 
14748 А КД522А 151763 КД205Б 407К Д247Б 
14762 К5С591А 1$1943 КД205Б 407М Д248Б 
1№4817 КД208А 151944 КД205Ж 408К КД206В 
1№4835В КС515А 18 М40 КЦ201Б 408М КД206В 
1№5209 Д233Б 18ВМ150 КЦ201Е 408Р КД203Г 
1№5216 КД205Б 18 №0 КЦ201 В 408$ КД210Б 
1№5217 КД205Ж 156 19-100 КД2997Б 404$ КД206Б 
1№5318 КД521А 17.16 КС518А 4055 КД205Б 
1№5392 КД208А 11504 КД205Б 404 Д229Е 
1№5216 КЦ407А 117505 КД205А 408 Д229Л 
1№5405 КЦ409Б 21502 КД205Г 41503 КД205В 
1№5406 КД202Р 21504 КД205Б 471504 КД205Б 
1№5446В КВ!З6А, 21505 КД205А 41505 КД205А |) 
КВ138 (А, Б) 21506 КД205Ж 41506 'КД205Ж | 
1№5448 КВ138 (А—Б), 3С15 Д303 50А$ КД205БА 
КВ136Б ЗЕ? КЦ 409Д 10$Р04 Д9З1Б 
1№5466В КВ!36В ЗЕ? КЦ409Е 10$Р06 Д223Б 
1№5466С КВ136Г _ ЗЕ? К 409Е 10520 кц1о6д , 
154660 КВ136Г 34500 КД202М 101Р02 Д215Б 
15720 КД50ЗА 31502 КД205Г 101.60 КЦ105В 
145770 КД908А 41502 КД205Г 14Р2 Д23эБ 
15997 Д808 6А! КЦ409 (Ж, И) 2055 КД205Г 
1№6007В КС520В 6100 КЦ409 (Ж, И) 24.2 Д22ЗБ | 
146478 КЦ412А 77 Д229Ж 7582В КД205Л 
12644 Д229В 712 КД205Л 100010 МД218 
12647 Д229Е 7Е!1 Д229Ж 10010 МД2!8 , 
1С$РО2 Д215Б 104400 Д232, 232А 208 КД205Л 
11502 КД205Г 10Е5 Д304 3660 Д234Б 
15032 КД205Л 1066В Ди 367В Д242 
15034 Д229Л 105108 МД218 616С Д102 
1541 КД205Л 105801 Д214Б 618С Д101 
1543 Д229Л 50/2Р КД206Б т КД205В 
15101 КД205Л 50Е5 Д24ТБ 30Е5 Д245Б 
15103 Д229Л 5042Р КД206Б 3055 КД205В 
15113 Д229Е 533 КД205В 366м Д248Б 
1$136 (1) Д237В 54 КД205Б 366Е Д245Б 
15148 Д229К 5185 КЦ 105Д, 366Н Д246Б |, 
15162 | Д243 50ЕЕ Д247Б 366К, 2476 р 
15163 Д245 501.70 КЦ105Г 3670 243 3) 
15164 Д246Б 5055 КД205А 367Н 2246 учу 
15165 КД206Б 504 К246Б 11845 Д246 
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ы ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ И ИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ ый 


Зарубежный транзистор Приближенный Зарубежный транзистор Приближенный 
отечественный отечественный 
АС!07 ГТИ5А АР457 ТО-3 П214А 
АСИб МП25А АР465 ТО-3 П213Б 
АСИ ГТ402И АР467 ТО-3 П214А 
АС121 Е МП20А АР469 ТО-3 1215 
АС122 ГТИ5Г АО542 ТО-3 1217, ГТ7О1А 
АС124 ГТ40Зи АБ545 ТО-3 П210Б 
АС125 МП20Б АБ1202 ТО-3 П213Б 
АС126 ы МП20Б АБ!203 ТО-3 П214Б 
АС127 - ГТ404Б АОР665 ТО-66 ГТ40ЗБ 
АС128 - ГТ402И АРР66б ТО-66 ГТ403зГ 
АС132 - МП20Б, ГТ402Е АОР670 ТО-3 П201АЭ 
АС138 - ГТ402И АРР671 ТО-3 П201АЭ 
АС139 - ГТ402И АРР672 ТО-3 П202Э 
АС141 - ГТ404Б „АРУ27 ТО-3 ГТ70ЗВ 
АС141В - ГТ404Б АЕ106 ТО-72 ГТ328Б 
АС142 - ГТ402И АЕ106А ТО-72 ГТ328В 
АС150 ы мГТ108Д АЕ! 09К ТО-72 ГТ328 А 
АС152 - ГТ402И АЕ!39 ТО-72 ГТ346Б 
АС160 128 АЕ178 ТО-12 ГТ309Б 
АС170 МГТЮ8Г АЕ200 ТО-72 ГТ328А 
АС! 71 МГТЮ8Г АЕ201 ТО-72 ГТ328 А 
АС176 - ГТ404А АЕ202 ТО-72 ГТ328 А 
АС181 - ГТ404Б АЕ239 ТО-72 ГТЗ46А 
АС182 - МП20Б АЕ239$ ТО-72 ГТЗа6А 
АС183 - МПЗ6бА, МПЗ8А АЕ240 ТО-72 ГТ3З46Б 
АС184 ГТ402И АЕ251 ММ-12 ГТ346А 
АС185 ГТ404Г АЕ252 ММ-12 ГТЗ46А 
АС187 - ГТ404Б АЕ253 ММ-12 ГТ328 А 
АС188 ГТ402Е АЕ256 ММ-12 ГТ328Б 
АС540 - МПЗ9Б АЕ260 ТО-18 П29А 
АС541 МПЗЭБ АЕ261 ТО-18 130 
АС542 МПЗОБ, АЕ266 ТО-18 МП42Б, МП20А 
АСУ24 - МП26Б АЕ271 ТО-18 ГТ322В 
АСУЗЗ - ГТ402И АР272 ТО-18 ГТ322В 
АР!30 - 1217 АЕ275 ТО-18 ГТ322Б 
АР!31 - 1217 АЕ279 ТО-50 ГТ3Зз0Ж 
АР!32 П217 АЕ280 ТО-50 ГТ3З0И 
АР138 П216 АЕ426 ТО-18 ГТ322Б 
АБ139 - 1213 АЕ427 ТО-18 ГТ322Б 
АБ142 П210Б АЕ428 ТО-18 ГТ322Б 
АБ143 12108 АЕ429 ТО-18 ГТ322Б 
АО145 - Г1210В, П216В АЕ430 ТО-18 ГТ322В 
А0148 - ГТ70ЗВ АЕУ11 ТО-5 ГТЗ1ЗА 
А0149 - ГТ70ЗВ АРУ!12 ТО-72 ГТ328Б 
А0150 - ГТ7ОЗГ АРУ1З ТО-18 ГТ305В 
АР152 - ГТ40ЗБ АРУ! 5 ТО-18 П30 
А0155 ГТ40ЗЕ АРУ29 ТО-18 ГТ305Б 
АП! 61 ГТ705Д АБ711 ТО-72 ГТЗ09Б 
АБО162 ГТ7оЗГ А1.100 ТО-3 ГТ806В 
А0163 - 1217 А1.102 ТО-3 Е ГТ806А 
АР164 - ГТ403Б А1.103 ТО-3 ГТ806Б 
АБ169 ГТ40ЗЕ А$Х11 ТО-5 МП42Б 
АР262 1213 А$Х12 ТО-5 МП42Б 
АО263 П214А А$У26 ТО-5 МП42А, МП20А 
А0301 ГТ7ОЗГ А$У31 В-9 МП42А 
АБЗ02 ? [216 А$У33 ТО-5 ‚ ‚| МП42А, МП20А 
АРБЗ03 - 1217 А$У34 ТО-5 МП42А, МП20А 
А0304 - П217 А$У35 ТО-5 МП425, МП20А 
АО312 - 1216 А$У70 ТО-1 мП42 
АОЗ13 1217 А$У76 ТО-5 ГТ403ЗБ 
АОЗ14 - П217, ГТ7О1А А$У77 ТО-5 ГТ40зГ 
АБ325 Г210Б, ГТ7О1А А$У80 ТО-5 ГТ403Б 
АО431 - 1213 А$715 ТО-3 П217А, ГТ701А 
АРБ436 - 1213 А$716 ТО-3 [217А 
АР438 П214А А$717 ТО-3 П217А 
АР439 - 1215 А$718 ТО-3 П217В, ГТ7О1А 
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Зарубежный транзистор | Приближенный 


Тнп прибора 


А$71015 
А$71016 
А$71017 
А$7.1018 


АСУ21 
АСУ21А 
АЦУ22 
АОУ22А 
АПУ28 
АЦУЗ5 
АЦУЗ8 
ВС100 
ВС101 
ВС107А 
ВС107АР 
ВС!07ВР 
ВС107В 
ВС108А 
ВС108АР 
ВС108В 
ВС108ВР 
ВС108С 
ВС108СР 
ВС109В 
ВС109ВР 
ВС109С 
ВС109СР 
ВС1!19 
ВС139 
ВС140 
ВС141 
ВС!42 
ВС143 
ВС146-01 
вС146-02 
вс146-03 
ВС!47А 
ВС147В 
ВС148А 
ВС148В 
ВС148С 
ВС149В 
ВС149С 
ВС157 
ВС158А 
вс160-6 
ВС161-6 
ВС167А 
ВС1!67В 
ВС168А 
ВС168В 
ВС168С 
ВС169В 
ВС169С 
ВС17Т0А 
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отечественный 


П217В 
П217В 
1217В 
П217В 
МН42Б, МП20А 
МП42Б, МП20А 
ГТ81ОА 
ГТ810А 
ГТ810А 
ГТ806Б 
ГТ806Д, 
ГТ810А 
П608А, ГТ905А 
П214А 
П217 
П217 
П210Б 
П210Б 
12105 
1210Б 
1217 
ГТ806А 
ГТ806В 
КТ605А 
КТЗО1Е 
КТ3З4?А 
КТ3З102А 
КТ3102Б 
КТ342Б 
КТ342А 
КТ3102В 
КТЗ42Б 
КТ3102В 
КТ342В 
КТ3102Г 
КТ342Б 
КТ3102Д 
КТЗ42В 
КТ3102Е 
КТ6зод 
КТ9ЗЗБ 
КТ6зоГ 
кт630г 
КТ6зог 
КТ9ЗЗБ 
КТЗ7ЗА 
КТ373Б 
КТЗ7ЗВ 
КТЗ7ЗА 
КТ373Б 
КТЗ7ЗА 
КТ373Б 
КТЗ7ЗВ 
КТЗ7ЗБ 
КТ3З7ЗВ 
КТ361Г 
КТ349В 
КТ933Б 
КТЭЗЗА 
КТЗ7ЗА 
КТ3З73Б 
КТЗ7ЗА 
КТЗ7ЗБ 
КТЗ7ЗВ 
КТ3З7ЗБ 
КТЗ7ЗВ 
КТ375Б 


| Зарубежный транзистор 


ВС170В 
ВСЙТА 
ВС71В 
ВС!72А 
ВС172В 
ВС172С 
ВС!73В 
ВС173С 
ВС177АР 
ВС177\У1Р 
ВС!78А 
ВС178АР 
ВС!78ВР 
ВС178У1Р 
ВС179АР 
ВС!79ВР 
ВС182А 
ВС!82В 
ВС182С 
ВС18ЗА 
ВС183В 
ВС183С 
ВС183С 
ВС184А 
ВС184В 
ВС192 
ВС212А 
ВС212В 
ВС212С 
ВС213А 
ВС?213В 
ВС213С 
ВС216 
ВС216А 
ВС218 
ВС218А 
ВС226 
ВС226А 
ВС234 
ВС234А 
ВС235 
ВС235А 
ВС237А 
ВС237В 
ВС238А 
ВС238А 
ВС238В 
ВС238С 
ВС239В 
ВС239С 
ВС250А 
ВС250В 
ВС285 
ВС286 
ВС300 
ВС307А 
ВС307В 
ВС308А 
ВС308В 
ВС308С 
ВС309В 
ВС309С 
ВС317 
ВС318 
ВС319 
ВС320А 
ВС320В 


Х-64 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
Х-55 
Х-55 
ТО-18 
Х-55 
Х-55 
Х-55 
Х-55 
Х-55 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
Х-55 
Х-55 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-18 
ТО-39 
ТО-5 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 


Продолжение 


Приближенный 
отечественный 
аналог 


КТ375В 
КТ3З7ЗА 
К Г37ЗБ 
КТЗ7ЗА 
КТЗ7ЗБ 
КТ373ЗВ 
КТЗ7ЗВ 
КТЗ7ЗВ 
КТ3З107А 
КТ3107Б 
КТЗ49В 
КТ3107В 
КТ3107Д 
КТ3107В 
КТ3107Е 
КТ3107Ж 
КТ3102А 
КТ3102Б 
КТ3102Б 
КТ3102А 
КТ3102Б 
КТ3102Б 
КТ3102Г 
КТ3102Д 
КТ3102Е 
КТЗ51Б 
КТ3107Б 
КТ3107И 
КТ3З107К 
КТ3107Б 
КТ3107И 
КТ3107К 
КТЗ51А 
КТЗ&1А 
КТ340Б 
КТ340Б 
КТ351Б 
КТ351Б 
КТЗ42А 
КТ342А 
КТ342Б 
КТЗ42Б 
КТ3102А 
КТ3102Б 
КТ3102А 
КТ3102В 
КТ3102В 
КТ3102Г 
КТ3102Д 
КТ3З102Е 
КТЗ61А 
КТ361Б 
1308 
КтТ6зог 
КТ630Б 
КТ3107Б 
КТ3107И 
КТ3107Г 
КТ3107Д 
КТ3107К 
КТ3107Е 
КТ3107Л 
КТ3102А 
КТ3102Б 
КТ3102Е 
КТЗ107Б 
КТ3107Д 


Продолжение 


Зарубежный транзнстор Прнблнженный Зарубежный транзистор Прнближенный 
отечественный отечественный 


ВСЗ21А КТ3107Б ВС\/33 КТ3130Г9 
ВС321 В КТ3107И ВС\/47 КТ3З7ЗА 
ВС321С КТЗ107К ВС\/48 КТЗ73 (Б, В) 
ВС322В КТ3017Ж ВС\/49 КТЗ73 (Б, В) 
ВС322С КТ3107Л ВС\/57 - КтТ361Г 
ВСЗ55 КТЗ52Б ВС\/58 - КТ361Е 
ВСЗ55А КТЗ52А ВС\60А КТ3130А9 
ВС382В КТ3102Б ВС\/60В - КТ3130Б9 
ВС382С КТ3102Г ВС\/60С КТ3130В9 
ВС383В : КТ3102Д ВС\/600 КТ3130ЕЭ9 
ВС383С КТ3102Е ВС\/61А Е КТ3129В9 
ВС384 В КТ3102Д ВС\61В . КТ3129Г9 
ВС384С КТ3102Е ВС\61С КТ3З129Г9 
ВС451 КТ3102В ВС\/69 : КТ3129Б9 
ВС452 КТ3102Б ВС\/70 КТ3129Г9 
ВС453 : КТ3102Д ВС\71 КТ3130А9 
ВС454А КТЗ107Б || ВС\/72 КТ31305Б9 
ВС454В КТ3107И ВС\/81 КТ3130Б9 
ВС454С КТ3!07К ВС\/89 КТ3!29Б9 
ВС455А КТЗ107Г ВСХ70а КТ3130А9 
ВС455В КТ3107Д ВСХ70Н КТ3130Б9 
ВС455С КТ3107К ВСХ70/ КТ313089 
ВС456А КТ3167Е ВСХ70К КТ3130В9 
ВС456В КТ3107Ж \№$Н71С КТ3!29Б9 
ВС456С КТ3107Л ВСХ71Н КТ3129Г9 
ВС513 КТЗ45А ВСХ7 КТ3129Г9 
ВС521 КТ3102Д, ВСУ1О КТ208Е 
ВС521С КТ3102Д ВСУ КТ208Л 
ВС526А КТ3107И ВСУ12 КТ208Д. 
ВС526В . КТ3!07И ВСУ30 КТ208Л 
ВС526С КТ3107К ВСУЗ1 КТ208М 
ВС527-6 КТ644А ВСУЗ2 КТ208М 
ВС527-10 КТ644Б ВСУЗ3 КТ208Г 
ВС547А КТ3102А ВСУЗ4 КТ208Г 
ВС547В КТ3102Б ВСУ38 КТ501Д 
ВС547С КТ3102Г ВСУЗ9 КТ501М 
ВС548А КТ3З102А ВСУ40 КТ501Д 
ВС548В КТ3102В ВСУ42 КТЗ12Б 
ВС548С КТ3102Г ВСУ43 КТ3!2В 
ВС549А КТ3102Д ВСУ54 КТ501К 
ВС549В КТ3102Д ВСУ56 КТ3102Б 
ВС549С КТ3102Е ВСУ57 КТ3102Е 
ВС557 КТ361Д ВСУ58А КТ342А 
ВС557А КТ3107А ВСУ58В ь КТ342Б 
ВС557В КТ3107И ВСУ58С КТ342Б 
ВС558 КТ3107Д ВСУ580 Е КТ342В 
ВС558А КТ3!07Г ВСУ59-УП Е КТ3!02А 
ВС558В КТ3107Д ВСУ59-УШ КТ3102Б 
ВС559 КТ3107Ж ВСУ59-1Х КТ3102Б 
ВСЕ29 КТ3129В9 ВСУ59-Х КТ3102Д 
ВСЕЗ0 КТ3129Г9 ВСУ65-УП - КТЗ102А 
ВСЕЗ2 КТ3130В9 ВСУ65-УП КТ3102Б 
ВСЕЗЗ КТ3130Е9 ВСУ65-1Х КТ3102Б 
ВСЕ7О КТ3129Г9 ВСУ69 - т КТЗ42В 
ВСЕ81 КТ3З130Б9 ВСУ70 КТ3107А 
ВСР627А КТЗ7ЗА ВСУ71 КТ3107Е 
ВСР627В КТЗ7ЗБ ВСУ72 ь КТ3107В 
ВСР627С . КТ37ЗВ ВСУ78 - КТ3З107Д 
ВСР628А КТЗ7ЗА ВСУ79 КТ3102Б 
ВСР628В КТЗ7ЗБ ВСУ90 КТ208Е 
ВСР628С КТЗ7ЗВ ВСУ90В : КТ501Г 
ВС\71 КТЗ130А9 ВСУ9! : КТ208Е 
ВС\72 КТ313059 ВСУ91В ь КТ501Г 
ВС\/29 КТ3!29В9 ВСУ92 КТ208Е 
ВС\/30 КТ3129Г9 ВСУ93 КТ208К 
ВС\З1 КТ3130В9 ВСУ9ЗВ - КТ501Л 


ВС\/32 КТ3130В9 ВСУ94 КТ208К 
ВСУ94В КТ501Л 
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Тил лрибора 


ВСУ95 
ВСУ95В 
В0109 
Вр115 
ВО121 
ВО123 
ВО123 
В0131 
В0132 
В0135-6 
Вв0136 
В0137-6 
В0138 
В0139-6 
во140 
В0142 
В0148 
В0149 
В0165 
В0166 
в1167 
В0168 
вр169 
В170 
В0175 
В0176 
ВВ177 
Вр178 
В0179 
ВО180 
В0181 
В0182 
В0183 
В0201 
В0202 
В0203 
В0204 
В0216 
В0220 
В0221 
В0222 
В0223 
В0224 
В0225 
В0226 
В0227 
В0228 
В0229 
В0230 
ВО233 
В0234 
Вр235 
Вр0236 
В0237 
В0238 
В0239 
В0239А 
В0239В 
В0240 
В0240А 
В0240В 
В0246 
ВО253 
Вв0263 
Вр263А 


Вр265 


168 


ТО-18 
ТО-5 
мМо-6 
ТО-39 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-3 
МО-17 
МО-17 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
МО-17 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
х-86 
ТО-3 
ТО-126 
ТО-126 


ТО-220 


Приближениый 
отечественный 
аналог 


КТ208К 
КТ501М 
КтТ805Б 
КТ604Б 
КТ902А 
КТ902А 
КТ805Б 
КТ94ЗВ 
КТ932Б 
КТ94ЗА 
КТ626А 
КТ943Б 
КТ626Б 
КТ94ЗВ 
КТ626В 
КТ819БМ 
КТ805Б 
КТ805Б 
КТ815А 
КТ814Б 
КТ815Б 
КТ814В 
КтТ815В 
КТ814Г 
КТ817Б 
КТ816Б 
КТ817В 
КТ816В 
КТ817Г 
КТ816Г 
КТ819БМ 
КТ819ВМ 
КТ819ГМ 
КТ819В 
КТ818Б 
КТ819Г 
КТ818В 
КТ809А 
КТ817Г 
КТ817В 
КТ817Г 
КТ837Н 
КТ837Ф 
КТ837С 
КТ94ЗА 
КТ63З9Б 
КТ94ЗБ 
КТ639д 
КТ943В 
КТ817Б 
КТ816Б 
КТ817В 
КТ816В 
КТ817Г 
КТ816Г 
КТ817В 
КТ817В 
КТ817Г 
КТ816В 
КТ816В` 
КТ816Г 
КтТ818 (АМ ГМ) 
КТ809А 
КТ829Б 
КТ829А 


КТ829Б 


В0265 
В0267 
В0267А 
В0291 
В0292 
В0293 
В0294 
В0295 
В0296 
В0331 
В0333 
Вр335 
ВО375 
В0377 
В0379 
В0386 
В0433 
В0434 
В0435 
В0436 
В0437 
В0438 
В0439 
В0440 
В0441 
В0442 
ВО533 
В0534 
В0535 
В0536 
В0537 
В0538 
ВО6!1 
В0612 
В0613 
ВО614 
В0615 
В0616 
ВО617 
В0618 
В0619 
В0620 
В0643 
В0645 
В0647 
В0663 
В0664 
В0675 
В0675А 
В0677 
В0677А 
В0679 
В0679А 
В0681 
В0705 
В0706 
В0707 
В0708 
В0709 
В0710 
ВО711 
Вр712 
В0813 
В0814 
В0815 
В0816 
В0817 


Зарубежный транзистор 


ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
$ОТ-82 
$ОТ-82 
$ОТ-82 
$ОТ-82 
$ОТ-82 
$ОТ-82 
$ОТ-82 
$ОТ-82 
5ОТ-82 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-202 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-202 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-202 
ТО-202 
ТО-202 
ТО-202 
ТО-202 
ТО-202 
ТО-202 
ТО-202 
ТО-202 
ТО-202 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
$ОТ-128 
$ОТ-128 
ЗОТ-128 
ЗОТ-128 
$ОТ-128 


Продолжение 


Приближенный 
отечественный 
аналог 


КТ829А 
КТ829Б 
КТ829А 
КТ819А 
КТ818А 
КТ819Б 
КТ818Б 
КТ819В 
КТ818В 
КТ829В 
КТ829Б 
КТ829А 
КТ94ЗА 
КТ943Б 
КТ94ЗВ 
КТ644Б 
КТ817А 
КТ816А 
КТ817А 
КТ816А 
КТ817Б 
КТ816Б 
КТ817В 
КтТ816В 
КТ817Г 
КТ816Г 
КТ819Б 
КТ818Б 
КТ819В 
КТ818В 
КТ819Г 
КТ818Г 
КТ817А 
КТ816А 
КТ817А 
КТ816А 
КТ817Б 
КТ816Б 
КТ817В 
КТ816В 
КТ817Г 
КТ816Г 
КТ829В 
КТ829Б 
КТ829А 
КТ819А 
КТ818Б 
КТ829Г 
КТ829Г 
КТ829В 
КТ829В 
КТ829Б 
КТ829Б 
КТ829А 
КТ819А 
КТ818Б 
КТ819В 
КТ818В 
КТ819Г 
КТ818Г 
КТ819Г 
КТ818Г 
КТ815А 
КТ814А 
КТ815Б 
КТ814В 
КТ815В 


Зарубежный транзистор 


Тнп орнбора 


В0818 
В0825 
В0826 
В0827 
В0828 
В0840 
В0842 
Вр933 
Вр934 
В0935 
Вр936 
Вр937 
В0938 
810944 
В0946 
В0948 
Вр949 
В0950 
В0951 
В0952 
В0953 
В0954 
ВОТ91 
ВОТ92 
ВОтТ9З 
ВОТ94 
ВОТ95 
ВОТ9б 
ВрУ91 
врУ92 
Вр\У9З 
вр\У94 
ВрУ95 
ВрУ96 
ВО\/21 
ВБУ/21А 
ВОУ\У/21В 
ВО\/21С 
ВО\/22 
ВО\/22А 
ВО\/22В 
ВО\/22С 
ВО\/23 
ВО\/23А 
ВО\/23В 
ВО\/23С 
ВО\51 
ВО\М/51А 
ВО\/51В 
ВО\/51С 
ВО\/52 
ВО\/52А 
ВО\/52В 
ВО\/52С 
ВОх10 
ВОХ10С 
ВОХ!13С 
ВОХ!18 
ВОХ25 
ВОХ25 
ВОХ53 
ВОХ5ЗА 
ВОХ53В 
ВОХ53С 
ВОХ62 
ВОХ62А 


$ОТ-128 
$ОТ-128 
$ОТ-128 
$ОТ-128 
$ОТ-128 
$ОТ-128 
$ОТ-128 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
$ОТ-93 
$ОТ-93 
$ОТ-93 
$ОТ-93 
$ОТ-93 
$ОТ-93 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
МО-17 
МО-17 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-3 
ТО-3 


Приближенный 
отечественный 
аналог 


КТ81аГ 
КТ646А 
КТ6ЗЭБ 
КТ646А 
КТ6ЗэД 
КТ6З9В 
КТ6зэд 
КТ817Б 
КТ816Б 
КТ817В 
КТ816В 
КТ817Г 
КтТ816Г 
КТ837Ф 
КТ837Ф 
КТ837Ф 
КТ819Б 
Кт818Б 
КТ819В 
КТ818В 
КТ819Г 
КТ819Г 
КТ819Б 
КТ818Б 
КТ819В 
КТ818В 
КТ819Г 
КТ818Г 
КТ819Б 
КТ818Б 
КТ819В 
КТ818В 
КТ819Г 
КТ818Г 
КТ819АМ 
КТ819БМ 
КТ819ВМ 
КТ819ГМ 
КТ818БМ 
КТ818ВМ 
КТ818ГМ 
КТ818ГМ 
КТ829Г 
КТ829В 
КТ829Б 
КТ829А 
КТ819АМ 
КТ819ВМ 
КТ819ГМ 
КТ819ГМ 
КТ818БМ 
КТ818ВМ 
КТ818ГМ 
КТ818ГМ 
КТ819ГМ 
КТ819ГМ 
КТ819БМ 
КТ818ГМ 
КТ802А 
КТ808А 
КТ829Г 
КТ829В 
КТ829Б 
КТ829А 
КТ825Д 
КТ825Г 


Г Зам, 27 ВЫ транзистор 


ВвОх62В 
ВрХ63 
ВОХ6ЗА 
В0х64 
ВРХ64А 
ВОхХ64В 
ВОХ65 
ВОХ65А 
ВврОх6б6 
ВОХ66А 
вох66в 
ВОХ67 
ВОХ67А 
ВОХ71 
ВОХ73 
ВОХ77 
ВОХ78 
ВОХ85 
ВОХ85А 
ВОХ85В 
ВОХ85С 
ВОхХ86 
ВОХ86А 
ВОХ86В 
В0хХ86С 
ВОХ87 
ВОХ87А 
ВОХ87В 
ВОХ87С 
В0Х88 
ВОХ88А 
ВрХ88В 
В0Х88С 
ВОХ91 
вОх92 
ВОХ93 
в0хХ94 
ВрХ95 
ВОХ9б 
ВрУ12 
ВБУ13 
ВОУ20 
Вру23 
ВБУ24 
ВрБУ25 
ВОУ34 
ВОУ38 
ВруУ60 
ВОУб1 
ВБУ71 
ВрОу72 
ВОУ73 
ВОУ78 
ВОУ79 
Вру90 
ВрУ91 
вру92 
ВруУ93 
ВрОу94 
ВрУ95 
ВЕ!11 
ВЕ114 
ВЕ! 37 
ВЕ140А 
ВЕ! 73 
ВЕ177 
ВЕ! 78 


ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
МО-17 
МО-17 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-126 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-66 
ТО-66 
ТО-3 
ТО-66 
ТО-66 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-39 
ТО-5 
ТО-39 
ТО-5 
ТО-72 
ТО-39 
ТО-39 


Продолжение 


Приближенный 
отечественный 
аналог 


КТ825Г 
КТ827Б 
КТ827А 
КТ825Д 
КТ825Г 
КТ825Г 
КТ827Б 
КТ827А 
КТ825Д 
КТ825Г 
КТ825Г 
КТ827Б 
КТ827А 
КТ819В 
КТ819Г 
КтТ819Г 
КТ818Г 
КТ827В 
КТ827В 
КТ827Б 
КТ827А 
КТ825Б 
КТ825Б 
КТ825Г 
КТ825Г 
КТ827В 
КТ827В 
КТ827Б 
КТ827А 
КТ825 Д 
КТ825Д 
КТ825Г 
КТ825Г | 
КТ819БМ 
КТ818БМ 
КТ819БМ 
КТ818ВМ 
КТ81ЭГМ 
КТ818ГМ 
КТ805Б 
КТ805Б 
КТ819ГМ 
КТ8ОЗА 
КТ80ЗА 
КТ812В 
КТ94ЗА 
КТаТЭГМ 
КТ805А 
КТ805Б 
КТ808БМ 
КТ802А 
КТ819ГМ 
КТ805Б 
КТ802А 
КТ945А, КТ908А 
КТ945А, КТ908А 
КТ9О8А, КТ908Б 
КТ704Б, КТ828 
КТ812А, КТ704Б 
КТ704Б 
КТ6ИА 
КТ6и1Г 
ктвиг 
кт61В 
КТ3З9В 
КТ60?А 
ктеиг 
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Зарубежный транзистор 


Тнп прибора 


ВЕ179В 
ВЕ179С 
ВЕ186 
ВЕ197 
ВЕ! 99 
ВЕ208 
ВЕ223 
ВЕ240 
ВЕ254 
ВЕ257 
ВЕ258 
ВЕ259 
ВЕ273 
ВЕ291 
ВЕ297 
ВЕ298 
ВЕ299 
ВЕЗО5 
ВЕЗОб 
ВЕЗИ 
ВЕЗЗ0 
ВЕЗЗб6 
ВЕЗЗ7 
ВЕ338 
ВЕ457 
ВЕ458 
ВЕ459 
ВЕ469 
ВЕ470 
ВЕ471 


ВЕ480 
ВЕб15 
ВЕб17 
ВЕб80 
ВЕ970 
ВЕ979 
ВЕ. 57 
ВЕ.70 
ВЕ] 93 
ВЕ;98 
ВЕР177 
ВЕР178 
ВЕР179А 
ВЕР179В 
ВЕР179С 
ВЕР719 
ВЕР720 
ВЕР721 
ВЕР722 
ВЕКЗ4 
ВЕКЗ4А 
ВЕК90 
ВЕ$62 
ВЕУ\У/16 
ВЕУ\У/30 
ВЕ\/45 
ВЕ\/89 
ВЕ\/90 
ВЕ\/91 
ВЕ\/92 
ВЕХ12 
ВЕХ13 
ВЕХ29 
ВЕХЗ0 
ВЕХ44 
ВРХ65 


170 


ТО-5 
ТО-39 
ТО-1 
ММ-10 
ТО-92 
ТО-72 
ММ-10 
ТО-18 
ТО-92 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-72 
ТО-5 
Х-55 
Х-55 
Х-55 
ТО-39 
ТО-72 
ТО-92 
$ОТ-25 
ТО-5 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 


$ОТ-37 
ТО-202 
ТО-202 
ТО-50 
$ОТ-37 
$0Т-37 
ТО-5 
ТО-72 
ТО-18 
ТО-5 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-39 
ММ-10 
ММ-10 
ММ-10 
ММ-10 
ТО-50 
ТО-50 
$ОТ-37 
ТО;72 
ТО-39 
ТО-72 
ТО-39 


'ММ-10 


ММ-10 
ММ-10 
$ОТ-37 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-18 
ТО-18 


Приближенный 
отечественный 
аналог 


КТ611Б 
КТ618А 
кт611Г 
КТЗЗ9Г 
КТЗЗЭАМ 
КТЗЗЭА 
КТЗЗ9В 
КТ312В 
КТЗЗЭАМ 
ктеиг 
КТ604Б, КТ940Б 
Кт604Б 
КТЗЗЭА 
ктегГ 
КТ940В 
КТ940А 
КТ940А 
ктвиг 
КТЗЗ9В 
КТЗЗЭБ 
КТЗЗ9В 
кт6и1гГ 
КтТ604Б 
КТ940А 
КТ940В 
КТ940Б 
КТ940А 
КТ940Б 
КТ940А 
КТ605БМ, 
КТ940А 
КТЗ120А 
КТ940Б 
КТ940А 
КТ3109А 
КТ3109В 
КТ3109А 
КТ602Б 
КТЗЗЭВ 


| КТЗ42Б 


Ктвиг 
КТ6В 
кт6Г 
кт6иг 
КТ611Б 
КТ618А 
КТ315А 
КТ315Б 
КТ315В 
КТ315Г 
КТ3725 
КТ372Б 
КТ371А 
КТ368А 
КТ610А 
КТЗ99А 
ктвииГ 
КТЗ51Б 
КТЗ51Б 
КТ351Б 
КТ382Б 
КТ326АМ 
КТ326БМ 
КТ9ЗЗБ 
КТ9ЗЗБ 
КТ340В 
КТ3102Е 


ВЕХ7З3 
ВЕХ84 
ВЕХ85 
ВЕХ86 
ВЕХ87 
ВЕХ88 
ВЕХ89 
ВЕХ94 
ВЕУ19 
ВЕРУЗ4 
ВЕРУ45 
ВРУ46 
ВРУ50 
ВЕУ51 
ВРУ52 
ВРУ5З 
ВРУ55 
ВЕУ56 
ВРУ56А 
ВЕУ56В 
ВЕРУб5 
ВЕУбб 
ВЕУ67А 
ВРУ67С 
ВРУб8 
ВЕУ68А 
ВЕУ78 
ВЕУ80 
ВЕУ90 
ВЕ\/18 
ВЕ\/24 
В1Х92 
ВтХ93З 
ВГУ47 
ВГУ47А 
ВГУ48 
ВГУ48А 
ВГУ49 
ВЕУ49А 
ВГУ50 
В$\/52 
В$\/61 
В$\/62 
В$\/65 
В$\/66 
В$\/66А 
В$\/67 
В$\/67А 
В$\/68 
В$\/68А 
В$\/88А 
В$Х21 
В$Х32 
В$Х38 
В$Х3З8А 
В$Х45 
В$Х45-6 
В$Х45-10 
В$Х45-16 
В$Х46 
В$Х46-6 
В$Х46-10 
В$Х46-16 
В5$Х47 
В$Х47-6 
В$Х47-10 
В$Х51 


Зарубежный транзистор 


ТО-72 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-72 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-5 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-18 
ТО-5 


`ТО-5 


ТО-39 
ТО-5' 
ТО-72 
ТО-18 
ТО-72 
ТО-117 
ТО-117 


Продолжение 


Приближенный 
отечественный 


аналог 


КТ3З68А 
Кт6зоГ 
КТ6зог 
КТ6зод 
КТ9ЗЗБ 
КТ9ЗЗБ 
КТЗ55А 
КТ3З117А 
КТЗ26Б 
КТ6зоГ 
ктеигГ 
КТ6зод 
кт6зог 
КТ63зод 
КТ630д, 
КТ63зод 
КТ6зог 
кт6зог 
КТ6зоГ 
КТ6зог 
ктбиг 
КТЗ55А 
КТ63З0А 
КТ6ЗОА › 
КТ6ЗоЕ 
КТ6З0Б 
КТ368А 


П308, КТбОТА 


КТЗ99А 
КТ920Б 
КТ922Г 
КТ91ЗА 
КТ91ЗБ 
КТ808А 
КТ808А 
КТ808А 
КТ808А 
КТ809А 
КТ809А 
КТ809А 
КТ928Б 
КТ3117А 
КТ3117А 
кт6зог 
Кт63оГ 
кт6зог 
КТ630А 
КТ630А 
КТ6зов 
КТ6зов 
КТЗ75А 
П308 
КТ928Б 
КТ802АМ 
КТ340А \ 
Кт6Зог 
кт6зог 
Кт6зог 
КТ630Б 
Кт6ЗоГ 
Кт6зоГ 
Кт6зог 
КТ630Б 
Кт630Б 
КТ630А 
КТ630Б 
КТ340В 


с. 
Эс 
вет 


Продолжение 


Зарубежный транзистор Приближенный Зарубежный траизистор Приближенный 
отечественный отечественный 
В$Х52 КТ340В в$\62 КТ616Б 
ВЕУ5ОА : КТ809А В$У72 КТ352А 
ВГУ63 КТ920Г В$у73 КТЗ12Б 
ВГУ88А КТ920Г 
В5.136 КТ351Б В$\79 1309 
В$163 КТ340Б В$У95 КТ340В 
В5527 КТ928А В$\95А КТ340В 
В55728 КТ928Б В$5УР62 КТ340В 
В5$29 - КТ928А В$УР6З КТ340В 
В5538 КТБОЗЕ, В$710 КТ!04Б 
КТ602АМ В$711 КТ!04Б 
В5542 КТ630А В$712 КТ20ЗА 
В5568 КТ502Е в0106 КТ8!2Б 
В$\15-6 КТ6З9г В0108 КТ839А 
В$\15-10 КТ6З9Д В0120 КТ809А 
В$\15-165 КТ639В ВО!23 Е КТ802А 
В5\16 КТ6З9Д в1126 ь КТ704Б, КТ828А 
В$\49А КТЗ51Б в0129 КТ809А 
в5\У59-УШ КТ3!17А 
В$\/19 КТЗ43Б в0132 КТ704А 
В5\/20 КТЗ61Г В0133 : КТ704Б. КТ828А 
В5\/21 КТЗ43Б В0204 КТ838А 
В$\/27 КТ928А В1205 КТ838А 
В$\/36 КТ6озБ В1207 : КТ838А 
В5\/39-6 КТ6зог В1207А КТ838А 
В$\/39-10 КТ6зог В1208 А КТ8З8А 
В$\/39-16 КТ63зог В1326 КТ840А 
В$\/41 КТ616А В0396А : КТ828А 
В$\/51 КТ928Б В409 КТ812Б 
В5Х5ЗА КТ340А Ви606 1 КТ840А 
В5Х59 : КТ928А в0607 КТ840Б 
В$Х60 КТ928А В608 КТ848А 
В5Х61 КТ928А ВИХ77 КТ908А 
В$Х62 КТ801Б вих82 КТ81!2А 
В5хХ63 КТ801 А вих83 : КТ8!2А 
В5х66 КТЗО6Д, КТЗОбА || ВЦХ97 : КТ828А 
В5Х67 КТЗО6Д, КТЗОбА || ВЧХ97А КТ828^ 
В$Х72 КТ6зод ВОХ97В КТ828А 
В5Х75 КТ3!17А ВИУ18 КТ840А 
В$Х79А КТЗ42А, ВИУ43 0702 
КТ3117А ВИУ46 П702А 
а в ВИУ55 КТ8ОВА 
ВИУР52 КТ802А 
В$Х81А КТ375А т ВОРА 
В5Х89 КТ616А 
В$Х97 КТЗ!17А ВОУР54 7Т802А 
В5ХР59 - КТ928А 024101! - ны. А 
В$ХР60 КТ928А 04104 КТ626Б 
В$ХРб1 КТ928А 
В$ХР87 КТ340В 04107 КТ626В 
В5У17 КТ616Б ЕЕТЗ12 1216 
В5У18 КтТ6!6Б ЕЕТ213 0216 
В5\26 КТ340В 
В5У27 КТ340В ЕЕТ214 т 
В5У34 КТбОВА ЕЕТ250 МП 40 
8538 КТ340В ЕРТЗ06 
В$\39 КТ340Б ЕЕТЗ07 мП40 
В5У40 КТЗАЗА ЕЕТЗ08 К КТ2ОВБ 
ты А ЕЕТЗ! 1 МП20А 
В ТЗ ЕРТЗ12 МП2ОА 
ЕЕТЗ!3 МП20Б 
В5\53 КТ6зог И 40 
В$\54 КТ6зог 
В$У55 КТ6ЗОА ЕЕТЗ1!9 1401 
В$У56 КТ630Б ЕЕТЗ20 1401 


В$\58 КТ6о8А ЕЕТЗ1 МП20А 
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Продолжение 


Зарубежный транзистор Приближеиный Приближенный 
отечественный отечественный 
ЕЕТЗ22 ТО-1 МП20А СЕ504 ТО-18 ГТЗ1ЗА 
ЕЕТЗ23 ТО-1 МП20Б СЕ505 ТО-72 ГТ328Б 
ЕЕТЗЗ1 ТО-1 МП20А СЕ50б ТО-72 ГТ328Б 
ЕЕТЗ32 ТО-1 МП20А СЕ507 ТО-72 ГТ346Б 
ЕЕТЗ33 ТО-1 МП20Б ©2514 ТО-72 ГТ322А 
ЕЕТЗ41 ТО-1 МП21Д СЕ514 ТО-72 ГТ313Б 
ЕЕТЗ42 ТО-1 МП?! Д ©2515 ТО-72 ГТ322А 
ЕЕТЗ43 ТО-1 мМП21Д СЕ516 ТО-72 \ ГТ322А 
©0С100 А-1 ГТ!09А СЕ517 ТО-72 ГТ329Б 
©С101 А-1 ГТ109А СЕУ50 ТО-7 ГТ322Б 
9112 А-1 МП26А 0$109 А-1 МП42А 
9С6 А-1 МГТ!08Д с$! А-1 МП4ЭБ 
6С17 А-1 МГтТ!08Д 6$112 А-1 МП25А 
вс18 А-1 МГТ!08Д 0$121 А-1 мп42 
0С121 А-2 МП20А КС147 ММ-10 КТЗ7ЗА. КТ3735 
оси А МПЗЭБ КС49 мм КТВ; КТИЗВ 
оса Е ря КС507 ТО-18 КТЗ4Б  ^ 
А-2 МПГ 
6С123 КС508 ТО-18 КТ342Б 
А-6 ГТ402Д КС509 ТО-18 КТ342Б 
аи А-6 ГТ402Е врея те вы 
: -6 ГТ402И - 8 
ия ыы КЕЕ7З ТО-72 КТ3З9В 
©6507 А-6 МП20А КЕБОЗ ТО-5 КТ60эБ 
0508 ' А-6 МП20Б КЕБО4 ТО-5 КтТ61Г 
©(С509 А-6 МПГ КЕ5О7 ТО-5 КТ617А 
освк Ат 14032 К$А539В ТО-92 КТ502В 
Пи К$А5390 ТО-92 КТ50ЭГ 
к нет Е К$А539У 10-92 КТ5О2Г 
СС515 `^-6 МП20А 
К$А545В ТО-92 КТ502Д 
(С516 А-6 МП20А К$А5450 ТО-92 КТ502(Г. Д) 
вС517 А-6 МП20Б К$А545У ТО-92 КТ502(Г, Д) 
СС518 А-6 МП20Б ео г >. К: ( Г.Д) 
с >. А К$С853У тО-92 КТ5ОЗГ 
СС55Б Аб МПЗБА К$02270 ТО-92 КТ5ОЗБ 
К$0227у ТО-92 КТ50ЗБ 
0С526 А-6 МПЗ6бА, МПЗ7А К$У21 ТО-18 КТ616Б 
(0С527 А-6 МИЗ6А, МПЗ8А К$\34 ТО-5 КТ608А 
СС№55 А-6 МП20А К$у62 ТО-18 КТ6о6Б 
К$У63 ТО-18 КТ616Б 
9456 а т К $81 0-18 КТ3З47Б 
С160 $ОТ-9 П213Б а ь 
610170 12135 К 1 О-3 КТ801Б 
КО602 ТО-3 КТ801 А 
60175 П213Б кО605 ТО-3 КТ812В 
60180 0214. Ко606 ТО-3 КТ808А 
60240 0213 ров т Кт812В 
коб! -9 КТ801Б 
910241 1213 а: ЗОТ-9 КТ8ОТА 
00242 П214А 
КОУ12 ТО-3 КТ812В 
60243 1214А МА909 ТО-5 . | МП26А 
60244 0215 МА910 ТО-5 МП26А 
00607 ГТ404Г М1420 ТО-5 КТ618А 
00608 ГТ404Б м.480 ТО КТ80ЗА 
С0609 ГТ404Б м481 О-3 КТ80ЗА 
С0617 0201 АЭ мМ}2500 ТО-3 КТ825Д 
С0618 1201АЭ мМ2501 ТО-3 КТ825Г 
мМ43000 ТО-3 КТ827В 
60619 П203Э м13001 ТО-3 КТ827Б 
021926 ГтЗо9г М13480 ТО-3 КТ839А 
02128 ГТ309Б М13520 ТО-3 КТ827В 
Гы ТОЭ М13521 193 КТ827А 
мМ4030 ТО-3 КТ825Д 
©7145 ГТЗА6А м14031 тО-3 КТ825Р 
02147 ГТ346А г 
мМ4032 ТО-3 КТ825Г 
СЕ501 ГТ313Б М4033 ТО-3 КТ827В 
©2502 ГТ31ЗА М.4034 ТО-3 КТ827Б 
СЕ503 ГТ313Б М14035 КТ827А 


172 


Продолжение 


Зарубежный транзистор Прибли женный Зарубежный транзистор Приближенный 
отечественный отечественный 
М.ЕЗ055 ТО-220 КТ819Б ОС35 ТО-3 1217 
мМмМ404 ТО-18 мМП42Б 041 В-8 129 
ММ1748 ТО-52 КТ3З16А 0С42 В-8 Г29А 
мм3з000 ТО-39 КТ602А ОС57 В-19 ГТ!09А 
ммЗ001 ТО-39 КТ611В 0С58 В-19 ГТ09Б 
ММЗ375 ^ ТО-60 КТ904Б 0С59 В-19 ГТо9В 
мм8006 ТО-72 КТЗ99А 0С60 В-19 ГТ09В 
мМмМ8007 ТО-72 КТЗ99А 0С70 В-9 МП40А 
ММТ2857 $ОТ-37 КТ382Б ОС71 В-9 МП40А 
ММ8015 $О0Т-37 КТ382А 0С75 К-9 МП40А, МП41А 
МР5$404 ТО-92 КТ209Е 0С76 В-8 мМП40А 
МР$404А ТО-92 КТ209К 0С77 В-8 мМП26Б 
МР$706 ТО-92 КТ645А 0169 ТО-7 ГТ322Б 
МР$706А ТО-92 КТЗ75А 0С170 ТО-7 ГТ309Г, ГТ322Б 
МР5$834 ТО-92 КТЗо6бВМ 0171 ТО-7 ГТЗО9Г 
‚ МР52711 ТО-92 КТ50ЗА 0С200 В-8 ктю4г 
МР5$2712 ТО-92 КТ503Б 0С201 В-8 КТ!04Б 
МР5$2713 ТО-92 КТ306БМ 0С202 К-8 КТ!04В 
МР$2714 ТО-92 КТ3З06БМ 0С203 В-8 КТ203А 
МР5$3638 ТО-92 КТЗ51А 0С204 В-8 КТ208Г 
МР$3638А ТО-92 КТЗ51А 0С205 В-8 \ КТ208Л 
МР5$3639 ТО-92 КТЗ57А 0С206 В-8 КТ208Г 
МР53640 ТО-92 КТ347Б 0С207 В-8 КТ208А 
МР$3702 ТО-92 КТ3107Д 0С1016 ТО-3 ГТ7ОЗВ 
МР5$3703 ТО-92 КТ3З107А 0С1044 ТО-1 ГТ!09Е 
МР5$3705 ТО-92 КТ645А 0С1045 ТО-1 ГТ109Д 
МР5$3707 ТО-92 КТ3102Д 0С1070 ТО-1 МП40А 
МР5$3708 ТО-92 КТ3102В 0С1071 ТО-1 МП40А, МПЗУБ 
МР5$3709 ТО-92 КТ3102А 0С1072 ТО-1 МПА, МПЗУЭБ 
МР$3710 ТО-92 КТЗ102В 0С1074 ТО-1 МП20А 
МР5$3711 ТО-92 КТ3102Г 01075 ТО-1 МПА, МПЗУБ 
МР56512 ТО-92 КТ3102Д 0С1076 В-8 МП42Б, МП20А 
МР56513 ТО-92 КТЗ!102Д 0С1077 ТО-1 мпяг 
МР56514 ТО-92 КТ3102Д 0С1079 ТО-1 МП20А 
МР56515 ТО-92 КТ3102Д РВС107А ТО-98 КТЗ7ЗА 
МР$6516 ТО-92 КТ3107Е РВС107В ТО-98 КТЗ7ЗБ 
МР5$6517 ТО-92 КТ3107Е РВС!08А ТО-98 КТЗ7ЗА 
МР56518 ТО-92 КТ3107Ж РВС108В ТО-98 КТЗ7ЗВ 
МР56519 ТО-92 КТЗ107Л РВС!08С ТО-98 КТЗ7ЗВ 
МР56530 ТО-92 КТ645А РВС!09В ТО-98 КТЗ7ЗБ 
МР$6532 ТО-92 КТ645А РВС109С ТО-98 КТЗ7ЗВ 
МР5$6562 ТО-92 КТ3З50А РМ№2484 ТО-92 КТ3102 (Б, Д) 
МР5$6563 ТО-92 КТЗ50А пТ6670 ТО-129 КТ909Г 
МР56565 ТО-92 КТ645А РТ6680 ТО-129 КТ909в 
МР56566 ТО-92 КТ645А ВЕО401 ТО-60 кт606Б 
МР5$6571 ТО-92 КТ3102Г ВЕО410 ТО-129 КТ91ЗА 
МР$А09 ТО-92 КТ3102Б ВЕО420 ТО-129 КТ9!3Б 
МР$-Н3З7 ТО-92 КТЗЗЗАМ ВЕО421 ТО-60 КТ904А 
МР$1.07 ТО-92 КТЗ6ЗА $<©2060 А-5 КТЗ7ЗА 
МР$108 ТО-92 КТЗ6ЗА $С206Е А-5 КТ3З7ЗБ 
МР$0О1 Х-81 КТ807Б $С206Е А-5 КТЗ7ЗВ 
МР$ОО1А Х-81 КТ807Б $С207р А-5 КТЗ7ЗА 
МР$005 Х-81 КТ807Б $С207Е, А-5 КТЗ73Б 
МР$006 Х-81 КТ807Б $С207Е А-5 КТЗ73Б 
МР$007 Х-81 КТ807А $01300 ТО-72 КТ3З99А 
МР$051 Х-81 КТ6З9Б $01301 ТО-72 КТЗ99А 
МР$О51А Х-81 КТ639Б ‹ $0№6000 ТО-3 КТ834В 
МР$055 Х-81 КТ6ЗэГ $0№6001 ТО-3 КТ834Б 
МР$056 Х-81 КТ6З9Б, КТ626Б $0м№6002 ТО-3 КТ834А 
М$А7505 ТО-60 КТ907А $0№6251 ТО-3 КТ834АВ 
МЕ! О1ОЕ ТО-128 КТ913Б $0№ 6252 ТО-3 КТ834Б 
МКТИ ТО-1 МГТЮ8Г $0№6253 ТО-3 КТ8З4А 
МКТ73 ТО-1 МГТ!08Б $0Т3207 ТО-61 КТ908Б 
0С25 ТО-3 1216 $0Т3208 ТО-61 КТ908А 
ОС26 ТО-3 ГТ7ОЗД $017012 ТО-61 КТ908Б 
ОС27 ТО-3 ГТ7ОЗГ $0Т7013 ТО-61 КТ908А 
0С28 ТО-3 1217 $Е21 ТО-5 КТ617А 
ОС30 МО-11 0201Э $Е22 ТО-5 КТ617А 
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Зарубежный транзистор 


Тип ирибора 


$Е121А 
$-5121В 
$Е122А 
$Е122В 
$Е123А 
$Е123В 
$Е123С 
$2Е126А 
$Е126В 
$Е126С 
$Е128А 
$Е128В 
$Е128С 
$Е128 0 
$Е129А 
$21298 
$Е129С 
$21290 
$Е151Е 
ЗЕАЗЕ 
$Е132Е 
$Е132Е 
$21360 
$2Е136Е 
$Е136Е 
$21370 
$Е137Е 
$Е137ТЕ 
$Е150В 
$Е150С 
$Е215С 
$Е2150 
$Е215Е 
$Е216С 
$Е2165 
$Е216Е 
$Е1124 
$ЕТ!25 
$ЕТ130 
$ЕТ1З1 
$ЕТ143 
ЗЕТРАА 
$ЕТ145 
$Е1146 
$ЕТ163 
$21187 
$ЕТ212 
$ЕТ213 
$ЕТ214 
$ЕТ223 
$ЕТ238 
$ЕТ239 
$ЕТ240 
$ЕТ250 
$ЕТ251 
$ЕТ252 
$ЕТ253 
$ЕТ306 
$21307 
$ЕТ308 
$ЕТ316 
$ЕТ319 
$ЕТ320 
$ЕТ321 
$21322 
$Е1323 
$21325 
$ЕТЗ51 


яняяаяяая—нязаныяня яя ялююжььььььн 


ообобосбососососо 
не сл бл бл 62 62 62 62 < 62 62 © ль 


аи тт 


ЭДе) де ее еее еее олей®) 
ллллллеллллллллллал 


ыыы рее еее ера 


ыыы 


ло 
[® 


> 


Ч. и а 


Т-44 


Приближенный 
отечественный 
аналог 


КТ617А 
КТ617В 
КТ617А 
КТ617А 
кт602В 
кт6о2г 
кт602г 
КТ617А 
КТ617А 
КТ617А 
Кт6зог 
кт6зог 
кт6зог 
кт6зог 
КТ630А 
КТ6ЗоОА 
КТ63З0А 
КТ630Б 
КТ3102В 
КТ3102Г 
КТ3102Б 
КТ3102Г 
КТ342А 
К1Т342Б 
КТ342В 
КТ3З42А 
КТ342Б 
КТ342В 
Кт611Г 
кт6г 
КТЗ75Б, КТ37ЗА 
КТ37ЗА 
КТ373Б 
КТЗТ5А, КТЗ7ЗГ 
КТ3З7ЗА 
КТЗ7ЗБ 
КТ5ОТЕ 
КТ5ОЕ 
КТ5Е 
КТ5О1Е 
КТ5ОЖ 
КТ5О1И 


‚ КТ5ОЖ 


КТ5ОИ 

1423 

К1Т602А 

ГТ703Г 

ГТ7ОЗГ 

1217 

мП20Б 

1216 

0217 

П217 

1217, ГТ7ОТА 
МП20А, МПЗЭБ 
МП20А, МПЗУБ 
МИ20А, МПЗУБ 
МПЗЭБ 

КТ208В 

КТ208В 

1422 

1416 

1416 

мМП20А 

мп20Б 

мП20Б 

ГТ402И 

МПЗУБ 


| Зарубежный транзнстор 


$ЕТ352 
$21353 
$Е1Т354 
$Е1Т357 
$Е1358 
$Е1377 
$5106 
$5108 
$5109 
$5125 
$5126 
$5216 
$5218 
$5219 
$$У20 
1241 
7242 
1243 
т316Н 
1317 
1319 
Т320 
1321 
1322М 
Т323М 
Т354Н 
1Т357Н 
1358 Н 
ТСН98 
“ ТСН98В 
ТСН99 
ТСН99В 
То2 
ТОЗА 
ТОЗЕ 
ТО4 
Т65 
ТО5Е 
Т@50 
Т651 
Т952 
Та53 
Т055 
11Р29 
Т1Р29А 
Т1Р29В 
11Р29С 
Т1Р30 
Т!РЗОА 
Т1РЗ0В 
11Р30С 
ТРЗ! 
ТИРЗ1А 
ТИРЗ1В 
1Т1Р31С 
11Р32 
Т1Р32А 
Т1Р32В 
1Т1Р32С 
Т1Р41 
ТИРА1А 
Т1Р41В 
Т1Р41С 
Т1Р61 
ИРА 
РВ 
Т1Р61С 
1Т1Р62 


ТО-1 
ТО-1 
ТО-44 


ООО нам 


УД 


РАНЕ >> 


ЕСЕЕ 


ТО-1 


ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 


Продолжение 


Приближенный 
отечествеиный 
аналог 


МПЗ9Б 
МПЗЭБ 
1422 

11422 

1423 
ГТ404Ж 
КТЗ4оВ 
КТ34ов 
КТЗ4ов 
КТ617А 
КТ6о8А 
КТЗ75Б, КТЗ40Г 
КТЗ75Б, КТЗ49Г 
КТЗ75Б, КТЗ40Г 
КТ617А 
МП20А 
МП21В 
МПГ 
1402, П416А 
1401 

11401 

1401 

МПЗ8, МИЗ7А 
МП37Б 
МИЗ8А 
1403, 1416А 
П4озА 

1403 
КТ208Е 
КТ5О1К 
КТ208К 
КТ5ОМ 
МГТ!08А 
МГТ108В 
мМГТ108Г 
МГТ!О8А 
ГТ!15Б 
ГТИБА, П27 
МП20А 
мп2г 
МП20А 
МП20А 
мП20А 
КТ815А 
КТ815Б 
КТ815В 
КТ815Г 
КТ81АА 
КТ814Б 
КТ814В 
КТ814Г 
КТ817А 
КТ817Б 
КТ817В 
КТ817Г 
КТ816А 
КТ816Б 
Кт816в 
кт816г 
КТ819А 
КТ819Б 
КТ819В 
КТ819Г 
КТ815А 
КТ815Б 
КТ815В 
КТ815Г 
КТ814А 
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Зарубежный транзистор 


Тип прибора 


Т1Р6б2А 
Т1Р62В 
1Т1Р62С 
Т1ХМ101 
Т1ХМ103 
Т1ХМ104 
Т1Х3024 
212475 
2№43 
2№44 
2№44А 
2№45 
2№45А 
2№59 
2М№59А 
2№9В 
2№59С 
2№60 
2№60А 
2№608В 
2м№60С 
2№61 
2№61А 
2№61В 
2№61С 
2№65 
2№77 
2№94 
2м№104 
2№105 
2м107 
2м109 
2№123 
2м128 
2№130 
2№131 
2М131А 
2№132 
2М№132А 
2№133 
2№139 
2М175 
2№178 
2№186А 
2№189 
2№190 
2№191 
2№193 
2№206 
2№207 
2№207А 
2№207В 
2№215 
24218 
2№220 
2№237 
2№265 
2№273 
2№283 
2№326 
2№331 
2№368 
2м№369 
2№404 
2№405 
2№406 
2№444 
2№444А 
24445 


т 


 ллялялояллаяея 


=== 55555555 
3388833388838 8388 
[= 


Ко о 


Прнближенный 
отечественный 
аналог 


КТ814Б 
КТ814В 
КТ814Г 
ГТЗ41А 
ГТ362А 
ГТ341В 
ГТ341Б 
КТ316Б 
МП25Б 
МП25Б 
МП40А 
МП40А 
мМП40А 
МП20А, 
МП20А, 
мп21Д 
мМП21Д 
мп20Б 
мП21В 
мП21Д 
мп21Г 
МП20А 
МП20В 
мп21д 
Мпа 
МП20А 
ГТ109Б 
мП38 
МП40А 
ГТ109Б 
ГТ!15А 
мп20Б 
мп42Б 
ГТЗ10Д 
МГТ!08А 
МГТ!08Б 
МГТ!08Б 
МГТ108В 
МГТ!08 В 
МГТ!08Б 
ГТ109Е 
127 
П216Б 
МП25Б, 
МП25А 
МП25А 
МП25Б 
мМП38 
МГТ!08А 
МГТ108Г 
МГТ108Г 
МГТ108Г 
МП40А 
ГТ!09Е 
П27А 
МП40А 
МГТиО8Г 
МПЗЭА 
МП40А 
ГТ705В 
МПЗ9Б 
МП40А 
МП41А 
мМП42Б 
МПЗЭА 
МПЗ9А 
МПЗ5 
МПЗ5 
мМП38 


МП20Б 
мМП20Б 


мП204 


2№445А 
2№456 
2№457 
2№458 
2№497 
2№498 
2№499А 
2№501 
2№502А 
2№502В 
2№503 
2№506 
2№535А 
2№358В 
2№36 
2№554 
2№555 
2№560 
2№581 
2№591 
2№602 
2№ 603 
2№ 604 
2№653 
2№654 
2№ 55 
2№ 656 
2657 
2№ 696 
2№ 697 
2698 
2№ 99 
2№700 
2№700А 
2702 
2№703 
2№705 
2№706А 
2№708 
2№709 
2№709А 
2710 
2М7И 
2М7А 
2м7В 
2№726 


24727 
2№728 
2№729 
2734 
2№735 
2№735 
24738 


2№739 
2№741 
2№741А 
2№743 
2№744 
2№753 
24754 
2№755 
2№780 
2№784А 
24797 
2№795 
2№796 
2№797 
2№834 


Зарубежный ||транзистор 


Продолжение 


Приблнженный 
отечественный 


аналог 


МПЗ7 
П210В 
П210Б 
П210Б 
кт63зод 
КТ6ЗоГ 
ГТЗО5А 


`ГТЗО5А 


ГТЗ13А 
ГТЗ1ЗА 
ГТ310Б 
ГТ!15Б 
ГТИ5В 
ГТ115В 
ГТИИ5Г 
П216В 
П216В 
П307В 
МП42А 
ГТИ5Г 
1416 
1416 
1416А 
МП20А 
МП20А 
МП20Б 
КТ6зод 
кт63З0Г 
КТ6зод 
КТ630д 
КТ6ЗОА 
КТ630А 
ГТЗ1ЗБ, 
ГТ376А 
КТЗ12А 
КТ312В 
ГТ320В 
КТ340В 
КТ340В 
КТ316Б 
КТ316Б 
КТ320В 
ГТ320В 
ГТ3205 
ГТ320Б 
КТ349А 
КТ349Б 
КТ312В 
КТ312Б 


ГТ376А 


1307, КТбОТА 
1307А, КТбОТА 


"КТО! А, 


П309 


П308 
ГТ313В 
ГТЗ1ЗА 
КТЗ40В 
КТ340В 
КТ340Б 
П307В 
10308 
КТ312Б 
КТ340В 
ГТ308А 
ГТЗО8А 
ГТ308Б 
ГТЗИИ 
КТ340В 


П307А 
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Зарубежный транзистор 


Тнп прибора 


24835 
2842 
2843 
2844 
2845 
24869 
2№869А 
2914 
2915 
2№916 
2917 
24918 
2№ 919 
2№920 
2923 
2924 
2929 
2№930 
2943 
2944 
2955 
2М955А 
2978 
2№979 
2980, 
2987 
2№990 
2№991 
2993 
2995 
2996 
21024 
21027 
21028 
21051 
241175 
2М1204 
2№1204А 
241218 
21219 
2№1220 
21221 
2№1222 
21223 
21292 
21300 
241301 
2м1303 
21321 
2м1329 
21353 
2м1354 
21384 
241387 
241390 
241413 
241414 
21415 
241420 
21494 А 
2№1499А 
2м1499в 
2№1500 
241507 
21524 
2м1526 
21564 


ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-72 
ТО-72 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 


Приближенный 
отечественный 
аналог 


КТ340В 
КТЗ01Д 


КТЗ01 (В, Ж) 
П307В, КТ6о1А 
П308, КТ601А 


КТ352А 
КТ3З47А 
КТ616Б 
КТ342Г 
КТЗ42А 
КТ3З68Б 
КТ368А 
КТ340В 
КТ340В 
КТ203Б 
КТ203Б 
КТЗ42А 
КТЗ42А 
КТ203Б 
КТ203Б 
ГТЗИИ 
ГТЗИИ 
КТЗ50А 
ГТ305А 
ГТЗО5А 
ГТ322Б 
ГТ322В 
ГТ322В 
ГТ322В 
КТЗ52А 
КТ3З52А 
КТ104Б 
КТ!04Б 
КТ104А 
КТ601А 
МП20Б 
КТЗ12Г 
КТЗ12Г 
ГТ7О5Г 
Кт1о4Г 
КТ104А 
кт!о4г 
КТ104А 
КТ!04АА 
ГТ205В 
ГТ308 А 
ГТЗ08А 
МП20А 
ГТ705В 
ГТ705В 
МП42А 
МП42Б 
ГТ321Д 
КТ301Б 
КТЗо1Д 
МПЗУБ, 
МПЗУБ, 
МИЗУБ, 
КТ630Е 
ГТЗ21Г 
ГТЗ05А 
ГТ305Б 
ГТ305Г 
КТ630Е 
1422 

1422 

КТ601А 


МП20А 
МН20А 
МН20А 


Зарубежный транзистор 


21565 
241566 
2№1566А 
2М№1572 
2№1573 
2№1574 
241585 
241613 
2№1643 
241681 
211683 
2м1700 
241701 
241702 
241711 
241714 
241716 
2№1726 
2№1727 
2№1728 
211742 
2№1743 
2№1745 
241746 
241747 
241748 
241752 
241754 
241785 
241786 
241787 
241838 
241839 
241840 
241854 
211864 
241865 
211889 
241890 
241893 
241924 
241925 
21926 
241958 
241959 
2№2020 
2№2048 
2№2048А 
2№2089 
2№2102 
2№2102А 
2№2137 
242138 А 
2№2142А 
2№2143 
242147 
2№2148 
242192 
2№2192А 
2№2193 
2№2193А 
2№2194 
2№2194А 
242195 
2№2199 
242200 
2№2217 


ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
Т0-8 | 
Мр-6 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
тО-9 
тО-9 
то-9 
то-9 
10-9 
то-9 
10-9 
ТО-9 
тТо-9 
ТО-9 
тО-9 
то-9 
То-9 
ТО-9 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
тО-9 
то-9 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-18 
то-9 
тО-9 
ТО-7 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
тО-3 
тО-3 
ТО-39 
тО-39 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-39 
ТО-5 
то-9 
тО-9 
ТО-5 


Продолжение 


Приближенный 
отечественный 


КТ601А 


П307Б, КТ602Г 


КТ602Б 
П309 
1308 
1308 
ГТЗИЖ 
кт6зог, 
КТ104А 
МП42Б 
ГТ308Б 
КТ801Б 
1702 
КТ80ЗА 


1 


КТ603 (Е, Г) 


П7О1А 
П7О!А 
П417А 
1417 
П417А 
ГТ313Б 
ГТЗ1ЗА 
ГТ305Б 
И417 
п 
ГТ305В 
1417 
ГТ305А 
П417А 
1417 
1417 
КТ6!7А 
КТ617А 
КТ617А 
ГТ308Б 
1417 
1417Б 
кт6зог 
кт630Б 
КТ6З0А 
МПГ 
мпа1Г 
МП21Д 
КТ608А 
КТ608Б 
КТ3117А 
ГТ308Б 
ГТ3З08Б 


11403, П416А 


КТ63З0А 
КТ630А 
ГТ701А 
ГТ701А 
ГТА 
ГТ7О1А 
ГТ905А 
ГТ905Б 
КТ630Е 
КТ630Е 
кт63ог 
кт63ог 
кт6зод. 
кт6зод 
кт6зод 
ГТ305А 
ГТ305Б 
| КТ928А 
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Продолжение 


Зарубежный транзистор Приближениый Зарубежный транзистор Приближеиный 
отечествеииый отечествениый 


2№2218 ТО-5 КТ928Б 2№2907 ТО-18 КТ3!3Б 
2№2918А ТО-Б КТ928Б 2№2907А ТО-18 КТ313Б 
2№2919 ТО-5 КТ928Б 2№2947 ”#| ТО. КТ9ОЗА 
2№2219А ТО-5 КТ928Б 2№2948 ТО-3 КТ90ЗА 
2№2221 ТО-18 КТ3!17А 2№2958 ТО-5 КТ608Б 
2№22291А ТО-18 КТЗ!17А 2№2987 ТО-5 КТ630Г 
9№2222 ТО-18 КтТ3117А 2№2988 ТО-5Б КТ630В 
22294 ТО-5 КТ608Б 2№2989 ТО-5 Кт6зог 
2№2236 ТО-5 КТ617А 2№2990 ТО-5 КТ630В 
2№2:237 ТО-5 КТ6озБ 2№2999 ТО-72 ГТ341В 
9№2937 ТО-5 кт608Б 2№3010 ТО-18 КТ316Б 
2№2942 ТО-18 КТ340В 2№3012 ТО-18 КТ347Б 
22243 ТО-5 КТ630А 2№3015 ТО-5 КТ928А 
2№2243А ТО-5 КТ630А 243019 ТО-39 Кт630В 
2№2270 ТО-39 КТ630Д 23020 ТО-39 КТ6ЗоВ 
2№2273 ТО-18 ГТ305Б 2№3053 ТО-5 кт6зод 
2№2274 ТО-18 КТ20ЗБ 2№3053 ТО-5 КТ608Б 
2№2275 ТО-18 КТ20ЗБ 2№3054 ТО-66 КТ805Б 
2№2976 ТО-18 КТ20ЗВ 2№3054А ТО-66 КТ80ЗА 
9№2977 ТО-18 КТ203ЗВ 2№055 ТО-3 КТ819ГМ 
2№2297 ТО-5 КТ630Г 2№3055Е ТО-3 КТ819ГМ 
2№2360 ТО-12 ГТ376А 23107 ТО-5 КТ63зоБ 
2№2361 ТО-12 ГТ376А 2№3108 ТО-5 КТ630Г 
2№2372 ТО-18 КТ203В 2№3109 ТО-5 кТ630Б 
2№2373 ТО-18 КТ20ЗВ №3110 ТО-5 Кт63оГ 
2№2400 ТО-18 ГТ308Б 23114 ТО-5 ктвиг 
2№2405 ТО-39 КТ63ЗоБ 2№3121 ТО-18 КТ315А 
2№2410 ТО-5 КТ928А 2№3127 ТО-72 ГТЗ28А, ГТ376А 
2№2411 ТО-18 КТЗ52А 2№3209 ТО-18 КТ347А 
9№2412 ТО-18 КТ3З52А 2№3210 ТО-18 КТ616Б 
2№2415 ТО-72 ГТ376 А 2№3248 ТО-18 КТ351А 
2№2416 ТО-72 ГТ376А 2№3249 ТО-18 КТ345Б 
2№2498 ТО-1 МП41А 2№3950 ТО-18 КТ313Б 
2№2432 ТО-18 КТ2Э1Б 2№3250А ТО-18 КТЗ!ЗБ 
2№2439А ТО-18 КТ201Б 2№3967 ТО-72 ГТ376А 
92475 Ю-64 КТ316Б 2№3979 ТО-72 ГТ328 А 
2№2482 ТО-18 ГТЗИИ 2№3280 ТО-72 ГТ328А 
2№483 ТО-18 КТ3102Б 2№3981 В-96 ГТ328Б 
2№2484 ТО-92 КТ3102Д 23982 В-96 ГТ328В 
2№2537 ТО-5 КТ928Б 2№3283 ТО-72 ГТ328А 
2№2538 ТО-5 КТ928Б 2№3284 ТО-72 ГТ328Б 
2№2539 ТО-18 КТЗ117А 2№3286 ТО-72 ГТ328Б 
2№2615 ТО-18 КТ325А 2№3299 ТО-5 КТ608Б 
22616 ТО-18 КТЗ95Б 2№3301 ТО-18 КТЗ!17А 
2№2617 В-8 КТ201А 2№3302 ТО-18 КТ3!17А 
2№2635 ТО-18 ГТ320В 2№3304 ТО-18 КТ337А 
2№659 В-122 11214А 2№3375 ТО-60 КТ904А 
2№ 660 В-122 11215 2№3390 ТО-98 КТ37ЗВ 
242661 В-122 10215 2№3391 ТО-98 КТ37ЗБ 
2№2665 В-122 П214А 2№3392 ТО-98 КТ37ЗА 
22666 В-122 П214А 2№3393 ТО-98 КТ37ЗА 
22667 В-122 1215 2№3394 ТО-98 КТЗ7ЗГ 
2№2696 ТО-18 КТЗ51А 2№3397 ТО-98 КТ315Е 
2№2708 ТО-72 КТ395Б 2№3399 ТО-72 ГТ346Б 
2№2711 В:67 КТ315Ж 2№3440$ ТО-39 КТ940А 
2№2712 В-67 КТ315Б 2№3441 ТО-66 КТ802А 
2№2784 ТО-18 КТ316Б 23442 ТО-3 КТ94БА 
2№2811 МТ-29 КТ908Б 2№3451 ТО-18 КТЗЗТА 
2№2813 МТ-29 КТ908А 23545 ТО-18 КТ34ЗБ 
2№2835 МО-17 1213 2№3546 ТО-18 КТ3З6ЗА 
2№2836 ТО-3 ГТ70ЗД №3570 ТО-72 КТ399А 
2№2857 ТО-79 КТ3З99А 2№3571 ТО-72 КТ399А 
2№2868 ТО-39 КТ6зод 2№3572 ТО-72 КТ399А 
2№2890 ТО-5 КТ801А 2№3576 ТО-18 КТ347А 
2№2891 ТО-5 КТ801А 2№3583 ТО-66 КТ704В 
2№2894 ТО-18 КТ347Б 2№3584 ТО-66 КТ809А 
2№2906 ТО-18 КТ3!ЗА 23585 ТО-66 КТ704А 
2№2906А ТО-18 КТ313А 2№3585 ТО-66 КТ7О4Б 
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. р ч тай Продолжение 


Зарубежный [ранзистор Приближеннь 1 Зарубежный гравзистор Приближенный 
” отечествеиный ^^ 


— отечественный 
Гил прибора Корпус анг иг Тип прибора аналог 

2м3600 КТЗ68А 244899 | т0-66 КТ9З2Б р 
23605 КТЗ75Б 2№4900 ТО-66 КТ932А А 
2№3606 КТ3З75Б 244910 ТО-66 1702А их 
243607 КТЗ75Б 2№4911 ТО-66 1702 ": - 
2м3611 ГТ7О!А 244912 ТО-66 1702 м 
23613 ГТ7ОТА 2№4913 ТО-3 КТ808А А 
23702 КТЗ45Б 2№4914 ТО-3. КТ808А си 
243709 КТЗ58А, КТЗ7ЗА 244915 ТО-3 КТ808А ву 
2№3710 КТЗ58В, КТЗ7ЗА 24924 ТО-39 ктеиг 56 
2№3711 КТ3102В 24925 ТО-39 ктвиг вау 
2№3712 ктеиг 2№4926 ТО-39 КТ604Б НИ 
2№3722 КТ608Б 2№4927 ТО-39 КТ604Б 7+: 
23794 кт608Б 24960 ТО-5 КТ928Б т 
2№3730 ГТ810А 2№4976 ТО-129 КТЭША г, 
23732 ГТ905А 2№5031 ТО-72 КТЗ99А м 
2№3733 КТ907А 2№5032 ТО-72 КТ3З99А 4 
2№3738 КТ809А 245043 ТО-72 ГТ329Б “ 
213739 `° КТ809А 2№5044 ТО-72 ГТ329А и 
2м3740 КТ932Б 2№5050 ТО-66 КТ802А [ы 
23741 КТ932 (А. К) 2№5051 ТО-66 КТ802А 1 
2м№3742 КТ604Б 2№5052 ТО-66 КТ802А 
2№3766 КТ805Б 2М5056 ТО-18 КТ347Б 1 
23767 КТ805Б 2145067 ТО-3 КТ80ЗА и 
2№3839 КТ399А 2№5068 ТО-3 КТ8ОЗА „ 
2№3878 КТ908А 2№5069 ТО-3 КТ8ОЗА й 
2№3879 КТ9ОВА 2№5070 ТО-60 КТ912А и 
243880 КТ399А 2№5090 то-60 КТ6обА ; 
23883 ГТ320Б 2М5177 МО-36 КТ909А 
23903 КТ375БА 2№5178 МО-36 Кт909Б 
2№3904 КТ375 (А, Б) ; 245179 ТО-72 КТЗ99А ' 
2№3905 КтЗег 2№5188 ТО-39 Кт60зБ 
2м3906 КТ361Г 2№5190 ТО-126 КТ817А м 
244030 КГ93ЗБ 25192 ТО-126 КТ817Г 
24031 КТОЗЗА 2№5193 ТО-126 КТ816А, КТ818А 
2№4034 КТ326Б 2№5194 ТО-126 КТ816В. КТ818В 
244034 КТЗ47А 2№5195 ТО-126 КТ816Г, КТ818Г 
2№4036 КТ9ЗЗА 2№5202 ТО-66 КТ908А | 
24037 КТ9ЗЗБ 25209 ТО-92 Кт3102д 
24046 КТ6ОВБ 2№5210 ТО-92 КтТ3102Е 
2№4077 ГТ705Д 2№5219 ТО-92 КТЗ75Б 1 
2№4123 КТ3102А 25221 ТО-92 КТЗ51А АТ 
2№4195 КТ361Б 2№5226 ТО-92 КТЗ5ОА м 
2№4126 КТ3107Ж 2№5228 ТО-92 _| КТЗ57А М, 
244127 КТ922Г 2№5239 ТО-3 КТ812Б г 
244207 К Т337Б 2№315 ТО-61 КТ908А 
2№4208 КТЗ37Б 24531 7 ТО-61 КТ908А 
2№4209 КТ36ЗА 2№5319 ТО-61 КТУОЗА 71 
2№4231 0702 215354 ТО-98 КТЗА @ 
24239 1702 2 №365 ТО-98 КТЗ5Ы1А 
2№4233 0702 2№5366 ТО-98 КТЗ51Б 
24237 КТ8ОА тыс ве К 
24238 КТ801 Б 2№5429 ТО-66 КТ808А 17 
2№4239 КТ801А 25447 Х-55 КТ3З45Б У 
54240 КТ704 (А. Б) Е, Т-74 КТЭИА 1% 
244260 КТ36ЗА 245490 О-220 КТ819Б + 
2№4261 КТ363Б 2№5492 ТО-220 кт819в = 
244301 КТ908А 245494 ТО-220 КТ819В 
2№4400 КТ645А 25641 ` МТ-71 КТ922А и 
2144430 КТ91ЗА „|  2№5643 МТ-72 кт922в 9 
24431 КТ913Б ` 2№5652 ТО-72 КТЗ72В 2587 
24440 КТ907Б 2№5681 ТО-39 кт630г о8©и 
24898 25682 . ТО-39 КТ63З0А эесди 


кт9з2ав 
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Зарубежный транзистор Приближенный Приближенный 
отечественный отечественный 

: м МТ-77 КТ91ЗА 

МТ-77 КТ913Б 26291 КТ819В 
245771 ТО-92 КТЗ6ЗАМ 2№6292 КТ819Г 
245838 ТО-3 КТ840Б 2№6293 КТ819Г 
2№5839 ТО-3 КТ840Б 26304 КТ399А 
2№5840 ТО-3 КТ840А 2№6305 КТ399А 
2№5842 ТО-72 КТЗ55А 26371 КТ819БМ 
2№5845 ТО-92 КТ645А 2№ 372 КТ808ГМ 
2№М5851 ТО-72 КТЗ55А 246373 КТ808СМ 
245852 ТО-72 КТ3З55А 2№6374 КТ808БМ 
2№5887 ТО-66 ГТ7ОТА, П216 2№6469 КТ818БМ 
245888 ТО-66 ГТ7ОТА. П216 2№ 6470 КТ819БМ 
245889 ТО-66 ‚ ГТТОТА, П216 26471 КТ819ВМ 
245890 ТО-66 ГТ7ОТА, 11216 Г 246472 КТ819ГМ 
2№5891 ТО-66 ГТ7О1ТА, П217 2$А40 ГТ124Б 
2№5995 МТ-78 КТ920Г 254.49 - ГТ9Е 
245996 МТ-78 КТ920Г 2$А50 П30 
246011 В-203 КТ825Б 2$А52 ГТ109Е 
246050 ТО-3 КТ825Д 25А53 ГТ109д 
2м№6051 ТО-3 КТ825Г 2$4А58 ГТ322Б 
2м№6052 ТО-3 КТ825Г 2$А60 ГТ322Б 
2№6057 ТО-3 КТ827В 25465 ГТ!25В 
2м№6058 ТО-3 КТ827Б 2$А69 - ГТ3ЗО9Е 
246059 ТО-3 КТ827А 2$А70 = ГТЗ09Е 
2м6077 ТО-66 КТ812Б 25А71 ГТЗ09Е 
2№6078 ТО-66 КТ812Б 25472 ГТ322В 
246079 ТО-66 КТ812А 25473 Г ТЗ 
26080 МТ-72 КТ920Б 25$А78 ГТ321Д 
2м№6081 МТ-72 КТ920Г 25492 ГТ322Б 
2№6093 МТ-67 КТ912Б 2$А93 ГТ322В 
246099 ТО-220 КТ819В 2$А101 ГТ322В 
2№6101 ТО-220 КТ819Г 254102 ГТ322В 
246107 ТО-220 КТ818Г 2$А103 ГТ322В 
246109 ТО-220 КТ818В 2$А104 ГТ322Б 
2№6111 ТО-220 КТ818А 254105 ГТЗОЕ 
2№6121 ТО-220 КТ817А 2$А106 ГТЗ10Е 
2№6122 ТО-220 КТ817В 2$А107 ГТД 
2№6123 ТО-220 КТ817Г 25$А108 1422 
2№6124 ТО-220 КТ839Ф 2$А109 1422 
26125 ТО-220 КТ839С 2$4А110 1422 
26126 ТО-220 КТ839Н 2$А111 1422 
2№6129 ТО-220 КТ819Б 254112 [1422 
2№6130 ТО-220 КТ819В 2$А116 ГТЗоВ 
2№6131 ТО-220 КТ819Г 2$А117 ГТД 
2№ 6132 ТО-220 КТ818Б 2$А118 ГТ310Д 
26133 ТО-220 КТ818В 254173 ГТ125Б 
2№6134 ТО-220 КТ818Г 254174 ГТ!25Б 
2№6135 Х-110 КТ610А 2$А195 ГТ124А 
2№6178 Х-109 КТ943Д 25$А204А ГТ!25Б 
2№6179 Х-109 КТ943Б 254205 ГТ125Д 
2№6180 ТО-126 КТ932А 254206 ГТ!25Б 
246181 ТО-126 КТ932А 254.211 ГТ!25А 
2№ 6246 ТО-3 КТ818ВМ 254212 ГТ!25А 
2№6247 ТО-3 КТ818ГМ 2$А219 ГТ322В 
2№ 6248 ТО-3 КТ818ГМ 254.29] ГТ322Б 
26253 ТО-3 КТ819БМ 254223 ГТ322В 
2№ 6260 ТО-66 КТ805Б 2$А929 ГТ3З1ЗА ( 
2№6263 То-66 КТ802А 2$А230 ГТЗ1ЗА 
2№6264 ТО-66 КТ802А 2$А234 ГТ3З09Б 
2№6282 ТО-3 КТ827В 2$4А235 ГТ309Б 
246283 ТО-3 КТ827Б 254936 ГТ322В 
246284 ТО-3 КТ827А 254237 ГТ322В 
2№6285 ТО-3 КТ825Д 25А246 ГТ305В 
26286 ТО-3 КТ825Г 254254 ГТ109Е 
2№ 6287 ТО-3 КТ825Г 254255 - ГТ109Д 
2№6288 ТО-220 КТ819А 254256 ГТ322Б 
2№ 6289 ТО-220 КТ819А 2$А257 ГТ322В 
2№ 6290 ТО-220 КТ819В 254258 ГТ322В 
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отечественный отечественный 

2$А259 ГТ322В 2$А738) КТ6З9В 
2$А260 ГТЗ10А 2$4А741Н КТЗ52А 
25$А266 ГТ3З09Г 25$А743 КТ6З9Г 
25А267 ГТ309Г 2$А743А КТ6З9Г 
25А268 ГТ309Д 2$А750 КТ3107К 
25А269 ГТ309д 2$А755А КТ932Б |, 
2$А270 ГТЗО9Г 2$А75БВ КТ932Б | 
2СА271 7 ГТЗО9Г 2$А768 КТ816В © 
254272 ГТ3З09А 2$4А769 КтТ816гГ | 
254.277 ГТ124В 2$А779К. КТ6З9В и 
2$А279 11416Б, ГТЗ05Б 2$А780АК КТ639Д Я 
2$А282 - ГТ!25 (В, Г) 2$А781К КТ345Б 
2$А285 ГТ322Б 2$А811С5 КТ3129Б59 | 
2$А286 ГТ322Б 2$А811С6 КТ3129Г9 | 
2$А287 ГТ322Б 2$А812М4 КТ3129Б9 
2$АЗ321 ГТ322В 2$А812М5 КТ3129Б9 
2$А322 ГТ322В 2$4А815 КТ814Г 
2$А338 ; ГТ322В 2$А844С КТ3107И 
2$АЗ339 ГТ322Б 2$А8440 КТ3107И 
2$А340 ГТ322Б 2$А876Н КТЗ1ЗБ 
2$А341 ‚| ГТ322Б 25А962А КТ6зэд ' 
2$А342 ГТ322Б 2$А999 ь КТ3107И 
2$А343 ГТ309Б 25А9991, КТ3107И 
2$А350 11422 2$А1015 КТ3107Б 
25$А351 11422 2$А1029В КТ3107Е 
2$А352 1422 2$А1029С КТ3107Д 
25А354 11422 2$А10290 КТ3107И 
2$А355 11422 2$А1030В КТ3107Б 
2$А374 11609А 2$А1030С КТ3107Д 
25$А391 ГТ1!25В 2$А1031В КТ3107Г 
2$А396 ГТ125Г 2$А1031С КТ3107Ж 
25А400 ГТЗ09Г 2$А10310 КТ3107Ж 
254412 ГТ308Б 2$А1033В КТ3107Г 
25$А414 ГТ125Б 2$А1033С КТ3107Д 
2$А416 11605А 2$А10330 КТ3107К 
2$А422 ГТЗ46Б 2$А1052В КТ3129Б9 
254440 ГТЗ1ЗА 2$А1052С КТ3129Г9 
2$А467 КТЗ51Б 2$А10520 КТ3З129Г9 , 
2$А490 КТ816Б 2$А1090 КТЗ13Б 
254494 а КТ349В 2$А1356 КТ626А 
2$А495 КТ357Г 2$В12 ГТ!24А 
2$А495а КТЗ57Г 2$В13 ГТ!24А Й 
254496 КТ639Б 2$815 - ГТ125А | 
2$А500 КТЗ52А 25832 МПЗ9А | 
2$А504 КТЭЗЗА 2$В33 МП41А 
2$А505 КТ639Д 2$В37 МП41А 
25$А522 КТ326Б 2$В39 ГТИ5А 
2$А530 КТЗ13Б 25840 МП42Б 
2$А537 КТ9ЗЗБ ‚ 25843 ГТ!25В 
2$А555 КТЗ61Е 2$844 ГТ!24В 
2$А556 КТ361Е 25847 - МГТ!о8 (Д;Г) 
2$А559 КТЗ52А 25848 Е ГТ125Б 
2$4А564 КТ3!07Д 2$849 ГТ195В 
2$А564А КТ3З!07И 2$В54 ГТ!24Г 
2$А568 КТ345В 25855 - РТ 25Г" 6% 
2$А603 КТЗ1ЗЕ 25856 - ГТ125Г 
25А628 КТЗ57Г 2$В57 МГТ!08Б 
2$А640 КТЗ107 (К.И) 25860 МП41А ии 
25$А64Ё КТ3107Л 2$В61 МП41А 
2$А670 КТ816В 25875 ГТ!25В 
2$А671 КТ816Б 25890 ] ГТ!ю9Г 
2$А673 КТ3З50А 2$8В97 ГТю9В : 
2$А715В КТ639В 258110 ГТ!24А ! 
2$А715С КТ6з9В 258111 ГТ124Б ' 
2$А715)0 КТ639В 258112 ГТ124В | 
2$А718 КТЗ13Б 258113 ГТ124В И 
2$А733 КТ3107И 258114 ГТ!24Б Ук 
2$А738В КТ639В 258115 ГТ124В ен! 
2$4А738С КТ639В 2$В116 ГТ124Г > 
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258117 ТО-1 ГТ124Г 2$С64 ТО-5 КТ6о1А 
2$8120 ТО-1 МПА 2$С65 ТО-5 кт6ив 
258130 МО-11 П201АЭ 2$066 ТО-5 ктвиг 
2$8135 ТО-1 ГТ!24В 2$С67 ТО-18 КТ340В 
2$8136 ТО-1 МП?25А, МП20Б 2$С68 ТО-18 КТ340В 
25$8136А ТО-1 МП?25А, МП20Б 2$С101А ТО-66 КТ902А 
2$8170 ТО-1 МПЗЭА, МП4ОА 2$С105 ТО-18 КТ312Б 
258171 ТО-1 МП40А 2$С108А ТО-39 КтТ6зог 
258172 ТО-1 МП20А, МП25Б 2$С109А ТО-39 КТ928Б 
258173 ТО-1 МПЗ9А 2$С131 ТО-18 КТ616Б 
258175 ТО-1 МП41А 2$С132 ТО-18 КТ616Б 
258176 ТО-1 МП25Б, МП20Б 2$С133 ТО-18 КТ616Б 
25$8180А ТО-8 П201АЭ 2$С134 ТО-18 КТ616А 
2$8181А ТО-8 12025 2$С135 ТО-18 КТ616А 
2$8200 К-10 МП75Б, МП20А 2$С137 ТО-18 КТ616Б 
2$8201 ТО-5 МП25Б, МП20А 2$С151Н ТО-39 КТ6ОЗА 
258261 К-18 ГТ!15А 2$С170 ТО-18 кт306Д 
2$8262 К-18 ГТ!15В 25С1 ТО-18 кт306Д 
258263 ТО-1 МП25Б 2$С172 ТО-18 КТЗ06Д 
258302 ТО-1 ГТ!109Е 2$С188 ТО-5 КТ617А 
2$8В303 ТО-1 ГТГ 2$С247 ТО-39 КТ6о2г 
2$8В335 К-18 МГТ!08В 2$С249 ТО-39 КТ602Б 
258336 К-18 МГтТ!08В 2$С253 ТО-72 КТ325А 
2$8361 ТО-3 ГТ806А 2$С281 ТО-1 КТЗ12В 
2$8362 ТО-3 ГТ806Б 2$С282 ТО-1 КТЗ12В 
2$8367 ТО-66 П201АЭ 2$С306 ТО-5 КТ63Зод 
258368 ТО-66 П201АЭ 2$С307 ТО-5 КтТ6ЗоГ 
258400 ТО-1 МГТЮ8Г 2$С308 `| ТО-5 кт63ог 
258434 ТО-220 КТ837Р 2$С309 ТО-5 КТ630А 
2$8434С ТО-220 КТ837Р 2$С310 ТО-5 кт630В 
2$8435 ТО-220 КТ837У 2$С©366С ТО-92 КТ645А 
2$8435а ТО-220 КТ837Р 2$С367С ТО-92 КТ645А 
258439 ТО-1 МПА, МПЗЭБ 2$С370 В-67 КТЗ75Б 
258440 ТО-1 МПА1А, МПЗ9Б 2$С371 В-67 КТЗ75Б 
2$8443А ТО-1 МГТио8Г 2$С372 В-67 КТЗ75Б 
2$8В443В ТО-1 мМГТио8Г 2$С390 ТО-72 КТ368А 
25$8444А ТО-1 МГТ!о8Г 2$С395А ТО-18 КТ616А 
2$8444В ТО-1 МГТ!о8Г 2$С400 ТО-18 КТЗ06В 
258448 МР-11 П201АЭ 2$С401 В-37 КТЗ58В 
2$8456 ТО-8 П202Э 2$С402 В-37 КТ3З58В 
258466 МР-10 П201АЭ 2$С403 В-37 КТЗ58Б 
2$8467 МО-10 1202Э 2$С404 К-37 КТЗ58В 
258468 ТО-3 ГТ810А 2$С454В ТО-92 КТ3102В 
2$8473 мМО-9 П201АЭ 2$С454С ТО-92 КТЗ102В 
258481 МБ-9 П201АЭ 2$С454)0 ТО-92 КТЗ102В 
2$8497 К-18 МГТ!08Б 2$С458 ТО-92 КТ3102В 
25В551Н ТО-66 КТ932Б 2$С4581.аВ ТО-92 КТ3102Д 
2$8В553 ТО-220 КТ818В 2$С4581.19С ТО-92 КТЗ102Д 
2$8558 ТО-3 КТ818ГМ 2$С0458 а) ТО-92 КТЗ102Д 
258595 ТО-220 КТ816Г 2$С458 КВ ТО-92 КТ3102В 
2$8596 ТО-220 КТ816Г 250458 КС ТО-92 КТ3З102В 
2$В650Н ТО-3 КТ825Г 2$С©458 КР ТО-92 КТ3З102В 
2$В693Н ТО-3 КТ825Г 2$С481 ТО-39 кт630д 
2$8709 $ОТ-23 КТЗ129Д9 2$С482 ТО-5 КТ617А 
2$8709А ЗОТ-23 КТЗ129Г9 2$С493 ТО-3 КТ8ОЗА 
2$8754 ТО-220 КТ818Б 2$С497 ТО-39 КТ630Б 
258834 ТО-220 КТ835Б, КТ837В 2$С498 ТО-39 КТ63ЗоБ 
258906 ТО-220 КТ835Б, КТ837В 2$С503 ТО-39 КТ6ЗоГ 
258996 ТО-220 КТ816Г 2$С504 ТО-39 КТ6зогГ 
2581016 ТО-220 КТ818Г 2$С505 ТО-39 КТ618А 
2$81017 ТО-220 КТ818Г 2$С506 ТО-39 КТ611Б 
2581018 ТО-220 КТ818Г 2$6507 ТО-39 ктвиг 
2$81019 ТО-220 КТ818В 250508 ТО-66 КТ802А 
2$С33 ТО-5 КТЗ12Б 2$С0510 ТО-39 КТ63Зов 
2$С040 ТО-18 кт3З16гГ 2$0512 ТО-39 КТ63Зог 
2$С41 ТО-3 КТ802А 2$6517 ТО-37 КТ90ЗА 
2$С42 ТО-3 КТ802А 2$0С519А ТО-3 КТ802А 
`2$С43 ТО-3 КТ802А 2$С520А ТО-3 ] КТ802А 
2$С44 ТО-3 КТ803ЗА 2$С521А ТО-3 КТ80ЗА 
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250525 МТ-29 1701А 2$С1619А ТО-3 КТ808А 
250535 ТО-92 КТ3102Г 25$С162206 $ОТ-23 КТ3130Б9 
250538 А ТО-92 КТ3102Б 250162207 $ОТ-23 КТЗ130Б9 
250543 ТО-60 КТ907Б 2$С16231. $ОТ-23 КТ3130А9 
250549 ТО-60 КТ904Б 25$С1624 ТО-220 КТ94ЗВ 
256553 то-60 КТ907Б 2$С1625 ТО-220 КТ943В 
25$С563 ТО-72 КТЗЗ9Г 251815 ТО-92 КТ3102Б 
2$С583 ТО-72 КТ3З68Б 25С1826 ТО-220 КТ817Г 
2$С594 ТО-39 КТ608 А 25С1827 ТО-220 КТ817Г 
256598 ТО-60 КТ904А 25$С1828 ТО-66 КТ828А 
2$С601 ТО-18 КТ3З06Б 2$С1846 ТО-92 КТ645А 
250612 ТО-72 КТЗ25В 25$С1894 ТО-3 КТ83З9А 
250618 ТО-72 КТЗ25А 2$С1895 ТО-3 КТ83З9А 
250620 ТО-92 КТЗ75А 25С1896 ТО-3 КТ839А 
2$С633 В-37 КТЗ15Б 25С2036 ТО-126 КТ646А 
2$0634 К-37 КТЗ15Г 252068 ТО-202 КТ940А 
250635 ТО-60 КТ904Б 2$С2121 ТО-3 КТ828 А 
250641 ММ-12 КТЗ15Г 25С2137 ТО-3 КТ812А КТ828Б 
250642 ТО-60 КТ904А 25$С2138 ТО-3 КТ812А 
2$С712 ТО-92 КТЗ75Б 25С2231 ТО-202 КТ940В 
250727 ТО-18 П307Б 25$С2231А ТО-202 КТ940В 
25$С752аТМ ТО-92 КТ645А 2502242 _ ТО-220 КТ940А 
250779 ТО-66 КТ809А 25С2258 ТО-126 КТ940Б 
2$С788 ТО-5 КТ618А 252404 $ОТ-23 КТ3130Г9 
250790 ТО-220 КТ817Б 2$С2405 «ЗОТ-23 КТ3130Г9 
2$С793 ТО-3 КТ8ОЗА 25С2431 ТО-3 КТ945А 
250796 ТО-5 КТ6оЗА 2502456 ТО-126 КТ940А 
250809 ТО-72 КТ325В 2$С2562 ТО-220 КТ805АМ 
2$С815 ТО-92 КТ645А 25$С2611 ТО-126 КТ604БМ 
2$С825 ТО-66 КТ809А 25$С2790 ТО-3 КТ828 А 
250828 ТО-92 КТ3102В 25$С2790А ТО-3 КТ828 А 
2$С828А ТО-92 КТ3З102Б 25$С2791 ТО-3 КТ828А 
2$С829 ТО-92 ] КТЗ58Б 25С2794 ТО-126 КТ943Б 
25С893 МТ-29 ПОТА 253335 ТО-126 КТ940Б 
250900 ТО-92 КТ3102Г 2$С3419 ТО-126 КТ646А 
250923 ТО-92 КТ3102Г 253422 $ОТ-82 КтТ940В 
250945 ТО-92 КТ3102Д 25$С3423 $ОТ-82 КТ940В 
2$0959$ ТО-39 КТ630Б 253424 $ОТ-82 КТ940Б 
250976 МТ-83 КТГ 25031 ТО-1 МПЗ5 
250977 МТ-83 КТ91ЗА 25032 ТО-1 МПЗ8А 
250978 МТ-83 КТ913Б 25033 ТО-1 МПЗ8А 
2$<©1000атТм ТО-92 КТЗ102Б 25037 ТО-1 МПЗ7А 
251008 ТО-39 КтТ63з0д 25047 ТО-3 КТ908А 
2$С1008А ТО-39 КТ630Б 25068 ТО-3 КТ902А 
2$С1044 ТО-72 КТЗ5БА 2$072 ТО-1 ГТ404И 
251056 ТО-5 КТ605Б 25075 ТО-1 МПЗ8, МПЗ6А 
2$С1090 0-78 КТ372А 2$075А ТО-1 МПЗ7А, МПЗ6А 
25 ии ТО-3 КТ802А 250127 ТО-1 ГТ404Е 
2$(С1112 ТО-3 КТ802А 250127 ТО-1 ГТ404Б 
2$С1113 ТО-66 КТ808А 250128 ТО-1 ГТ404И 
2$С1114 ТО-3 КТ812Б 250128 А ТО-1 ГТ404И 
2$С1145 ТО-3 КТ809БМ 250146 мМр-10 П702А 
2$С1172 ТО- КТ839А 2$0147 мМо-10 0702 
25$С1172А ТО- КТ8ЗЭА 250148 мо-10 0702 
2$С11172В ТО-3 КТ839А 250195 ТО-1 МПЗ8А 
25$С1173 ТО-220 КТ94ЗА 250201 ТО-3 КТ808А 
2$С1260 ТО-72 КТЗ99А 250202 ТО-3 КТ808А 
2$С1317 ТО-92 КТ645А 250203 ТО-3 КТ808А 
2$С1440 ТО-3 КТ945А 2$0234 ТО-220 КТ817А 
2501454 ТО-3 КТ812Б 250235 ТО-220 КТ817Б 
2$С1504 ТО-3 КТ809А 250292 | ТО-66 КТ817В 
2$С1550 ТО-126 КТ940Б 250526 ТО-220 КТ817Г 
2$С1566 ТЭ-202 КТ940Б 250601 $ОТ-23 КТ3130В9 
2$С1569 ТО-220 КТ940А 250601 А 5ОТ-23 КТ3130Б9 
2$С1576 ТО-3 КТ812А, КТ828Б 250605 ТО-3 КТ834А 
2501617 ТО-3 КТ812Б 250640 ТО-3 КТ828Б 
2$С1618 ТО-3 КТ808А 250668 ТО-126 КТ611БМ 


2501619 ТО-3 КТ808А 250668 А ТО-126 ктвиБМ 


Окончание 


в г : отечественный РУ р В отечествениый 
Тип прибора анвлог Ти | Тис прибора — | аналог 


2$0675А ТО-3 КТ945А 2м073 ГТ703Б 

250685 ТО-3 КТ834А 2мМ074 ГТА, П210А 
250686 ТО-220 КТ829А 3№М073 ГТ703Г 

2$0691 ТО-220 КТ829А 3№М074 ГТА, П201А 
2$0692 ТО-220 КТ829А 40675 КТ912Б 

2$0716 ТО-202 КТ819ГМ 4№073 ГТ70ЗД 

250820 ТО-3 КТ839А 4м074 ГТ71А, П210А 
250821 ТО-3 КТ839А 5№М073 1213 

2$0822 ТО-3 КТ839А 5074 ГТА, П210А 
2$0843 ТО-3 КТ819ГМ 6№М073 1215 

250867 ТО-3 КТ808АМ 6№М074 П210Б, ГТ7ОА 
2510877 ТО-66 КТ802А 7№4073 1215 

250880 ТО-220 КТ817В 7№074 ТО-3 ' П210Б, ГТА 
2501279 ТО-3 КТ8ЗЭА 101970 А-6 МПЗ5 

2$01354 ТО-202 КТ817В 102мМ970 А-6 МПЗ5 

2$01356 ТО-202 КТ817Г 103№М970 А-6 МИЗ7 

2$01406 ТО-202 КТ817В 104№070 А-6 МПЗ6А 

2$01408 ТО-202 КТ817Г 1054970 А-6 МПЗ6бА 

213531 ТО-5 1308, КТ602А 106№М970 А-6 МПЗ6А 

213532 ТО-5 1308, КТ602А 1064070 А-6 МПЗ7А 

273674 / ТО-72 КТ355А 107№М070 А-6 МПЗ6А, МПЗ8А 
213841 ТО-18 КТЗ4ЗА 152М070 А-6 МПЗ6А, МПЗ8 
2м072 $ОТ-9 ГТ403Б 153№М070 А-6 МПЗ6А 

3м072 $ОТ-9 ГТ403Б 154№М070 А-6 мМПЗ8 

4№М072 $ОТ-9 ГТ403Б 155М0970 А-6 МПЗ8А 


5№М972 $ОТ-9 ГТ40ЗЕ 
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КОРПУСА ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 


184 


185 


186 


187 


26% 


260 


ИС 


#98 


188 


189 


7% 


Хх 


7 


192 


ТА. И. Аксёнов 


193 


194 


т* 


8,6 


12,2 


> 
> |5 
< 


507-57 


507-93, Х-65 


195 


изм 


Отечественное 
обозначенне 


КТ-1-12 
КТ-2-7 
КТ-2-10 
КТ-4-2 
КТ-6 
КТ-8 
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ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ КОРПУСОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 
ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 


ТО-18 


* Прнблнженный аналог 


Зарубежное Отечественное 
обозначение обозначенне 


КТ-9 


ТО-3, $ОТ-9 
Х-73, 0-94 
$ОТ-37 
ТО-92, К-67 
ТО-126 
ТО-220 
$ОТ-37 


Зарубежное Отечественное 
обозначенне обозначение 


КТ-35-2 


Зарубежное 
обозначение 


ТО-46 
$ОТ-93 
$ОТ-23 
$ОТ-89 
$ОТ-143 
ТО-126 
ТО-202 


Обозначение 


днода 


А 


АА 


БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ДИОДОВ 


Фирма 


АТ, ЕП, СОС, СЕ, 1ВС, 
НЕ, МОР, №5, $$1, $1 


АЕГ, С$В, ТТ, М, МГ, 
РЕС, $А, $1, $, Та, 
ТНот., У 

Опйга 

МГ, Упйга 

Е!, М1, РЬ ТВот. 


ВВ, ЕЦ, ЕЕ, МЕГ, ВС, 
| 9Ге 

АЕ Е, ЕЦ ЕЕ, Е$С, 
54$, Н$, ТТ, МГ, МА$, 
РЕС, РИ, ЗА, Те!., Твот.., 
У, \РТ, Упйга 

Опйга 

ЗА, Тпот. 

Опйга 

ЕП, ЗА, Твот. Упйга 
АЕТ, МГ, РЕС, КТС, $А, 
Твоп:., У 

АЕГ МЫМРЕС, ВТС, 
Твот.. У 


Обозначеинне 
днода 


ВАУ 


ВАУР 
ВА\/ 


ВАХ 
ВАУ 


АЕТ, ЕЕГ,, ЕС, ТТ, МГ, 
РЕС, ВТС, $А, $ЕС, Те|., 
Твот., У 

Ипйга 

АЕТ, ЕЕ!, Е5С, МТ, РЕС, 
ВТС, У, $А, $ЕС, Та, 
Трот., Опйга 

Е$С, ИТТ, МГ, РЕС, ВТС, 
$@$, Тпот., У 

Е$С, МГ, РЕС, $А, Те, 
Твот., Чпйга 

Опйга 

ВЕ. ПТ НЕ РЕС, 
ТВот, Чпйга 

Опйга 


ЕП, ВЕ, ТВ\У 
ВСС 

ТВС, ЕС 

мг 

Опйга 

АЕТ, ВЕ, ЕБЬ Е1, ЕЕ, 
ПТиТЕС МИ МА 
РЕС, ВТС, $А, $05, 
Твот., МО 

РЕС 

РЕС 

Опйга 


Обозначение 
Ия 


ВУО 
ВУВ 
ВУ$ 
ВУТ 
ВУУ 


ВУМ 
ВУХ 
ВУУ 
ВУУР 
1:7 
в2р 
ВЕР 
УМУ 
ВЕУ 


ЗУ 
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Фирма . 
РЕС 
РЕС 
ЗА 
РЕС, ТПот. 


МГ. РВС. ВТе, тер 
Твот., У 

ЛЕГ ЕЕГ МГ РЕС, 
ВТС, Те!., ТВот., У 
С$0, МЕР, М!, МА$, 
РЕС, ВТС, $С1,, Твот., У 
С$рО, МГ, Те. 
Ипйга 

АЕТ, С$О, ЕТ, 
ВС, Те 

РЕС, $А 
пйга 

РЕС, ВТС 

ЕКЕГ, МГ, РЕС, ВТС, $А, 
Твот., У 

РЕС, ВТС, $А, $0$, 
ТВот., У 

Опйга 

АЕ, СГУ, СЗБ, ЕЕ, ВЕЁ, 
ПТ, МЕ, МА$, РЕС, 
ВТС, ЗА. ЗЕС т 
Твот., Опйга, У 

АЕ1, ЕТ, ЕЕ, МГ, РЕС, 
ВТС, $А, УСТ, Твот., У 
Опйга 

РЕС 

ВВ, СОГУ, НГ, $С1., ЧС 
ВСА 

ИС 

МЕ 

ЕП 

СОТ, М$С 
У, $1 
СОШ 
Сор 


МВС, 


= = 
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диода 


Е 


СС 
ЗА, Тпот 
ТС 
СОП1 
[`0] 9) 
ТВ\ 
ССОО] 
СОП1 
СОП1 
ЕП 
$СЬ 
СОП1 
СО] 


15 
ЗЕМ! 5Ё 
Трот. ; 
СЕ, ТЕС, Вобт, Те|. 
УЕ. 

Зап. 

УЕ. 

Зап. 

СООТ, ГЕС, Те|. 
О, СЕ 

СОТ, п 

Зап. 

Зап. 

Зап. 

СС, Упйга 
Зап. 

Зап. 

СЕ 

Твот. 

П|, МЕЕ 
Ипйга 

$01 

Опйга 

Трот. 

ВЕТ, Н5$, ЕП1, $711 
ТБот. 

ВЕЁ 

ВВ, МЕБ, $ап. 
ВВ, Зап. 


ТЕГ. Тег, 


ЕП, $Т$1 
ЕР 


ЕП 
ОЕС, $1 
ЕП 
ЕО 
91 
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диода 


Фирма 


ЕР 

ЕП 

ит 

Трот 

ЕЕС 

БЕС 

СОС, ТНот. 

ЕЕС 

ВЕС 

БЕС 

БЕС 

РЕС 

БЕС 

РЕС 

а$1 

ЕЕС 

Трот. 

Е$Р] 

УЕ. 

Трот. 

Трот. 

МУЮС 

ЕП, МЕС, Зап\есн, $01, 
УТУ, Твот. 

Е$С 

БЕ 

ЗЕ 

Е$С, 9$, МЕС, РЗ 
Е$С 

Е$С 

СС, а$ 
@$, Зап\есй 
а5 

Е5С 

Е$С 
Зап\{есй 

ВЕ 

№151, ВСС, ТПот. 
Е$С 


Твот. 
АРО, ЕП, 
Тромт. 
ВЕТ, Теа 
Тез1а 

РУГ. $А 
МЕ 

арос, ЧЕ 
МЕ 

Зап. 

Зап. 

Зап. 

Зап. 

ЕС 
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ас 
Сор] 
Твот 
СТС: ЗЕ 
@51 

ОТС, ВЕТ 
Тот. 
ТВот. 
Зап. 


<, 96, 


Обозначение 
днода 


Продолжение 


Фирма 


Зап. 

ЕП, НЕ, МОР, $1, У$1 
МЕМА, $1, 9С 

ЕБ 

$1 

АЗ1, У, $Е, $1 


Нагг!$ 

Зеткоа 

СООТ, НР 
Сорт 

СО - 
МЕМА, Те|., ОС 
НР 


А$1, НЕ, МЕМА, $11, 
ЗЕ. $1 
$1, $Т51 


а$Т 


ит 
А$1,. ЕП, НЕ, МЕ, $01 
Р$1 
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днода 


Обозначение Обозначенне 
Фирма 
р диода Фирма диода 


СОРТ, ЕП, МА, МЕЁ 
Тез!а 

СС 

ОС 

ОС 

СС 

СС 

СС 

ОС 

БЕ, РРС, РЗ 
ВВ 

ВВ 

ЕТ 

СО 

СОР 

ЕВЁ 

1ВС 

ОЕ 

1ВС 

Трот. 

ЕБТ, Е$1 

ЕО 

ЕБ 

ИС 

ИС 

Тез а 

Теа 

ЕЗГ, ИВС, $Т$1, Теза 
Тез!а 

НГ, Запщесв. ЗСЁ 
ТВС, 91. 0С 
УГ 1 

У 

$1 

ГВС 

ГВС, а$1, ЧС 
У 

Е 

С$1 


ис 
СОГл, ИС 
Атр. 


ЕЙ, МЕБ, Запесв, ЗП, 
ТС, ТВот- 

МА, МЕС, ОС 

МЕР, М$, $Е 

Мо. 

Мо. 

Мо. 

М$, Тпот. 

Мо{. 

Мое. 

$0 

МЕС, ОЕС, $1, ТВом., 
ИС 


МБА 
моо 
мох 


ТАС 

ОЕ, ТАС, СС 
СЕ 

Мо{. 

ТАС 

051 

СУГ, Мо. 

Мо+. 

$СЕ 

СОТ, Мо+., ЗЕ, $1 
СО 

СО 

СОПТ, $01, 9С 
Мо, ЗЕС 

И 


МЕР, Мо(., М$ 
МЕС 

Мо+. 

Трот. 

МЕС 

НЕ 

МАЕ 

МАЕ 

СО 

МЕ] 

Трвот. 

$01 

У 

МАЕ 

МАЕ 

ЕП 

ВСС 

ВЕГ, МЕ, М!, М1, РЕС, 
$1, ВТС, Теза, У 


О$М 
055 
В 


РАБ 
РВС 
РВК 
РВТ 
РВУ 


Продолжение 


Фирма 


ее 

ЕЙ, @$1, НГ, 6, РЬ 
$1, Твот. 
Т$С 

ЕП 

ЕТ 

Е 

РУП 

ЕБТ, Р1, ТВ\У 
РП 

ЕП 

ЗЕ, ТНот. 
Твот 


К! 

Р$ПУ, ТВот. 
Твот. 
Твот. 

мг, РЕС 
РУП 

РЕС 

0$1 

РИ 

Р1 

ГЕС, Твот. 
Трот. 
Твот. 
Трот. 
МЕР, ТВ\У 


1.5 


ОС 

СОПЛТ, МЕ, Мо, $ат- 
{есК, УСЫ, ТИот., УЗТ, 
\ЕС 

ЕЛ, ЗЕ, МЕС 

ЗЕ 


Продолжение 


Обозначенне Ф Обозначенке о Обозначеннё 
днода У диода р днода Фирма 


КВ ЕО $СРО Зап\есв $1, $01 

ва ВСС ЗСРЕ ЗапиесВ $ЕОНУ $01 

ВК ЕП! $СРН Зап\есв ЗЕЕ - | СОП 

ККВ СС Г $СРМ Запцесв $17 МЕБ 

ККВР СС $СРР Запиесв `` 5М СОГТ, ОЕС, Зап\есв, 

ККВРС ОТС $С$)0Е ЗапцесН УЕ, $1, \5$ 

го ЕР, КЕ ЗСЗОЕЕ |Запиев [Г ЗМЕК — | Запиесь 

ВМ МЕС, $Е $С $1, ЗапиесВ $МНЕ ЗапцесН 

ВМ Твот $©$0М Запцесв МНЕ Зап{еср 

| <@) УСЬ, $Е $С$ЕР Запиесв $М 51 

КР ОТС, $$01. Тот. $С$ЕЕ Запиесв ЗМЕЕ ЗапиесН 

КРР ТБот. $С$НЕ ЗапцесН $МЕ ЗЕ 

В$ ВЕ $©$НМ Запцесв Се) $1 

КТО ЕП $©С$М ЗалиесВ $00 УРТ, $$Х1 

КТЕ ТБот. В тан ЗОРЗРС | $01 

во ЗЕ $С$М апи{ес 

КУ ЕР $С$М. | Запцесь СЕ со 

КУ оС $С5РЕ_ | Запчесв РО СОПЛ, $571 

ВУ ВСС ЗС$ЗРЕЕ | Запцесв РБА СОРГ 

12 Тот. $С5РЕ. Запцесв $РЕЕ Запиесв 

5 9$, НЕ, МОР, МЕБ, $С5$РМ | ЗапцесВ ЗВ МЕС, ЗЕ, $1, $1. 
МЕ, $5А, Е, Запцесв, $ ОП, ТТ, ОЕС, РЕС, $1, ВВ ОЕС 
$1, 5Т$1, \/5 Мо!, ТВ\ ЗВЕ ОЕС 

ЗА СУТ. БЕТ. ЗЕ. $1, \5 $ОА $501, $1 ВР СС 

ЗАМ ВЕТ $ОРЕ Запчесй $$ $$0 

ЗАХ ВЕТ $ОН Запцесй $В$ЕК $$) 

ЗАУ ВЕТ $0К $$01, СОП $5 ОЕС, Запцесн, $Е, $МС 

ЗА ВЕТ ЗЕК $$01 $$СРА $$) 

$В ОТС, ВЫ, $Е $Е$ ОС $$СМА $$0 

$ВЕА Запцесй зе СОрТ, МАЕ, $Е $$СРА $$0 

ЗВЕВ Зап{цесН $ЕС МАЕ $$Н $1 

ВЕС Запц{есН $ЕБ М15{., Твот. $$1В ЗА 

ЗВМА Зап{есН ЗЕЕ ЗапЦцесв $$1С ЗА 

УВМВ Запцесй ЗЕМ Запцесв $502 ЗА 

ВМС Запцесй ЗЕМ$ Зап{есв УЕ ЗА 

УВК Запцесв, $1 $а ЗЕ $&Е ЗА 

УВТ МЕБ $@А ЗЕ $$ $А 

$С Запцесн, ЗЕ, $1, $1 $СВ ЗЕ $ЯК $А 

$СА Запесв $ОЕ ЗЕ $$1. ЗА 

$СА) ЗапцесН $ам $Е $$1М $А 

$СА$ Запцесв $Н Залиесв, $Е, $1. $$Р $А 

$СВА Запиесь $НУМ ЗапцесН $5Р $01 

УСВАК ЗапцесВ $1 МОР, ЗапиесВ, $1 $Т АРО, ЕС, 1ВС, $ТЯ, 

$СВН ЗапиесН ТВ ЕЕС ЗапиесН 

$СВК Зап {есйв $1$Т $МС ТВ АРО, ОЕ 

СВК Зап(есй $1$ТЕ $МС ЭТЕ Зап({есН 

$СРА Запцесй ЗеК ВНР УТЕРЕ Зап есН 

$СВАВ Запцесв ЗЕ Запц{есв $ТУ ЗЕ 

$СРА$ Запцесв $мМ МЕ $0 МЕБ 

$СОЕ Запцесв 5К УН ЗОЕ$ У 

$СЕ ЗапцесН УКВ $1 | $У СТС, МЕС, $Е, $, ЗЕМ, 

$СЕС Зап есН УКВВ УП $МС, Твот., УЕС 

УСН Запиесв КО УИ У ТК\ 

$СНС Запиесв КЕ УИ , $\/ \/$ 

$СНЕ ЗапиесН $КНМ $Н $Х МТ. Запцесв, 0С 

$СНУ Запцесв $кКкКо УН $Х$ | ие 

$СН$ Запцесв КМ УН $У КЕТ, ЗапкесН, ЗЕ 

$СКУ Запцесв ЗКМА УИ $7 МГ, Р$, ВЕТ. $А, $1, 

$СМ Запцесй УКВ $Н $МС 

$©М$ Запцесй $К$ УИ $71. $А 

$СМУ\У/ ЗапцесН р $К$А $Н $7Х ВЕТ 

$СМА ЗаптесН $КУ УП | $7У ВЕТ 

$СМА$ Зап{цесв $КХА $П Т 4$, НЕ, $01, $1 

У$СМЕ Запи{есй УЕ. СОРТ, $1559 ТА $01 

ЗСРА ЗапцесН $1.С $1 ТАУ $1 


$СРВ ЗапцесН $ЕСЕ $1 ТСК ТО 


* 
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200 


5Е 

ТС 
ЭЕС 
|9® 

т, 9С 
т 

|6® 
$ 
5Е@ 


ЕБ] 
М$, Запцесн, $01 


Конт, ЗТ$1 
$1 


СЕ, НЫ, $51, УЕС, \$1 
\$1 

ВВ, МБР, \5$1 

\У$1 


Обозначение 
днода 
У 


У$1 
У$1 
У$Т 
У$1 
У$Т 
РИ, МЕР, $Е, $Т$1 


МЕР 

ЕЕ, СС, НЕ, УЗ 
$1. 

УЕ. 

ОТС 

ит 

ЕВС 

МЕГ. 

МВС . 
Запесн, ЗС, ТНот. 
ВСС 

Тот. 

$1 


ТКС, $С1, $МС, ТК\ 


РЕГ, ТЕС, 51 
$1 

ИТ 

ВЕБ 

Е! 


ЕТ, Тпот- 


$СЬ 
5СГ. 
ит 
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СТК 
2х 


Окончание 
Фирма 


ит 

ит 

ит 

ЕЕ, ТТТ 

ег 

Тез1а 

РЕ, ПТ 

те 

те 

Твот. 

АМ, СЕЦ., Е1, Е$С, НЕ 
МЕС, МЕС, $ап., ЗЕМ, 
ТС, Койт 

ЗапесН 

ЗЕ 

Конт, ЗЕ 

Е, НЕ, Н$, МЕС, Войт, 


$$01. ТС 


`@Ге) 5) 
С1С 


Запцесй 
мя 
Запфесй 
УГ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 


ай ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 


Фирма 


АЕС 

ВЕТ, С$0, ЕТ, СРО, МЕ 
РЕС, ВТС, $А, У, МПТ 
ТИ ЕТ, СРО, Н$Е, ТНОМ 
А$1, ВЕГ. С$О, ЕТ, СРО, 
МЕ, РЕС, КТС, $А, У, №01 
ОМТВА 

СРО 

С$0, @РБ 

ЕЁ СТС, Н$Е, ПИ, МЕ 
РЕС, КТС, ОМТВА, У, 


С$0, СРО, ЧМТКА 

ВЕЕ, С$0, СРО, \01 

А! 

С$0, СРР 

С$0, ЯРО, Н$Е 

А, 511, ТНОМ 

А] 

А1 

А1 

АЕС, АЗТ, ВЕР, СОТ, ЕТ, 
СС СЗ ТЕВЕ, ТОТ, ИТ, 
КВР, МЕБ МЕ, РЕС, ВТС. 
ЗА, $@$, ТНОМ, ОМТКА, 
№ 

ОМТКА 
АЕС, М!, 
ТНОМ, У 
ОМТВА 
АЕС, РЕГ, ВТС, 
ТНОМ, ЗА, У 

АЕС, АВ С 5С, ЕЕГ, МГ, 
ВЕС, КТС. ЕС, 54, 
ТНОМ, ОМТКА, У, \01 
АЕС, АЗ, С$О, С$С, ЕЕЁ, 
[ТТ, МЕ, РЕС, КТС, $ЕС, 
ЗА, ТНОМ, У, \М01 

АЕС, АЗТ, С$О, С$С, МЕ, 
РЕС, КТС, У, \П1 

АЗ, ВЕТ. С50, ©5С, МЕ, 
РЕС ВТС, ВЕТ, ЗА, 
ОМТКА 

ОМТКА 

МЕ, РЕС, ВТС, $65, У 
С5$0, 1Р$, МЕ, РЕС, КТС, 
$а$, 55Е, $01 

ВЕЕ, ©С5С, СЗЮЕЕЕ, 1Р5, 
МЕ, $65, ВТС, РЕС, У 
ОЗОНЕ, МЕ, РЕС. ВТС, 
ты ТЕГ, $@9$, 9МТКА, 


РБС, ВТС, 


МЬ, 


ВЕ 
ВЕЁ. 


Обозначение 
транзистора 


ВЕ 


ВЕЕ 
ВЕМ 
ВЕР 
ВЕО 


ВЕК 


ВЕ$ 


ВЗХР 


В$5У 


АЕС, А$Т, ВЕЁ, РЕГ, СПУ, 
С$0, АСК, С$С, ЕТ, ИУ, 
КЕ, [С, Н$Е, М$, РЕС, 
ВЕТ, ВТС, ТЕ, У, МОИ, 


ОМТКА 

ОМТКА 

КТС, $А 

$А, ОМТКА, ТИ 

АЕС, РЕГ, МЕ, ВТС, РЕС, 
№ 

АЕС, АЗ, С$0, ШС, МИ, 
РЕС, КТС, $А, ТНОМ, 


ОМТКА, У, №01 

АЕС, АЗ, ЕЕЕ, Н$Е, МЕ, 
.РЕС. ВТС, ТНОМ, 
ОМИКА, $А, \, №01 
АТ, РЕГ. МЕ, РЕС, ВТС, 
$А, $$, ТЕГ, ТНОМ, У 


п 
АЕС, АЗ, ВЕТ, СПУ, С$С, 
С50,. МЕ РЕ, ЕВС: 


ИМТКА, У, МОТ 

АЗТ, СГУ, С$О, С$С, ЕЕ, 
ТОТ, НЗЕ, ОТС, МЕ, РЕС, 
КТС, $@$, ТЕЕ, У, \П 
АЗ1, СЗО, С$С, СУ, Н$Е, 
ТОТ, ЕЕЁ, МЕ, РЕС, $0$, 
ТЕ, \, \О1 

МЕ, РЕС, КТС 

МЕ, РЕС, КТС, У 

МЕ, РЕС. ВТС, У 

МГ, РЕС, ВТС, У 

МЕ, РЕС, ВТС, $11, У 
Н5Е, МЕ, "РЕС. КТС, У 
$П 

$П 

МЕЕ, $01 

ЗЕМ, ТЕ\ 

МГ, РЕС, ВТС, У 

ПТ, МЕ, РБС, ВТС, У 


РЕ@, ВТС, 
ТНОМ, У 

АЕС, АЗ1, С$О, РЕЁ, ПУ, 
МТ, РЕС, ВТС, $А, У, \О1 
АЕС, МЕ, РЕС, ВТС, У 
АЕС, С$Р,, МТ, РЕС, КТС, 
$А, $@$, ЕЕЁ., ТНОМ, У, 
\О1, ТЕБЕ 

АЕС, МЕ, М[$, РЕС, ВТС, 
$@$, ТЕЁ, ЧМТКА, У 
АЗ, СГ, ©56, С50О, Ш, 
Н$Е, ИЛ, МЕ, М$, РЕС, 
ВТС, $95, ТЕГ, УМТВА, 
У, МОТ 

ОМТКА р 

АЗТ, СОТ, С$С, Н$Е. ИУ, 
ЕЕЕ, МЕ, РЕС, КТС, $65. 
ФЕТ, \ 


Обозиачение 
траизистора 


вт 
Во 


Продолжение 


В$ 
АЗТ, С$О, ОТС, СТС, Н$Е, 
КРО, МЕ, МЕС, РРИ, ВТС, 


ЭВ. 565, "ТЕЕ, НОМ, 
ОМТВА, У, МО 

МОТ 

ИМТКВА 

$495, $ЕМ 

МЕ, РЕС, ВТС, ТНОМ, У 
МЕ, РЕС, "ЕТС, 506$, 
ТЕ, № 

МГ, РЕС, ВТС, 36$, $01, 
ТЕТ, ТНОМ, У 

С$0, МЕ, РЕС, КТС, $$, 
$01, ТНОМ, У 

С$0, РЕЁ, КРО, М!, РЕС, 


ВТС. 595. 501, Е 
ТНОМ, ОМТВА, ЦС, У, 
\О1 

РРТ, СМТКВА 

АЗТ, РЕГ, С$О, Н$Е, ВТС, 
$4$, $01, МОТ 

МГ, РЕС, ВТС, $0$, $А, У 
ЗА 

АЗ, АСВ, ТС Т, МП 


СРО 

А$1, №$С, \О1 

СРО 

ЕС 

$Т!, СРО 

ЗЕМ 

А$1, \М01 

АСК, С$С, ЦЕ, МОТ, №$С, 
$а$, РР!, $711, Т1, \МЕС 
@РО, МЕС 


АМ$ 

МТ, РЕС, ВТС, У 

От, $1 

|9) 

О 

МЕБ 

МЕС 

АЗ1, ОТС, СРО, $11, \ОТ 
192] 

АЗ, СР» ОТСХЗРС, 551, 
ТИ, МО 

$1 


$1 
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Фнрма 


Обозначение 
транзистора 


Фнрма | 


Обозначение 
транзистора 


Продолжение 


Фирма 


МРЗН |С5С, СЗО, 2$. СЕ, ПЛ, - 
Е №С, $01, \Б1 КМ АЗ. МО! МЕГ., МОТ, №$С, ЗЕС, $11, , 
ЕС ИА КМ КРО М/О! 
ЕБ № С КР КРБ МРЗК |С$С, $ЕС 
ЕМ А$1, С$О, 10, $1, \ОИ| К$ ТЕЗТА, МЕС МРЗГ. |С$С, Е$, СЕ, ИЛ, МОТ, 
ЕВ ЕТС К5Р РР$ № С, ЗЕС, ЭТ, 11, МОГ, 
ЕЗМ М1$, ТНОМ К$У ТЕЗТ.А МРЗО | МОТ, $РЕ, \01 Я 
ЕТР ЕТС к ТЕЗГ.А МРЗОС | МОТ Я 
ЕС ЗЕС КОУ ТЕЗГА МР$\/ | МОТ, №$С 2 
кат РЕП. Е А$1, МО! МРИО СЕ, МОТ 
ЕММТ | ЕЕ! ТРА |АЕС \ МРХ |МОТ е 
ЕМ АСВ, №$С гот ТК\ МЕЕ ОТС, МОТ 
ЕМ $1 1.5 $1 МЕЕС | МОТ 
ЕО$ ЕЗ т №5С М5 т 
ЕТ Е$, МОТ, $71 м А$1, И, УР М$А Е$ 
ЕТВ Е$ МА АЗ1, Н$Е, МЕЕ. МОТ, $7И, М$В И) ‚. 
сс ВЕТ, ТЕЗЕА М1 М$Р НЗЕ, $1 
(615) ВЕТ, ТЕЗТ.А МС Р1 М5Т НЗЕ, $711 
СЕ С$С, С$О, СЕ МО С$С, МОТ, РИ МТ Е$, МЕТ. РТ! 
СЕТ СЕ М5 МОТ МТА МОТ 
СЕ ВЕТ, ТЕЗГА МЕМ |С1, $01 МТЕ МОТ 
СЕУ ТЕЗГА МЕО | МЕ!. МТН МОТ 
05 ВЕТ, ТЕЗТ.А МЕ МОТ, Р!, $1 мтм | мот, $06$ 
С5ОВ |0$1 МЕЕ С$С, МОТ, $01, $1 МТР Е$, МОТ, $@$ 
6$0$ |&а$1 МЕЕС | МОТ МТ$ мот 
С$р0 |@$1 МС тс МТО | МЕ. 
С5ВО |@$ мосм |мот МИ СЕ, МОТ 
СУТИ |691 МОР |МОоТ М СНЕВВУ. КРО, 11 
ст СОС, Н$Е МН МЕТ, МО! МА № С 
Н $И МНА Е$ МВ № С 
НА сос мл АСТ С$С, ©5В: Е @ГС: МОЕ № С 
НЕР МОТ 1р$, МОТ, РР, ВСА, $0$, МЕ И, МЕЕ, №5С, $1. Т$ 
НЕРЕ | МОТ $ТС, $ТИ, ТЕ, УМО! МКТ Н$Е 
НЕРЗ$ | МОТ МЕ АУТ, СЗО, С5С, СТС, ИУ, МРС ТНОМ 
НР НР МЕС, МОТ, М5С. РР, $0$, МРО №5С 
Н$ СЕ 5ЕС и, ТНОМ. \ О МЕ № С 
Н$Е Н$Е МЛЕС |МмМОоТ №5 № С 
НТ ЕЕТ. МУН МОТ №50 № С, МР! 
НУ ВЕГ. ММ А$1, С$С. НЗЕ, МОТ, $Т1, №00 |№$С 
1РА 105) От № Е № С 
ОВ 115) ММВА |МОТ, ЗЕС мт МЕС 
1ЮС №5) ММВС | МОТ, $ЗЕС МТМ МЕС 
ШБ 105) ММВЕ | МОТ, №С оС СРО, Н$Е. СТС, $11, 1 
1%) №5) ММВРУ| МОТ ОМ МТ, РЕС. ВТС, У . 
1МЕ И, №С ММВВ | МОТ Р СНЕКВУ, №С, $01, $1, 
В ГВ ммвтТ | МОТ, №$С, $ЕС $$0, \01 
1ВЕ Е$. 16, МОТ. ВСА, $@5$,| ММВТА| МОТ, $ЕС РА РНИСО 
Г $1 ММВТН| МОТ, №С РВ РНИ.СО 
ВЕР |1 ММВТ$| МОТ РВМ РНИ.СО 
1ВЕЕ |1 ммс |мот РС РНИ.СО 
ВЕР |1 ММСЕ | МОТ РО 21, РНИ.СО 
т И ММЕЕ |МОТ РЕ Е$, РНИ.СО, М№$С, РР! 
ПЕ И, №С ММСМ | МОТ РЕС РР! 
л 1С, П, МОТ, №$С, $1, $01 ММТ |МОоТ РЕТ эт 
ЗА ит ММ $ РЕ №5С 
< ит МР СРО. МР$, МЕТ, $ТС РС ЕС’ 
В МЕС МРЕ МЕГ., МОТ, №$С, $01, $1, РН АЕС, М1, РЕС, ВТС, У 
у $01 МО РИ. т 
Ке) ТВ МР$ ЕЕТ. 2$, С$С, $СРЬ, ПУ, РМЬ |С$р, 1$ 
К АУТ, НЗЕ, \/Р1, КМС СЕ, МОТ. №5С. ВС, $ЕС. РМ$ 1$ 
КА ТЕЗТ.А УТ, 1, ТНОМ, МО РМ С$О0, С5С, Е$. МЕТ, М№$С, 
КВ МЕС МРЗА |ЕЕТ, Е$, СЗО, СЕ, ПУ, ВС, $50, $51 
КС ТЕЗЕА МЕГ, МОТ, №5С, ВС, $ЕС, РТ ВЕТ, РТИ, $50, ТВ\ 
Ко КМС, ТЕЗТА, МЕС $, ТИ, ТНОМ, №01 {@ Н5Е 
КЕ № С, $01, \ОТ, МЕС . в \рт 
КЕ МАГ, ТЕЗТ.А МВС |МоТ \вСА  |ВСА 
КЕУ ТЕЗГА МРЗО |С$С, СЗО, СЕ, МЕГ, МОТ, ВСР и 


МА! 


КС, ЗЕС, $11. МОТ 


КСА 


Обозначение 
транзистора 


ВЕ 
ВЕН 


Обозначение 


ЕЕЕ. 
КСА 

ВСА 

ВСА 

ВСА 

ВСА 

ВСА 

КТС 

АСВ, $50, ТС, ЧА 
СРО, ВЕТ, Р1 

р! 

МТ, ВЕТ, ВТС, ТЕТ, $1, 
ТНОМ, У ; 
$01 

СРО 

$1 

УТС 

$ТС 

С5$С, СРО, $01. $$Р 
А$1, С$0, Е$, ШТ, СТС, 
МОТ, №5С, $ЕС, УТ, \О1 
Р1, ВЕТ 

$01 

мМ1$, РЁ, ТНОМ 

$а5 

5а5 

$$1 

ВСА, $Т! 

Р5 } 

ВЕТ 

ЗА 

ТНОМ 

ТНОМ 

В5, $01 

$РС ы 

$01 

$01 

$51 

ЗЕМ 

ЗЕМ 

БЕГЕ. 

УТС 

$ТС 

$ТС 

УТС, ТИ 


ВЕТ, $$1 
$51 
РТ 


№С, 511, ТС 
ОЕ 
РТ 
УИ 


Обозначение 
транзистора 


УТ ТМ 

УТ т 

Ут те 

УТС ЕС 

ВЕТ, 505, Т$С 

№5С 0С, МРТ 
$01 МОТ, $Р1 


УОТ, $5Р. $71. ТВ\ 


ОМИТВА $01 


ЕС, ТНОМ $01 
ТНОМ $01 
ТНОМ 
ТНОМ 
ТНОМ АСК 


МОТ 
МЕС 
951 
©5$1 
@51 
а$1 
БЕЁ 
РЕЁ 
ЕБЬ 
ВЕ 
ТЕГА 
ТЕЗТ.А 
ТЕГА 
ТЕЗЕА 
ТЕЗЁЕА 
ТЕЗГА 


НЕ, УТ, 1, \01 
АУТ, С5С. С50, ЕБЕТ, СТС, 
1ОТ, МЕС, МЕЕ, МОТ, МЕ, 
№ С, РР1, РЕС, ВСА, ВТС, 
$@5, 501, УТ, 11, У, №01 


ОТС, ТОТ, МЕТ, №С. $01, 
УИ, ТЬ МО 


№С, МЕТ, ЗОРЕВТЕХ, 


тер! ТЕЗ.А 
ЕС ТЕЗЕА 
ЕС ТЕГА 
ЕС ТЕЗЕА 
$ЕС ТЕЗЬА 
ТР\ ТЕГА 
ЗЕС ТЕЗЁА 
@ОС, Н5Е, МУ$, МЕ. $11 ТЕЗЕА 
и ТЕГА 
СОС, Н$Е, $71 ТЕГА 


ТЕЗЕА 
ТЕЗЬА 
ВЕ 


©рС, НУ$, Н$Е, УТ 
@ОС, НЕ, НУ$, $$). $11 
©ОС, Н$Е. МУ$, $$0, $11 


Фирма 


$Р1, ЗОРЕКТЕХ 
УНРЕВТЕХ 


Окончание 


И, $01, 51, ЭОРЕВТЕХ 
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СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ 


АСВТАМ, 1МС., США 

АМРЕВЕХ ЕТЕСТВОМГС СОБР., США 

АУАМТЕК, 1МС. 

АМЕВ!САМ МСВОЗЕМ!СОМРОСТОВ, 

1МС., США 

АМЕВ1САМ М1СВОЗУЗТЕМ$, 1МС., США 

АРУАМСЕР $ЗЕМ1СОМРОСТОВ$, 1№С., 

США 

ВОЕ1Ма ЕТЕСТВОМТС$, Швейцария 

ВНАВАТ ЕТЕСТВОМ!С$, ЕТО., Индия 

СОМТТМЕМТАТ. РЕУ1СЕ$ 1МОТА, Индия 

СВ1М$ОМ ЗЕМ1СОМООСТОВ СОБР., США 

СЕМТВА!. ЗЕМСОМОРОСТОВ МУ, США 

СНЕВКУ $ЕМ!СОМРОСТОВ СОКР, США 

ПОМС$, 1МС., США 

ПОРЕ ТВАМ$1$ТОВ СОМР., США 

ЕЛЕКТРОННИ. ЕЛЕМЕНТИ, Болгария 

ЕТЕКТВОМ$КА 1МОО$ТВЦА, Югославия 

ЕГЕСТВОМС ТВАМ$1$ТОЮ$ СОБР., США 

ЕКЕВАМТ! ЕГЕСТВОМГС$, 1.70, Англия 

КА1ВСНИО  ЗЕМ1СОМООСТОВ —СОВР., 

США “ 

СЕМЕВА1. ПЛ1ОБЕ СОБР., США 

СЕМЕКВА!. ЕтЕСТВОМ!С СОМР., США 

СЕКМАМЦИ/М РО\МЕВ РЕУ!СЕ$ СОБР., 

США 

ОСЕМЕВА! ЗЕМСОМООСТОВ 1МОЧ9$Т- 

ВТЕ$, 1МС., США 

СЕМЕВА!. ТВАМ$15 ТОВ СОБР., США 

НЕМТЕТТ РАСКАВО, США 

НУВ ЗЕМ!СОМРОСТОВ ЕТЕСТВОМС, 

1МС., США 

ОН УОТТАСЕ ЗЕМ!СОМРОСТОВ, США 

1МТЕВЕЕТ СОБР., США р 

1МТЕВМАТ1ОМА!. ОЕУ!СЕ$, 1МС, США 

1МТЕВ$И,, 1МС., США 

1МТЕВМАТ1ЮМА!. КОМЕКВ $ЕМ!СОМООС- 

ТОВ5, Индия 

1МТЕВМАТЮМАТ ВЕСТШЕЕВ $ЕМ!СОМ- 

РОСТОВ, США 

о (РЕК РЕЧТЗСНЕ ИТ), 
РГ 

КМС ЗЕМСОМРОСТОВ СОБР., США 

КЕГТВОМ РО\МЕВ РЕУ!СЕ$, Индия 

ТАМВОРА ЗЕМ!СОМРОСТОВ. США 

МСВОУ\УАУЕ А$ЗОСТАТЕ$, 1МС., США 

МАТЗОЗШТА ЕТЕСТВОМ!С$, СОБР., Япо- 

ния 

МАВСОМ! ЕТЕСТВОМС РЕМ!СЕ$, 17, 

Англия 

МИЗОВИ$НГ ЕТЕСТЬ1С СОБР., Япония 

МСВОЕГЕСТВОМС$ 1.ТО., Гонконг 

МТ$ТВАГС $РА, Италия 

МОГЬАЮО ТТО., Англия 


Фирма. страна 


МОТОВОГА  ЗЕМ!СОМООСТОВ —РЮО- 
РОСТ$, 1МС., США 

М1СКВО РОМЕВ $ЗУ$ТЕМ$, США 

МРРОМ ЕТЕСТВ!1С СОМР., Япония 
МАТОМАТ. $ЕМ1СОМООСТОВ —СОВР., 
США 

РНИДР$ ЕТЕСТВОМС$ СОМР., Нидерлан- 
ды 

РНИ.СО КАБО ТЕТЕ\М ЗАО, Бразнлия ` 
Р1НЕВ 1МТЕВМАТ!ОМА1. СОБР., Испания 
РРС РКОРОСТ$ СОВБР., США 

РЕСОВ РВЕЗШШЕМТ 1МТЕВРЕ!$Е$ СОБР., 
США 

РЕЕ$ЗЕХУ ЗЕМ!СОМООСТОВ$, Англия 
РО\МЕВ ТЕСН, 1МС., США 

ВСА СОВРОКАТЮМ, США 

ВТС ТАВАР1ОТЕСНМОЧЕ СОМ., Франция 
ВЕТ, ФРГ 

ВАУТНЕОМ ЗЕМ!СОМООСТОВ, США 
$1ЕМЕМ$ АКТ1ЕМСЕ$ЗЕ115$СНАЕТ, ФРГ 
$ОШТВОМ РЕМСЕ$ 1№С., США 
ЗРВАОЧСЕ ЕТЕСТВС СОМР., США 
УНИМОЕМОЕМ ЕРГЕСТВ!С МРО., Япония 
$@$ — АТЕЗ, Италия 

$11СОМХ, 1№С., США 

$УМТАВ 1МРО$ТЕВИЕ$, 1МС., США 

$ОШР РОМЕВ СОВБР., США 

ЗРАСЕ РОМЕВ ЕТЕСТВОМС$, 1МС., США 
$ОНЮ $ТАТЕ РЕУ1СЕ$, [МС., США 
ЗОШ $ТАТЕ ЕТЕСТВОМ!С$ СОМР., США 
$ОМР $ТАТЕ 1МОО$ТЕЕ$, 1МС., США 
$И1СОМ ТВАМ$1$ТОВ СОБР., США 
ЗЕМ!СОМРОСТОВ ТЕСНМОГОСУ, 1М№МС., 
США 

ЗОРЕВТЕХ, 1№С., США 


5\МАМР$СОТТ ЕТЕСТВОМ<$ —СОМР., 
США 

ТВАМ$1$ТОВ АС, Швейцария 

ТОЗН1ВА СОБР., Япония 

ТЕТЕРУМЕ СВУЗТАГОМ!С$, 1МС., США 
ТЕГЕРОМКЕМ ЕГЕСТВОМС, ФРГ 
ТЕЗГА, Чехо-Словакия 

ТНОМ$ОМ—С$Е, Франция 

ТЕХА$ ИМ5ТВОМЕМТ$, 1МС., США 

ТВ\М ЗЕМ!СОМРООСТОВ$, 1№С., США 
ТЕГЕРУМЕ ЗЕМ1СОМООСТОВ, США 
ОМПТЕО А1ВСВАЕТ, США 

ОМИПВОРЕ СОБР., США 

ОМПВА, Польша 

УАТУО, ФРГ 

МАТВЕКМ ОЕУ!СЕ$, 1МС., США 
МЕЗТИМОНОЦ$Е ЕТЕСТЬ!С СОБР., США 


Тип прибора 


МД226А 
МД226Е 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 


Д231, Д243 
Д24ЗА 

Д24ЗБ, КД202Д 
КД209вВ 


КД92ЗА, КД419(А—Г), 
КД424А, КД922(А—В) 
КД922(А—В), 
КД419(А—Г), 
КД92ЗА, КД424А 
КД9ЭЗА. КД419(А-—Г). 
КД424А. КД922 (А—В) 
КД922(А—В), КД92ЗА, 
КД419(А—Г), КД424А 
КД92ЗА, КД419 (АГ), 
КД494А. КД922(А—В) 
КД922(А—В), КД424А, 
КД419(А—Г), КД92ЗА 
КД92ЗА, кД419(А—Г), 
КД424А, КД922(А—В) 
КД92ЗА, КД419(А—Г), 
КД424А, КД922(А—В) 
КД92ЗА. КД922(А—В). 
КД419(А—Г), КД424Г 
КД424А, КД419(А—Г), 
КД923(А—В) 

КД424А 

КД424АА 

КД424А 

КД424Л 

КД424А 


КД105Б 


КД105В 
КД!05Г 


КД106бА 
КД109А 
КД109Б 
КД109в 


АД112А 
КД204А 


Выпрямительные и импульсные диоды 


` 
Рекомендуется при замеие | "Тип прибора Рекомендуется: при замене | Тил прибора 


КД243 (Е, Ж) 
КД424А 
КД243(А—Ж) 
КД424А 
КД424А 
КД424А 
КД226(А—Г) 


КД226(А—Г) 
КД226(А—Г) 
КД226(А—Г) 
КД296(А—Г) 
КД226(А—Г) 
КД244 (А, Б), КД206А 
КД299Б 
КД206А 
КД206А 
КД2999Б 
КД206А 
КД2999Б 
КД206А 
КД244 (Л, Б) 
КД206А 
КД2999Б 
КД206А 
КД2999Б 
КД206А 
КД244 (А, Б) 
КД244 (А, Б) 
КД424А 
КД424А 

‚ КД424А 
КД424Б 
КД424А 
КД243 (Е-Ж), 
КД493 (АГ) 
КД243(А—Г) 
КД243(А—Г), 
КД243 (Е-Ж) 
КД247А 
КД243(А—Ж) 
КД24З(Е, Ж) 
КД243 (Е. Ж) 


КД424А 
КД226(А—Г) 


КД204Б 
КД204В 
КД205А 


КД205Б 
КД205В 


КД205Г 
КД205Д 
КД205Е 
КД205Ж, 
КД205И 
КД205К 
КД205Л 
КД208А 
КД209А 
КД209Б 
КД209В 


КД212А 
КД215Б 
КД212В 
КД212Г 
КД213ЗА 
КД213Б 
КД213В 
КД213Г 
КД221А 
КД221Б 
КД221В 
КД221Г 
КД402А 
ГД402Б 
КД410А 
КД410Б 
КД417А 
КД50ЗА 


КД503 

КД504А 
КД50ЭА 
КД51ЗА 


’КД518А 


КД520А 
КД521В 
КД521Г 
КД522А 


Рекомендуется при замене 


КД226 (А Г) 
КД226(А—Г) 
КД943 (АГ), 
КД243(Е, Ж)} 
КД243(А—Д) 
КД243(Е, Э), 
КД243(А—Л) 
КД243(А—Л). 
КД243(Е, Ж) 
КД243(Е, Ж), 
КД243(А—Д) 
КД243(Е, Ж), 
КД243(А—Д) 
КД24З(Е, Ж), 
КД243(А—Д) 
КД243(Е, Ж), 
КД243(А—Д) 
КД243 (Е, Ж), 
КД243 (А—Д) 
КД243(А—Л), 
КД243(Е, Ж) 
КД243(А—Л), 
КД243(Е, Ж) 
КД243(А—Л). 
КД243(Е, Ж) 
КД243(Е, Ж), 
КД243(А—Д) 
КД243(А—Л), 
КД243(Е, Ж) 
КД247(А—Г) 
КД247(А—Г) 
КД247(А—Г) 
КД247(А—Г) 
КД244 (А, Б) 
КД244 (А, Б) 
КД244 (А.Б) 
КД244 (А, Б) 
КД247А 
КД247Б 
КД247В 
КД247Г 
КД407А 
КД407А, КД409В 
КЦ (А. Б) 
КЦИ4 (А, Б) 
КД413А 
КД510А 
КД522Б 
КД522Б, КДЫЮА 
КД522Б, КДБ1ОА 
КД510А 
КД522Б 
КД522Б, КД510А 
КД522Б 
КД522Б 
КД521А 
КД522Б 


205 


Тип прибора 


КВ109А 
КВ!09Б 
КВ109В 
КВ1о9Г 
КВС1А 
КВС111Б 
КВИЗА 
КВИ13Б 
КВИ6А-1 
КВ117А 
КВ!17Б 
КВ119А 
КВС120А 
КВС!20Б 
КВС!20А1 
КВ!21А 


КВ122 (А9—В9) 
КВ!22 (АЭ_ В9) 
КВ122 (А9— В9) 
КВ122 (А9— В9) 
КВ132А 
КВ132А 

КВ!14 (А, Б) 
КВ!14 (А, Б) 
КВ140(А-1. Б-1) 
КВ132Л 
КВ!32А 
КВ142А 
КВ142Б 
КВ124Б 
КВ!42Б 
КВ1309 


} Тип прибора 


Д219С 
Д220С 
Д223С 
Д814А 
Д814Б 
Д81АВ 
Д814Г 
Д814Д 
КСИЗА 
КС119 
КС133Г 
КС139Г 
КС147Г 
КС156Г 
КС162А 
КС168В 
КС170А 


КС175А 
КС175Е 
КС182А 
КС182Е 
КС191А 
КС91Е 
КС191М 
КС191Н 
КС191П 


Рекомендуется при замене | Тип прибора 


Варикапы 


КВ121Б 
КВ122А 


КВ122Б 
КВ122В 


Стабилитроны и стабисторы 


Рекомендуется 
от УЖАС 


КДБОА КС191Р 
КДБ1ОА КС210Б 
КД510А КС210Е 
Д814А1 КС Б 
81461 КСВ 
81481 КС2ИГ 
Д814Г1 КС21Д 
8141 КСЕ 
КС155А КС212Е 
КС415А КС213Б 
КС1ЗЗА, КС407А || КС21ЗЕ 
КС139А, КС407Б || КС43ЗА 
КС147А, КС407В || КС439А 
КС156А. КС409А || КС447А 
КС162А2 КС456А 
КС168В2 КС468А 
КС162А2. КС510А" 
КС213Б2 КС520В 
КС175А2 КС5З1 В 
КС175Ж 

КС182А2 

КС182Ж. 

КС191А2 

КС191Ж 

КС191 (С—Ф) 
КС!91 (С—Ф) 
КС191 (С—Ф) 


КС533 

КС547В 
КС55ТА 
КС568В 
КС5УТА 
КС596В 
Кс600А 


Рекомендуется при замене 


КВ130А9 
КВ!22 (БТ9, БГ, ВТ9, АГ, БГО, ВГ9, 
А9— В9) 
кВ ти В9, БТ, ВГ9, ВТ9, АГЭ, АТО, 
КВ122 (АЗ ВУ), 
БТ9, ВГ9, ВТ9) 


КВ127А КВ!42АТ, КВ!42АГ, 
КВ127Б КВ!42АТ, КВ142АГ, 
КВ127В КВ142АТ, КВ142АГ, 
КВ127Г КВ142АТ, КВ142АГ, 
КВ130А КВ130А9 

КВ134А КВ134АЭ 

КВ135А КВ139А 

Д902 КВ!22 (А9— В9) 


Рекомендуется 
при замене 


КС191 (СФ) 
КС210Б2 
КС21Ж 
КС191 (Б, В) 
КС191 (Б. В) 
КС191 (Б, В) 
КС191 (Б, В} 
КСИЖ 
КС212Ж 
КС213Б2 
КС213Ж 
КС4ЗЗА1 
КС439А1 
КС447А1 
КС456А1 
КС468А1 
КС5ТОЛ! 
КС52082 
КС531В2 
К1009ЕНТА 
К1009ЕИТВ 
КС547В2 
КСББТАТ 
КС568В2 
КС591А1 
КС596В2 
КС600д1 


КВ!22(АГУ, АТЭ, БГУ, 


КВ!42А. КВ142АР 
КВ142А, КВ142АР 
КВ142А, КВ142АР 
КВ142А, КВ142АР 


Тип прибора 


КЦ105В 
КЦ105Г 
КЦ106А 
КЦ106Б 
КЦ1о6В 
КЦ1о6Г 
КЦ1о6Д 
КЦ109А 
КЦ20ТА 


КЦ201Б 
КЦ201В 
КЦ201Г 
КЦ201Д 
КЦ201Е 


КЦ407А 
КЦ410А 
КЦ410Б 
КЦ410в 
КЦ412А 


Тип прибора 


МП20Б 
МП21В 
мМП21Г 
мМП21Д 
МП21Е 


МП21 
МП25А 
МП25Б 
мП26 
МП26А 
МП26Б 
127 
127А 
128 
П29 
П29А 
П30 
МПЗ5 
МПЗ7А 
МПЗ7Б 
МП38 
МП38А 
мМП3З9 


Рекомендуется 
при замене 


КЦ118 (А, 
КЦИ18 (А, 
КЦ118 (А, 
КЦи18 (А, 
КЦи18 (А, 
КЦ (А, 
КЦи18 (А, 
КЦ!14 (А, 
КЦ108 (Б, 
КЦ114 (А, 
КЦ108 (Б, 
КЦИА (А, 
КЦ! 14 (А, 
кц108 (Б, 
КЦ108 (Б, 
КЦ114 (А, 
КЦИ14 (А, 
КЦ108 (Б. 
КЦ 4 (А, 
КЦ108 (Б, 


) 
КД226В, КД243Г 


КД202 (А, В, Д) 
КД202 (А. В. Д) 
КД202 (А. В. Д) 


КД243 (Е, Ж) 


КД243 (А—Д) 


Рекомендуется Рекомендуется 
при замене Пт Брибора при замене 


КТ209 ( 
КТ209 8 в)" 


КТ209 (Ж—М), 
КТ209А (А—Е) 


КТ209 (А—Е), 
КТ209 (Ж—М) 
КТ209 (АЕ), 
КТ209 (Ж—М) 
КТ209 (АЕ), 
КТ209 (Ж—М) 
КТ209 (АЕ), 
КТ209 (Ж—М) 
КТ680А 
КТ680А 
КТ680А 
КТ680А 
КТ680А 
КТ680А 
КТ209 (А—В) 
КТ209 (АВ) 
КТ209 (АВ) 
КТ681А 
КТ681А 
КТ681А 
КТ680А 
КТ680А 
КТ680А 
КТ68ОА 
КТ680А 
КТ681А, 
КТ209 (А—Е), 
КТ209 (Ж—М) 


Выпрямительные столбы и блоки 


ТН прибора Рекомендуется 
р р прн замене 


КД243 (Е, Ж) 


КЦ412Б 
КЦ412В 


КДСИА 
КДСИБ 
кДсАИВ 
КДС523А 
КД523Б 
КДС523В 
КДС523Г 
КДС52ЗАМ 
КДС523БМ 
КДС523ВМ 


КДС523ГМ 
КДС627А 


КДС628А 
КД90ЗА 
КД90ЗБ 
КД90бА 


КД243 (АД) 
КД243 (АД), 
КД243 (Е, Ж) 
КД424А 
КД424А 
КД424А 
КДС52ЗАР 
КД52ЗБР 
КДС52ЗВР 
КДС52ЗВР 
КДС52ЗАР 
КДС52ЗВР 
КДС523 (АР, 
ВР) 

КДС523 (АР, 
ВР) 
КД629АС. 
КДС628 АМ. 
КД704АС, 
КД917АМ, 
КД908АМ. 
КДС628 АМ 
КД908АМ 
КД908АМ 
КД424А, 


Траизисторы германиевые 


МПЗ9Б 


ми40 


МИ40А 


МИА 


МП41А 


МП42 


МП42А 


МП42Б 


ГТ!09А 
ГТ109Б 
ГТ109В 
ГТю9Г 
ГТ!09д 
ГТ109Е 
гт109ж 
ГТ402В 


КТ680А, 


КТ209 (Ж—М), 


КТ209 (А—Е) 
КТ680А, 


КТ209 (Ж—М), 


КТ209 (АЕ) 
КТ209 (АЕ). 


КТ209 (Ж—М), 


КТ681 А 
КТ681А, 


КТ209 (Ж—М), 


КТ209 (А--Е) 
КТ209 (А—Е), 
КТ681А, 
КТ209 (Ж—М) 
КТ209 (АЕ). 
КТ681 А, 
Кт209 (Ж—М) 
КТ209 (Ж—М), 
КТ681А, 
КТ209( А-Е)' 
Кт681 А, 


КТ209 (Ж—М), 


КТ209 (АЕ) 
КТ681А 
КТ681А 
КТ681А 
КТ681А 
КТ681А 
КТ681 А 
КТ681А 
КтТ681А 


Тил прибора 


КД906Б 
КД906В 
КД9о6Г 
ти: 
КД906Е 


КД908А 
КД917А 
КД919А 


Рекомендуется 
при замене 


КД704АСО9, 
КДВОБА, 
КД629АС9 
КД704АСО, 
КД424А, 
КД805А, 
КД629АС9 
КД424А, 
КД704АСО, 
КД805А, 
КД629АС9 
КД704АС9, 
КД494А, 
КД8ОБА, 
КД629АС9 
КД424А, 
КД704АСО, 
КДВОБА. 
КД629АС9 
КД8ОБА, 
КД629АСо9, 
КЛД704АС9, 
КД424А 
КД908АМ 
КД917АМ 
КД908АМ 


Тип прибора 


ГТ402Г 
ГТ402Д 
ГТ402Е 
ГТ402Ж, 
ГТ402И 
11403 


П403А 


ГТ40ЗА 


ГТ403Б 


ГТ40ЗВ 


ГТ403ЗГ 


ГТ40ЗД 


ГТ403ЗЕ 


Рекомендуется 
при замене 


КТ681А 
КТ681А 
КТ681А 
КТ681А 
КТ681А 

КТ363 (АМ, БМ), 
КТЗ126А, 
Кт3107 (АЛ) 
КТ3102 (ГМ, ДМ, 
ЕМ), КТЗ102 
(БМ, ВМ) 
КТ681А 
КТб81А, 

КтТ837 (ЕЛ). 
КТ837 (АД), 
КТ837 (МФ) 
КтТ837 (АГ), 
КТ681А, 
КтТ837 (ТФ), 
КТ837 (МС). 
КТ837 (ЕЛ) 
КТ837 (АД), 
КТ837 (ЕЛ), 
Кт837 (ТФ). 
КтТ837 (М—С), 
КТ681А 
КТ681А, 
КТ837 (А—Д). 
КТ837 (ТФ). 
КТ837 (ЕЛ). 
КТ837 (МС) 
КТ837 (М—С). 
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Тип прибора 


ГТ40ЗЖ 


ГТ4ОЗИ 


ГТ403Ю 


ГТ404А 
ГТ404Б 
ГТ404В 
ГТ404 Г 
ГТ404Д 
ГТ404Е 
ГТ404Ж 
ГТ404И 
ГТ406А 
1416 
[1416 А 
[11416Б 
11417 
[11417А 
[1417Б 
ГТ!15А 


ГТ115Б 
ГТ125И 


ГТИ5В 


ГТ5Г 


ГТ!22А 

ГТ122Б 

ГТ122В 

ГТ122Г 

ГТ124А 

ГТ124Б 

ГТ124В 

ГТ124Г 

ГТ!25А 

ГТ125Б 

ГТ125В 

ГТ125Г 

ГТ125Д 
ГТ125Е 

ГТ!25Ж 
ГТ125К 

ГТ125 Л 
П201Э 


П201АЭ 
П202Э 
П203Э 
12105 
208 


Рекомендуется 
при замене 


КТ837 (ЕЛ), 
КТ837 (А_Д), 
КТ837 (ТФ). 
КТ681 А 
КТ681 А, 

КТ837 (МФ). 
КТ837 (Е—Л), 
КТ837 (А—Д) 
КТб81А, 

КТ837 (МФ), 
КТ837 (ЕЛ), 
КТ837 (А—Д) 
КТб81 А, 

КТ837 (МФ), 
КТ837 (ЕЛ), 
КТ837 (А_Д) 
КТ680А 

КТ680А 

КТ680А. 

КТ680А 

КТ680А 

КТ68ОА 

КТ680А 

КТ680А 

КТ681 А 

КТ363 (АМ. БМ) 
КТ363 (АМ. БМ) 
КТ363 (АМ. БМ) 
КТ363 (АМ, БМ) 
КТ363 (АМ, БМ) 
КТ363 (АМ. БМ) 
КТ209м, 

КТ209 (ЕЛ). 
КТ209 (А--Д) 
КТ209мМ 

КТ209 (ЕЛ). 
КТ209 (А—Д) 
КТ209м, 

КТ209 (А—Д), 
КТ209 (ЕЛ) 
КТ209м, 

КТ209 (А--Д), 
КТ209 (ЕЛ) 
КТ201 (АМ, ДМ) 
КТ201 (АМ. ДМ) 
КТ201 (АМ. ДМ) 
КТ201 (АМ. ДМ) 
КТ681 А 

КТ681 А 

КТ681А 

КТ681А 

КТ681А 

КТ681А 

КТ681 А 

КТ681А 

КТ681 А 

КТ681А 

КТ681А 

КТ681А 

КТ681А 

КТ816 (Б—Г), 
КТ818 (БГ) 
КТ818 (БГ). 
КТ816 (БГ) 
КтТ818 (БГ), 
КТ816 (Б—Г) 
КТ818 (БГ). 
КТ816 (Б—Г) 
КТ816 (БГ), 


Рекомендуется 


1210В 
1213 


1213 


П213А 


1213Б 


1214 


1214А 


П214Б 


П214В 


П214Г 


1215 


0216 


П216А 


1216Б 


1216 В 


1216г 


КТ818 (БГ) 
КТ816 (БГ). 
КТ818 (Б—Г) 
КТ816 (БГ), 
КТ816 (БГ). 
КТ837 (АЕ), 
КТ837 (ПФ) 
КТ837 (Ж-Н) 
КТ837 (Ж—Н), 
КтТ837 (АЕ). 
КТ837 (А—Ф), 
КТ816 (БГ), 
КтТ818 (БГ) 
Кт837 (ПФ), 
КТ837 (Ж—Н), 
КТ837 (АЕ), 
КТ826 (БГ), 
КтТ818 (Б—Г) 
КтТ837 (Ж—Н), 
КТ837 (ПФ). 
КТ826 (Б—Г), 
КТ818 (БГ), 
КТ837 (А—Е) 
КТ816 (БГ). 
КТ818 (БГ), 
КТ837 (ПФ), 
КТ837 (Ж—Н), 
КТ837 (АЕ) 
КТ837 (АЕ), 
КТ837 (Ж-Н). 
КТ816 (БГ). 
КтТ818 (БГ), 
КТ837 (ПФ) 
КТ837 (П--Ф), 
КТ837 (Ж-_Н). 
КТ816 (БГ). 
КТ818 (БГ), 
КТ837 (А—Е) 
КТ837 (ПФ). 
КТ837 (Ж-—Н), 
КТ837 (АЕ), 
КТ818 (БГ), 
КТ816 (Б—Г) 
КТ816 (БГ). 
КТ818 (БГ), 
КТ837 (АЕ). 
КТ837 (Ж—Н). 
КТ837 (ПФ) 
КТ837 (АЕ), 
КТ837 (ПФ), 
КТ837 (Ж—Н), 
КТ816 (БГ), 
КТ818 (БГ) 
КТ818 (Б—Г). 
КТ816 (БГ). 
КТ837 (АЕ), 
КТ837 (ПФ), 
КТ837 (Ж—Н) 
КТ816 (БГ), 
КТ818 (БГ), 
КТ837 (Ж—Н). 
КтТ837 (АЕ), 
КТ837 (ПФ) 
КТ818 (Б—Г), 
КТ816 (Б—Г), 
КТ837 (А—Ф) 
КТ818 (Б—Г), 
КТ816 (БГ). 
КТ837 (А—Ф) 


Тип прибора 


П216Д 
1217 


П217А 
П217Б 
1217В 
П217Г 
ГТ305А 
ГТ305Б 


ГТ305В 
ГТ308А 


ГТ308Б 


ГТЗ08В 
ГТ3З09А 
ГТЗ09Б 
ГТ309В 
гт309г 

ГТЗ09Д 
ГТЗ09Е 
ГТ3З10А 


ГТЗ10Б 
ГТЗ10В 


ГТЗ1оГ 
ГТзюД 
ГТ310Е 
ГТЗНЕ 


ГТЗ11Ж 
ГТЗНИ 


ГТЗ1ЗА 
ГТ313Б 
ГТ313В 
ГТ320А 
ГТ320Б 


ГТ320В 
ГТ322А 


ГТ322Б 
ГТ322В 
ГТ328А 


Продолжение 


Рекомендуется 
при замене 


КТ818 (БГ), 
КТ816 (Б—Г), 
КТ837 (А—Ф) 
КТ837 (А—Ф), 
КТ816 (Б—Г), 
КТ818 (Б—Г) 
КТ818 (Б—Г). 
КТ816 (Б--Г) 
КТ818 (БГ). 
КТ816 (Б-—Г) 
КТ818 (БГ). 
КТ816 (Б—Г) 
КтТ818 (Б--Г). 
КТ816 (БГ) 
КТ3126 (А,Б), 
КТ3117А1 
КТ3126 (А, Б) 
КТЗ117А1 
КТЗ109 (АВ), 
КТЗ116 (А, Б), 
КТЗ10 (АЖ) 
КТЗ61 (А, Б), 
КТЗ10 (А-В), 
КТ3107 (А-Ж) 
КТЗ107 (А-Ж), 
КТ363 (АМ, БМ) 
КТ3117А1 
КТ3117А1 
КТ3117А1 
КТ3117А! 
КТ3117А! 
КТЗ117А! / 
КТЗ126А, 
КТ3127А 
КТЗ127А 
КТЗ126А, 
КТ3127А 
КТ3127А, 
КТ3126А 
КТЗ127А, 
КТЗ126А 
КТЗ126А, 
КТ3127А 
ктз16дм, 
КТЗ16 (АМ 
ГМ) 

КТ316 (АМ— 
ДМ) 

КТ361 (ГМ, ДМ), 
КТ316 (АМ— 
ВМ) 

КТ3З63 (АМ, БМ), 
КТЗ99АМ 

КТ3З63 (АМ, БМ), 
КТЗ99АМ 

КТЗ63 (АМ, БМ), 
КТ399АМ 

КТ3З63 (АМ, БМ) 
КТ363 (АМ, БМ) 
КТ363 (АМ, БМ) 
КТ3117А1, 
КТ3126А 


КТ3117А1, 
КТ3126А 
КТ3З117А1, 
КТЗ1 о 
КТЗ128А, 
КТ3127А 


Окончание 


Тип прибора Тни прибора Рекомендуется 
при замене 


Рекомендуется Рекомендуется 
ъ ый БОБАС + 


ГТ328Б КТ3З128А, ГТ346В КТ3109А, 1609А КТ644 (АГ) 
КТ3127А КТЗ128 А ГТ701А КТ818 (БГ) 
ГТ328В КТЗ3127А, ГТ362А КТ399АМ ГТ703Б КТ816 (Б—Г) 
КТ3128А ГТ362Б КТЗ99АМ ГТ703Б КТ816 (Б—Г) 
ГТ338А ГТ3!22 (А, Б) 140! КтТ3!07 (А-!), ГТ703В КТ816 (Б— Г) 
ГТ338Б ГТ3122 (А, Б) КТ3126А ГТ703Г КТ816 (Б—Г) 
ГТ338В ГТ3122 (А, Б) П402 КТ3126А, ГТ705А КТ817 (Б—Г) 
ГТ341А КТ3132 (А-2, КТЗ107 (АЛ) ГТ705Б КТ817 (Б—Г) 
Б-9), ГТ402А КТ680А ГТ705В КТ817 (Б—Г) 
КТ3132 (В-2, ГТ402Б КТ68ОА ГТ705Г Кт817 (БГ) 
Г.2} КТЗ12А, ГТ705Д кт817 (БГ) 
ГТ341Б КТ3!32 (А-2, КТ363 (АМ, БМ) || РТ806А КТ805 (АМ, БМ), 
Б-9), КТЗ63 (АМ, БМ), КТ840 (А, Б) 
КТ3132 (В-2, КТ3126А ГТ806Б КТ840 (А, Б), 
Г-2) КТ639 (А—Д) КТ805 (АМ, БМ) 
ГТ341В КТЗ132 (А-2, КТ639 (А—Д) ГТ806В КТ840 (А, Б) 
Б-2), КТ639 (А—Д) Гт8о6г КТ840 (А, Б), 
КТ3132 (В-2, КТ639 (БД), КТ805 (АМ, БМ) 
Г-2) КТ639А гт806Д. КТ840 (А. Б) 
ГТ346А КТЗ109А. КТ644 (АГ) ГТ810А КТ945Б, 
КТ3128А КТ644 (А—Г) КТ840 (А, Б) 
ГТ346Б КТЗ128А, КТ644 (А--Г) ГТ905А КТ816 (Б—Г) 
2 КТ3109А КТ644 (АГ) ГТ906А КТ816 (Б--Г) 
КТ644 (АГ) ГТ90бАМ КТ818 (Б—Г) 


Транзисторы кремниевые 


Тия прибора Тип прибора Рекомендуется при замене 


Рекомендуется при замене 


Т104А 1681 КТ208Ж КТ681А 
КОБ А КТ208И КТ681 А 
КТ!04В КТ681А КТ208К КТ681А 
Кт1о4Г КТ681А КТ208Л КТ681А 
КТ!17А КТ!17 (АМ-—ГМ) КТ208М КТ681А 
КТ!17Б КТ!!7 (АМ-—ГМ) КТ214А-1 КТ218 (АЭ— В9), КТ218 (Г9Э—Е9) 
КТ!17В КТ!17 (АМ ГМ) КТ214Б-1 КТ218 (А9Э--В9), КТ218 (Г9Э—Е9) 
КТ! 17Г КТ!!7 (АМ-—ГМ) КТ214В-1 КТ218 (Г9—Е9Э), КТ218 (АЭ—В9) 
КТ! 19А КТ!17 (АМ-—ГМ) КТ214Г-1 КТ218 (Г9-—Е9), КТ218 (АЭ—В9) 
КТ!19Б КТ!17 (АМ-ГМ) КТ214Д-1 КТ218 (А9—Е9) 
КТ!20А-1 КТ218 (Г9Э—Е9), КТ218 (АЭ—В9) КТ214Е-1 КТ218 (АЭ—Е9) 
КТ!20В-1 КТ!20 (Г9—Е9), КТ218 (АЭ—В9) КТ215А-1 КТ3151 (А9—Е9) 
КТ201А КТ202АМ КТ215Б-1 КТ3151 (Г9-—Е9), КТЗ151 (АЭ—-В9) 
КТ201Б КТ201БМ КТ215В-1 КТ3151 (А9—В9). КТЗ151 (Г9—Е9) 
КТ201В КТ201ВМ КТ215Г-1 КТ3151 (Г9—Е9), КТЗ151 (А9—В9) 
КТ201Г КТ201ГМ КТ215Д-1 КТ3151 (АЭ— В9), КТЗ151 (Г9—Е9) 
КТ201Д Кт201ДМ КТ215Е-1 КТ3151 (Г9—Е9), КТЗ151 (АЭ— 
КТ202А-1 КТ218 (А9Э—В9), КТ218 (Г9—Е9) Б9. Е9) 
КТ202Б-1 КТ218 (Г9--Е9), КТ218 (АЭ—В9) КТ216А КТ3129 (Г9, ДЭ). КТЗ129 (А9— В9) 
КТ202В-1 КТ218 (ГЭ—Е 9), КТ218 (А9—В9) КТ216Б КТ3129 (Г9, Д9), КТ3129 (АЭ—ВЭ) 
КТ202Г-1 КТ218 (Г9—Е9), КТ218 (А—В9) КТ216В КТ3129 (АЭ—В9), КТЗ129 (Г9, Д9) 
КТ202Д-1 КтТ218 (А9Э—В9). КТ218 (Г9Э—Е9) Кт3о!Г КТ3102 (ГМ-—ЕМ), КТЗ102 (АМ-— 
КТ203А КТ681А ВМ} 
м тЙ Кт301Д кт (ГМ—ЕМ). КТ3102 (АМ 
Вы | КТЕМА Кто ТЗ (РММ, КТО (АМ. 
КТ20ЗВМ КТ681А ) 
КТ206А КТ3130 (АЭ—Е9), КТЗ151 (49-Е 9) Кт3о1Ж КТ3102 (ГМ-ЕМ), КТЗ102 (АМ— 
КТ206Б КТЗ1ЗА (А9—Е9). КТЗ151 (АЭ—Е9) ВМ} - 
КТ208А КТ681 А КТ302А КТ3102 (АМ-ЕМ), КТЗ15 (АЕ), 
КТ208Б КТ681А / КТЗ15 (Ж. И, Р) 
КТ208В КТ681А КТЗ02Б КТЗ15 (Ж, И. Р), КТЗ15 (АЕ), 
КТ208Г КТ681А КТ3102 (АМ-ЕМ) 
од м кт3о2в КТ3102 (АМ-ЕМ), КТ315 (А—Е), 
КТ208Е КТ681А КТЗ15 (Ж, И. Р) 


} 209 


Тип прибора Рекомендуется прн замене Тип прибора 


КТЗ02Г 


КТ3З06А 
КТ306Б 
КТ306В 
кт3о6Г 
КТ306Д 
0307 
П307А 
0307В 
КТЗ07А-1 
КТЗ07Б-1 
КТЗ07В-1 
КТЗ07Г-1 
1308 

7309 
КТ3101А-2 
КТ3102А 
КТ3102Б 
КТ3102В 
КТЗ102Г 
КТ3102Д 
КТЗ102Е 
КТЗ! 14Б-6 
КТЗ114В-6 
КТ3115А-2 
КТЗ!15В-2 
КТЗ115Г-2 
КТЗ117А 
КТЗ!2А 
КТ312Б 
КТ312В 
КТ3120А 
КТЗ132А-2 
КТЗ123Б-2 
КТЗ!23В-2 
КТЗ139А 
КТЗ139Б 
КТ3139В 
КТ3139Г 
КТ3!40А 
КТ3140Б 
КТ3140В 
КТ3140Г 
КТ3З145А-9 
КТ3!45Б-9 
КТ3!45В-9 
КТЗ145Г-9 
КТ3145Д-9 


КТ3З146А-9 
КТ3146Б-9 
КТ3З146В-9 
КТ3146Г-9 
КТ3146Д-9 
КТЗ16А 
КТ3З16Б 
КТ3З16В 
КТЗ16Г 
КТЗ!6Д 
КТЗ17-1 


КТЗ17А-1 
КТЗ17Б-1 
КТЗ17В-1 
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КТ3102 (АМ-ЕМ), КТЗ15 (А—Е), 


КТЗ15 (Ж, И, Р)} 
КТ368 (АМ, БМ) 
КТ368 (АМ, БМ) 
КТ368 (АМ. БМ) 
Ктз68 (АМ, БМ) 
КТ368 (АМ. БМ) 
Кт68з (АГ) 

Кт68з (А—Г) 

КТ683 (А—Г) 

КТЗ18 (А-1, Г-1) 


КТ318 (А-1—В-!), КТЗ18Г-1 
КТ318Г-1, КТЗ18 (А-!—В-1) 
Ктз!8 (А-1—В-1), КТЗ18Г-1 


КТ683 (А—Г) 


КТ680А, КТ683 (А--Г) 


КТЗ121А-6 


КТ3102 (ГМ-ЕМ), КТЗ102АМ 


КТ3102БМ 
КТ3!02ВМ 
КТ3102ЕМ 
КТ3102ДМ 
КТ3102ЕМ 
КТЗ!21А-6 
КТЗ121А-6 


КТЗ1329Э (А-2, Б-2), кт3132 (В-2, Г-2) 


КТ3132 (В-2, Г-2), КТЗ!32 (А-2, Б-2) 


КТ3132 (А-2, Б-2), КТЗ132 (В-2, Г-2) 


КТЗ117А1 
КТ342 (АМ-—ВМ) 
КТ342 (АМ-—ВМ) 
КТЗ42 (АМ—ВМ) 
КТ399м 


КТ3!23 (АМ—ВМ) 
КТ3123 (АМ-—ВМ) 
КТ3123 (АМ-—ВМ) 


КТ3130А9 
КТ313059 
Кт313089 
Кт3130Г9 

КТ3129 (А9— В9), 
КТ3129 (А9—В9), 
КТ3129 (А9—В9), 
КТ3129 (АЭ—В9), 
КТ315! (А9—Е9), 
КТ3151 (А9-—Е9), 
КТ3151 (А9—Е9), 
КТ3151 (А9-Е9), 
КТ315! (А9—Е9) 
КТ3!30 (А9—Ж9) 
КТ3129 (А9—Е9) 
КТ3129 (А9—Е9) 
КТ3129 (А9—Е9) 
КТ3!29 (А9—Е9) 
КТ3!29 (А9—Е9) 
КТЗ!6АМ 
КТ316БМ 
КТ316ВМ 
КТЗ16ГМ 
КТЗ16ДМ 
КТ3!8 (А-1—В- 
КТ318 (Г-1—Е- 
КТЗ!8 (А-1—В- 
— В: 
св: 
Е. 
РЕВ. 
+В 


ТР 


` 


КТ3129 (Г9—Е9) 
КТ3129 (Г9- Е9) 
КТ3129 (Г9—Е9) 
КТ3129 (Г9—Е9) 
КТ3!30 (А9— Ж9) 
КТ3130 (А9—Ж9) 
КТ3130 (А9— Ж9) 
КТ3130 (А9-—Ж9) 


КТЗ24Е-1 
КТ325А 
КТЗ25Б 
КТ325В 
КТ326А 
КТ3З26Б 
КТ326БМ 
КТЗЗ1А-1 


. КТЗЗ1Б-1 


КТЗЗ1В-1 
КТЗЗ1Г-1 
КТЗЗ2А-1 
КТЗ32Б-1 
КТЗЗ2В-1 
КТЗЗ2Г-1 
КТЗ32Д-1 
КТЗ37А 
КТЗ37Б 
КТЗ37В 
КТЗЗЭА 
КТ340А 
КТЗ40Б 
КТ340В 
КТЗАОГ 
КТ340Д 
КТЗ42А 
КТЗ42Б 
КТ342В 
КТЗ42Г 
КТЗАЗА 
КТЗ4АЗБ 
КТ3454 


КТЗ45Б 
КТЗ45В 


КТ3З47А 
КТЗ47Б 
КТЗ47В 
КТ349А 


КТЗ49Б 
КТЗ49В 


КТЗ50А 
КТЗ51А 
КТЗ51Б 
КТ352А 
КТ352Б 
КТЗ55А 
КТЗ57А 
КТ357Б 
КТЗ57В 
КТ3З57Г 
КТ358А 
КТ358Б 
КТЗ58В 
КТ360А-1 
КТ360Б-1 
КТ360В-1 
КТ36ЗА 
КТ363Б 
КТ3З68А 
КТ3З68Б 
КТЗ70А-1 


Продолжение 


Рекомендуется при замене 


КТ3З24Е-5 
КТЗ25АМ 
КТ3З25БМ 
КТ3З25ВМ 

КТЗ63 (АМ, БМ) 
КТ363 (АМ, БМ) 
КТ363 (АМ, БМ) 
КТЗ121А-6 
КТЗ121А-6 ' 
КТЗ121А-6 
КТ3!21А-6 
КТЗ121А-6 
КТ3!21А-6 
КТЗ121А-6 
КТЗ121А-6 
КТЗ121А-6 
КТЗ63 (АМ, БМ) 
КТ363 (АМ, БМ) 
КТ363 (АМ, БМ) 
КТЗЗЭАМ 
КТЗ96А-2 
КТЗ96А-2 
КТЗ96А-2 
КТЗ9бА-2 
КТЗ96А-2 
КТ342АМ 
КТЗ42БМ 
КТЗ42ВМ 
КТЗ42ГМ 

КТЗ63 (АМ, БМ) 
КТ363 (АМ, БМ) 
КТ685Д 

КТ644 (АГ) 
КТ644 (АГ) 
КТ685А 

КТ644 (АГ) 
КТ685А 

КТ363 (АМ, БМ) 
КТ363 (АМ, БМ) 
КТЗ63 (АМ, БМ) 
КТЗ107 (АЛ) 
КТ363 (АМ. БМ) 
КТЗ63 (АМ, БМ} 
КТ3З107 (АЛ) 
КТ3З63 (АМ, БМ) 
КТ3107 (АЛ) 
КТ686 (АЕ) 
КТ685Е 

КТ685Е 

КТ685Ж 
КТ685Ж 


КТ368 (АМ, 
КТ368 (АМ, 
КТ368 (АМ, 
КТ368 (АМ, 
Кт368 (АМ, 


БМ) 
БМ) 
БМ) 
БМ) 
БМ) 


КТ315 (А—В) 
КТЗ!5 (АВ) 
КТЗ15 (А—В) 


КТ370 (А9, Б9) 
КТз70 (9, Б9) 
КТ370 (А9, Б9) 
КТЗ6ЗАМ 
КТЗ6ЗБМ 
КТ368АМ 
КТ368БМ. 
КТ370 (А9, Б9) 
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КТ37ОБ-1 
КТЗ71А 
КТЗ72А 
КТ3З72Б 
КТ372В 
КТЗ7ЗА 
КТЗ7ЗБ 
КТ37ЗВ 
КТЗ7ЗГ 
КТ3З75А 
КТЗ75Б 
КТ3З82А 
КТ382Б 
КТ388Б-2 


КТЗ89Б-2 


КТЗ91А-2 
КТЗ91Б-2 
КТЗ91В-2 
КТ3З92А-2 
КТЗ9бА-2 
КТЗ99А 
КТ501А 
КТ50О1Б 
КТ501В 
КТ5О1Г 
КТ501Д 
КТ5О1Е 
КТ501Ж 
КТБОИ 
КТ501К 
КТ5О1Л 
КТ501М 
КТ502А 
КТ502Б 
КТ502В 
КТ502Г 
КТ502Д 
КТ502Е 
КТ5ОЗА 
КТ5ОЗБ 
КТ503В 
КТ5ОЗГ 
КТ5О0ЗД 
КТ50ЗЕ 
КТ504А 
КТ504Б 
КТ504В 
КТ505А 
КТ505Б 
КТ601А 
КТ602А 
кт602Б 
КТ602В 
кт602Г 
КТ6ОЗА 
КТ60ЗБ 
КтТ60зв 
кт603зГ 
КТ60зд 
КТ60зЕ 
кт6ози 
КТ604А 
КТ604 Б 
КТ605А 
КТ605Б 
КТ607А-4 


Кт370 (49, Б9) 
КТЗ99АМ ° 2 
КтТ3132 (В-2, Г-2), КТЗ132 (А-2, Б 
КТз3!32 (В-2. Г-2), КТЗ132 (А-2, Б 
КТЗ132 (В-2, Г-2), КТЗ132 (А-2, Б 
КТ342 (АМ ВМ) 

КТ342 (АМ-ВМ) 

КТ342 (АМ_ВМ) 

КТ342 (АМ—ВМ) 

КТ3102 (АМ—ВМ). КТ3102 (ГМ--ЕМ) 
КтТ3102 (АМ—ВМ). КТЗ102 (ГМ ЕМ) 
КТЗ99АМ 

КТЗ99АМ 

КТ3151 (А9—В9) 

КТ3151 (Г9—Е9) 

КТ3151 (А9Э—В9) 

КТ3151 (Г9— Е9) 

КТ3132 (А-2, Б-2), КТЗ132 (В-2, Г-2 
КТ3132 (А-2. Б-2), КТЗ132 (В-2, Г-2 
КТ3132 (А-2. Б-2) 

КТ3126А9Э 

КТЗ96А-5 

КТЗ99АМ 

КТ209 (А-Е), КТ209 (Ж—М) 

КТ209 (А—Е). КТ209 (Ж—М) 
КТ209 (АЕ), КТ209 (Ж—М) 
КТ209 (АЕ), КТ209 (Ж—М) 
КТ209 (АЕ). КТ209 (Ж—М) 
КТ209 (АЕ). КТ209 (Ж-—М) 
КТ209 (АЕ). КТ209 (Ж—М) 
КТ209 (АЕ), КТ209 (Ж—М) 
КТ209 (АЕ), КТ209 (Ж—М) 
КТ209 (А—Е), КТ209 (Ж_-М) 
КТ209 (А_Е). КТ209 (Ж—М) 
КТ681А 

КТ681А 

КТ681А 

КТ681А 

КТ681А 

КТ681 А 

КТ68ОА 

КТ68ОА 

КТ68ОА 

КТ680А 

КТ680А 

КТ680А 

КТ850 (А—В) 

КТ850 (А_В) 

КТ850 (А—В) 

КТ851 (А—В) 

КТ851 (АВ) 

КТ60! АМ 

КТ602АМ 

КТ602БМ 


КТ602 (АМ, БМ) 
КТ602 (АМ, БМ) 
КТ645А 

КТ646А 

КТ645А 

КТ645А 

КТ646А 

КТ645А 

КТ646бА, КТ645А 
КТ604АМ 
кт604БМ 
КТ605АМ 
КТ605БМ 
КТ98ЗБ 


; -2) 
: -2) 
2) 


КТ607Б-4 
КТ608А 
КТ608Б 
КТ610А 
КТ610Б 
КТ611А 
КТ611Б 
КТ616А 
КТ616Б 
КТ617А 
КТ618А 
КТ620А 
КТ620Б 
КТ624А-2 
КТ624ААМ-2 
КТ625АМ-2 
КТ629АМ-2 
КТ630А 
КТ630вВ 
КтТ63ог 
кт63од 
КТ6ЗОЕ. 
КТ633Б 
КТ634Б-2 
КТ635Б 
КТ637А-2 
КТ637Б-2 
КТ640А-2 
КТ640Б-2 
КТ640В-2 
1701 


1701А 
1701Б 


1702 
1702А 
КТ704А 


КТ704Б 
КТ704В 


КТ801 А 
КТ801Б 
КТ802А 
КТ804А 
КТ805А 
КТ805АМ 
КТ805Б 
КТ807А 
КТ807АМ 
КТ807Б 
КТ807БМ 
КТ808А. 
КТ809А 
КТ81!2А 
КТ812Б 
КТ812В 
КТ814А 
КТ814Б 
КТ814В 
КТ814Г 
КТ815А 
КТ815Б 
КТ815В 
КТ815Г 
КТ816А 


Продолжение 


Рекомендуется при замене 


КТ98ЗБ 
КТ646 (А. Б) 
КТ646б (А. Б) 
КТ98ЗА 
КТ934 (А—Д), КТ98ЗБ 
КТ6!1АМ 
КТ6!1БМ 
КТ681А 
КТ681А 
КТ644 (А--Г) 
КТ644 (АГ) 
КТ644 (АВ). КТ6З9 (АИ) 
КТ644 (А—В), КТ6З9 (АИ) 
КТ3130 (А9— Е9), КТЗ153А9 
КтТ3130 (АЭ—Е9), КТЗ153А9 
Кт3130 (А9—Е9). КТЗ153А9 
КтТ3151 (А9— Е9) 
Кт683 (А—Г) 
Кт683 (А- Г) 
КТ683 (А--Г) 
КтТ683 (АГ) 
КТ683 (А—Г) 
КТ64БА 
КТ948Б 
КтТ646А 
КТ948Б 
КТ948Б 
КТ948Б 
КТ948Б 
КТ948Б 
КТ961 В 
КТ863ЗД 
КТ961 В 
КТ86ЗД. 
Кт96! В 
КТ863Д 
КТ945Б 
КТ945Б 
КТ859А 
КТ8З8А 
КТ859А 
КТ838А 
КТ859А 
КТ838А 
КТ817 (Б—Г) 
КТ817 (В—Г) 
КТ945Б 
КТ819 (В, Г) 
КТ805 (БМ, ВМ) 
КТ805 (БМ, ВМ) 
КТ805БМ 
КТ961 (А-В) 
КТ96! (А—В) 
КТ961 (АВ) 
КТо61 (А-В) 
КТ854Б 
КТ838А, КТ858А, КТ859А 
КТ854 (А, Б) 
КТ854 (А, Б) 
КТ854 (А, Б) 
КТ816 (БГ) 
КТ816 (БГ) 
КТ816 (БГ) 
Кт816 (Б—Г) 
КТ817 (Б—Г) 
КТ8!7 (Б— Г) 
КТ817 (БГ) 
КТ817 (Б—Г) 
КТ816 (БГ) 
211 


Окончание 


Тип прибора Рекомендуется при замене | Тнп прибора Рекомендуется при замеке 


КТ817А КТ817 (БГ КТУИБ КТ98ЗА, КТ919 (А— В) 
КТ818А КТ818 | кТэИВ КТ98ЗА, КТ919 (АВ) 
КТ819А КТ819 (Б—Г) кТэиГ КТ98ЗА. КТ919 (А-В) 
КТ820А-1 КТ822 (А-1—В-1) КТ2А КТ956А 

КТ820Б-1 КТ822 (А-1-—В-1) КТ912Б КТ956А 

КТ820В-1 КТ822 (А-1— В-1) КТЭ1ЗА КТ98ЗА 

КТ821А-1 КТ823 (А-1—В-1) КТ913Б КТ98ЗА 

КТ821Б-1 КТ823 (А-1—В-1) КТЭ1ЗВ кт98ЗБ | 

КТ821 В-1 КТ823 (А-1—В-1) КтЭ19Г КТ919 (А-В) 

КТ826А КТ872 (А. Б), КТ945Б КТ926А КТ945Б 

КТ826Б КТ872 (А, Б), КТ945Б КТ926Б КТ945Б 

КТ826В КТ872 (А, Б), КТ945Б КТ927А КТ945Б, КТ956А 
КТ827А КТ8З8А. КТ872 (А, Б) КТ927Б КТ945Б, КТ956А 
КТ828Б КТ838А, КТ872 (А, Б) КТ927В КТ945Б, КТ956А 
КТ839А КТ945Б. КТ8З8А, КТ872 (А, Б) КТ928А КТ645А 

КТ841А КТ854 (А, Б) КТ928Б КТ645А, КТ646 (А, Б) 
КТ841В КТ854 (А. Б) КТ9З5А КТ945Б 

КТ842Б КТ855 (А, Б) КТ938Б-2 КТ948Б 

КТ844А КТ854 (А-В), КТ848А КТЭЗЭА, КТ948Б 

КТ845А КТ858А. КТ859А - КТ9З9Б КТ948Б 

КТ902А КТ945Б КТ942В КТ948 (А, Б) 
КТ902АМ КТ945Б КТ94ЗА КТ817 (В--Г) 

КТ90ЗА КТ934 (А—Д) КТ943Б КТ817 (Б—Г) 

КТ90ЗБ КТ934 (АД) | КТ94ЗВ КТ817 (БГ) 

КТ904А КТ9З4 (А, Б) КТЭ4ЗГ КТ817 (Б—Г) 

КТ904Б КТ9З4 (А, Б) КТ94ЗД КТ817 (Б—Г) 

КТ907А КТ934 (АВ) КТСЗ94А-2 КТ3151 (А9—Е9), КТ3З129 (АЗ—Е9) 
КТ907Б КТ934 (А—В) КТС394Б-2 КТ3151 (А9—Е9), КТ3129 (А9—Е9) 
КТ908А КТ945Б КТСЗ95А-1 КТ3130 (А9—Ж9) 
КТ908Б КТ945Б КТСЗ95А-2 КтТ3!30 (А9Э— Ж9) 
КТ909А КТ934 (А—В) КТСЗ95Б-2 КТ3130 (А9- Ж9) 
КТ909Б КТ934 (АВ) КТС395В-2 КТ3130 (А9-— Ж9) 
кт909в КТ934 (А—В) КТСЗ98А-1 КТСЗ98А-5 

кт909г КТ934 (А—В) КТСЗ98Б-1 КТС398Б-5 

КТ9ИА КТ98ЗА, КТ919 (А-В) КТС3130А КТСЗ10ЗА1 
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АД110А 
АД!12А 
АД516А 
АД516Г 
ГДИЗА 
ГД402А 
ГД402Б 
ГД40ЗА 
ГД403Б 
ГДАОЗВ 
ГД507А 
ГД508А 
ГД508Б 
ГД5ИА 
ГД5ИБ 
ГД5ИВ 
Д2Б 
Дав 
дог 
Д2Д 
ДаЕ 
ДЖ 
Д2и 
ДТА 
Д7Б 
Д7В 
Д7Г 
ДД 
Д7Е 


АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРИБОРОВ, ВОШЕДШИХ В СПРАВОЧНИК 


К 
19 
19 
14 
16 
16 
. 16 
16 
16 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
10 


Выпрямительные и импульсные диоды 


Д208 
Д209 
910 
211 
Д214 
Д214АА 
Д21аБ 
Д215 
Д215А 
Д215Б 
Д223 
Д22ЗА 
Д293Б 
Д296 
Д296А 
Д226Е 
Д229А 
Д229Б 
Д229В 
Д229Г 
Д229Д 
Д229Е 
Д229Ж 
Д229И 
Д229кК 
Д229Л 
Д231 
Д2з1А 
Д231Б 
Д232 
Д232А 
Д239Б 
Д233 
Д23ЗБ 
Д234Б 
Д237А 
Д237Б 
Д237В 
Д237Е 
Д237Ж 
Д242 
Д242А 
Д242Б 
Д243 
Д24ЗА 
Д24ЗБ 
Д245 
Д2АБА 
Д245Б 
Д246 
Д246А 
Д246Б 
Д247 
Д247Б 
Д248Б 
Д302 
Дз03з 
ДЗ04 
ДЗ05 
КД!02А 
КД102Б 


И 
И 
и 
И 
И 
и 
И 
| 
| 
12 
12 
12 


ПРИЛОЖЕНИЕ 9 


Тип прибора 


КД10ЗА 
КД103Б 
КД104А 
КД105Б 
КД105В 
КД105Г 
КД106А 
ГД107А 
КД107Б 
КД109А 
КД109Б 
КД109в 
КД202А 
КД202В 
КД202Д 
КД202Ж 
КД202К 
КД202М 
КД202Р 
КД203А 
КД203Б 
КД203В 
КД203Г 
КД203Д 
КД204А 
КД204Б 
КД204В 
КД205А 
КД205Б 
КД205В 
КД205Г 
КД205Д 
КД205Е 
КД205Ж 
КД205И 


| КД205К 


КД205Л 
‚ КД206А 
КД206Б 


‚ КД206В 


КД208А 
КД209А 
КД209Б 
КД209В 
КД210А 
КД210Б 
КД210В 
КД210Г 
КД212А 
КД212Б 
КД212В 
КД212Г 
КД21ЗА 
КД213Б 
КД213В 
КД213Г 
КД221А 
КД221Б 
КД221В 
КД221Г 
КД226А 


213 


Тип прибора 


КД226Б 
КД226В 
КД226Г 
КД226Д 
КД244А 
КД244Б 
КД244В 
КД244Г 
КД2994А 
КД2994Б 
КД2994аВ 
КД2994Г 
КД2997А 
КД2997Б 
КД2997В 
КД2999А 
КД2999Б 
КД2999В 
КД401А 
КД401Б 
КД407А 
КД40ЭА 
КД4!0А 
КД410Б 


Тип прибора 


Д901А 
Д9о1Б 
Д9О1В 
ДэОтг 
Д9ОтД 
Д9ОтЕ. 
Д902 
КВЮ! 
КВ!02А 
КВ!02Б 
КВ!02В 
КВ!02Г 
Кв!02Д 
КВ10ЗА 
КВ!03Б 
КВ104А 
КВ!04Б 
КВ!04В 
КВ!04Д 
КВ!04Е 
КВ105А 
КВ105Б 
КВ!06бА 
КВ!06Б 
КВ!07А 
КВ!07Б 
КВ107В 
КВ107Г 


214 


Тип прибора 


КДа А 
КДаИБ 
КДа1В 
каг 
КА АМ 
КД4!1БМ 
КДаВМ 
КДАГМ 
КД412А 
КД412Б 
КД412В 
КД412Г 
КД41ЗА 
КД413Б 
КДА16А 
КД416Б 
КЛ417А 
КЛ5ОЗА 
КД50ЗБ 
КД504А 
КД509А 
КД510А 
_КД5!2А 
КД51ЗА 
КД5!4А 


КВ!09А 
КВ109Б 
КВ!09В 
КВ!09Г 
КВ!10А 
КВ!10Б 
КВииоВ 
кви1оГ 
квиод 
КВ!10Е 
КВ112А-1 
КВ112Б-1 
КВИЗА 
КВИЗБ 
КВ!14А 
КВ1!14Б 
КВИ5А 
КВ!15Б 
КВ!15В 
КВИбА-1 
КВ!17А 
КВ!17Б 
КВ!19А 
КВ!21А 
КВ!2!Б 
КВ!22А 
КВ!22Б 
КВ122В 


Тип прибора 


КД518А 
КД51!9А 
КД519Б 
КД520А 
КД5А 
КД521Б 
КД521В 
КД521Г 
КД521Д 
КД522А 
КД522Б 
КД529А 
КД529Б 
КД529В 
КД529Г 
КД922А 
КД922Б 
КД922В 
КД923А 
МД217 

МД218 

МД218А 
МД226 

МД226А 
МД226Е 


Варикапы 


КВ12ЗА 
КВ126А-5 
КВ!26АГ-5 
КВ!27А 
КВ127Б 
КВ!27В 
КВ!27Г 
КВ!28 А 
КВ!28 АК 
КВ!29А 
КВ!30А 
КВ!32А 
КВ!34А 
КВ!35А 
КВ!36А 
КВ!36Б 
КВ!36В 
КВ!36Г 
КВ!38А 
КВ!38Б 
КВ!39А 
КВ142А 
КВ142Б 
КВС!11А 
КВС! !1Б 
КВС!20А 
КВС!20А1 
КВС!20Б 


Окончание 


19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
| 
И 
И 
12 
12 
12 


Стабилитроиы и стабисторы 


жь вк ыы, а мы ГИ 


Д219С КС13ЗА Кс2иД 35 
Д220С [ КС133Г КС2ИЕ 35 ' 
Д223С 32 КС139А КСИЖ 35 
Д808 32 КС139Г КС212Е 35 
809 32 КС147А КС212Ж 35 
Д810 32 КС147Г КС213Б 35 
811 32 КС156А КС213ЗЕ 35 
813 32 кСи56Г КС213Ж 35 
Д814А 32 КС162А КС215Ж 35 
Д814Б 32 КС168А КС216Ж 35 
Д814В 98 КС168В КС218Ж 35 
Д814Г 32 КС170А КС220Ж 35 
Даад 32 КС175А КС222Ж 35 
Д815А 32 КС175Е КС294Ж 35 
Д815Б 32 КС175Ж КС43ЗА 36 
Д815В 32 КС182А КС439А 36 
Д815Г 32 КС!82Е КС447А 36 
Д815Д 32 КС182Ж КС456А 36 
Д815Е 32 КС190Б КС468А 36 
Д815Ж 32 КС190В КС482А 36 
Д®16А 32 КС190Г КС510А 36 
Д816Б 32 КС190Д КС512А 36 
Д816В 32 КС191А КС515А 36 
Д816г 32 КС191Е КС518А 36 
Д816д 32 Кс91Ж КС520В 36 
Д817А 32 КС191М КС522А 36 
Д817Б 32 КС9ЕН КСБ27А 36 
Д817В 32 КС191П КС531В 36 
Д817Г 32 КС191Р КС5ЗЗА 36 
Д818А 32 КмМ191С КС547В 36 
Д818Б 32 км191т КС551А 37 
Д818В 32 КМ191У КС568В 37 
Д818Г 32 КС191Ф КС591А 37 
Д818Д 32 КМ210Б КС596В 37 
Д818Е 39 КС210Е Кс600А 37 
КС107А 32 КС210Ж КС620А 37 
КСИЗА 32 КС2ИБ КС630А 37 
КС!15А 32 КС211В КС650А 37 
КСИ9А 33 КС2и!Г КС680А 37 


Тип прибора 


КД90ЗА КДС523Г КЦ201Б 21 
КД90ЗБ 23 КДС523АМ — КЦ201В 21 
КД906А 23 КДС52ЗБМ 92 КЦ201Г > 21 
КД906Б 23 КДС523ВМ 22 КЦ201Д 21 
КД906В 23 КДС523ГМ 22 КЦ201Е 21 
кд9о6г 23 КДС526А 22 КЦ401А 21 
КД906Д 23 КДС526Б 22 КЦ4о1Г 21 
КД906Е 23 КДС5926В 29 КЦ407А 21 
КД908А 23 КДС627А 22 КЦ409А 21 
КД909А 23 КДС628А 23 КЦ409Б 21 
КД914А 23 КЦ105В 20 КЦ409вВ 21 
КД914Б 23 КЦ105Г 20 КЦ409г 21 
КД914В 23 КЦ105Д 20 кЦ409д 21 
КД917А 23 КЦ106А 20 КЦ409Е 21 
КД919А 23 ки106Б 20 КЦ409жЖ 21 
КДС1А 22 КЦ106В 20 КЦ409и 21 
КДС!1Б 22 кц! 06Г 20 КЦА1оА 20 
кдсив 22 кКц106Д 20 КЦ410Б 22 
КДС523А 22 КЦ109ЭА 20 КЦ410В 22 
КСД523Б 22 КШИА 21 КЦ412А 22 
КДС52ЗВ 20 КЦ201А 21 КЦ412Б 20 

КЦ412В 22 
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ГТ108 
ГТ109А 
ГТ!09Б 
ГТ109В 
ГТи09Г 
гт9Д 
ГТ!09Е 
Гт9Ж 
ГТ09М 
ГТИ5А 
ГТИ5Б 
ГТИ5В 
ГТИ5Г 
ГИД 
ГТ122А 
ГТ122Б 
ГТ!22В 
ГТ122Г 
ГТ124А 
ГТ124Б 
ГТ124В 
ГТ124Г 
ГТ!25А 
ГТ125Б 
ГТ!25В 
ГТЕ25Г 
ГТ!25Д 
ГТ!25Е 
ГТ!25Ж 
ГТ125И 
ГТ!25К 
ГТ!25Л 
ГТ305А 
ГТЗ05Б 
ГТ305В 
ГТ308А 
ГТ3З08Б 
ГТ308В 
ГТЗО8Г 
ГТЗ09А 
ГТ309Б 
ГТЗ09В 
гТЗ09Г 
ГТЗ09Д 
ГТ309Е 
ГТА 
ГТЗ10Б 
ГВ 
ГТЗ1оГ 
ГТД 
ГТЗ1ОЕ 
ГТЗИА 
ГТЗИБ 
ГТЗИВ 
ГИГ 
ЗиД 
ГТЗИЕ 
гтзиЖ 
ГТЗИИ 
ГТ313А 
ГТ313Б 
ГТ313В 
ГТ320А 
ГТ320Б 
ГТ320В 
ГТЗ21А 
ГТ321Б 
ГТ321В 
ГТЗ2Г 
ГТД 


44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 


Транзисторы германневые 


‘а о Ады 5 и. 


ГТ321Е 
ГТ322А 
ГТ322Б 
ГТ322В 
ГТЗ22Г 
ГТ322Д 
ГТ322Е 
ГТ323А 
ГТ3З23Б 
ГТ323В 
ГТ328 А 
ГТ328Б 
ГТ328 В 
ГТЗ29А 
ГТ329Б 
ГТ329В 
ГТ329Г 
ГТ329Д 
ГТЗЗ0оЖ 
ГТ330И 
ГТ33З5А 
ГТ335Б 
ГТ335В 
ГТ335Г 
ГТ335Д 
ГТ338А 
ГТ338Б 
ГТ338В 
ГТЗ41А 
ГТ341Б 
ГТ341В 
ГТ346А 
ГТ346Б 
ГТ346В 
ГТ3З62А 
ГТ362Б 
ГТ376А 
ГТ383А-2 
ГТ383Б-2 
ГТ383В-2 
ГТ402А 
ГТ402Б 
ГТ402В 
ГТ402Г 
ГТ402Д 
ГТ402Е 
ГТ402Ж 
ГТ402И 
ГТ40ЗА 
ТТ403Б 
ГТ403ЗВ 
ГТ403Г 
ГТ40ЗД 
ГТ403ЗЕ 
ГТ40ЗЖ 
ГТ40Зи 
ГТ403Ю 
ГТ404А 
ГТ404Б 
ГТ404Б 
ГТ404аВ 
ГТ404Г 
ГТ404Д 
ГТ404Е 
ГТ404Ж 
ГТ404И 
ГТ405А 
ГТ405Б 
ГТ405В 
ГТ405Г 


48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
52 
52 
52 
52 
52 


ГТ406А 
ГТ612А-4 
ГТ7О1А 
ГТ703Б 
ГТ703ЗБ 
ГТ70ЗВ 
ГТ70ЗГ 
ГТ70ЗД. 
ГТ705А 
ГТ705Б 
ГТ705В 
ГТ705Г 
ГТ705Д 
ГТ804А 
ГТ804Б 
ГТ804В 
ГТ806А 
ГТ806Б 
ГТ806В 
гт8о6Г 
ГТ806Д. 
ГТ81ОА 
ГТ905А 
ГТ905Б 
ГТ906А 
ГТ90бАМ 
ГТС609А 
ГТС609Б 
ГТС609В 
МГТ!О8А 
МГТ!08Б 
МГТ!08В 
МГТ108Г 
МГТ!08Д 
МПЭА 
мп! 
МП!ОА 
МПЮБ 
МПИ 
МПИА 
мп!3 
МП! ЗБ 
мПМ 
МП14А 
МПИБ 
мП4И 
МП!5 
МПЕБА 
МПИ 
мп!6 
МП!6А 
мП!6Г 
мМП!6Я! 
мП16ЯП 
МП20А 
МП20Б 
МП21В 
мп 
МП21Д. 
МП21Е 
МП25 
МП25А 
МП25Б 
МП26 
МП26А 
МП26Б 
МИЗ5 
мМП36 
МПЗ6А 
МП37А 


Окончание 


МПЗ7Б 
мМП3З8 
МПЗ8А 
МП39 
МПЗЭБ 
МП40 
МП40А 
МП41 
МП41А 
МП42 
МГ42А 
МП42Б 
127 
[127А 


128 
П29 
П29А 
130 
12015 
П201АЭ 
Н202Э 
П203Э 
1207 
11207А 
71208 
1208 А 


КТ104А 
КТ104Б 
Кт1о4В 
ктю4Г 
КТ!17А 
КТ!17Б 
КТИ7В 
КТ!17Г 
КТИЗА 
КТ!18Б 
КТ!18В 
КТИЭА 
КТ!19Б 
КТ!20А 
КТ!20Б 
КТ!20В 
КТ!20А-1 
КТ!20В-1 
КТ120А-5 
КТ!208В-5 
КТ!27А-1 
КТ!27Б-1 
КТ!27В-1 
КТ127Г-1 
КТ201А 
КТ201Б 
КТ201В 
КТ201Г 
КТ201Д 
КТ201АМ 
КТ201БМ 
КТ201ВМ 
КТ201ГМ 
КТ201ДМ 
КТ202А-1 
КТ202Б-1 
КТ2028-1 


Тип прибора 


42 


42 


42 


42 


46 


46 


42 


42 


42 


42 


46 


46 


42 


42 


42 


42 


46 


46 


42 


42 


42 


42 


46 


46 


7209 
Г1209А 
101210 
11210 
П210Б 
1210В 
П210Ш 
1213 
Г1213А 
П213Б 
7214 
1214 
П214Б 
0214В 
1214г 
П215 
П216 
11216 А 
112165 
1216 В 
П216Г 
1216 Д 
П2{7 
П217А 
П217Б 


46 


46 


46 


46 


46 


46 


46 


46 


46 


46 


46 


46 


46 


46 


46 


46 


46 


46 


Транзисторы кремниевые 


Тип прибора 


КТ202Г-1 
КТ202Д-1 
КТ203А 
КТ203Б 
КТ203В 
КТ203АМ 
КТ203БМ 
КТ203ВМ 
КТ206А 
КТ206Б 
КТ207А 
КТ207Б 
КТ207В 
КТ208А 
КТ208Б 
КТ208В 
КТ208Г 
КТ208Д 
КТ208Е 
КТ208Ж 
КТ208И 
КТ208К 
КТ208Л 
КТ208М 
КТ209А 
КТ209Б 
КТ209В 
КТ209Г 
КТ209Д 
КТ209Е 
КТ209Ж 
КТ209и 
КТ209К 
КТ209Л 
КТ209м 
КТ210А 
КТ210Б 
КТ210В 


60 


60 


62 


46 


46 


46 


46 


46 


46 


60 


60 


60 


62 


Н217В 
1217г 
7401 
11402 
7403 
[11403 А 
7416 
11416А 
Г416Б 
1417 
1417А 
П417Б 
1422 
7423 
0605 
П605А 
0606 
0606А 
1607 
1607А 
060 
П608А 
0609 
П609А 


КТ214АБ-1 
КТ214В- 
КТ214Г-1 
КТ214Д-1 
КТ214Е-1 
КТ215А-1 
КТ215Б-1 
КТ215В-1 
КТ215Г-1 
КТ215Д-1 
КТ215Е-1 
КТ216А 
КТ216Б 
КТ216В 
КТ218А-9 
КТ218Б-9 
КТ218В-9 
КТ218Г-9 
КТ218Д-9 
КТ218Е-9 
КТЗ01 
КТЗО1А 
КТ3З01Б 
КТЗО1В 
КТЗОГ 
КТ301Д 
КТЗО1Е 
КтЗоЖ 
КТ302А 
КТЗ02Б 
КТЗ02В 
КТ3З02Г 
КТЗ06А 


Тип прибора 


46 
46 
52 
52 
52 
52 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 


62 


62 
62 
62 
62 


62 


62 
62 
62 
62 


62 


62 
62 
62 
з 


62 


62 


62 
62 


62 
62 
62 
62 
62 
62 


62 
62 
62 


62 
62 


62 


62 
62 


62 
217 


Тип прибора 


Кт306Б 
КТ3о6В 
КтЗо6Г 
КТЗо6Д 
КТЗОбАМ 
КТ3З06БМ 
КтЗо6ВМ 
ктЗо6ГМ 
КТЗо6Дм 
КТЗ07А-1 
КТЗ07Б-1 
КТЗ07В-1 
КТЗ07Г-1 
КТЗ101А-2 
КТ3102А 
КТ3102Б 
КТ3102В 
КТ3102Г 
КТ3102Д 
КТ3102Е 
КТ3104А 
КТ3104Б 
КТ3104В 
КТ3104Г 
Кт3104Д 
КТ3104Е 
КТ3106А-2 
КТ3107А 
КТ31!07Б 
КТ31!07В 
КТ3107Г 
КТ3107Д 
КТ3107Е 
КТ3107Ж 
КТ3107И 
КТ3107К 
КТ3107Л 
КТ3108А 
КТ3108Б 
КТ3108В 
КТ3109А 
КТ3109Б 
КТЗ!09В 
КТ3114Б-6 
КТ3!14В-6 
КТЗИ5А-2 
КТ3115В-2 
КТ3115Г-2 
КТ3117А 
КТЗ12А 
КТ3125 
КТЗ12В 
КТ3120А 
КТЗ123А-2 
КТ3123Б-2 
КТ3123В-2 
КТ3123АМ 
КТ3123БМ 
КТ3123ВМ 
КТ3126А 
КТ3126Б 
КТ3126А-9 
КТ3127А 
КТ3128А 
КТ3129А-9 
КТ3129Б-9 
КТ31298В-9 
КТ3129Г-9 
КТ3129Д-9 
КТЗ1ЗА 
218 


62 


62 


64 


64 


64 


64 


66 


66 


66 


68 


62 


62 


64 


64 


64 


66 


68 


62 


62 


64 


64 


64 


64 


64 


66 


68 


68 


62 


62 


64 


64 


64 


64 


64 


64 


66 


66 


66 


68 


КТЗ13Б 


КТЗ130А-9 - 


КТ3130Б-9 
КТ3130В-9 
КТ3130Г-9 
КТ3130Д-9 
КТ3130Е-9 
КТ3130Ж-9 
КТ3139А 
КТ3139Б 
КТ3139В 
КТ3139Г 
КТ314А-2 
КТ5 40А 
КТ3140Б 
КТ3140В 
КТ3140Г 
КТ3140Д 
КТ3145А-9 
КТ3145Б-9 
КТЗ145В-9 
КТ3З145Г-9 
КТ3145Д-9 
КТ3146А-9 
КТ3146Б-9 
КТ3146В-9 
КТ3146Г-9 
КТ3146Д-9 
КТ315А 
КТ3З15Б 
КТЗ15В 
КТ315Г 
КТЗ15Д 
КТ315Е 
КТЗ15Ж 
КТ315И 
КТЗ15Р 
КТ3159Б-2 
КТЗЕЫА-9 
КТ3151Б-9 
КТ3151В-9 
КТ3151Г-9 
КТ3151Д-9 
КТЗ1ЗЕ-9 
КТ315ЗА-9 
КТ3157А 
КТЗ16А 
КТЗ!6Б 
КТ3З16В 
КТЗи6Г 
КтТ316Д 
КТЗ16АМ 
КТЗ16БМ 
КТЗ16ВМ 
КТЗ16гГмМ 
КТЗ16ДмМ 
КТ3165А 
КТ3168А-9 
КТЗ169А-9 
КТЗ17А-1 
КТЗ!7А-1 
КТ317Б-1 
КТЗ17В-1 
КТЗ1ЗА-1 
КТ3З18Б-1 
КТ318В-1 
КТЗ18Г-1 
КТЗ18Д-1 
КТЗ18Е-1 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


70 


70 


70 


70 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


70 


70 


70 


70 


72 


72 


я а 


72 


72 


72 


70 


70 


70 


70 


70 


72 


72 


72 


72 


72 


72 


КТЗ1ЭА-1 
КТЗ1ЭБ-1 
КТЗ1ЭВ-1 
КТЗ21А 
КТЗ21Б 
КТ321В 
КтзаГ 
КТЗ2Д 
КТЗАЕ 
КТЗ24А-1 
КТЗ24Б-1 
КТЗ24В-1 
КТЗ24Г-1 
КТЗ24Д-1 
КТЗ24Е-1 
КТЗ25А 
КТЗ25Б 
КТ325В 
КТ325АМ 
КТ325БМ 
КТ325ВМ 
КТЗ26А 
КТ326Б 
КТЗ26АМ 
КТЗ26БМ 
КТЗЗ!А-1 
КТЗЗУЕБ-1 
КТЗЗ1В-1 
КТЗЗИГ-1 
КТЗЗ2А-1 
КТЗ32Б-1 
КТЗЗ2В-1 
КТЗЗ2Г-1 
КТЗЗ2Д-1 
КТЗЗЗА-3 
КТЗ33Б-3 
КТЗЗЗВ-3 
КТЗЗ3Г-3 
КТ333Д-3 
КТЗЗЗЕ-3 
КТ3ЗЗ6А 
КТ3З36Б 
КТ336В 
кт3зз6г 
КТз36Д 
КТ3ЗЗ6Е 
КТ337А 
КТЗ37Б 
КТЗ37В 
КТЗЗ9А 
КТЗЗ9ЭАМ 
КТЗЗ9Б 
КТЗЗ9В 
КТЗЗ9Г 
КТЗЗ9Д 
КТ340А 
КТ340Б 
КТ340В 
КТ340Г 
КТ340Д 
КТЗ42А 
КТЗ42Б 
КТЗ42В 
КТ342(АМ-ВМ) 
КТЗ4ЗА 
КТ343Б 
КТЗ4ЗВ 
КТЗ43Г 
КТ345А 


74 


74 


74 


74 


74 


74 


74 


74 


76 


76 


76 


76 


76 


76 


76 


76 


78 


78 


Продолжение 


Стр. 


74 
74 
‚74 


74 
74 


74 
74 


74 1 
74 
74 


74 
74 
74 


74 
74 
74 


74 
74 
74 


76 
76 
76 


76 
76 
76 


76 
76 _ 
76 


76 
76 
76 


76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 


76 
76 


76 


78 = 


Продолжение 


— т ыы ри 8 Ну а 


КТЗ45Б КТ37ЗВ кт6озд. 

КТЗ45В Е КТЗ7ЗГ 84 КТ6ОЗЕ 90 / 
КТЗ47А 78 КТЗ75А 84 КтТ60зи 90 
КТ347Б 78 КТ375Б 84 КТ604А 90 
КТ347В 78 КТ379А 84 кт604Б 90 

КТ348А-3 78 КТ379Б 84 КТ604АМ 90 
КТ348Б-3 78 КТ379В 84 КТ6045БМ 90 
КТ348В-3 78 КТ379Г 84 КТ605А. 90 
КТЗ49А 78 КТ380А 84 || Кт605Б 90 
КТ349Б 78 КТ380Б 84 КТ6ОБАМ 90 

КТ349В 78 КТ380В 84 КТ605БМ 90 

КТ350А 78 КТ382А 84 КтТ6о6А 90 
КТЗ51А 78 КТЗ82Б 84 || Кт606Б 90 
КТЗ51Б 78 КТ384А-2 84 КТ607А-4 90 
КТ352А 78 КТЗ84АМ 84 КТ607Б-4 90 

КТ352Б 78 КТЗ85А -2 86 КТ608А 92 
КТ354А-2 78 КТ385АМ 86 || Кт608Б 92 
КТ354Б-2 78 КТ388Б-2 86 КТ610А 92 
КТЗ55А 80 КТ389Б-2 ‚ 86 КТ610Б 92 

КТЗ5БАМ 80 КТЗ91А-2 86 КТ611А 92 
КТ357А 80 КТЗ91Б-2 86 || КТбПАМ 92 
КТ357Б 80 КТЗ91В-2 86 КТ611Б 92 
КТ357В 80 ь КТЗ92А-2 86 м 92 

КТ357Г 8 А. 86 92 
КТ358А 80 м 86 кт6иГ 92 
КТ358Б 80 КТ399А 86 КТ616А 92 
КТЗ58В е КТЗ99АМ 86 КТ616Б 92 

КТЗ5ЭА 80 КТ501А 88 кТ616В 92 

КТ359Б 80 КТ501Б 88 КТ617А 92 
КТЗ59В 80 КТ501 В 88 КТ618А 92 
КТЗ60А-1 80 КТ5О1Г 88 КТ620А 92 

КтТ360Б-1 80 КТ5ОД. 88 КТ620Б 92 
КТ360В-1 80 КТБО1Е 88 КТ624А-2 94 

КТ361А 80 КТ5ОЖ 88 КТ624АМ-2 94 

КТ361Б 80 КТ5ОИ 88 КТ625А 94 
КТ361 В 80 КТ50!К 88 КТ625АМ 94 
Кт361Г 80 КТ5О1Л 88 КТ625АМ-2 4 

КТ361Д 80 КТ501М 88 КТ626А 94 

КТ361Е 80 КТ50?А 88 КТ626Б 94 
КТ3З6ЗА 80 КТ502Б 88 кт626В 94 
КТ363Б 80 КТ502В 88 кт626Г 94 

КТЗ6ЗАМ 82 КТ50ЭГ 88 КТ626Д 94 
КТ36ЗБМ 82 КТ502Д. 88 КТ629А 94 
КТ364А-2 82 КТ502Е 88 КТ629АМ-2 94 
кт364Б-2 82 КТ50ЗА 88 || КТ6ЗОА 94 

КТ364В-2 82 КТ503ЗБ 88 КТ630Б 94 

КТ3З66А 82 КТ5ОЗВ 88 кт6зов 94 
КТ366Б 82 КТ5ОЗГ 88 кт6зогГ 94 
- КТЗ66В 82 КТ50ЗД. 88 кт630Д 94 

КТЗ68А 82 КТ5ОЗЕ 88 КТ630Е `` 94 
КТ368Б 82 КТ504А 88 КТ632Б 96 
КТ368АМ 82 КТ504Б 88 КТ6ЗЗА 96 
КТ368БМ 82 КТ504В 88 КТ633Б 96 

КТЗ69А 82 КТ505А 88 КТ6ЗЗА-2 96 

КТ369Б 82 КТ505Б 88 КТ634Б-2 96 
КТ369В 82 КТ506А 88 КТ6З5А 96 
кт369г 82 КТ506Б 88 КТ635Б 96 

КТ369А-1 82 КТ6О1А 88 КТ637А-2 96 
Кт36ЭБ-1 82 КТ6О1АМ 88 КТ637Б-2 96 
КТЗ6ЭВ-1 82 КТ60?А 88 КТ639А 96 

КтЗ69Г-1 82 КТ602Б 88 КТ639Б 96 
КТЗ70А-1 82 кт602В 88 КТ6З9В 96 
КТ370Б-1 82 Кт602Г 88 кт6з9Г 96 
КТЗ71А 84 КТ60?АМ 90 КТ63З9Д, 96 

КТЗ72А 84 КТ60о2БМ 90 КТ639Е 96 
КТЗ72Б 84 КТ6ОЗА 90 КТ6З9Ж 96 
КТЗ72В 84 КтТ6озБ О КТ639И 96 
КТ3З7ЗА 84 КТ60ЗВ 90 КТ640А-2 96 

КТЗ7ЗБ 84 кт6озг 90 КТ640Б-2 96 


Продолжение 


Тип прибора А Тип прибора ее Тип прибора Стр. 


КТ640В-2 КТ812А КТ837Б 106 

КТ6АЗА-2 9 КТ812Б КТ837В 106 

КТ644А 96 КТ812В ы КТ837Г 106 

КТ644Б 96 || КТ814А 104 КТ837Д 108 

КТ644В 96 КТ814Б 104 КТ837Е 108 

КТ644Г 96 КТ814В 104 КТ837Ж 108 

КТ645А 98 КТ814Г 104 КТ837И 108 | 

КТ645Б 98 || КТ815А 104 КТ837К 108 : 

КТ646А 98 КТ815Б 104 КТ837Л 108 \ 

КТ646Б 98 КТ8158В 104 КТ837М 108 

КТ659А 98 КТ815Г 104 КТ837Н 108 а 

КТ6боА 98 || КТ816А 104 КТ837П 108 

КТ660Б 98 КТ816Б 104 КТ837Р 108 

КТ661А 98 КТ816В 104 КТ837С 108 

КТ662А 98 КТ816Г 104 КТ837Т 108 

КТ668А 98 || КТ817А 104 КТ837У 108 

КТ668Б 98 КТ817Б 104 КТ837Ф 108 

КТ668В 98 КТ817В 104 КТ838 А 108 

КТ680А 98 КТ817Г 104 КТ839А 108 

КТ681А 98 || КТ818А 104 КТ840А 108 

КТ68ЗА 100 КТ818Б 104 КТ840Б 108 

КТ68ЗБ 100 КТ818 В 104 КТ841А 108 

КТ683В 100 КТ818Г 104 КТ841Б 108 

КТ683Г 100 || КТ818АМ 104 КТ841В 108 

КТ68ЗД. 100 КТ818БМ 104 КТ842А 108 

КТ68ЗЕ 100 КТ818ВМ 104 КТ849Б 108 

КТ684А 100 КТ818ГМ 104 КТ844А 108 

КТ684Б5 100 || КтТ819А 106 КТ845А 108 

КТ684В 100 КТ8195 106 КТ846А 108 

КТ685А 100 КТ819В 106 КТ847А 110 

КТ685Б 100 КТ819Г 106 КТ848 А 110 

КТ685В 100 || КТ819АМ 106 КТ850А 110 

КТ685Г 100 КТ8195М 106 КТ8505 110 

КТ685Д. 100 КТ819ВМ 106 КТ8508В 110 

КТ685Е 100 КТ819ГМ 106 КТ851А 110 

КТ685Ж 100 КТ820А-1 106 КТ851Б 110 

КТ686А 100 КТ820Б-1 106 КТ851 В 110 

КТ686Б 100 КТ820В-1 106 КТ852А 110 

КТ686В 100 КТ821А-1 106 КТ852Б 110 

КТ686 г 100 КТ821Б-1 106 КТ852В 110 

Кт686Д. 100 КТ821В-1 106 КТ852Г 110 

КТ686Е 100 КТ822А-1 106 КТ85ЗА 110 

КТ686жЖ 100 КТ822Б-1 106 КТ853Б 110 

КТ704А 100 КТ822В-1 106 КТ853В 110 

КТ704Б 100 КТ823А-1 106 КТ853Г 110 

КТ704В 100 КТ82ЗБ-1 106 КТ854А 110 

КТ710А 100 КТ823ЗВ-1 106 КТ854Б 110 

КТ712А 102 КТ895Г 106 КТ855А 110 

КТ712Б 102 КТ825Д. 106 КТ8555 110 

КТ715А 102 КТ825Е 106 КТ855В 110 

КТ801А 102 КТ826А 106 КТ857А 110 

КТ801Б 102 КТ8265 106 КТ858 А 110 

КТ802А 102 КТ826В 106 КТ859А 110 

КТ8ОЗА 102 КТ827А 106 КТ86ЗА 110 

КТ805А 102 КТ827Б 106 КТ864А 10 

КТ805АМ 102 КТ827В 106 КТ865А 110 

КТ805Б 102 КТ828А 106 КТ868А 110 

КТ805БМ 102 КТ828Б 106 КТ8685 110 

КТ805ВМ 102 КТ829А 106 КТ872А 112 

КТ807А 102 КТ8295 106 КТ872Б 112 

КТ807АМ 102 КТ829В 106 КТ878А 112 

КТ807Б 102 КТ829Г 106 КТ892А 112 

КТ807БМ 102 КТ834А 106 КТ8925Б 112 

КТ808А 102 КТ834Б 106 КТ902А 112 

КТ808АМ 104 КТ83З4В 106 КТ902АМ 112 

КТ808БМ 104 КТ835А 106 КТ90ЗА 112 

ам 104 ти КТ835Б в 106 КТ903Б 112 
1837А 

а и К КТ904А 112 
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а д а Оса о ры ‚й 


КТ904Б КТ930А КТ97ЗА 124 

КТ907А КТ930Б КТ973Б 124 

КТ907Б 112 КТ9З1А КТ976А 126 
КТ908А 112 КТ9З2А КТ977А 126 
КТ908Б 112 КТ932Б КТ981А 126 _ 

КТ909А 112 КТ932В КТ984А 126 

КТ909Б 112 КТ9ЗЗА КТ984Б 196 
кт909в 112 КТ9ЗЗБ КТ985АС 126 
кт909г 112 КТ934А : КТ991АС 126 

КТУОТАС 114 КТ934Б КТ997А 126 

КТ9104А 114 КТ93З4В КТ997Б 126 
КТ9104Б 114 кт9ЗаГ КТ999А 126 
КТ9105АС 114 кт9З4Д КТСЗ0ЗА-2 128 

КТ9116А 114 КТ935А КТСЗ10ЗА 128 

КТ9!16Б 114 КТ936А КТС3103Б 128 
КТ9120А 114 КТ936Б ь КТСЗ9ЗА . 128 
КТ9!1А 114 КТ937А-2 КТСЗ93ЗБ 128 

КТ9!1Б 114 КТ9З7Б-2 КТСЗ9ЗА-1 128 

ктУив 114 КТ938А-2 КТСЗ9ЗБ-1 128 
КТГ 114 КТ938Б-2 КТСЗ94А-2 128 
КТ912А 114 КТ9З9А КТСЗ94Б-2 128 

КТ912Б 114 КТ939Б КТСЗ95А-1 128 

КТ91ЗА 114 КТ940А КТСЗ95Б-1 128 
КТ913Б 114 КТ940Б КТСЗ95А-2 128 
КТ913В 114 КТ940В КТСЗ395Б-2 128 

КТ914А 116 КТ942В КТС3З95В-2 128 

КТ916А 116 КТ94ЗА КТСЗ98А-1 128 
КТ918А 116 КТ943Б КТСЗ98Б-1 128 
КТ918Б 116 КТ943В КТС61ЗА 128 

КТ919А 116 КТ943Г КТС613Б 128 

КТ9!9Б 116 КТ943Д КТС613В 128 
ктТ919В 116 КТ944А ктсв13Г 128 
кт919Г 116 КТ945А КТС622А 130 

КТ920А 116 КТ946А КТС622Б 130 

КТ920Б 116 КТ947А КТС6З1А 130 
КТ920В ] [16 КТ948А КТС631Б 130 
КТ920Г 116 КТ948Б КТС631 В 130 

КТ921А 116 КТ955А КТС6з1Г 130 
КТ921Б 116 КТ956А : КИНТ251 130 
КТ922А 118 КТ957А К!НТ661 130 
КТ922Б 118 КТ958А К!29НТИ (А!-— И!) 130 
КТ922В 118 КТ960А К!59НТ! (АЕ) 130 
КТ922Г 118 КТЭбА КР!5ЭНТ! (АЕ) 130 
КТ922Д 118 КТ961Б 

КТ925А 118 КТВ 

КТ925Б 118 КТ962А 

КТ975В 118 кт962Б 

КТ925Г 118 Кт962В 

КТ926А 118 кт9 

КТ926Б 118 КТ9ббА 

КТ927А 118 КТ967А 

КТ927Б 118 КТ969А 

КТ927В 118 КТ970А 

КТ928А 118 КТ971А 

КТ928Б 118 КТ972А 

КТ929А 118 КТ972Б 
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Вим Не. Щл > ОЯ Тя 


кшог 
кпд 
КГОЕ 
КГ0ЗЕ 
КП103Ж 
КП103и 
КП103зК 
кп10зл 
КП103М 
КП10ЗЕР1 


КПЮЗЖРЕ 


КГИЮЗИР! 
КП!ЮЗКР! 
КП10ЗЛР! 
КПЮЗМР! 
КП201Е-1 
КП201Ж-1 
кп201И-1 
КП201К-1 
КП201Л-1 
КП202Д-1 
КП202Е-1 
КПЗО1Б 
КПЗо1В 
КПГ 
КПЗ02А 
КПЗ02Б 
КП302В 
кп302Г 
КП302АМ 
КП302БМ 
кп302ВМ 
КП302ГМ 
КПЗОЗА 
КПЗОЗБ 
КП303В 
КПЗОЗГ 
КП303Д 
КП30ЗЕ 
КП303Ж 
КП303и 
КП304А 
КП305Д 
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138 


138 


138 


138 


138 


138 


138 


138 


138 


140 


140 


140 


140 


140 


138 


138 


138 


138 


138 


138 


138 


138 


138 


138 


140 


140 


140 


140 


138 


138 


138 


138 


138 


138 


138 


138 


138 


140 


140 


140 


140 


140 


Транзисторы полевые 


КП801Б 

КП 801 В 
кП801Г 

КП 802А 
КП 802Б 
КП901А 
КП901Б 
КП902А 
КП902Б 
КП902В 
КП9ОЗА 
КП90ЗБ 
КП90ЗВ 
КП904А 
КП904Б 
КП905А 
КП905Б 
КП905В 
КП907А 
КП907Б 
КП907В 
КП921 
КП928 
КПС104А 
КПС!04Б 
КПС!04В 
кпси04Г 
КПС!04Д 
КПС104Е 
КПС202А-2 
КПС202Б-2 
КПС202В-2 
КПС202Г-2 
КПС203А-1 
КПС203Б-1 
КПС203В-1 
КПС203Г-1 
КПС315А 
КПС315Б 
КПСЗ16Д-1 
КПСЗ16Е-1 
КПС316Ж-1 
КПСЗ16И-1 


144 


144 


144 


146 


146 


146 


146 


146 


148 


148 


148 
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144 


144 


144 


146 


146 


146 


146 


148 


148 


148 


144 


144 


146 


146 


146 


146 


146 


148 


148 


148 


148 


144 


144 


146 


146 


146 


146 


146 


148 


148 


148 
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